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1.1. Typeniibersicht STANDARD-Typen

Transistoren

Germanium-HF-Transistoren
Germanium-NF-Transistoren
Germanium-NF-Leistungstransistoren

Transistor-Quartett
Silizium-HF-Transistoren

Silizium-NF-Transistoren

Silizium-Leistungstransistor

Integrierte Halbleiterschaltungen

Dreistufige lineare Verstarker

Dloden

Germanium-Spitzendioden
in Miniaturbauform

Silizium-Kleinflaichendioden

Silizium-Kleinflachendiode
in Miniaturbauform

Silizium-Kapazitatsdioden
in Miniaturbauform

Silizium-Dioden
in Kunststoffgehause
Silizium-Schaltdiode

Silizium-Planardiode fiir hohe Spannung

HeiBleiter

AF 106, AF 109 R, AF 118, AF 124, AF 125,
AF 126, AF 127, AF 139, AF 200, AF 201,
AF 202, AF 202 S, AF 239, AF 240

AC 121, AC 127, AC 151, AC 152, AC 153,
AC 153 K, AC 162, AC 163, AC 176,
AC176 K, AC187K, AC 188K

AD 130, AD 131, AD 132, AD 133, AD 136,
AD 148, AD 149, AD 150, AD 161, AD 162,
AD 163

Q610

BF 110, BF 115, BF 167, BF 173,
BF 177, BF 178, BF 179, BF 184, BF 185,
BF 194, BF 195

BC 107, BC 108, BC 109, BC 121, BC 122
BC 123, BC 140, BC 141, BC 147, BC 148,
BC 149, BC 157, BC 158, BC 159, BC 167,
BC 168, BC 169, BC 177, BC 178, BC 179

BD 109

TAA 111, TAA 121, TAA 131, TAA 141

AA 113, AA 113 gepaart
AA 116, AA 116 gepaart
AA 117,

AA 118, AA 118 gepaart
AA 119, AA 119 gepaart

BA 103, BA 104, BA 105, BA 108

BA 127

BA 119, BA 120, BA 138, BA 139, BA 140
BA 133

BA 136

BA 137

K 25, K26, K151, K 154, K 156
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1.2 Alphabetisches Typenverzeichnis (STANDARD-Typen)

Typ Bemerkungen Seite
AA 113 Germanium-Spitzendiode in Miniaturausfiihrung,
besonders geeignet als HF-Diode fiir hochohmige
Gleichrichterschaltungen 398
AA 113 . Germanium-HF-Spitzendiodenpaar in Miniaturaus-
gepaart flhrung fir hochohmige Ratiodetektor- und
Diskriminatorschaltungen 398
AA 116 Germanium-HF-Spitzendiode in Miniaturausfiihrung,

besonders geeignet fir niederohmige Gleichrichter-
schaltungen, insbesondere fir Video-Demodulator-

stufen in Fernsehempfangern 400
AA 116 Germanium-Spitzendiodenpaar in Miniaturausfihrung,
gepaart besonders geeignet als Ratiopaar in Transistorgeraten 400
AA 117 Germanium-Spitzendiode in Miniaturausfiihrung,

Universaldiode far hohe Sperrspannungen 404
AA 118 Germanium-Spitzendiode in Miniaturausfihrung,

Universaldiode fir hohe Sperrspannungen,

Schwarzpegeldiode 406
AA 118 Germanium-Spitzendiodenpaar in Miniaturausfihrung,
gepaart besonders geeignet als Phasendiskriminatorpaar in

Fernsehgeraten 406
AA 119 Germanium-Spitzendiode in Miniaturausfihrung,

besonders geeignet als HF-Diode fir hochohmige

Gleichrichterschaltungen 410
AA 119 Germanium-Spitzendiodenpaar, in Miniaturausfihrung,
gepaart besonders geeignet als HF-Diode flr Ratiodetektor-

und Diskriminatorschaltungen 410
AC 121 | PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fir NF-Endstufen mittlerer Leistung.
Fiir Gegentakt-Endstufen kdnnen diese Transistoren

gepaart geliefert werden 88
AC 127 NPN-Germanium-Transistor, fir Endstufen mit AC 152

als komplementéares Paar lieferbar 92
AC 151 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fir Vor- und Treiberstufen 96
AC 152 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fur Treiberstufen und NF-Endstufen mittlerer
Leistung. Fir Gegentakt-Endstufen kénnen diese
Transistoren gepaart geliefert werden. Mit AC 127
auch als komplementéares Paar lieferbar 104

10
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Typ Bemerkungen Seite
AC 153 PNP-Germanium-NF-Transistoren fir Endstufen mittlerer
AC1583 K Leistung. Fiir Gegentakt-Endstufen kdnnen diese

Transistoren gepaart geliefert werden. 110
AC 162 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fir Vor- und Treiberstufen 116
AC 163 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fGr Vor- und Treiberstufen 120
AC 176 NPN-Germanium-NF-Transistoren, geeignet fiir
AC176 K Endstufen bis 3,6 W 128
AC 187K NPN-Germanium-NF-Transistor, besonders mit

AC 188 K fiir komplementare Endstufen geeignet 130
AC188K PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders mit

AC 187 K fur komplementire Endstufen gesignet 13¢
AD 130 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fiir NF-Endstufen. Flr Gegentakt-Endstufen kénnen

diese Transistoren gepaart geliefert werden 13¢
AD 131 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fur NF-Endstufen. Fir Gegentakt-Endstufen kénnen

diese Transistoren gepaart geliefert werden 142
AD 132 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

flr NF-Endstufen 14€
AD 133 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fiir NF-Endstufen, sowie fir Schalteranwendungen 1560
AD 136 PNP-Germanium-NF-Transistor 154
AD 148 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fiir hochwertige Endstufen. Fiir Gegentakt-Endstufen

kénnen diese Transistoren gepaart geliefert werde_n - 158
AD 149 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

flir hochwertige Eintakt-A-Endstufen 162
AD 150 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

far hochwertige Endstufen bis 20 W

Fur Gegentakt-Endstufen kdonnen diese Transistoren

gepaart geliefert werden 166
AD 161 NPN-Germanium-NF-Transistor. Besonders mit AD 162

flr komplementare Gegentakt-Endstufen geeignet 170

11
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Typ Bemerkungen Seite
AD 162 PNP-Germanium-NF-Transistor besonders geeignet fir

NF-Endstufen. Der Transistor kann gepaart und

zusammen mit AD 161 komplementéir gepaart geliefert

werden 176
AD 183 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet fur

Schalteranwendungen bei hohen Spannungen

z, B. Vertikalablenkung bei Fernsehgeraten 182
AF 106 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor, besonders geeignet

fiir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz 186

¥ AF109R PNP-Germanium-Mesa-Transistor, besonders geeignet

fiir regelbare Vorstufen bis 260 MHz 192
AF 118 PNP-Germanium-HF-Transistor, besonders geeignet

fir HF-Anwendungen bei mittleren Leistungen 198
AF 124 PNP-Germanium-HF-Transistor, besonders geeignet

fiir UKW-Vorstufen 202
AF 125 PNP-Germanium-HF-Transistor, besonders geeignet

fur UKW-Mischstufen, sowie fir Vor- und Mischstufen

im KW-, MW- und LW-Bereich 208
AF 126 PNP-Germanium-HF-Transistor, besonders geeignet

fir ZF-Verstarker in AM/FM-Empfangern, sowie fir

Vor- und Mischstufen im KW-, MW- und LW-Bereich 214
AF 127 PNP-Germanium-HF-Transistor, besonders geeignet

fir Vor- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich,

sowie fur ZF-Verstarker in AM-Empfangern 220
AF 139 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor. besonders geeig-

net fir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz 224
AF 200 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor, besonders geeignet

fiir regelbare Fernseh-ZF-Stufen 232
AF 201 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor, besonders geeignet

fir Fernseh-ZF-Stufen 238
AF 202 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor, besonders geeignet

fur Fernseh-ZF-Endstufen 244
AF202S PNP-Germanium-HF-Mesatransistor, besonders geeignet

fir Fernseh-ZF-Endstufen 248

v AF239 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor, besonders rausch-

arm, fir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz 252

12 ¥ Neuer Typ
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Typ Bemerkungen Seite
AF 240 PNP-Germanium-HF-Mesatransistor fiir Misch- und

Oszillatorstufen sowie zur Verwendung in diodenabge-

stimmten Tunern bis 900 MHz 253
BA 103 Silizium-Kleinflachendiode zur Erzeugung

von Emittervorspannungen 118
BA 104 Silizium-Kleinflachendiode, besonders geeignet

fur Gleichrichterschaltungen bis zu einigen MHz,

insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen 420
BA 105 Silizium-Kleinflachendiode, besonders geeignet

fiir Gleichrichterschaltungen bis zu einigen MHz, »

insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen 422
BA 108 Silizium-Kleinflachendiode, besonders geeignet

fur Gleichrichterschaltungen bis zu einigen MHz,

insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen 424
BA 119 Silizium-Kapazitatsdiode in Miniaturausfiihrung 428
BA 120 Silizium-Kapazitatsdiode in Miniaturausfiihrung 428
BA 127 Silizium-Kleinflachendiode in Miniaturausfiihrung, ge-

eignet fir Gleichrichterschaltungen bis zu einigen MHz,

insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen 430
BA 133 Siliziumdiode fur Blitzlichtgerate in Plastik-Gehause 432
BA 136 Silizium-Planar-Schaltdiode fir Anwendungen im

VHF-Bereich 434
BA 137 Silizium-Planar-Diode zum Einsatz im

Phasendiskriminator (Farbfernsehen) 436
BA 138 Epitaktische Silizium-Planar-Kapazitats-Diode zum

Einsatz als Abstimmdiode im UKW- und VHF-Bereich 438
BA 139 Epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode zum Einsatz als

Abstimmdiode im UHF-Bereich, mit besonders groBer

Kapazitatsvariation 440
BA 140 Epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode zum Einsatz als

Abstimmdiode im UKW-, UHF- und VHF-Bereich,

mit besonders groBer Kapazitatsvariation 444
BC 107 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders

geeignet fir rauscharme Vor- und Treiberstufen 260
BC 108 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders

geeignet fir rauscharme Vor- und Treiberstufen 268
BC 109 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders

geeignet flir rauscharme Vor- und Treiberstufen 276
BC 121 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor in Miniatur-

ausfihrung mit Plastikumhdllung, besonders geeignet

tir rauscharme Verstérkerstufen 284
@ Vorléufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ 8 Nicht fiir Neuentwicklung 13
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Typ

Bemerkungen

Seite

BC 122

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, in Miniatur-
ausfithrung mit Plastikumhiliung, besonders geeignet
fiir rauscharme Verstarkerstufen

200

BC 123

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, in Miniatur-
ausflihrung mit Plastikumhillung, besonders geeignet
fiir rauscharme Verstarkerstufen

296

BC 140

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
far NF-Verstarker und Schaltanwendungen bis 1 A

302

BC 141

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir NF-Verstidrker und NF-Schalteranwendungen
bis 1 A

308

BC 147

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit Plastik-
Gehiuse zum Einsatz in NF-, Vor- und Treiberstufen
(TO-5-ahnl. Trapezform)

314

BC 148

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit Plastik-
Gehause zum Einsatz in NF-, Vor- und Treiberstufen
(TO-5-dhnl. Trapezform)

314

BC 149

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit Plastik-
Gehause zum Einsatz in NF-, Vor- und Treiberstufen
(TO-5-ahnl. Trapezform)

314

BC 157

Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit
Plastik-Gehause (Trapezform) zum Einsatz als
Komplementar-Transistor zu BC 147 fur NF-, Vor- und
Treiberstufen

322

BC 158

Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit
Plastik-Gehause (Trapezform) zum Einsatz als
Komplementar-Transistor zu BC 148 fir NF-, Vor- und
Treiberstufen

322

BC 159

Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit
Plastik-Gehause (Trapezform) zum Einsatz als
Komplementar-Transistor zu BC 149 flr NF-, Vor- und
Treiberstufen

322

BC 167

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit
Plastik-Gehause (T0-92) zum Einsatz in NF-, Vor- und
Treiberstufen

328

BC 168

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit
Plastik-Gehause (TO-92) zum Einsatz in NF-, Vor- und
Treiberstufen

328

BC 169

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor m'it
Piastik-Gehause (T0-92) zum Einsatz in NF-, Vor- und
Treiberstufen

328

14

® Vorlaufige Daten fir Muster Y Neuer Typ
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Typ Bemerkungen Seit2
BC 177 Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit Metall-

gehause (TO-18) zum Einsatz als Komplementér-Transistor

zu BC 107 far NF-, Vor- und Treiberstufen 333
BC 178 Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit Metall-

gehduse (TO-18) zum Einsatz als Komplementar-Transistor

zu BC 108 fiir NF-, Vor- und Treiberstufen 335
BC 179 Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor mit Metall- -

gehause (TO-18) zum Einsatz als Komplementar-Transistor

zu BC 109 fur NF-, Vor- und Treiberstufen 333
BD 109 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders

geeignet fir hochwertige NF-Endstufen 342
BF 110 NPN-Silizium-HF-Planar-Transistor, geeignet B

zur Verwendung in Video-Endstufen 345
BF 115 NPN-Silizium-Planar-Transistor, universell anwendbar 35)
BF 167 NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum Einsatz in B

regelbaren Fernseh-ZF-Verstarkerstufen 355
BF 173 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum B

Einsatz in nicht geregelten Fernseh-ZF-Verstarkerstufen

besonders geeignet fir Video-ZF-Endstufen 360
BF 177 NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum Einsatz in Video- B

Fernseh-Endstufen (bei Geraten mit kieiner Bildrdhre),

sowie im Referenzoszillator von Farbfernsehempfangern 364
BF 178 NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum Einsatz )

in der Video-Endstufe von Schwarzweil3-Fernseh-

empfangern 364
BF179 A Kanal (G-Y) NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren i
BF 179 B Kanal {R-Y) zum Einsatz fir Farbdifferenzsignal-
BF 179 C Kanal (B-Y) Endstufen in Farbfernsehempfangern 363
BF 184 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum Ein- )

satz im K-M- und LW-Bereich fur Vor- und Mischstufen;

im AM-FM-ZF-Verstarker im Rundfunkbereich,

sowie im Ton-ZF-Verstarker in Fernsehempfangern 363
BF 185 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum Ein- )

satz im Rundfunkbereich fur Vor- und Mischstufen bis

in den UKW-Bereich 363
BF 194 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum )

Einsatz in AM-FM-ZF-Verstarker sowie in Eingangsstufen

im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich (Plastikgehiuse,

Trapezform) 374
BF 195 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor zum

Einsatz im Rundfunkbereich flr Vor-, Misch- und Oszilla-

torstufen bis in den UKW-Bereich (Plastikgehause,

Trapezform) 374
@ Vorldufige Daten fiir Muster ¥ Neuer Typ 15
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Typ Bemerkungen Seite

K 25 Kompensations- und MeBheiBleiter

fir Chassismontage, geeignet zur Stabilisierung
des Arbeitspunktes in Transistorschaltungen und in
elektronischen Kompensations- und Regelschaltungen 450

K 26 KompensationsheiBleiter, besonders geeignet zur
Stabilisierung des Arbeitspunktes in Transistorver-
stédrkern, vorwiegend in Rundfunkempfangern 452

K 151 KompensationsheiBleiter, besonders geeignet
zur Stabilisierung des Arbeitspunktes
in Transistorschaltungen 454

¥ K154 KompensationsheiBleiter, besonders geeignet
zur Stabilisierung des Arbeitspunktes
in Transistorverstarkern 454

¥ K156 KompensationsheiBleiter zur Stabilisierung des
Arbeitspunktes von Transistor-Enstufen, mit Warme-
leitblech zur Befestigung am Transistor 455

Q610 Transistor-Quartett fiir eisenlose NF-Verstédrker 378

vy TAA 111 Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger linearer Ver-

starker in Si-Planar-Technik (3 Transistoren und 5 Wider-
stande), besonders geeignet fiir Batteriegerate mit kleinem
raumlichem Aufbau (DIN-Gehause § C 8 (TO-76) 384

oY TAA 121 Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger linearer Ver-
starker in Si-Planar-Technik (3 Transistoren und

4 Widerstiande) ohne AbschluBwiderstand fur
Batteriegerate (DIN-Gehduse 5 C 8 (TO-T76) 388

¥ TAA 131 integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger linearer
Verstirker in Si-Planartechnik (3 Transistoren und

2 Widerstande) ohne AbschluBwiderstand, besonders
geeignet fir Horhilfegerate mit kleinstem rdumlichem

Aufbau, mit Plastik-Miniaturgehause 2,7x 2,7 x 1,1 mm 320
oV TAA 141 Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger linearer
Verstarker (3 Transistoren, 2 Widerstande) chne Ab-
schluBwiderstand (DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72) 392
16 ® Vorldufige Daten fiir Muster ¥ Neuer Typ

Page 15/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

2. Vorwort
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2.1. Bezeichnungsschema fiir Halbleiter

1. Flr Typen, die vorwiegend in Rundfunk-, Fernseh- und Magnettongeriten verwendet
werden, besteht die Typenbezeichnung aus:

2 Buchstaben und 3 Ziffern

2. Fir Typen, die vorwiegend fir andere Aufgaben als unter 1. angegeben, also vor-
nehmlich fir kommerzielle Zwecke, eingesetzt werden, besteht die Typenbezeich-

nung aus:

3 Buchstaben und 2 Zitfern

Darin bedeuten

A

B

— W DO - AITmmgom >

N<XC

als erster Buchstabe

Ausgangsmaterial Germanium (Material mit einem Energiebandabstand von
0,6-1,0 eV)

Ausgangsmaterial Silizium (Material mit einem Energiebandabstand wvon
1,0-1,3 eV)

lll-V-Material, z. B. Gallium Arsenid (Material mit einem Enerpiebandabstand
von 1,3 und mehr eV)

Material mit einem Energiebandabstand von weniger als 0,6 eV, z. B. Indium
Antimonid

Halbleiter-Material fir Photoleiter und Hallgeneratoren

als zweiter Buchstabe

Diode (ausgenommen Tunnel-, Leistungs-, Zenerdicde und strahlungsemp-
findliche Diode, Bezugsdiode und Spannungsregler, Abstimmdiode)

Diode mit verdnderlicher Sperrschichtkapazitat (Abstimmdiode)

Transistor fir Anwendungen im Tonfrequenzbereich (Rynyg > 15 grd/W)
Leistungstransistor fir Anwendungen im Tonfrequenzbereich (Rynyg < 15 grd/W)
Tunneldiode

Hochfrequenz-Transistor (Renjg > 15 grd/W)

Hall-Feldsonde

Hallgenerator in magnetisch offenem Kreis (z. B. Magnetogramm- oder Signal-
sonde)

Hochfrequenz-Leistungstransistor (Rgyg < 15 grd/W)

Hallgenerator in magnetisch geschiossenem Kreis {z. B. Hallmodulator und
Hallmultiplikator)

Strahlungsempfindliches Halbleiterbauelement (z. B. Photoelement)
Strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement (z. B. Lumineszenzdiode)
Elektrisch ausgeldste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durchbruchcharakteristik
(Rensc > 15 grd/W), z.B. Thyristortetrode

Transistor flr Schaltanwendungen (Reyp > 15 grd/W)

Elektrisch oder mittels Licht ausgeltste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durch-
bruchcharakteristik (Renjg < 15 grd/W), z. B. Thyristortetrode, steuerbarer Lei-
stungsgleichrichter

Leistungstransistor flir Schaltanwendungen (Ryyjg < 15 grd/W)
Vervielfacher-Diode, z. B. Varaktor-Diode und Step-recovery-Diode
Leistungsdiode, Spannungsriickgewinnungsdicde, ,,booster'-Diode

Bezugs- oder Spannungsregierdiode (Zenerdicde)

an dritter Stelle wird fur Typen gemaB 2. der Buchstabe Z oder Y oder X usw.

verwendet,
Die den Buchstaben folgenden Ziffern haben nur die Bedeutung einer laufenden
Kennzeichnung, sie beinhalten also keine technische Aussage.

18
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2.1.1, Bezeichnungsschema tiir Halbleiter-Schaltungen

a) Im Bezeichnungsschema werden mit den ersten beiden Buchstaben die ,,Familien-
zugehdrigkeit'' gekennzeichnet. Unter Familienzugehorigkeit versteht man Bautei:e,
Ubereinstimmender Spezifikation, welche flir eine zusammengehdrige Schaltgemein-

. schaft bestimmt sind. Unter Umstanden kénnen Einzeltypen mit zugeteiltem Kern-
buchstaben in dieser Bezeichnungsgruppe vorkommen.

b) Der dritte Buchstabe bezeichnet die Gruppen oder die Funktionen des Bauteilss.

¢) AnschlieBend folgen 3 Ziffern, von welchen die ersten beiden die laufenden Serien-
nummern kennzeichnen und die 3. Ziffer den Temperaturbereich angibt.

Beispiel eines Bezeichnungsschemas

FA A 10 1

_Ir_l"‘l_ L

nummer erschopft ist
TAA 101 bis TAA 991
TAB 101 bis TAB 991

G = Mehrfache nicht
verbundene Einzelbau-
teile, welche zu einer
Familie oder Netzwerk
gehdren

H = Logikschaltungen
J = Speicherschaltung
(Dauerspeicher)

K = Impulsspeicher
inkl. Kurzspeicher

(z. B. zur Verzdgerung
in Digitalsystemen)

. = Digitale Niveau-
umsetzer

Y = Verschiedenes

Dte ersten zwel Buch- Dritter Buchstabe: Die ersten Dritte Ziffer:
staben: ,,Familienzuge- Gruppe oder Funktion zwel Ziffern: Temperatur-
hérigkeit* oder Einzeltyp des Bauteiles Laufende bereich

mit Kennbuchstabe Seriennummer
Familienzugehdrigkeit: | A = Linear-Verstarker | 10-99 1.0 bis 75 °C
FA, FB....... B = Frequenzumfor- 2, -55 bis
GA,GB....... USW. mer- oder Demodulator +125°C
Einzeltype ,,T' gefolgt C = Qszillatoren 0. andere
von Kennbuchstabe D = Mehrfache Temperatur-
A bzw. B, C usw, falls ungleiche lineare bereiche
die folgende Serien- Netzwerke

11l
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* Zur Bezeichnungsweise von Zenerdioden

Um die verschiedenen Spannungsgruppen mit den dazugehorigen Toleranzen von
Zenerdioden eines Grundtyps unterscheiden zu konnen, werden an die Typenbezeich-
nung des Grundiyps (z. B. BZY 83) Zusatzbuchstaben und Ziffern angehéngt. Diese
Zusatzkennzeichnung wird durch einen Bruchstrich (f) abgetrennt.

Als erstes wird durch die Angabe eines Buchstabens die prozentuale Toleranz der
Zenerspannung angegeben (z. B, BZY 83/C).
Die verschiedenen Buchstaben haben folgende Bedeutung:

C+ 5%
D +10%

Daran schlieBt sich die Angabe der mittleren Zenerspannung des jeweiligen Typs an,
durch Angabe des Zahlenwertes der Zenerspannung in Volt. Handelt es sich dabei
um Werte die zwischen zwei ganzen Zahlen liegen (z. B. 6,8), so ist an die Stelle des
Komma ein ,, V" zu setzen (z. B. 6 V B).

Als Beispiel ist im folgenden die komplette Bezeichnung einer Zenerdiode angegeben,

BZY 83/C 6V8

Grundtyp

Toleranz in %
(z.B.Uz £ 5%)

Zenerspannung
(z.B.68V)
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2.1.2. Erlauterung der Begriffe Grenzdaten und Kenndaten

Grenzdaten:

Die in den Datenblattern angegebenen Grenzdaten sind absolute Grenzwerte. Wird
einer dieser Grenzwerte berschritten, so kann dies zur Zerstdrung des Halbleiter-
Bauelementesfiihren,auchwenn die anderen Grenzdaten nichtganzausgenutztwerden.

Kenndaten:

Unter ,,Kenndaten' angegebene Werte sind dagegen als Mittelwerte aufzufassen.
In vielen Féllen werden die Kenndaten durch Angabe des Streubereichs ergéanzt.

21
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Transistoren sind Halbleiter-Bauelemente, die zur Verstarkung, Schwingungserzeugung
und fiir Regel- und Schaltzwecke verwendet werden kdnnen.

2.2.1. Grundschaltungen von Transistoren, ihre Besonderheiten und ihre

Bezeichnungsweise

Die Transistoren kénnen in drei Grundschaltungen betrieben werden. Dabei ergeben
sich erhebliche Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften, daher muB bei der
Angabe der Parameter die dazugehérige Grundschaltung mit angegeben werden.

Man spricht von Emitter-, Basis- oder Kollektorschaltung, je nachdem, welche der drei
Elektroden der gemeinsame Pol fUr den Eingangs- und Ausgangskreis ist.

Emitterschaltung

Ic
Iy -~
. e l”cz

Basisschaltung

Kollektorschaltung

Charakteristische Eigenschaften der Grundschaltungen

Ig Ie I
Ugg | Ves | Ve I
[0 O O O

In den drei Grundschaltungen haben die Transistoren die nachfolgend aufgefiihrten
charakteristischen Eigenschaften

Emitterschaltung

Basisschaltung

Kollektorschaltung

Eingangswiderstand mittel klein gro3
24
Z Z1e Zyp m "ﬂ—e Zie~B-R
Ausgangswiderstand groB sehr groB3 klein
Z1e+Re
Zy Zye Lyp Lo B Zyc w _eﬂf—"
Stromverstarkung groB3 < 1 grofBB
B
Spannungsverstéarkung groB grof3 <1
Leistungsverstarkung sehr groB groB3 mittel
c y niedrig hoch niedrig
renzfrequenz s fo B+ Fy ~ T
22
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Bezeichnungsweise der Parameter fiir die Grundschaltungen

Die dynamischen KenngriBen werden fir verschiedene Grundschaltungen angegeben.
Zur Kennzeichnung der Schaltungsart figt man an die Indizes der Parameter einen
entsprechenden Buchstaben an:

bei Emitterschaltung den Buchstaben e, bei Basisschaltung den Buchstaben b, hei
Kollektorschaltung den Buchstaben c.

Beispiel: hi1e Eingangswiderstand in Emitterschaltung
hip  Eingangswiderstand in Basisschaltung
hi1¢ Eingangswiderstand in Kollektorschaltung

2.2.2. Der Transistor als linearer Vierpol

Bei kleinen Aussteuerungen um einen festen Arbeitspunkt wird das Verhalten zweck-
méaBigerweise durch geeignete Wechselstrom-Vierpolparameter beschrieben. Hierzu
eignen sich beispielsweise die nachfolgenden h- und y-Parameter.

Beschreibung des Transistors mit h-Parametern

J i
1 2
u Trapsistor - el v1=Mh1in +higu
1 Vierpor 2l . : ]
2 =hpy iy +hp-w
————0

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

@Iﬂz j hq1 =+ firuy =0  KurzschluB-
—-0 Eingangswiderstand (Q)
T E\J) hi = — fir iy =0 Leerlauf-

Spannungsriickwirkung

Uy
[o R
i
—l
o—i

Cf\z ’ hyy =+ flru; =0  KurzschluB-
O] —o Vorwértsstromverstarkung
[l T |
EI hyy =— flr iy =0 Leerlauf-
Ot Ausgangsleitwert (mS)
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h, -2
o—1 }— - Die Parameter werden also bei KurzschluB
M am Ausgang bzw. Leerlauf am Eingang

ol J gemessen.
KQZ 2 M ;\ Die formalen Zusammenhange der Vier-
"1l Q’/l l\'\j 22 lﬂz polgleichungen lassen sich in einem Er-
satzschaltbild veranschaulichen,
O— . 4 -0

Zusammenhang zwischen den h-Parametern in Basis~ und Emitterschaltung

(h11b h12b)“ 1 ( h11e -—(hm—Ah,))

hap  haop 14 hate —hq2e + dhe \— (h21¢ + 4h,) ha2e

(h11b hu‘b)m 1 ( h1e "-(h12e_Ahe))

ha1e  haw 1+ hyte hae h2e

(hm h12e) _ 1 ( h11p — (M2 _'~Ahb))
hae hae/ 14 hup —hip +4hy \— (h21p + Ahp) h22p

(h11e h12e) ~_ ] ( hie  —(hi2p — Ahb))
hae hae 1+ hap \—hate ha2p

Fir die Determinante 4h gilt:
Ah = hyq = hyy —h1z « hy

Beschreibung des Transistors mit y-Parametern

I iz
—-—’ _‘__ .
¥11 = g1 + jbn
: y12 = g12 + jby2
Transistor- g
“ vierpol U Yo = gn +jbx
y22 = g2 + jbn
by =w -y
bz =w- (2
i =y U +y2 b1 = w - Cy
h=yn-uwm+yn-u by =w- Cx
24
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Die Parameter haben folgende Bedeutung:

2
—
[ —0 00— .
i
(r\Z: ol Y11 =Ui firup = 0 KurzschluB-
——6 o 1 Eingangsleitwert (mS)
i
——
i
”ZIE\D Y12 =-”l firu; = 0 KurzschluB-
0 0 | 2 Riickwértssteilheit (mA/V)
iz
‘—
0 O .
I
é_oI‘“ y21 =u—2 fir ug = 0 KurzschluB-
o o o— 1 Vorwirtssteilheit (mA/V)
‘&
‘—
Uzi E\) ypo =—= firuy = 0 KurzschluB-
L © u2 Ausgangsleitwert (mS)
19 i?
—_— -——
© Die Parameter werden also bel Kurzschlu
am Ein- bzw. Ausgang gemessen.
UyVip U4 Yy Die formalen Zusammenhange der Vier-
~\ ~ poigleichungen flassen sich in einem Er-
”11 Y (\"/l l\'\j [y @ l”z satzschaltbild veranschaulichen.
[ & O

Zusammenhang zwischen den y-Parametern in Basis- und Emitterschaltung

(Yﬁb Y12b) _( Y11e + Y12 + Y21e + Y22¢ — (Y12e +Y22e))

Y2 Y22 — (Y21e + y226) ¥22e

(Yﬁe Y12e) _( Y11b +¥a2p + Y21 + Y220 — (Y126 + y226 ))
Y21e  Y22e — (y21b -+ ya2p) Y226

25
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Zusammenhang zwischen den h- und y-Parametern

Zur Umrechnung der h- in die y-Parameterund umgekehrt gelten folgende Beziehungen:

h 1 1
11 Vi1 Y11 h1q
h12 SRR AL Y12 ____@
Y11 h11
hy = il yzn = 1
Y11 21 h11
n Ay dh
2 = _— - -
2 Y11 n hq1
h
Ah = £ Ay = e
Y11 h11

Fur die Determinanten 4h und Ay gilt:
Ah = hiy - hyg = hag < by Ay = y11  yn-y12°y2

2.2.3. Berechnungshinweise bei Verwendung der h- bzw. y-Parameter

Zur Berechnung des Betriebsverhaltens konnen die folgenden Formeln benutzt werden,
die sich aus den Vierpolgleichungen und den folgenden Beziehungen ableiten:

ug = Ug-i1 - Rg U =-ip* R

26
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Berechnungshinweise bej Verwendung der h-Parameter

g ¢
1 O O
Rp=—
65 Z Transistor- % Ri=t
; iﬂo b = Vierpol — %2 15,
—() C-

U k11 +4h R
Eingangswiderstand Zy - _1 - + L

i1 14 hn-R

h R

Ausgangswiderstand Zy = 2 - 11+ Re

i Ah+ hyy - Rg

f h
Stromverstéarkung _2 -1

i1 14 hn- Rt

u —hy1+R
Spannungsverstarkung 2. 21°

v h+4h-R
Ubertragungsfaktor* vV, - a-fa 2Ry

g+ iq (1+hx-R) (mi+4h-R)

Obertragungsfaktor* 4. h% -R¢-R.

bei Anpassung am Eingang Vomax = [(14+hxa-R.)-Re+hiy+4h -R. ]2

Optimaler v hn 2
Ubertragungsfaktor* popt = Vah + Vhyy - hn

Vpopt wird bei Anpassung am Ein- und Ausgang erreicht.

h
Dabei sind: Rg=Z4 = Vl Ah
hir 1
RL=Z3=}/ —.—
L=< T

mit Ah = hy1 - hyy—hy2-hy

* Bei niedrigen Frequenzen, falls alle h-Parameter reell sind: Leistungsverstarkung
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Berechnungshinwelse bei Verwendung der y-Parameter

iy In
O
1
655, 2y | rransistor- ) el
% iﬂn b Vierpol U L 6
L O

u ‘R
Eingangswiderstand Z -t 1+yn-R

it yn+4dy-R

Ausgangswiderstand Zym= =

Stromverstérkung ’_2 - Y

i yn+dy-R

— a1 R

Spannungsverstarkung ot - Yo

v 1+4yna-R
- uz- iy [y [*-Re
Ubertragungsfaktor? V., = L -

TR (14y2-R) (y1+4dy-R)
Obertragungstaktor? 4.y %1 -Rg-R;

bei Anpassung am Eingang Yo max = [(y11+Ady-R)-Rg+14ya- RL]l

Optimaler v ¥21 2
Ubertragungsfaktor® popt = VTy+1/m_

Y, opt Wird bei Anpassung am Ein- und Ausgang erreicht.

Dabei sind: Re=2Z4= )’_2& L1
yin dy

yu 1

R =2, = - —

L 2 v Ay

mit dy = y1-yn—yiz-yn
" 1) Bei niedrigen Frequenzen, falls alle y-Parameter reell sind;: Leistungsverstarkung

28
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2.2.4. Physlkalische Ersatzschaltbilder von Transistoren

Neben der Beschreibung der Eigenschaften eines Transistors durch die Vierpolpara-
meter (formale Ersatzschaltbilder) gibt es noch die Darstellung in Form von sogenannten
physikalischen Ersatzschaltbildern.

Wahrend die Elemente des formaien Ersatzschaltbildes lediglich die Zusammenhéange
der Vierpolgleichungen veranschaulichen und in starkem MaBe frequenzabhingig
sind, sind physikalische Ersatzschaltbilder so konstruiert, daB ihre Elemente eine gewisse
physikalische Bedeutung haben und als weitgehend frequenzunabhéngig angenommen
werden konnen. Sie kdnnen bis zu Frequenzen von f < fa/2 mit ausreichender Genauig-
keit verwendet werden. Dabei wird vorteilhaft fir die Emitterschaltung das w-Ersatz-
schaltbild und flr die Basisschaltung das T-Ersatzschaltbild verwendet.
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n-Ersatzschaltbild eines Transistors (nach Giacoletto; Emitterschaltung)

Cye
__"_
b o L e I
—{__ 19 ' ) 6 o
5
Uye  Jce Cee ~ l & Upe
Y
> < > O
[
In dem obigen b BasisanschiuB
Ersatzschaltbild bedeuten: b’ Innerer Basisanschlu3
c Kollektoranschiuf

Cob'e Kollektor-Sperrschichtkapazitat
Cpte  Emitter-Diffusionskapazitat

Cee Kollektor-Emitter-Gehausekapazitat
e EmitteranschluB

gb'c Kollektor-Leitwert

gb'e Emitter-Leitwert

Ece Kollektor-Emitter-Leitwert

Em Innere Steilheit

ip Basisstrom

ic Kollektorstrom

Ibb! Basis-Bahnwiderstand

Upe Basis-Emitter-Spannung

Up'e Innere Basis-Emitter-Spannung
Uce Kollektor-Emitter-Spannung

Zusammenhang zwischen den y-Parametern und den Elementen
des n-Ersatzschaltbildes

Yile  Y12e 1 [Yoct Vore —Yb'e
(Y21e Y22e ) M (gm — Vb'e (Yore+ Yee) * M + rppr - Yore (8m — Yb'c))
Yore = 8brc + j@ Cpre
Ybre = Gbre + j@ Cpre
Yee =8ce T jwCee
M =1 (¥t yore) ron

30
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Hochirequenz-T-Ersatzschaltbild eines Transistors (Basisschaltung)

Dieses Ersatzschaltbild ist nicht fiir die Anwendung im Niederfrequenzbereich geeignet.

o
|
|
[
|
I Cop'
e
_’GH.
..
—
Tepy

In dem obigen
Ersatzschaltbild bedeuten:

-
|
|
I
|
l
|
!
f A
Tee’ !
|
|
|
|
I
|
|
[
_______ -
a Stromgenerator
b BasisanschluB
b Innerer BasisanschluB
c Koliektoranschlu8
<’ Innerer Kollektoranschlul3
Ceb Kollektor-Basis-Gehausekapazitat
Cetp Kollektor-Kapazitat
Cerpr Kollektor-Sperrschichtkapazitat
Cee Kollektor-Emitter-Gehdusekapazitat
Ceb Emitter-Basis-Gehiusekapazitat
Cep? Emitter-Diffusionskapazitat
e Emitteranschluf3
ic Kollektorstrom
fe Emitterstrom
Ibb! Basis-Bahnwiderstand
Tee! Kollektor-Bahnwiderstand
Feb’ Emitter-Bahnwiderstand
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2.2.5. Zulissige Gesamtverlustleistung P, bei Transistoren

Bei Leistungstransistoren ist die zuldssige Verlustleistung in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur Ty mit der Spannung Ugg als Parameter in Form von Kurven-
scharen, angegeben.

Diese Kurven gelten unter dem Gesichtspunkt gleicher Zuverlassigkeit.
Dabei nimmt die zulassige Verlustleistung mit steigender Kollektorspannung ab,

Bei Nichtbeachten dieser Kurven kann es zum sogenannten sekundaren Durchbruch
kommen, wobei der Transistor zerstort wird.

w
h:UQE =0 bis 10V
Prot \
1 X
20V
® NA
25V
\ AVAY
2 N
3oV X 5\
ANEAN Y
NAL
0 ANAY
ANRA\Y
N
Temperaturabhiéngigkeit der
zuléssigen Gesamtverlustleistung N
(Uce = Parameter} 0

o 20 40 60 80 007

.__.....-.T

2.2.6. Impulsverlustleistung

Mit Transistoren kbnnen Leistungen geschaltet werden, die groBer als die statische
Verlustleistung sind. Wiahrend eines Umschaltvorganges wird im allgemeinen die fir
Dauerlast giiltige Verlustleistungs-Kurve Uberschritten. Dies ist dann zulassig, wenn
die Warmekapazitat des Systems und die Warmeableitung verhindern, da@ die kurz-
zeitig auftretenden Verluste das Transistorsystem ber die maximal zulassige Sperr-
schichttemperatur erwarmen.

32
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Wahrend einer Schaltperiode wird der Transistor durch Sperr-, Einschalt-, DurchlaB-
und Ausschaltverluste belastet. Die Zeitdiagramme der dabei im Transistor auftreten-

den Verlustleistungen sind fiir induktive, ohmsche und kapazitive Last in den folgen-
den Abbildungen dargestellt:

Ausgangs-
impuls

Verlustleistung
im Transistor
bei

induktiver Last

ochmscher Last

kapazitiver Last

log P
il -
r
P
fogP ﬁ
PE
rs L | -
t
log P
_—Jﬂ S
!
!a?P q 1
—_—

Page 32/497

.-lc

._IC

Pp
A
A Ps
— U
Pp
¢ Pe=Hhy
M.
— ~lUe
Py
PE
L
ﬁ .
A s
— e



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

Fir viele Anwendungen ist ein vereinfachter Ansatz zur Bestimmung der auftretenden
Impulsverlustleistungen erlaubt,

Anstelle der kurvenformigen Verlaufe kann man beim Ein- und Ausschalten rechteckige
Impulsformen annehmen. Bei einer ohmschen oder Uberwiegend ohmschen Belastung
kann vereinfacht angenommen werden, daB der Ausschaltimpuls ohne Zwischenpause
dem Einschaltimpuls folgt. Dann gilt folgende Tabelle:

Last Impulsdauer t Pr i_’g

L taus Pa Ps-+Pe+Pp
R tein +laus Pe = Pa Ps + Pp

C tein Pe Fs+|BD+lEA

Pr Scheitelwert der Verlustleistung (Impulsverlustleistung
Ps Sperrverlustleistung

Pe Scheitelwert der Einschaltverlustleistung

Ps DurchlaBverlustleistung

Pa Scheitelwert der Ausschaltverlustleistung

P
t

Uber die Dauer einer Periode gemittelte Verlustleistung
Dauer der Impulsverlustleistung

t
v Tastverhéalinis o
T Periode
vPr Uber die Dauer einer Periode gemiftelte Impulsveriustleistung

£thiG maximaler thermischer Impuisleitwert

Die beim Schaltvorgang auftretende Erhdhung der Sperrschichttemperatur betrégt:
Pr

Ti—Ty= (Pg + ¥P1) (Renju — Rense) + Pa RepsG +
gthiG

Die einzelnen Beitrage zur Erhdhung der Sperrschichttemperatur sind aus untenstehen-
der Abbildung ersichtlich

Rinay
A i Werme-
a o N quelte
R Rinas Warmestromong
- )
L
auperer innerer
Warmewiderstand Warmewlderstand
Umgebung Gehduse Sparrschicht
Ty Ts Rechenwert 7i
_ _ |
(Pg+ 0P Ripgy~Amag) —=1*— Fo - Rinao - To6 ,
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Durch Messung und Berechnung wurden Kurven ermittelt, die den maximalen ther-
mischen Impulsleitwert gy in Abhéingigkeit von der Dauer der Impulsverlustleistung ¢
und dem Tastverhéltnis » zeigen.

Folgendes Bild zeigt eine entsprechende Kurvenschar

w
3%
102
5
i)
101 y=0
001 e 9’thas'AT‘P_
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2.2.7. Wiarmeableitung bei Transistoren

Leistungstransistoren werden zur Erzielung einer besseren Warmeableitung auf
Chassisbleche montiert. In diesem Falie ist anstelle von Ryyjy (vorheriger Abschnitt)
der Warmewiderstand zwischen Sperrschicht {iber das Chassisblech zur Umgebung
RenL anzusetzen,

Rinhk = Rep — Rense

Der Warmewiderstand des Chassisbleches Rin wird nach der folgenden Naherungs-
formel (glltig fir KGhiblech - nicht fir Kiihlkérper) berechnet:

3.3 650
RmK-Vﬁ €025 +—5C

A Wirmeleitwert des Chassisbleches in W/grd cm

Material l A[Wigrd em]
Aluminium 2.1
Kupfer 3.8
Messing 1.1
Stahl 0,46
d Dicke des Chassisbleches in mm
A Flache des Chassisbleches in cm?
C Korrekturfaktor fir die Lage und die Oberflachenbeschaffenheit des Chassis-
bleches
Oberflache blank geschwarzt
m
senkrecht 0,85 0,43
waagrecht 1 0,5

Die Formel gilt fur annahernd quadratisch geformte Chassisbleche, wenn der Tran-
sistor in der Mitte des Kihlbleches montiert, die einzige Warmequelle am Chassisblech
darstellt. Die Werte der Konstanten A und C gelten in ruhender Luft bis zu einer Um-

gebungstemperatur von etwa 45 °C, wenn keine heien, warmestrahlenden Teile in
der Nahe sind. :

Der Warmelbergangswiderstand einer Glimmerscheibe:

Dicke der Ren {grd/W)
Scheibe (um)
50 1,25
100 1.5

Bei beiderseitig eingefetteter Glimmerscheibe ist der WarmeiGbergangswiderstand um
0,9 grd/W geringer.
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2.2.8. Schaltzeiten von Transistoren

Beim Einsatz von Transistoren als Schalter wird der Ausgangsimpuls gegeniber dem
Eingangsimpuls verformt und verzdgert.
Folgendes Bild zeigt das Schaltverhalten eines Transistors in Emitterschaltung:

ko, , AL
B Eingangsimpuls —————

" e

fp -

J

}

+IBZ4-‘;-—IB1 —

\

|

| L~

| | 4T

I | // Urg=0

| l [

I I e
s [Ausgangsimpuls | ¢

| | 1 \\

| 1 I IBBN

}

z 1 ! K

g

J N B

| b “4 l 4 S

f } > f
—>|fn - fr 'L'_fs—""“' - s Ui

Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten:

Einschaltzeit tei, = tg + t,

Die Einschaltzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollekterstrom) nach Einschal-
ten des Steuerstromes (Basisstrom)auf 909 seines Maximalwertesansteigt. Siesetztsich
zusammen aus der Verzogerungszeit ty {(delay-time) und der Anstiegszeit t, (rise-time).
Die Verzdgerungszeit ist die Zeit, in der nach Einschalten des Steuerimpulses der
Kollektorstrom auf 10 9 seines Endwertes angestiegen ist. Die Anstiegszeit ist jene
Zeit, in der der Kollektorstrom von 109 auf 909 seines Endwertes ansteigt.

Die Ausschaltzeit ist die Zeit, in der nach abschalten des Steuerimpulses der Ausgangs-
strom auf 109% seines Maximalwertes absinkt.

Sie setzt sich zusammen aus der Speicherzeit tg (storage-time) und der Abfalizeit tr
(fall-time).

Die Speicherzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes (Basisstrom)
der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) auf 30% seines Maximalwertes absinkt.

Die Abfallzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) von 8095 auf 10%
seines Maximalwertes absinkt.
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Ubersteuerungsfaktor

Der Ubersteuerungsfaktor ist das Verhaltnis zwischen dem Basisstrom Iz im einge-
I

schalteten Zustand und dem Basisstrom Ipg = B—C. der nétig ware, um den Transistor

0
bis zur Ubersteuerungsgrenze, Ucg = 0, durchzusteuern,

BoIp
Ic

Ausraumfaktor a

Der Ausraumfaktor ist das Verhalinis zwischen dem Ausrdumstrom -Ig» und dem

Basisstrom Igg = _;Eﬁ

O L4
__Bolm
Ic

Die Einschaltzeit tei, wird um so kleiner. je gréBer der Ubersteuerungsfaktor ist. Die
Ausschaltzeit t;,;5 wird um so groBer je mehr der Transistor (bersteuert wird und um so
kleiner, je groBer der Ausraumfaktor ist.

Die Schaltzeiten sind einerseits vom Transistortyp, also von der Einschaltzeitkonstante
und der Speicherzeitkonstante z;, und andererseits von der Schaltungsauslegung, also
vom Obersteuerungsfaktor i und Ausriaumfaktor a abhéngig. Sie lassen sich nach
folgenden Formeln berechnen:

= = R, U i
tsg=Rp | Cepo+ C 1+ —}| In {14+ -—-—=]+7in
d B[ EBO CBO( RB)] ( A 501
{ii—0,1
t, =1tin
i—0,9
ts = 1cln w—_ﬂ + tin M—+1
|al+ 1 |al 4+ 0,9
la| +0,9
tr =7l ([ —
la| +0,1

1 -—
T =( -+ R Ccao) Bo

2 fr
R
/) ‘_,'Ll oUcc
0 4 I =-—
|
i o -0
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T Einschaltzeitkonstante
fr mittlere Transitfrequenz fr entlang der Lastgeraden
Ry Lastwiderstand

Ra Widerstand in der Basiszuleitung
B, Stromverstarkung bei Ucg =0

Ecgo mittlere Kollektor-Basis-Kapazitat entlang der Lastgeraden (Ry)
Cepo  mittlere Emitter-Kapazitat

T Speicherzeitkonstante (bei einzelnen Typen angegeben)
24 24
20 t 20

Ir T

+ 18 T 16

T 20 2n
o8\ 81

A\,
W h —_ 04 I~
0 0
0 2 4 ] 8 0 0 2 b ] 8 1t

Weil die Schaltzeiten schaltungsabhéangig sind, wird in Datenblattern meistens eino
MeRBschaltung angegeben. Es folgt ein Berechnungsbeispie! fir die Stréme I¢, I
und Ip; flir eine solche Schaltung.
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Schleifengleichungen:

IRy -I(Ry + Rg) = -Ug
Ig (R 4 Ry ~I Ry = —Upp Upgsa

Ry Ug U U
RE+R2_( 88+ UpEsat)

Re Ry
Re + Rz

Dafir foigt aligemein flr: Ip ==
Ri +

Fir Ug = 0 wird: Tog = — e T Ustat
Re Ry
R1+
Re + Rz

_ Ue—(Uss + Upgsar) Ipy = — Uss + UpEsar

Bei Rg « Rp: Ipq R Re

Ri-R
Die angegebenen Gleichungen gelten nur, wenn die Zeitkonstante (RE + R1—+§2_) -C
1 2

wesentlich gréBer ist, als die Zeit wahrend der Igq bzw. Igy flieBt.

I Uece — Uck sat
c=

Fir den Koliektorstrom giit: R
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2.2.9. Erlduterungen zu den verwendeten Symbolen und Begriffen

Im folgenden sind die fir die Daten der Transistoren verwendeten Symbole und
Begriffe kurz erlautert,

Um die verschiedenen Spannungen und Stréme des Transistors kennzeichnen zu
kénnen, verwendet man einen aus Buchstaben bestehenden Index. '

Die verwendeten Buchstaben geben AufschiuB {ber die jeweilige AnschluBart der
Transistoranschlisse. |hre Reihenfolge in Verbindung mit dem Vorzeichen (+ oder —)
kennzeichnet die Richtung der Spannung bzw. des Stromes. Es gilt hierbei die tech-
nische Stromrichtung (Strom von + nach —),

Die drei Transistoranschliisse werden wie folgt bezeichnet;

Emitter E
Basis B
Koilektor C,K

Beispiel: —Uce Kollektor-Emitter-Spannung,
wobei der Kollektor negativ gegeniiber dem Emitter ist.
Use Basis-Emitter-Spannung, ‘
wobei die Basis positiv gegeniiber dem Emitter ist.
—Upg Basis-Emitter-Spannung,
wobei die Basis negativ gegeniiber dem Emitter ist.

Zur Kennzeichnung der Reststrome und Sperrspannungen wird ein dritter Buchstabe
im Index verwendet. Dieser Buchstabe gibt AufschluB ber die AnschluBart des nicht
genannten, dritten Anschlusses.

Es werden folgende Abkirzungen verwendet:

Der dritte, nicht genannte AnschiuB ist offen.

R Ohmscher Widerstand zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht genannten
AnschluB.

S KurzschluB zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht genannten AnschiuB,

' Vorspannung in Sperrichtung zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht

genannten AnschluB3,
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Beisplele: (beim pnp-Transistor

%glﬂo

—Ucgo (—Iceo)

Kollektor-Basis-Sperrspannung
{Kollektor-Basis-Reststrom)
bei offenem Emitter; I =0

e

Toer

A

Rae

.

—Ucer (—Icer)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(Kollektor-Emitter-Reststrom)
mit einem Widerstand zwischen
Basis und Emitter

[+]

—Uggo (—Ieso) -

Emitter-Basis-Sperrspannung
(Emitter Basis-Reststrom)
bei offenem Kollektor; Ic =0
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Yeen

—Uceo (—Iceo)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(Kollektor-Emitter-Reststrom)
bei offener Basis; Iz =0

—Ucev (—Icev)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(Kollektor-Emitter-Reststrom)

bei gesperrter Emitterdiode, d. h.,
Vorspannung in Sperrichtung
zwischen Basis und Emitter

+

—Uces (—Ices)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(Kollektor-Emitter-Reststrom)

bei kurzgeschlossener Emitterdiode;

Uge =0
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2.2.10. Prinzipieller Verlauf der Spannungsfestigkeit bei Transistoren
(pnp-Typ)

Nachstehendes Bild zeigt den prinzipiellen Verlauf der Kennlinien Ic =f (Uc) mit ver-
schiedenen AbschluBbedingungen zwischen Basis und Emitter bei Zimmertemperatur:

Ugep (15 >0)
Utes (Ugg -0)

UCEV (U E>D)
/ B

Uggo U -0)
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2.2.11. Erlaubter Arbeitsbereich im Kennlinienteld

Bei manchen Transistortypen wird im I¢-/Uce-Kenntinienfeld ein erlaubter Arbeits-
bereich gemaB dem untenstehenden Bild angegeben. Innerhalb dieses Bereiches
sind alle Werte von I und Ucg erfaubt, wenn der Transistor hierbei thermisch nicht
Uberlastet wird,

l Cmax
e
eriaubler Ure
T Arveitsbersich GE max

— U

Kurzzeitige Uberschreitungen der Grenze des erlaubten Arbeitsbereiches sind dann
zuldssig, wenn die im Transistor verbrauchte Energie
t

Err == JIC' Uce dt
0

einen bestimmten Wert nicht Uberschreitet.

2.3. Integrierte Halbleiterschaltung

Integrierte Halbleiterschaltungen sind Schaltungen, deren aktive und passive Einzel-
elemente in einem mehrstufigen Planar-ProzeB gleichzeitig in ein monolithisches
Siliziumpléattchen eindiffundiert werden. Die elektrischen Verbindungen der einzelnen
Elemente dazu, werden gleichzeitig durch Aufdampfen von Leiterbahnen hergestelit.
In dieser Technik kénnen vollstandige, lineare- oder digitale Schaltungen mit einer
groBen Anzahl von Einzelelementen auf kleinster Flache ,,integriert’ aufgebaut wer-
den. Solche Schaltungen bieten neben der geringen GroBe den Vorteil hoher Zu-
verlassigkeit.

44
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2.4, Germanium-Dioden

Germanium-Dioden sind Spitzen-Kontakt-Dioden und bestehen aus' einem Ger-
maniumplattchen, auf das federnd eine Metalispitze aufgestellt ist. Diese Anordnung
hat ein Glasgehduse, mit dem sie dicht gegen duBere Einflisse abgeschlossen ist.
Das wesentliche Element einer Diode ist die Sperrschicht, der pn-Ubergang.
Dieser wird durch einen Formierungs-StromstoB in der Umgebung des Spitzenkon-
taktes erzeugt und hat wegen seiner nahezu punktformigen Ausdehnung eine sehr
geringe Eigenkapazitdt. Germanium-Dioden kénnen bis zu hohen Betriebsfrequen-
zen eingesetzt werden,

Allgemein verwendet man zum Aufbau dieser Dioden n-leitendes Germanium.
Der Kristalltrager bildet den kathodenseitigen und eine Metallfeder den anodenseitigen
AnschluB Bei den Dioden in Glasbauform kennzeichnen ein weiBler Farbring oder
eine Farbkappe die Kathode.

Die Diode wird in DurchlaBrichtung betrieben, wenn an der Kathode der negative Pol
der Batteriespannung liegt.

Germaniumpiaitchien Metalispitze
(Kathode) (Anode)

Farbkappe Gehause

Die verschiedenen Diodentypen haben entsprechend ihrem Anwendungszweck
unterschiedliche Kenndaten., Man unterscheidet z. B.:

Hochfrequenzdioden fiir hochohmige Gleichrichterschaltungen, Einzeldiode
(AA 119) und Ratiopaar (AA 113 gepaart, AA 119 gepaart)

Hochfrequenzdioden fiir niederohmige Gleichrichterschaltungen, Einzeldiode
(AA 116) und Ratiopaar (AA 116 gepaart)

Universaldioden fiir hohe Sperrspannungen (AA 117, AA 118)
Phasendiskriminatorpaar (AA 118 gepaart)

Die elektrischen Eigenschaften der Dioden werden durch statische und dynamische
Kenndaten sowie durch Grenzdaten beschrieben:
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2.4.1. Grenzdaten

Die Grenzdaten zeigen, wie weit die Dioden belastet werden diirfen. Es werden die
jeweils max. zulassigen Werte der elektrischen und thermischen GréBen angegeben.
Diese Werte diirfen in keinem Falle (iberschritten werden. Dies gilt einzeln fur jede der
angegebenen Grélen. Bei sinus- oder rechteckférmiger Belastung gelten die max. zu-
lassigen Scheitelwerte (Spitzensperrspannung und Spitzenwert des DurchlaBstromas)
im Zusammenhang mit Angaben (Uber Betriebsfrequenz bzw. Tastverhéltinis. Bei
Gleichrichterbetrieb ist der zulassige Wert des Richtstromes von der in den StromfluB-
pausen anliegenden Sperrspannung abhangig. Bei Aussteuerung der Dioden mit einer
Spannung beliebiger Kurvenform ist die Integrationszeit t,, zu beachten. Die Grenz-
werte sind im einzelnen:

Up maximale Gleichspannung in Sperrichtung

upm  maximale Spitzensperrspannung, Scheitelwert der Wechselspannung in Sperr-
richtung fir eine Betriebsfrequenz > 20 Hz sowohl bei sinusformiger Aus-
steuerung als auch einem Tastverhéltnis < 0,5 bei rechteckférmiger Aussteue-
rung.

Iy Richtstrom = arithmetischer Mittelwert des Diodenstromes. Fiir Gleichrichter-
schaltungen mit ochmscher und kapazitiver Last und sinusférmiger Eingangs-
wechselspannung kann Iy den jeweiligen Grenzkurven Ip = f (urp) entnommen
werden.

Mit abnehmendem Tastverhalinis (= Pulslange/Periodendauer) wird bhei kon-
stantem Richtstrom der die Diode durchflieBende Effektivstrom und damit die
Diodenbelastung gréBer.

Grundséatzlicher Verlauf der Richtstrom-Grenzbelastung in Abhéngigkeit vom
Tastverhaitnis:

10
’/

I e
If pd
i /

05 /

/
0
0 05 1,0
Tastverhditnis ( = f%
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Fir hdhere Umgebungstemperaturen Ty gilt fir I die Regel
Ly  Ti—Tu
Ip(25°C) T,—25

imm maximaler Spitzenstrom in DurchlaBrichtung flr eine Betriebsfrequenz > 20 Hz
sowohl bei sinusférmiger Aussteuerung als auch einem Tastverhalinis < 05
bei rechteckférmiger Aussteuerung.

irs Hochstwert des DurchlaBstromes, der fiir maximal 1 sec flieBen darf (nicht als
Betriebswert zulassig, bei Wiederholungen kdnnen die Lebensdauereigenschaf-
ten beeintrachtigt werden).

tay Integrationszeit, = Zeit, innerhalb welcher der arithmetische Mittelwert von
Strom bzw. Spannung die in den Grenzdaten angegebenen Gleichwerte nicht
iberschreiten darf, Gleichzeitig dirfen die Augenblickswerte die max. zulassi-
gen Scheitelwerte faut Datenblatt nicht Gberschreiten.

2.4.2. Die statischen Kenndaten geben das Gleichstromverhaiten wieder. Dabei
unterscheidet man Angaben fir den DurchlaB- und fir den Sperrbereich.

Die beiden Bereiche zeigen ein unterschiedliches Temperaturverhalten. Die Durch-
faBspannungsanderung betrégt etwa -2 mV/grd. Der Temperaturkoeffizient des Sperr-
stromes ist bei kleinen Spannungen etwa 7%/grd, er sinkt auf etwa 2%/grd in Durch-
bruchnéahe.

2.4.3. Die dynamischen Kenndaten beschreiben das HF-Verhalten einer Diode.
Hierzu werden das Spannungsrichtverhaltnis ny und der Dampfungswiderstand Ry
angegeben. Diese Angaben gelten fur die jeweilige MeBschaltung und Betriebsfrequenz.
Unter dem Spannungsrichtverhiltnis iy versteht man den Quotienten aus der Richt-
spannung und dem Scheitelwert der HF-Eingangsspannung (als MaB fir den Wirkungs-
grad bei der Gleichrichtung von Wechselspannungen). Der Dampfungswiderstand ist
der HF-Eingangswiderstand einer belasteten Gleichrichterschaltung, also der durch
die Diode am Schwingkreis bewirkte Parallelwiderstand, der bei Spannungen von
einigen Volt bis auf den Minimalwert R /2 absinken kann.

Bei Schaltidioden wird die Sperrverzbgerungszeit t,, angegeben. Sie kennzeichnet
jene Zeit, die zur Ausraumung der Ladungstrager im pn-Ubergang nach vorhergehen-
der DurchlaBbelastung bendétigt wird. Zur eindeutigen Definition von t,, wird eine be-
stimmte MeBschaltung angegeben, die dem charakteristischen Verhalten des jeweili-
gen Diodentyps am besten entspricht,.
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2.5. Silizium-Dioden

In den letzten Jahren haben sich Silizium-Dioden wegen ihrer vielseitigen Anwendungs-
mdoglichkeit immer mehr eingefliihrt. Diese Dioden zeichnen sich durch geringe Sperr-
stréme, hohe Sperrspannungen und groe DurchiaBsteilheit aus. Die zulassige Sperr-
schichttemperatur T; von 150 °C erlaubt trotz kleiner Bauform verhaltnism&Big hohe
Verlustleistungen.

2.5.1. Strom-Spannungs-Charakteristik

Die Strom-Spannungskennlinie steigt im DurchlaBbereich nach Uberschreiten der
Schwellenspannung von 0,6 bis 0,7 V steil an, hat im Sperrgebiet auBerordentlich ge-
ringe Sperrstrome (GréBenordnung nA) und weist einen fir diese Dioden charakteri-
stischen Durchbruch auf, sobald eine gewisse Sperrspannung Gberschritten wird.

2.5.2. Temperaturabhéingigkeit

Die beschriebenen 3 Bereiche der Strom-Spannungskennlinie zeigen ein unterschied-
liches Temperaturverhalten. Der Sperrstrom und die DurchlaBsteilheit nehmen mit
steigender Temperatur zu. Da die Sperrstréme selbst auBerordentlich niedrig sind,
stort diese Temperaturabhangigkeit des Sperrstromes wenig.

Die Temperaturabhangigkeit der Durchbruchspannung ist eine Funktion des Wertes
der jeweiligen Durchbruchspannung selbst, -

2.5.3. Belastbarkeit

Der Warmewiderstand Ry, juy der Silizium-Dioden im Metallgehause ist < 500 grd/W,
im Miniatur-Glasgehause = 400 grd/W zwischen der Sperrschicht und ruhender um-
gebender Luft. Bei den Dioden im Metallgehduse kann der Warmewiderstand mit Hiife
einer Kihischelle und Chassismontage wesentlich reduziert werden. In den Datenanga-
ben wird fiir Chassismontage auf 12 cm? Aluminiumblech, 2 mm dick, ein Warmewi-
derstand von Ry = 350 grd/W angegeben. Der Warmewiderstand zwischen Sperr-
schicht und Gehause ist = 250 grd/W.

Ti—Ty
Rth

Nach der Beziehung Ptog =

ergibt sich mit der maximal zuldssigen Sperrschichttemperatur von Tj = +160 °C bei
einer Umgebungstemperatur von 45 °C eine zuldssige Verlustleistung von Pyoy = 210 mW
bei den Dioden im Metallgehduse und 250 mW bei den Dioden im Miniatur-Glasge-
héuse bei Betrieb in ruhender umgebender Luft. Fir Dioden im Metallgehduse ergibt
sich sinngemaB eine zulassige Verlustleistung von 300 mW bei den obengenannten
Kihima@nahmen, Bei Dioden im Miniatur-Glasgehiuse besteht folgender typischer
Zusammenhang zwischen Warmewiderstand und Abstand der Lotstelle vom Gehiuse.
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v Warmewiderstand in Abh&ngigkeit von der Drahtlange zwischen Gehéuse und
%V Létstelie der Drahte

500

400 : —
Rnu e

FENZ

200

100

0 0 20 30mm
' ——» Drahtiénge L1
L4 = Abstand zwischen Lotstelle und Glasgehduse, wobei die Lotstellen auf 25 °C
gehalten werden.

2.5.4 Gleichrichter- und Schaltdioden

Geringe Sperrstrome und niedrige DurchlaBwiderstande sind die wesentlichsten Merk-
male der Silizium-Dioden. Ferner werden Sperrspannungen von einigen hundert Volt
erreicht. Sie werden sowoh! als Stromventile, zur Gleichrichtung bis zu einigen MHz als
auch als Schaltdioden verwendet. Die Sperrschichtkapazitat ist spannungsabhéngig
und nimmt mit wachsender Sperrspannung ab. Das Fertigungsspektrum umfaBt Di-
oden im Metaligehause (BA 103, BA 104, BA 105 und BA 108) sowie im Miniaiur-Glasge-
hause (BA 127).

2.5.5. Kapazitdtsdioden

Die Sperrschichtkapazitat von Dioden ist abhangig von der angelegten Sperrspannung
Diese Tatsache wird bei den Kapazitatsdioden hervorgehoben und besonders toleriert
Bei den in Diffusionstechnik hergestellten Silizium-Kapazitatsdioden gilt der Zusam-
menhang:

1
C ist etwa proportional ——

3

V Ur
Die mit Kapazitatsdioden durchgefihrten Anwendungen wie z. B. automatische
Nachstimmung im UKW- und Fernsehtuner, Modulation, Mischung, kapazitive Kopp-
lung fiir Bandbreitenregelung usw. erfordern einen hohen Gitefaktor Q:

1 .

Q= wC R
Der Serienwiderstand Rs wird im Interesse einer hohen Giite klein gehalten,
Das Fertigungsspektrum enthalt die Kapazitatsdioden BA 119, BA 120 und BA 138 im
Miniatur-Glasgehause. '
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2.6. HeiB3leiter

Siemens-,, Thernewid"" (Thernewid = thermisch negativer Widerstand) sind elektrische
Widerstande mit hohen, negativen Temperaturbeiwerten. Wahrend der Widerstand
reiner Metalle mit steigender Temperatur um etwa 0,4% je °C zunimmt, nimmt der
des Thernewid stark ab (der HeiBleiter leitet in heiBem Zustand besser). Der (negative)
Temperaturbeiwert der verschiedenen Thernewid-Typen betragt bei Zimmertemperatur
3 bis 55% je °C. Er ist damit funf- bis vierzehnmal so groB wie der (positive) von
Kupfer und von den meisten anderen Metallen, Infolge dieser Eigenschaft finden
Siemens-HeiBieiter zahlreiche technische Anwendungen.

Fiir die verschiedenen Anwendungen sind besondere Bauformen von HeiBleitern ent-
wickelt worden, deren Gewicht je nach Typ zwischen Bruchteilen eines Milligramms
his zu einigen Gramm betrégt.

Die HeiBleiter bestehen aus homogenen Oxydkérpern, die bei hohen Temperaturen
gesintert werden. Bei dem SinterprozeB tritt, wie bei anderen keramischen Kérpern, ein
mechanischer Schwund auf; dadurch streuen die Abmessungen stérker als bei Metall-
teilen, die durch Drehen oder Stanzen hergestellt werden. Da die Sintertemperaturen
sehr viel héher ais die maximale Betriebstemperatur liegen, treten im Betrieb keine
wesentlichen mechanischen und elekirischen Veranderungen aut,

2.6.1. Temperaturabhéingigkeit des Widerstandes

Die Temperaturabhangigkeit? des Widerstandswertes der HeiBleiter kann beschrieben
werden durch die Gleichung:

(1) Rt = Roo - exp (B/T);

Da der Wert Roo der Messung nicht zugénglich ist, formt man die Gleichung zweck-
maBigerweise um in

() Ry = Ryg - €xp [ B (JT_ _ ;_0)] . dabei ist
B
3) oy = —'i:“z- H

Die Bezeichnungen werden auf Seite 66 erlautert.

W Eingetragenes Warenzeichen

% In den Formeln (1...3) ist die Temperatur T in °K anzugeben
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| Widerstandsverhdltnis

\\ RyiRaq als Funktion

[\ der Temperatur

\\\.\ mit Temperaturbeiwert (TK)
‘;\\-\\ als Parameter
N\

N
\\\ )
-4 (1~
\ ‘\_Z’g \\
N BTN
\\-5,0 N
NTi =~ Ry Widerstand
’ N ~ des Thernawid

~J bei Betrisbstemperatur

& 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200°C
—Temperalir

Widerstandsverhé&ltnis Ry/Ryq

Aus dem oben angegebenen Diagramm konnen die Widerstandswerte der Kompen-
sations- und MeBheiBleiter (K-Typen) im Temperaturbereich von —20 bis +120 bzw. bis
4200 °C entnommen werden. Als Parameter dient der Temperaturbeiwert (TK) bei 20°C.,
Im Diagramm ist der Nennwiderstand auf 20 °C normiert.

2.6.2. Elektrische Belastung

Soll bei der Anwendung des HeiBleiters die Umgebungstemperatur bestimmend fiir den
Widerstandswert sein, z. B, bei Kompensation des Temperaturganges anderer Bauele-
mente oder bei Temperaturmessung und -regelung, so ist darauf zu achten daf keine
wesentliche Eigenerwarmung auftritt. LaBt man eine Ubertemperatur AT durch Eigen-
erwdrmung des HeiBleiters zu, so ist

G- AT
IMes = ]/ e L UMes = ]/Gth' R - AT
R

Die Bezeichnungen werden auf Seite 66 erlautert.
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Verhalten bel Eigenerwarmung, stationdre Strom-Spannungskennlinien

Solange ein HeiBleiter elektrisch schwach belastet wird, ist seine Temperatur im
aligemeinen gleich der Umgebungstemperatur, Man kann also bei Kenntnis dieser
Temperatur anhand der Kurve Ry = f(TiL) den Widerstandswert bestimmen.

10° \

A Y HelBlelterwiderstand
als Funktion der Temperatur,

\ R = (Thy)

N\
10 N
==
N
\‘
\4
N
S
| S— o
2 _
v ) 100 200 300°C

Erhdht man plétzlich die elektrische Leistung durch Erhthung des HeiBleiterstromes,
so steigt die Spannung momentan proportional zum Strom an und der HeiBleiter er-
wéarmt sich alimahlich, Damit sinkt sein Widerstand und die an ihm liegende Spannung
ab, bis die zugeflihrte etektrische Leistung nach einiger Zeit gleich der an die Um-
gebung abgegebenen Warmeleistung ist (,,stationarer Zustand'*}).
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Stationéire Strom-Spannungskennlinie,
Umgebungstemperatur als Parameter (als Beispiel: A 34-2/30)

.
0= [ TR T =
5 i $ S P
Uyt -
~N
N
1
) ]
= — QA
< % P h:h.\ j
N 2NV ~ 2,
/ />. / sgg)\%_
10° hY iy ™
Ty=0°C A St A~ N Q.
AN -4 ,\Q
5 20°CA— K
P 7
// V40°C 2 . %/1/ i
& “
1/ "%y 4 % N
0
02 5 107 5 1 5 10 5  10°mA

Tragt man die bel konstanter Umgebungstemperatur gewonnenen stationaren Endwerte
der Spannung als Funktion des Stromes auf, so erhélt man die stationdre Stromspan-
nungskennlinie (siehe Bild oben), Diese hat verschiedene Bereiche. Den geradlinigen
Anstiegsteil (hier ist die zugefiihrte Leistung so klein, daB keine merkliche Eigen-
erwarmung erfolgen kann, damit ist der HeiBleiter-Widerstand nur von der Umgebungs-
temperatur bestimmt), den verzégerten Anstieg bis zum Spannungsmaximum Uy (an
dieser Stelle ist die relative Widerstandsabnahme gleich der relativen Stromzunahme)
und den fallenden Teil. Am Ende der Kennlinie wird der Widerstandswert des HeiB-
leiters Uberwiegend vom Strom und nur zum kleinen Teil von der Umgebungstempera-
tur bestimmt,

MaBgebend flr die Lage des Maximums der Stromspannungskennlinie ist neben dem
Kaltwiderstand und der Umgebungstemperatur auch die Groie der Oberflaiche des
HeiBleiters. Ein HeiBleiter mit groBer Oberflaiche und damit groBem Warmeleitwert
fihrt mehr Leistung bei gleicher Ubertemperatur an die Umgebung ab als ein kleiner,
Strom und Spannung beim Maximum verschieben sich zu gréBeren Werten hin.

Die Stromspannungskennlinien gelten flr Betrieb in ruhender, umgebender Luft. In
stromender Luft oder auch in einer Fiissigkeit erhdht sich der Warmeleitwert
wesentlich und damit wird auch die Kennlinie zu gréBeren Strémen und Spannungen
verschoben, Das Umgekehrte gilt im Vakuum.
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2.6.3. Zeitkonstante (Tw)

Heizt man einen HeiBleiter durch elektrische Belastung auf eine Ubertemperatur auf
und verringert plétzlich die Belastung auf einen kieinen Bruchteil, so nimmt die Uber-
temperatur nach einer Exponentialfunktion ab. Nach der Zeit t = 1¢, betrigt die Uber-
temperatur nur noch1/e vom Anfangswert, DerWiderstand ist nach dieser Zeit wieder
etwa auf das geometrische Mittel zwischen Warmwiderstand und dem Wert bei Um-
gebungstemperatur angestiegen.

Die Werte fur die Zeitkonstante T, gelten fur Betrieb in ruhender, umgebender Luft.
In einer Umgebung mit groBer Warmeleitfahigkeit (stromende Luft, Flissigkeit) nimmt
die Zeitkonstante um den gleichen Faktor ab, wie der Warmeleitwert zunimmt,
Im Vakuum ist die Zeitkonstante groBer als in Luft.

Eine Aufheizzeitkonstante 148t sich nicht allgemein angeben, da die Aufheizgeschwin-
digkeit stark von Spannung und Vorwiderstand des Stromkreises abhangt.

2.6.4, Programm der Thernewid-Typen

Die verschiedenen Thernewid-Typen sind in bestimmte Gruppen, je nach ihrem Haupt-
anwendungszweck unterteilt und werden auch danach benannt. Es kann aber auch ein
HeiBleiter fiir eine andere Anwendung als die besonders vorgeschlagene, eingesetzt
werden, So ist es durchaus méglich, z. B. einen AnlaB-Hei8leiter zur Temperaturmes-
sung zu verwenden, jedoch muBB dann voraussichtlich mit gréBeren Toleranzen der
einzelnen elektrischen und thermischen Kennwerte gerechnet werden, Im Interesse
einer moglichst wirtschaftlichen Fertigung kénnen nicht samtliche elektrischen und
thermischen Daten aller HeiBleiter gemessen werden, deshalb werden in den ein-
zelnen Gruppen nur die fir diese Anwendungsgruppe charakteristischen Daten gepriift.
Aligemein kennzeichnet der erste Buchstabe der Typenbezsichnung das Haupt-
anwendungsgebiet, und die folgenden Nummern die Bauform. Nach einem Bindestrich
folgen (teils verschliisselt) die fir die Anwendungsgruppe charakteristischen elek-
trischen Daten.

Z.B. K11 ¢ 10k 3,8 = Kompensations- und MeBheiBieiter

Kompensations- und MeBhelBleiter

Kompensations- und MeBheiBleiter sollen elektrisch so schwach belastet werden, daB
keine wesentliche eigene Erwarmung eintritt, Damit wird ihr Widerstand nur von der
Umgebungstemperatur bestimmt. Sie dienen zur Kompensation der Temperatur.
abhangigkeit von Widerstanden mit positiven, wie auch mit negativen Temperatur-
koeffizienten und zur Temperaturstabilisierung von Transistorschaltungen. Ein wei-
teres wesentliches Anwendungsgebiet dieser Gruppe ist die Temperaturmessung
und -regelung.
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Zur Temperaturkompensation von Widerstdnden mit positivem TK werden die Kompen-
sationsheiBleiter in Reihe zu dem Widerstand (z. B. Spulen von MeBinstrumenten und
Relais) geschaltet. FUr kleine Temperaturbereiche (bis etwa 25 °C) genugt der HeiB-
leiter allein, sein Widerstand soll ‘dann etwa 10% von dem der Spule betragen. Fir
groBere Temperaturbereiche empfiehlt es sich, zu dem Thernewid einen temperatur-
unabhéangigen Widerstand parallel zu schalten. Der. Widerstand Ryg des Thernewic
soll bei der Temperaturkompensation von Kupferwicklungen und einer mittierer
Arbeitstemperatur von 20 bis 30 °C etwa 40 bis 70% vom mittleren Spulenwiderstanc
betragen,

Zur Temperaturkompensation von Halbleiterbauteilen mit negativem TK (Richtleiter,
MeBgleichrichter, Varistoren) wird der Thernewid meist in einer Widerstandsbricke,
gelegentlich auch in einer Potentiometerschaltung (z. B. bei Transistoren) eingesetzt.
Fur aligemeine Temperatur-MeB- und -Regelzwecke bei Betrieb in freier Luft bzw. in
einer Flussigkeit sind die Typen K 22 u, K17 entwickelt worden, wéahrend die Typen K 13,
K 252 und K 25 besonders zur Temperaturmessung und -regelung bei Chassismontage
geeignet sind. Bei der Temperaturmessung wirkt sich die Kleinheit des HeiBleiter-
Kérpers und der gegenliber einem Platin-Widerstandsthermometer etwa zehnmal so
groBe TK besonders giinstig aus. Der ebenfalls groBere Widerstand der Heillleiter
macht besondere Schaltungen zum Eineichen des Widerstandswertes selbst bei
tangen Zuleitungsdréhten Gberflissig. Der Thernewid wird meist in einer Wheatstone-
schen Briicke eingesetzt. Die vorhandenen Streuungen des Kaltwiderstandes und des
TK kénnen, soweit erforderlich, durch temperaturunabhangige Reihen- und Paralle!'-
widerstande ausgeglichen werden.

Bezeichnungsschema der K-Typen

Bestellbezeichnung: K 11 c 10k 38 *b +£20%
Kompensations-MeBheiBleiter | ¢ +£10%
d + 5%

Bauform

Auslieferungstoleranz von Ryg*
Kaltwiderstand Ry
Temperaturbeiwert TK in %/°C
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2.7. Einbau- und Létvorschriften

Die Einbaulage der Transistoren und Dioden ist beliebig. Bei allen Halbleiterbauele-
menten ist das Abkrépfen der AnschluBdrahte bis zu einem Abstand von 1,5 mm vom
Gehauseboden gestattet, wenn die AnschiuBdriahte einen Durchmesser von 0,5 mm
nicht Gberschreiten. Bei gréBeren Drahtdurchmessern sollten die AnschiuBdrahte
nicht gebogen werden.

Beim Einléten von Halbleiterbauelementen ist darauf zu achten, daB das Bauelement
keinesfalls thermisch {berlastet wird. Die Sperrschichttemperatur darf beim Léten fiir
Bauelemente aus Germanium 110 °C und fir Bauelemente aus Silizium 200 °C nicht
tberschreiten (max. 1 Minute),

Man unterscheidet zwischen Kolbenldtung und Tauchlétung.

Das Verhalten der Bauelemente beim Kolben- und Tauchléten wird mit Hilfe des durch
Messungen ermittelten Lotempfindlichkeitskoeffizienten K. bestimmt, Die maximale
Lotzeit trax ergibt sich fir verschiedene Langen der Driahte zwischen der Létstelle und
den Einmindungen der Dréahte aus folgenden Formeln:

- (Ti—Tw-L
max KL'Z

_ (Ti—Tw- L
(225 —025 L) K- Z

flr L2 5 mm

. tmax furL=15...5 mm

Der Létempfindlichkeitskoeffizient ist bei einer Lottemperatur von 300 °C ermittelt wor-

den, Fir andere Léttemperaturen bis zu 400 °C kann K folgendermaBen berechnet

werden:

—Ty

Ki = Kany e —— e
ETO 0 T T

Cie Formeln gelten, wenn das Transistorgehause keinen thermischen Kontakt mit der

Platte hat.

L Drahtlange zwischen der Lotstelle und dem Gehause in mm.
Z Anzahl der gleichzeitig geldteten AnschluBdrahte.

KL Lotempfindlichkeits-Koeffizient fir die Lottemperatur T,

Kipo Lotempfindlichkeitskoeffizient fiir 300 °C.

tinax  mMaximale Létdauer in sec,
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Der Létempfindlichkeits-Koefflzient Kiog ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Gehause Ge-Transistoren | Si-Transistoren Bemerkung
TO-18 9 Koll. isoliert
TO-18 lang 9 Koll. isoliert
TO-18 15 Koll. am Geh&ause
TO-1 6 Koll, isoliert

TO-5 6 7 Koll. am Gehéuse
TO-8 6 Koll. am Gehause
TO-8 4 TF 78; Koll. isol.
SOT-9 6 Koll. am Gehause
TO-3 5 Koll, am Gehause
TO-41 5 Koll. am Geh&uss

Zur schnellen Ubersicht folgen auf nebenstehender Seite Einbauhinweise fur die Tauch-

I6tung bei 245 °C:

Es wird die kUrzeste in der Gruppe der aufgefihrten Gehéduse auftretende Lotzeit thax
angegeben. Dem Transistorgehause darf dabei keine nennenswerte Warme zugefihrt
werden. Falls genauere Angaben erforderlich sind, sollen die auf Seite 56 aufgeflhr-
ten Formeln verwendet werden.
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Einbauhinweise fir Tauchiétung bei Typen mit einendig herausgefiihrten

AnschluBdréahten:

Lotung nur auf der dem Lotung nur auf der dem Bemerkungen
Halbleiter-Bauelement Halbleiter-Bauelement
abgewandien abgewandten
Plattenseite Plattenseite mit durch-
metallisierter Bohrung
mini5 min15 Léttemperatur
- Ty = 245°C

min5 <
/\ A

=

-
min 5<

AVAVARSZZ

min15

\,n{zim,s

7 AR,

; min1,5
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maximale Ldtzeit
tmax < D sec.

Metallgehause

TOA1

TO-3

TO-5

TO-7

TO-8

TO-8 dhnlich
TO-41

SOT-9

tmax < 4 Sec.
TO-18 (Silizium)

tmax < 2,5 sec.
TO-18 (Germanium)
TO-18 lang (Ge)

Das Gehause

darf eine Temperatur
von 115 °C (max. 2 Min.)
nicht Uberschreiten
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Einbauhinweise fir Tauchlotung bei Typen mit beidendig herausgefiihrten

Anschlu3drihten:

Létung nur auf der dem Létung nur auf der dem | Bemerkungen
Halbleiter-Bauelement Halbteiter-Bauelement
abgewandten abgewandten
Plattenseite Plattenseite mit durch-
metallisierter Bohrung
5 mint,5 Léttemperatur
e | T, =245°C
minS min5 Lotzeit
AN tmax <58
¥ ’ 7ZAlE 7z
2 2 Das Glasgehause
darf eine Temperatur
von 115 °C (max. 2 Min.)
nicht Uberschreiten
]Tfim,5 min1 %
min5 I~ ) -
mina
A LTI N 2N, 2z
Lottemperatur
T =245°C
Lotzeit
thax <98
| minis [l | minLe
A A7 A A2
min1,5 minis
min5 min | min3 min
A 0.25¢ 025
7 7L A7 A .?
]
ming = min5 -
min min
SN 025¢ , 0259
7 A7z, 7 2K,
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2.8. Schreibweise und Zusammenstellung der verwendeten
Symbole und Begriffe

2.8.1. Schrelbweise der verwendeten Symbolé und Begriffe

Die Kennzeichnung der Strom-, Spannungs-, Leistungs- (Wechselwerte, Gleich- bzw.
Mittelwerte) und Widerstandsart (Wechsel- bzw. Gleichwerte) wird durch GroB- und
Kleinschreibung der Symbole vorgenommen,

Kurzzeichen far GréBen
(Quantity symbols)

Fir Augenblickswerte zeitlich veranderlicher GréBen werden kleine Buchstaben ver-
wendet,

Beispiele: i, u, p

Fur Gleichwerte, Mittel- und Effektivwerte und fir Scheitelwerte periodischer Funktionen
des Stromes, der Spannung und der Leistung, d. h. fir zeitlich konstante GréBen, werden
groBe Buchstaben verwendet.

Beispiele: I, U, P

Indizes fur Kurzzeichen von GréBen
(Subscripts for quantity symbols)

Es werden folgende Indizes verwendet.

e Emitter

8, b Basis

Cc Koliektor

F f Vorwirtsrichtung (Diode in Durchla@richtung)
R, r Riuckwartsrichtung {Diode in Sperrichtung)
M, m Scheitelwert

av Mittelwert

Der Index fur die Kennzeichnung von Scheitel- und Mittelwerten kann weggelassen
werden, wenn eine Varwachslung nicht méglich ist.

FUr Gesamtwerte (Augenblickswerte, Gleichwerte, Mittel-, Effektiv- und Scheitelwerte)
vom Wert Null an gezahlt werden Indizes mit groBen Buchstaben verwendet.

Beispiele: ic, I¢, upe, Upg, pc, Pc.
Fir Werte der veranderlichen Komponenten (z. B. fir Augenblickswerte, Scheitel-

und Effektivwerte vom arithmetischen Mittelwert an gezahlt) werden Indizes mit kieinen
Buchstaben verwendet.

Beispie!e: ,.CI ICI Ube» Ube- pC! PC' '
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Um Scheitel-, Mittel- und Effektivwerte voneinander zu unterscheiden, kénnen weitere
Indizes hinzugetligt werden. Als Abklirzungen werden emptohlen:

Scheitelwerte M, m
Mittelwerte (arithmetische Mittelwerte) AV, av

Belspiele: Icm, Icav, Iem, cay

Bel Scheitelwerten kann auch ein ,, ~ ' Uber dem Buchstaben verwendet werden.

Beispiele: fc. fc

Grundtabelle der Kurzzeichen
(Basic symbols chart)

Ob die Buchstaben der Symbole groB oder klein zu schreiben sind, kann der folgenden
Tabelle entnommen werden. Die nachstehende Abbildung dient der naheren Er-
lauterung.

Kurzzeichen
iyu,p LuUP
e
b
¢ Augenblickswert der Effektivwert, Mittel-
f verédnderlichen und Scheitelwert der
r Komponente veranderlichen Komponente
w0 m
[1)]
N av
o
< E
- B
c Augsnblicksgesamtwert Gleichwert, Mittel-,
F (vom Wert Null Eftektiv- und Scheitelwert
R an gezahlt) vom Wert Null
M an gezahlt
AV
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——w= Kolfeklorsirom

(=)

- ohne Signal

Icav

Iem, Ic
Icrms

Icav

ICI ICI"I’I'IS

IClTh IC

ic

-~ ——— —— —— miSignsl ————————————

Gleichstromwert ohne Signal
DC vatue no signal

(arithmetischer) Mittelwert des Gesamtstromes
(vom Wert Null an gezahlt)
DC value with signal

Scheitelwert des Gesamtstromes (vom Wert Null an gezéhit)
max. total value '

Effektivwert des Gesamtstromes (vom Wert Null an gezahit)
RMS total value ‘

(arithmetischer) Mittelwert der dem Ruhegleichstrom I- Uberlagerten
veranderlichen Komponente (vom Gleichstromwert ohne Signal I an
gezahlt)

Average (d. c.) value of the signal component

Effektivwert der veranderlichen Komponente
(vom arithmetischen Mittelwert I-av an gezahlt)
RMS varying component value

Scheitelwert der veranderlichen Komponente
{vom arithmetischen Mittelwert I-ay an gezéhlit)
max. varying component value

Augenblicksgesamtwert (vom Wert Nuli an gezahlt)
instantaneous total value

Augenblickswert der veranderlichen Komponente
(vom arithmetischen Mittelwert Icav an gezahit)

Fiir die in dem obenstehenden Bild angegebenen GroBen gelten die nachstehenden
Beziehungen:

Icav = Ic + Iy

Iem =1Ic=1Icav + Iem

Icrms = ]/I!CAV + Perms
I =Icav+ic
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Anordnung der Indizes
{Conventions for subscripts sequence)

Spannungen
(Voltages)

Als Regel gilt, daB zwei Indizes verwendet werden, die die Punkte bezeichnen, zwischen
denen die Spannung gezahlt wird.

Positiven Zahlenwerten der Spannungen entsprechen positive Potentiale des mit dem
erstenindex bezeichneten Punktes, gegeniiber dem mit dem zweiten Index bezeichneten
Punkt (Bezugspunkt).

Der zweite Index kann weggelassen werden, wenn dadurch keine Verwirrung oder kein
MiBverstandnis entsteht. '

Eine Versorgungsspannung kann durch Wiederholung des AnschluB-Index gekenn-
zeichnet werden.

Beispiel: Ugeg, Upac, Ucce

Stréme
(Currents)

Als Regel gilt, daB mindestens ein Index verwendet wird. Positiven Zahlenwerten des;

Stromes entsprechen positive Strome, die an dem mit dem ersten Index bezeichneten
AnschluB in das Bauelement eintreten.

Indizes fir Anschliisse
Bei Bauelementen, die mehr als einen AnschluB desselben Typs haben, kdnnen die

Indizes fur die Anschliisse abgewandelt werden, durch Hinzufligen einer Zahl hinter
dem betreffenden Index, und zwar auf derselben Zeile,

Beispiel: Ugz.g  (Spannung zwischen dem zweiten BasisanschluB und dem Emitter;
Bei Mehrfachanordnungen von Bauelementen kénnen die Indizes fir die Anschlisse
modifiziert werden, durch Hinzufligen einer Zahl vor dem Index, und zwar auf derselber

Zeile.

Beispiel: Ujg_25 (Spannung zwischen der Basis des ersten Bauelementes und der-
jenigen des zweiten Bauelementes)
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Leltwerte, Widerstinde, Vierpolkceffizienten usw,
(Electrical parameters)

Kurzzeichen flr Leitwerte, Widerstande, Vierpolkoeffizienten usw,
(Parameters symbols)

Fur Vierpolkoeffizienten sowie Widerstdnde, Leitwerte, Kapazitdten, Induktivitdten usw.,
die die Eigenschaften des Bauelementes beschreiben, werden kleine Buchstaben mit
entsprechenden Indizes verwendet.

Beispiele: h11p, P18, 22101 ¥Y22¢-

Fir Vierpolkoeffizienten sowie Widerstinde, Leitwerte, Kapazitaten, Induktivitaten usw.
von &uBeren Netzwerken, oder von Netzwerken, in denen das Bauelement lediglich
einen Teil darstellt, werden grofie Buchstaben mit entsprechenden Indizes verwendet.

Belsplele: Hy1p, H118: 22460 Y22¢¢

Fir Gleichwerte (auch GroBsignalwerte) von Vierpolkoefflzienten sowie von Widerstéan-
den, Leitwerten usw. werden Indizes mit groBen Buchstaben verwendet.

Der Gleichwert ist die Neigung der Geraden vom Koordinatenursprung zum Arbeits-
punkt auf der jeweiligen Kennlinie des Bauelementes.

Beispiele: rg; hqqg: hee

Fir Wechselwerte (Kleinsignalwerte) von Vierpolkoeffizienten sowie von Widerstanden,
Leitwerten, Kapazitaten, Induktivitdten usw. werden Indizes mit kleinen Buchstaben
verwendet.

Beispiele: rpp; h1p; Dye

Der erste Index oder das erste indexpaar in der fir Matrizenelemente (iblichen Schreib-
weise dient zur Festlegung der Elemente einer Vierpolmatrix.

11 (oder i) = Eingang (input)
22 (oder 0) = Ausgang (output)
21 (oder f) = Ubertragung in Vorwirtsrichtung (forward transfer)

12 (oder ) -_Ubertragung in RUckwartsrichtung (reverse transfer)

Beispiel: U =h3L4 +hp U
L, =hy I + hyyUy
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Anmerkung

In der Matrizenschreibweise (oder als Elemente von Matrizen) werden die Formeizeichen
fir Spannung und Strom mit einem Index versehen, der aus einer einzelnen Ziffer
besteht.

Index 1 = Eingang (input)

Index 2 = Ausgang (output)

Der zweite Index oder der Index, der dem Ziffernpaar folgt, bezeichnet die Grund-
schaltung.

Wenn der gemeinsame AnschiuB selbstverstandlich ist, kann der zweite Index weg-
gelassen werden,

e = Emitterschaltung {common emitter)
b = Basisschaltung (common base)

¢ = Kollektorschaltung (common collector)

Beispiel: (Basisschaltung)

I = yqp * Uip + y126 * U
L = yab* Up + y2b * U

Bei der Anwendung von Vierpolschreibweisen fir den Transistor wird empfohlen, die
Zéhlpfeile fiir den Eingangsstrom und den Ausgangsstrom in Richtung auf den Vierpol
festzulegen, damit die nach 2 2.1. bezeichneten Stréme das gleiche Vorzeichen haben
wie bei Anwendung der Vierpolschreibweise.
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2.8.2. Alphabetische Zusammenstellung
der verwendeten Symbole

Ausraumfaktor

Statische Stromverstarkung in Basisschaltung

Ancde

Dynamische KurzschluB-Stromverstarkung in Basisschaltung (& = -h21p)
Innerer Stromgenerator

Dynamische KurzschluB-Stromverstéarkung in Basisschaltung bei f=1kHz
Temperaturkoeffizient des HeiBleiters (temperaturabhéngig)

Imaginarteil der y-Parameter
Imaginarteil des KurzschluB-Eingangsleitwertes (des Parameters y11)
imaginarteil der KurzschluB-Riickwartssteilheit (des Parameters y42)
Imaginarteil der KurzschluB-Vorwartssteilheit (des Parameters y21)
Imaginarteil des KurzschluB-Ausgangsieitwertes (des Parameters y22)
BasisanschluB
Statische Stromverstarkung in Emitterschaliung
Materialkonstante zur Bestimmung der Temperaturabhéngigkeit

von HeiBleitern
Normierte Stromverstarkung
Dynamische KurzschluB-Stromverstérkung in Emitterschaltung (B = hae)
Dynamische KurzschiuB-Stromverstarkung in Emitterschaltung bei f=1kHz

Kollektoranschlu@

Kapazitat

Kollektor-Sperrschichtkapazitit

Emitter-Diffusionskapazitit

Kollektor-Sperrschichtkapazitat (allgemein)

Kollektor-Basis-Gehausekapazitat

Kollektor-Basis-Kapazitit (einschlieBlich der Geh&usekapazitat)
bei offenem Emitter (Iz = 0)

Kollektor-Sperrschichtkapazitéit

Kollektor-Sperrschichtkapazitét

Kollektor-Emitter-Geh&ausekapazitat

Gesamtkapazitat der Diode

Emitter-Basis-Gehausekapazitat ‘

Emitter-Basis-Kapazitit (einschlieBlich der Gehausekapazitat)
bei offenem Kollektor (I¢ = 0}

Emitter-Diffusionskapazitat

Gehausekapazitat (allgemein)

Sperrschichtkapazitat bei Dioden

Belastungskapazitat

Neutralisationskapazitat
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Normierte Kapazitat

Parallelkapazitat

Warmekapazitat {(ohne Berlicksichtigung der Warmeabgabe an die
Umgebung)

Kapazitat des KurzschiuB-Eingangsieitwertes (des Parameters y11)

Kapazitdt der KurzschluB-Rickwartssteilheit (des Parameters y12)

Kapazitédt der KurzschluB-Vorwartssteilheit (des Parameters y21)

Kapazitat des KurzschluB-Ausgangsleitwertes (des Parameters y23)

Abklrzung fir Diode
Emitteranschluf

Frequenzdifferenz

Frequenz

Grenzfrequenz

Grenzfrequenz der KurzschiuB-Stromverstarkung in Basisschaltung
Grenzfrequenz der Kurzschlu3-Stromverstarkung in Emitterschaltung
Frequenz fiir § = 1

Héchste Schwingfrequenz

Transit-Frequenz (extrapolierte Grenzfrequenz fir 8 = 1; fT & fg1)
Rauschzahl

Misch-Rauschzahl (Tr)

Realteil der y-Parameter

Leitwert (Augenblickswert)

Kollektor-Leitwert

Emitter-Leitwert

Kollektor-Emitter-Leitwert

Warmeleitwert (Augenblicksgesamtwert)

Warmeleitwert (Augenblicksgesamtwert) zwischen Wéarmegquelle und
Gehéause bei unendlich guter Warmeableitung vom Gehéduse (Tg= Ty))

Realteil des KurzschluB-Eingangsleitwertes (des Parameters y11)

Realteil der KurzschluB-Rickwartssteilheit (des Parameters y42)

Realteil der KurzschluB-Vorwartssteilheit (des Parameters y21)

Realteil des KurzschluB-Ausgangsleitwertes (des Parameters)

Leitwert (Gleich- bzw. Mittelwert)

Anodengitter (Anodentor) = Steuerelektrode

Generator-Innenleitwert

Kathodengitter (Kathodentor) = Steuerelekirode

Lastleitwert

Warmeleitwert (Ableitungskonstante)

Wiarmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Warmeguelle und Gehéuse
bei unendiich guter Warmeableitung vom Gehause (Tg = Ty)

Warmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Warmequelle und ruhender
umgebender Luft bei Verwendung eines Kiihlbleches bestimmter GréBe

Warmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Wérmequelle und ruhender
umgebender Luft '

67

Page 66/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

Y Dynamische KurzschluB-Stromverstarkung in Kollektorschaltung

h Parameter der Hybrid-Matrix: (h-Matrix)

hyq KurzschluB-Eingangswiderstand

h12 Leerlauf-Spannungsrickwirkung

hx KurzschiuB-Stromverstarkung

h32 Leertauf-Ausgangsleitwert

Hi Abkirzung fiir Hei3leiter

ipM Basis-Spitzenstrom {Scheitelwert)

fem Kollektor-Spitzenstrom (Scheitelwert)

igm Emitter-Spitzenstrom (Scheitelwert)

irM DurchiaB-Spitzenstrom (Scheitelwert; Di)

irs StoBstrom, maximal 1s (Di)

i1 Eingangswechselstrom

ia Ausgangswechselstrom (allgemein)

Iy Basisstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)

Ip Steuerstrom

Ipn Ausrdumstrom

Ic Kollektorstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)

Icso Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (Ig = 0)

Icko Kollektor-Emitter-Reststrom bei oftener Basis (I3 = 0)

Icer Kollektor-Emitter-Reststrom mit einem Widerstand Rge zwischen Basis und
Emitter

Icgs Kollektor-Emitter-Reststrom bei kurzgeschlossener Emitterdiode
(Uge = 0)

Icey Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode

It Emitterstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)

Iepo Emitter-Basis-Reststrom bei oftenem Kollektor (I¢c = 0)

Ie Durchlaf3strom (Gleich- bzw. Mittelwert)

Iy HeiBleiterstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)

Iy Richtstrom

In Sperrstrom

k Klirrtaktor

L Induktivitat

Ls Serien-Induktivitat

m Im Index, maximal (Scheitelwert)

m Modulationsgrad

max Im Index, maximal (z. B. obere Streugrenze)

min Im Index, minimal (z. B. untere Streugrenze)

™ Im index, maximal (Scheitelwert)

Pip Verlustleistung

Pr Impulsveriustieistung

Pr HeiBleiter-Spitzenbelastung (Kurzzeitig zuldssige Verlustleistung,

solange der HeiBleiter-Widerstand Ry einen bestimmten minimalen Wert
nicht unterschreitet)
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Gesamtveriustleistung

Phasenwinkel der y-Parameter

Phasenwinkel des KurzschluB-Eingangsleitwertes (des Parameters yqq)
Phasenwinkel der KurzschiuB-Riickwartssteilheit (des Parameters yq2)
Phasenwinkel der KurzschiuB-Vorwartssteilheit (des Parameters y21)
Phasenwinkel des KurzschiuB-Ausgangsleitwertes (des Parameters y27)

Gitefaktor

Widerstand (Augenblickswert)

Basis-Bahnwiderstand

Riuckwirkungszeitkonstante

Kollektor-Bahnwiderstand

Emitter-Bahnwiderstand

Widerstand (Gleich- bzw. Mittelwert)

Basis-Vorwiderstand

Widerstand zwischen Basis und Emitter

Koliektor-Vorwiderstand

Dampfungswiderstand (Di)

Emitter-Vorwiderstand

Generator-Innenwiderstand

HeiBleiter-Widerstand bei der HeiBleitertemperatur Ty

Isclationswiderstand

Lastwiderstand

Serienwiderstand

HeiBleiter-Widerstand bei der Temperatur T

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und
Geh#use bei unendlich guter Warmeableitung vom Gehause (Tg = Ty)

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender
umgebender Luft bei Verwendung eines Kihibleches bestimmter GroBe

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender um-
gebender Luft

HeiBleiterwiderstand bei einer bestimmten Bezugstemperatur

Vorwiderstand

HeiBleiter-Warmwiderstand

HeiBleiter-Kaltwiderstand bei einer Temperatur von T = 20 °C

HeiBleiterwiderstand bei einer unendlich hohen Temperatur

Abschirmung

Zeit

Impulsdauer

Ausschaltzeit (tays=ts+1tr)
Integrationszeit
Verzogerungszeit (delay-time)
Einschaltzeit (tein= tg+t;)
Abfallzeit (fall-time
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URs
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Ua (UA)
UBatt
Uss
Uge
Uery. . .
Ucs
Ucso
Ucc
Uce
Uceo
Ucer
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Vorwértserholungszeit; DurchlaBverzégerungszeit (Di)

im Index, thermisch

Anstiegszeit (rise-time)

Rickwartserholungszeit; Sperrverzégerungszeit

Speicherzeit (storage-time)

Temperatur

Gehausetemperatur

HeiBleitertemperatur

Sperrschichttemperatur

Temperaturkoeffizient

Temperaturkoefflzient, absoluter

Relativer Temperaturkoeffizient (bei HeiBleitern temperaturabhangig und
in den entsprechenden Formeln wird a1 benutzt)

Toleranz des Temperaturkoeffizienten

Toleranz des absoluten Temperaturkoeffizienten

Toleranz der relativen Temperaturkoeffizienten

Bezugstemperatur

Abklrzung tir Transistor

Lagertemperatur

Umgebungstemperatur

Temperaturdifferenz

Periodendauer

Zeitkonstante

Speicherzeitkonstante

Thermische Zeitkonstante (Zeit, in der eine Temperaturdifferenz AT
sich um AT/e &ndert)

Spannung (Augenblickswert)

Obersteuerungsfaktor (s. S. 31)

DurchlaB-Spitzenspannung

Eingangs-Hochfrequenzspannung

Spitzen-Sperrspannung (Scheitelwert; Di)

StoBspannung, maximal 1 s (Di)

Eingangswechselspannung

Ausgangswechselspannung

Spannung (gleich- bzw. Mittelwert)

Ausgangsspannung (gemessen Spitze-Spitze)

Batteriespannung

Basis-Betriebsspannung

Basis-Emitter-Spannung

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-Spannung

Koliektor-Basis-Sperrspannung bei offenem Emitter (I = 0)

Kollektor-Betriebs-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener BaSIS (Ig = 0)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung mit einem Widerstand
zwischen Basis und Emitter
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Kollektor-Emitter-Spannung bei kurzgeschlossener Emitterdiode
(Uge = 0) |

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter Emitterdiode

Eingangsspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollektor (I¢ = 0)

DurchlaBspannung

Spannungsabfall am HelBleiter

Richtspannung (Di)

Sperrspannung (Di)

Spannungsmaximum der stationdren Strom-Spannungs-Kennlinie bei einer
Umgebungstemperatur von Ty = 20 °C (HL)

Betriebsstromverstéarkung

Leistungsverstarkung

Leistungsverstéarkung in Basisschaitung
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung
Optimale Leistungsverstarkung
Rlckwartsdampfung

Optimale Leistungsverstarkung in Basisschaltung
Optimale Leistungsverstarkung in Emitterschaltung

Parameter der Leitwert-Matrix (y-Matrix)
KurzschluB-Eingangsleitwert
KurzschluB3-Riickwartsstellheit
KurzschluB-Vorwartssteiiheit
KurzschluB3-Ausgangsleitwert

Ruckwirkungsimpedanz bei offenem Eingang
Eingangswiderstand (allgemein)
Ausgangswiderstand (allgemein)

Spannungsrichtverhéltnis (Di)

Tastverhaltnis

Kreisfrequenz @ =2 + %+ f

I
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2.8.3. Alphabetische Zusammensteliung
der verwendeten Begriffe

Abfallzeit (fall-time)

Abschirmung

Ancde

Anodengitter {Anodentor) = Steuerelektrode
Anstiegszeit (rise-time)

Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang
Ausgangsleitwert bei offenem Eingang
Ausgangsleitwert, Imaginéarteil des (des Parameters y3;)
Ausgangsleitwert, Kapazitdt des (des Parameters y37)
Ausgangsleitwert, Phasenwinkel des {(des Parameters y;3)
Ausgangsleitwert, Realteil des (des Parameters y23)
Ausgangsspannung (gemessen Spitze-Spitze = Uy)
Ausgangs-Wechselspannung (aligemein)
Ausgangs-Wechselstrom (allgemein)
Ausgangs-Widerstand (allgemein)

Ausraumfaktor

Ausrdaumstrom

Ausschaltzeit (t;us=ts+1t5)

Basisanschluf3
Basis-Bahnwiderstand
Basis Betriebsspannung
Basis-Emitterspannung
Basisstrom
Basis-Spitzenstrom
Basis-Vorwiderstand
Batteriespannung
Belastungskapazitat
Belastungswiderstand
Betriebstrequenz
Betriebsstromverstarkung
Bezugstemperatur

Dampfungswiderstand

Determinante der Hybrid-(h-)Matrix
Determinante der Leitwert-(y-)Matrix
Durchbruchspannung

DurchlaBspannung
DurchlaB-Spitzenstrom (Scheitelwert)
DurchlaB-Spitzenspannung (Scheitelwert)
DurchlaBstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)
DurchiaBverzdégerungszeit
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Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang
Eingangs!eitwert Imaginarteil des (des Parameters yqq)
Eingangsteitwert, Kapazitat des (des Parameters yq)
Eingangsleitwert, Phasenwinke! des (des Parameters yq1)
Eingangsleitwert, Realteil des (des Parameters yq1)
Eingangsspannung

Eingangs-Wechselspannung (allgemein)
Eingangs-Hochfrequenz-Wechselspannung
Eingangs-Wechselstrom (aligemein)
Eingangs-Widerstand (aligemein)

Eingangs-Widerstand bel kurzgeschlossenem Ausgang
Einschaltzeit (tg+t,)

Emitteranschlu3

Emitter-Bahnwiderstand

Emitter-Basis-Gehausekapazitat

Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollsktor (I¢ = 0}
Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollektor (I = 0)
Emitter-Diffusionskapazitat

Emitter-Leitwert

Emitter-Spitzenstrom (Scheitelwert)

Emitterstrom (Gleich- bzw. Mittelwert)
Emitter-Vorwiderstand

Empfindlichkeitsgrenze, infrarote

fall-time (Abfallzeit)
Frequenz

Frequenz fir f =1
Frequenzdifferenz

Gehdausekapazitat (allgemein)

Gehdusekapazitat, Emitter-Basis-

Gehiusekapazitat, Kollektor-Basis-

Gehausekapazitat, Kotlektor-Emitter-

Geh&ausetemperatur

Generator-Innenwiderstand

Generator-Innenleitwert

Gesamtkapazitat der Diode

Gesamtverlustleistung

Grenzfrequenz

Grenzfrequenz der KurzschluB-Stromverstérkung in Basisschaltung
Grenzfrequenz der KurzschluB-Stromverstarkung in Emitterschaltung
Gitefaktor

HeiBleiter-Kaltwiderstand bei Ty = 20°C
HeiBleiterspannung
HeiBleiterstrom
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HeiBleitertemperatur

HeiBleiter-Warmwiderstand

HeiBleiter-Widerstand bei der HeiBleitertemperatur Ty
HeiBleiter-Widerstand bei der Temperatur T
HeiBleiter-Widerstand bei einer unendlich hohen Temperatur

HeiBleiter-Widerstand bel einer bestimmten Bezugstemperatur T,

Hybrid-Matrix, Parameter der

Imaginarteil der Kurzschluf3-Rlickwértssteilheit
(des Parameters y13)

Imaginéarteil der KurzschluB-Vorwértssteilheit
(des Parameters y11)

Imaginartei! der y-Parameter

Imaginéarteil des KurzschluB-Ausgangsleitwertes
(des Parameters y27)

Imaginéarteil des KurzschluB-Eingangsleitwertes
(des Parameters y44)

Impulsdauer

Induktivitit

Integrationszeit

Kapazitat
Kapazitat der KurzschluBB-Rickwarissteilheit
{des Parameters yq2)
Kapazitat der KurzschluB-Vorwéartssteilheit
(des Parameters y2q1)
Kapazitat des KurzschluB-Ausgangsieitwertes
(des Parameters y27)
Kapazitat des KurzschluB-Eingangsleitwertes
(des Parameters yq1)
Kapazitat, gesamte der Diode
Kapazitat zur Neutralisation
Kapazitat normierte
Kathodengitter (Kathodentor) = Steuerelektrode
Klirrfaktor
KollektoranschluB
Kollektor-Bahnwiderstand
Kollektor-Basis-Gehausekapazitat
Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (Ig = Q)
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Basis-Sperrspannung bei offenem Emitter (Ig = 0)
Kollektor-Betriebsspannung
Kollektor-Emitter-Gehdusekapazitat
Kollektor-Emitter-Leitwert _
Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode
Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis (I = 0)
Kollektor-Emitter-Reststrom mit einem Widerstand Rge
zwischen Basis und Emitter

T4
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Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei kurzgeschlossener
Emitterdiode (Uag=0)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis (Iz = 0)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung mit einem Widerstand Rae
zwischen Basis und Emitter
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter Emitter-Diode
Kollektor-Sperrschichtkapazitat
Kollektor-Sperrschichtkapazitat (allgemein)
Kollektor-Leitwert
Kollektor-Sperrschichtkapazitat
Kollektor - Basis - Kapazitét (einschlieBlich Gehausekapazitat)
Kollektorstrom (Gleich- bzw, Mittelwert)
Kotlektor-Spitzenstrom (Scheitelwert)
Kollektor-Vorwiderstand
Kreisfrequenz 2 - = f)
Kurzschlul-Ausgangsleitwert
. KurzschluB-Ausgangsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y37)
KurzschluB-Eingangsleitwert
KurzschluB-Eingangsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y11)
KurzschiuB-Eingangswiderstand
KurzschiuB-Rlckwartssteilheit
KurzschluB-Riickwartssteilheit, Phasenwinkel der (des Parameters y12)
KurzschluB-Stromverstérkung
KurzschluB-Stromverstéarkung, dynamische, in Basisschaltung
KurzschluB-Stromverstéarkung, dynamische,
in Basisschaltung bei f = 1 kHz
KurzschiuB-Stromverstarkung, dynamische, in Emitterschaltung
KurzschluB-Stromverstérkung, dynamische,
in Emitterschaltung bei f = 1 kHz
KurzschluB-Stromverstérkung, dynamische, in Kollektorschaltung
KurzschluB-Vorwartssteilheit
KurzschluB-Vorwartssteilheit, Phasenwinkel der
(des Parameters y21)

Lagertemperatur

Lastleitwert

Lastwiderstand

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Leerlaufspannung
Leerlauf-Spannungsrickwirkung
Leistungsverstéarkung

Leistungsverstarkung in Basisschaltung
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung, optimale
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung, optimale
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Leitwert (Augenblickswert)

Leitwert (Gleichwert)
Leitwert-Matrix, Parameter der
Lichtempfindliche Flache, GroBe der

Materialkonstante zur Bestimmung der Temperaturabhangigkeit
des HeiBleiterwiderstandes

Maximal, im Index (Scheitelwert)

Maximal, im Index {z. B. obere Streugrenze)

Maximal zuldssiger Strom in DurchlaBrichtung (Scheitelwert) (Di)

MeBspannung, zulassige, fiir eine Eigenerwdarmung von 1 grd,
gegeniber ruhender umgebender Luft

MeBstrom, zuléssiger, flr eine Eigenerwdrmung von 1 grd,
gegeniiber ruhender umgebender Luft

Minimal, im Index (z. B. untere Streugrenze)

Mischrauschzahl

Modulationsgrad

Parallelkapazitat
Periodendauer
Phasenwinkel der KurzschluB-Riickwartssteilheit
(des Parameters yq2)
Phasenwinkel der KurzschiuBB-Vorwartssteilheit (des Parameters y21)
Phasenwinkel der y-Parameter
Phasenwinkel des KurzschiuB-Ausgangsieitwertes
(des Parameters y27)
Phasenwinkel des KurzschluB-Eingangsleitwertes (des Parameters y14)

Rauschzahl
Rauschzahl, Misch-
Realteil der KurzschluB-Riickwiértssteilheit (des Parameters yq2)
Realteil der Vorwartssteilheit
(des Parameters y31)
Realteil der y-Parameter
Realteil des KurzschluB-Ausgangsleitwertes
(des Parameters y22)
Realteil des KurzschiuB3-Eingangsleitwertes
(des Parameters yq1)
Richtspannung
Richtstrom
rise-time {(Anstiegszeit)
RiUckwirkungsimpedanz bei offenem Eingang
Rickwirkungszeitkontakte
Rickwartsdampfung
Ruckwértserholungszeit
Riickwartssteilheit bei kurzgeschlossenem Eingang
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Rickwartssteilheit, Imaginérteil der (des Parameters y43)
Ruckwartssteilheit, Kapazitat der (des Parameters yq7)
Rickwartssteilheit, Phasenwinkel der (des Parameters yq3)
Rickwartssteilheit, Realteil der (des Parameters yq2)
Schaltzeitkonstante
Schwing-Grenzfrequenz
Serieninduktivitat
Serienwiderstand
Spannung
Spannungsmaximum der stationaren Strom-Spannungskennlinie
bei einer Umgebungstemperatur von Ty = 20°C
Spannungsrichtverhéltnis
Spannungsriickwirkung bel offenem Eingang
Speicherzeit (storage-time)
Speicherzeitkonstante
Sperrschichtkapazitat bei Dioden (Di)
Sperrschichttemperatur
Sperrspannung (D)
Sperrspannung, maximal zulassige (Scheitelwert) (Di)
Sperrstrom (Di)
Sperrverzogerungszeit
Speziflscher Widerstand, Temperaturabhéngigkeit des
Spitzen-DurchlaBstrom (Scheitelwert) (Di)
Spitzen-Sperrspannung (Scheitelwert) (Di)
Steilheit, innere
Steuerstrom
storage-time (Speicherzeit)
StoBspannung (Di)
StoBstrom, maximal 1s (Di)
Stromgenerator, innerer
Stromverstéarkung bei kurzgeschlossenem Ausgang
Stromverstédrkung, dynamischer KurzschiuB-, in Basisschaltung
Stromverstarkung, dynamischer KurzschluB-,
in Basisschaltung bei f = 1 kHz
Stromverstarkung, dynamischer KurzschiuB-, in Emitterschaltung
Stromverstarkung, dynamischer KurzschluB-,
in Emitterschaltung bei f = 1 kHz

Stromverstarkung, dynamischer KurzschluB-, in Kollektorschaltung

Stromverstarkung, statische, in Basisschaltung
Stromverstarkung, statische, in Emitterschaltung
Stromverstarkung, statische, in Emitterschaliung normiert

Tastverhalinis

Temperatur

Temperaturdifferenz

Temperaturkceffizient absoluter
Temperaturkoeffizient, relativer
Temperaturkoeffizient (temperaturabhéangig)
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Temperaturkoeffizient, Toleranz TK-Tol.
Temperaturkoefflzient, Toleranz des absoluten TKa-Tol,
Temperaturkoeffizient, Toleranz des relativen TKgr-Tol.
Thermische Abkiihikonstante (Zeit, in der eine Ubertemperatur

auf 4T/e absinkt) Tth
Thermisch (im Index) th
Transit-Frequenz (extrapolierte Grenzfrequenz) fiir f = 1; f7 s fgy fr
Ubersteuerungsfaktor i
Umgebungstemperatur Tu
Verlustleistung P.p
Verlustleistung, Gesamt- Piot
Verlustleistung, Impuls- Pr
Verzégerungszeit (delay-time) ty
Vorwartserholungszeit ter
Vorwértssteilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang ¥
Vorwértssteilheit, Imaginarteil der (des Parameters y31) by
Vorwirtssteilheit, Kapazitdt der (des Parameters y21) Cx
Vorwértssteilheit, Phasenwinke! der (des Parameters y3) P
Vorwartssteilheit, Realteil der (des Parameters y24) g1
Vorwiderstand Ry
Warmeleitwert (Ableitungskonstante) Gth} 8th

Wirmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Sperrschicht (Warmequelle)

und Gehause bei unendlich guter Warmeableitung vom Gehaduse (Tg =Ty) Gihic: £hic
Wirmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Sperrschicht (Warmequelle)

und ruhender umgebender Luft, bel Verwendung seines Kihlbleches

bestimmter GroBe Gt
Warmeleibnart naigchen Sqartsehichit (lErmeausiia) uad ruhender

umgebender Luft Gthju
Wirmewiderstand | Ren
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender

umgebender Luft Rensu

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender
umgebender Luft bel Varwendung eines Klhlbleches bestimmter GroBe Ry
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und Gehéuse
bei unendlich guter Warmeableitung vom Gehause (Tg = Ty) RehJG
Warmwiderstand, Nennwert im Betriebszustand Rw
Wirmekapazitat. Das ist die Energie, die z. B. einem HeiBleiter zugefihrt
werden muf3, um ihn um 1 grd zu erwédrmen (ohne Berlcksichtigung

der Warmeabgabe an die Umgebung) Cih
Wert des Vorwiderstandes Ry
Widerstand (Augenblickswert) r
Widerstand bei der Temperatur T Ry
78
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Widerstand (Gleichwert)
Widerstand bei der Bezugstemperatur, To = 20 °C = 293 °K
Widerstandswert bei unendlich hoher Temperatur

£

y-Parameter, Imaginarteil des
y-Parameter, Kapazitét der
y-Parameter, Phasenwinkel des
y-Parameter, Realteil des

x| WO

Zelt ' t
Zeitkonstante T
Zeltkonstante, thermische Zeit,in dereineTemperaturd TsichumAdT/eéndert T

79
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3. STANDARD-Typen
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3.1. Transistoren
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3.1. Typeniibersicht: ‘Transistoren

Kollektor- Kollektor- Grenz- Warme- Gehiuse Seie

Basis- strom frequenz | widerstand Pl== Plastik
Typ Sperr- K = Kahl-
(P = PNP) spannung klotz
(N = NPN) Uepo; V | Ie; mA | fri MHz | Ryyui grd/W

(fﬁ; kHz) |(Rensc): grd/W

AC121 |P| —20 — 300 15 < 50 TO-1&hnl. | 8
AC127 | N 32 500 2,5 <110 | TO-1&hnl.| 22
AC151 |P| —32 — 200 15 < 50 TO-1 4hnl. %
AC152 |P| —32 — 500 15 < 50 TO ahnl, | 14
AC153 |P| —32 —1000 | 1,5 < 40 TO-1 &hnl. | 110
AC153K |P| —32 1000 | 1,5 45y | K 110
AC162 |P| —32 — 200 1,7 < 50 TO-1&hnl. | 116
AC163 |P| —32 — 200 2,3 <300 | TO-1ahnl| 122
AC176 | N 32 1000 | 3 < 40 TO-1 &hnl. | 128
AC176 K | N 32 100 | 3 <45 | K 128
AC187TK | N 25 1000 | 3 =45y | K 130
AC188K |P| —25 —1000 | 15 <4 | K 134
AD130 |P| —a2 —3000 | 035 <15 TO-3 138
AD131 |p| —64 3000 | 0,35 <15 T0-3 142
AD132 |P| —80 — 3000 | 035 <15 TO-3 146
AD133 |P| —50 —15000 | 03 <15 TO-414hnl 150
AD136 | P| —40 — 10000 | 03 <5 TO-8 154
AD148 |P| —32 —2000 | 045 <4 SOT-9 158
AD149 |P| —50% | —3500 | 05 <2 TO-3 162
AD150 |P| —32 —350 | 045 (=92 TO-3 166
AD161 | N 2 | 1000 | 3 (45 | SOT-0 170
AD162 |P| —32 — 1000 | 15 (<45 | SOT-9 ‘76
AD163 |P| —100 | —3000 | 035 (=15 | TO-3 8,
AF106 |P| —25 —10 220 < 750 TO-72 86
AF109R |P| —25 —12 280 <750 | TO-T2 -92
AF118 |P| —10 —30 175 <950 | TO=7 98

1 Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Kiihlbiech unter der Befestigungsschraube
9 -Ucevbei U =2V

¥ Neuer Typ
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Kollektor- Kollektor- Grenz- Warme- Gehause Seite

Basis- strom frequenz | widerstand Pl = Plastik
Clenp | e
(N = NPN) Uego: V | Igi mA | fri MHz | Ry ord/W

(UCes): V | (cmy; mA | (fgi kH2) [(Repyc); grd/W
AF124 | P| —a2 —10 75 <750 | TO-72 202
AF125 | P| —a2 —10 75 <750 | TO-72 208
AF126 | P | —a2 10 75 <750 | TO-72 214
AF127 | P| —a2 —10 75 <750 | TO-72 220
AF139 | P| —o0 —10 550 <750 | TO-72 204
AF200 [P | —25 | —10 210 <450 | TO-728hnl| 230
AF201 | P | — —10 210 <450 | TO-72hnl| 238
AF202 | P| —o5 —30 210 <450 | TO-724hni| 244
AF202S | P | —a2 —30 210 <450 | TO-724hnl| 248
AF29 P | (=20 | —10 650 <750 | TO-72 260
AF200 | P | (—20) —10 650 <750 | TO-72 058
BC107 | N 45 (00) | 300 <500 | TO-18 260
BC108 | N 20 (200) | 300 S50 | TO-18 268
BC109 | N 20 200) .| 300 500 | TO-18 276
BC121 | N 5 50 250 <850 | miniaturPl | 284
BC122 | N| 30 50 250 <850 | miniaturPl | 290
BC 123 N 45 50 250 = 850 miniatur Pl 296
BC140 | N 80 1000 | 60 =20 | TO-39 302
BC 141 N 100 1000 | 60 < 220 TO-39 308
BC147 | N (50) (200) | 300 <450 | SOT-25:Pl| 314
BC148 | N (30) @00) | 300 <450 | SOT-25;PI| 314
BC149 | N (30) (200) | 300 <450 | SOT-25: PI| 314
BC157 | P | (—50) 00y | 200 <450 | SOT—o5: PI| a2
BC158 | P | (—30) ©00) | 200 <450 | SOT-25; Pl| 322
BC159 | P | (—30) 200) | 200 <450 | SOT-25;PI| 322
BC167 | N (50) 000 | 800 2450 | TO-92;Pl | 328
BC168 | N (30) 200) | 300 %450 | TO-92;PI | 328
BC169 | N (30) (200) | 300 2450 | TO-92;Pl | 328
86 ¥ Neuer Typ @ Vorlaufige Daten fiir Muster
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Page 83/497

Kollektor- | Kollektor- | Grenz- | Wérme- Gehause Seite
Typ gszirsr- strom frequenz | widerstand Pl = Plastik
(P = PNP) spannung
(N == NPN) Ucgo; V| Ici mA | fri MHz | Repju; grd/W

(Uces)s V | em)i mA | (fai kHz) |(RensG): grd/W
BC177 | P 45 00 | 200 < 500 TO-18 336
BC118 | P 20 (00) | 200 < 500 TO-18 336
BC179 | P 20 (200) | 200 < 500 TO-18 336
BD109 | N 60 3000 30 (=7) SOT-9 342
BF.110 N (160) 40 150 < 250 TO-39 346
BF115 | N 50 30 230 <90 | TO-7 350
BF167 | N 40 25 350 <1000 | TO-72 356
BF173 | N 40 o5 550 < 650 TO-72 260
BF177 | N (100) 40 120 < 220 TO-39 364
BF178 | N (160) 50 120 < 220 TO-39 364
BF179A | N (160) 50 120 < 220 TO-39 366
BF 179B | N (220) 50 120 < 220 TO-39 266
BF179C | N (250) 50 120 < 920 TO-30 266
BF 184 N 30 30 300 < 900 TO-72 268
BF185 | N 30 30 220 < 900 TO-72 =68
BF 194 N 30 30 300 < 500 Pl 574
BF195 | N 30 30 220 < 500 Pl 574
Q 610 Transistor-Quartett flr eisenlose Endstufen bis zu 1,2 W 378
¥ Neuer Typ ® Vorlaufige Daten fir Muster 87
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Eﬁ: i‘& £8 ¢ .
AG 121 T 9

31— 9405 * b4

Gewichtetwa 1 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Treiber- und Endstufen

AC121 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Geh&use 1 A3 (TO-1).
Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert, Der KollektoranschluB wird mit
einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet,

Fiir die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kiihlschelle) Q62901-B1
vorgesehen. Dieses ist zusatzlich zu besteilen

Der Transistor AC 121 ist besonders fiir die Verwendung in NF-Treiber- und Endstufen
mittlerer Leistung geeignet. Fiir Gegentakt-Endstufen kdnnen Transistoren AC 121
gepaart geliefert werden,

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 20 \"
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 0,2 V) —Ucey 20 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ueso 20 '
Emitter-Basis-Spannung -Uegp 10 '
Kollektorstrom -Ic 300 mA
Basisstrom -Ig 60 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -55... +75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 900 mw

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft Ren sy = 300 grd/W
Kollektorsperrschicht ~ Transistorgehause RenJc = B0 grd/w

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren AC 121 werden bei -I¢ = 100 mA nach der statischen Stromverstar-
kung B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von -Uce = 0,5 V und nachstehenden Kollektor-
strémen:

v Vv ' VI VI
-le B B B B -Ugg
mA Icily Iciip Icilp Icilp \
3 48 80 115 200 0,13 (<0,22)
190 45 (30...60) | 75 (50...100) | 110 (75...150) | 190 (125...250)| 0,32 (<0,55)
370 35 58 | 86 148 0,44 (<0,8)

83
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f I Bei sorgféltiger Montage Warme-
o T widerstand zwischen Transistorgehéduse

i und Kihiblech unter der Befestigungs-
. T schraube Ry = 10gra/W Ac ‘I 2 ]
] 20 £l _
! | = L':‘*
I ' [ Befestigungstell (Kiihlschelle)
Bestellbezeichnung: Q62901-B1

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-I¢ = 300 mA; B = 20) ~Ucgsat? | 0,15 (<035) | V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung ~UcEsat 0,28 (<045) | V

(Ic =300 mA fir die Kennlinie, die bei
konstantem Basisstrom durch den Kenn-
lintenpunkt I¢==330 mA; Ucg =05V geht)

Kollektor-Basis-Reststrom  (-Ucpo = 20V) -Icpo 5 (< 25) @A
Kollektor-Emitter-Reststrom

(-Ucey = 20V; Uge = 0,2V) ~Iegy 5 (< 25) wA
Emitter-Basis-Reststrom (~Ugpo = 10V) ~Igpo 4 (< 25) wA

Paarungsbedingungen:

Arbeitspunkt: =I¢ = 300 mA; -Ucg = 0,5V B4

— < 1,25

B2

AUpe | <36 mv
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: —I¢c = 20 mA; -Ucg =5V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fs 17 kHz
Transitfrequenz fr 1,5 MH
Basis-Bahnwiderstand Teb! 60 Q
Arbeitspunkt: -Ucgg =5V
Kollektor-Basis-Kapazitét Ceao 25 (< 40) pF

Y} Der Transistor ist so weit lbersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist.

&9
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Stromverstérkung Bnormiert = F{IC) Ausgangskennlinien
-Uce = 0,5 V; Ty = Parameter I = f(Ucg): Ip = Parameter
(Emitterschaltung); (Emitterschaltung)
Mittel- u. Streuwerte
mA
AN -400
22
20— -
! ~Ugg =0,5V Lt
- -~ -3,5
1|8 300 g ‘—-l
R Ic / |t )
185 N // 3
; W
14 ™ Ve w =25
12 _ﬂ?j‘lc\ R *_ZE’C 2004 2-1
\ syt
W B K R // 1,5
0.8 / = ] ;/ I‘1
0,6 /4] ket ad et ol =1 2 -100 _
04 05 ]
" - ‘[.‘ .
02 — Mitlelwerte i T =02 WA |
= — Streuwerte be/ = 25°C Bl
ol I T S N T O WO 0
0. -100 - 200 300 mA 0 -0,5 -1 -3V
— It — ULE
Kollektorstrom Ic = f(Ugg) Ausgangskennlinien
-UCE = 0,5V; Ty = Parameter Ic = f{UcE); Upg = Parameter
(Emitterschaltung); (Emitterschaltung)
T“Aa Mittel- u. Streuwerte mA
’ = i lalsol
5 : "f
l— o1
B ’I // ’/ -l
'CI / / 7 k =300
= 25 T ST T N
5 : WA ,’ H et
L J II / ,/
— -200
B 7{ [ 1/ H 1113500
[ o | epamgmt =]
/ p—-—
oty / / / il
H—11+
5 1= ~0,5v -100 =300
Ly i
i r T
— Miffelwerte - it
— — Streuwerte bei Ty 25°C Upe--apomy | -
100 S I B 0 LLLET]
0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8V 0 -5 ~10 -15 -20V
, — Uyt — U
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AG 121

Eingangskennlinien Ig = f (UBE)
-UCE = 0,5 V; TU = Parameter
(Emitterschaltung)

mA

ik

.

[

oteed.]

0,5V

i

-0.2

- 04

-08

il

Uge

Temperaturabhénglgkeit
der zuldssigen Gesamtverlustleistung

W

Ptot = f(T); Reh = Parameter

-08v

10

Ry, = Parameter

]

R 08

06

Rinze

04

02

N\

)
el

N
[y

[

0
25

50

7

___.-.7-

90 100%C

* Kihlblech: Aluminium 12,6 cmtx2 mm

Sattigungsspannung

UCEsat = f (Ic); TU = Paramater

{Emitterschaltung);
mA Mittel- u. Streuwerte

13 . -
! ]
; 8-203—1
-‘rc 1
T A
/ Z e
10’2 l‘ I" ]
I'
5 - p
I 1’
W/ b
|
101 4 / d
t H
11 Pl
5 1 1 \l
75°C 25°C-25°C
— Miftelwerfe i
- — Streuwerte be/ I~ 25°C
100 1 | | | | I ]
0 -004 -008 -042 -016 -020V
% Utk sat

Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Icpo = f (Ty)
WA ~Yce = 20 V; Mittel- u. Streuwerte

100°C

108
=
5 ‘1
II
~Iea0 A | /
Va4
102 £ /]
5 I' /I
I‘ 1
/ /
e ~Upp =20V
101 ] // "
£
5 i |
/ i
Miffelwert
- Sfreuwert
o L]
20 40 60 80
—=Ty
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Gepaart AC 127/AC 152

AG 127

NPN/PNP

043° Farbpunkt
—n

——
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Fe— 38-1—>t=— 04—

Gewicht etwa 1 g

MaBe in mm

NPN-Transistor fur NF-Vor- und Endstufen

AC 127 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehiuse 1 A 3 (TO-1)+
Die AnschilUsse sind vom Gehause elektrisch isoliert.
Fir die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kihlschelle) Q62901-B1

vorgesehen. Dieses ist zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor AC 127 ist fir die Verwendung in NF-Verstarkern geeignet. Er wird
mit AC 152 auch als komplementéres Paar fiir Endstufen bis 1 W geliefert.

Grenzdaten
k.ollektor-Emitter-Spannung (Rge = 50 Q) Ucer 32 \)
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 32 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uggo 10 Vv
Kollektorstrom Ic 500 mA
Easisstrom Iy 25 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts -565...480 | °C
Gesamtveriustleistung (Tg = 52 °C) Piot 340 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Ren 3y s 370 grd/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause RensG =110 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fur nachstehende Arbeitspunkte gilt:
Ucs Ic Iy B Use
Vv mA mA Iy v
5 2 - - 0,12
0 20 0,2 100 -
0 50 0,48 105 -
0 200 2,22 90 -
0 500 10 50 < 1,2
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung (Ic = 500 mA) Ucgea® | <1 \

) Kurzzeitige Uberschreitung bis Tj = 100 °C, jedoch nicht als Betriebswert, zugelassen,
) Fir die Kennlinig, die bei konstantem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt [c = 550 maA,

Uce = 1V geht.

92
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| 1 } Bei sorgfaitiger Montage Wérme-
-{%Z o = widerstand zwischen Transistorgehduse
! : Il Y unrc‘j Kﬁbhlblech #Sterddw Befestigungs-
A l——7,5+ schraube Ry, = 10 grdf Ac ]27
2 o
| | <y 2
@j ' [ Befestigungstail (Kihischelle) Gepaart AC 127/AC 152
Bestelibezeichnung: Q62901-B1 NPHN/PNP

Ty=75°C Tu=26°C

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo = 0.5 V) Icao — <10 nA
KoHektor-Basis-Reststrom

(Ucap = 10V} Irgo < 630 — A
.Emitter-Basis-Reststrom

(Uepo =5 V) Iepo < 550 —_ pA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

(Ices = 500 pA) Utary cks > 32 v
Emitter-Basis-Sperrspannung
(Ieso = 200 pA) Uary 80 > 10 \4

Paarungsbedingung: AC 127/ AC 152
< 1,25 —

(£ Ic =300 mA; Ueg =0) Bq/B;

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Grenzfrequenz in Emitterschaltung

(Ic =10mA; Ucg =2V) fg 20 (> 10) kHz
Transitfrequenz _

Ic =10mA;Ucg =2V) fr 25(>15) MHz
Rickwirkungsimpedanz

(Ic =1mA; Ueg=5V; f = 450 kHz) [z126] 70 Q
Rauschfaktor (Ic = 0,5 mA; Ucg=5V; '

Rg =500Q: f =1 kHz; 4f=200Hz) F 4 (< 10) dB
Kollektor-Basis-Kapazitat (f = 450 kHz,

Ucso=5V) Ceso 70 pF
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Kollektorstrom I¢ = f (Ig)
Ucs=0V
(Emitterschaltung);
Mittel- u. Streuwerte

mA
103 —
5 E .4
— j, ‘P
s 7
i/ / /|
102 — £
: A ’l‘
5 [— A
L w4
B Y
/] /
0=
o ¥4
5 — 7
D I UCB'OV
/ — Mittetwert
7= / 7 - —Sfreuwerte
ny LR
108 101 100 10’ ma
Kollektorstrom Ic = f (Ugg)
UcE=5Y
(Emitterschaltung);
A Mittel- u., Streuwerte
POy
R 7
- /
fc ] } /
T 0’!': |/
| ,' /
||
1 f / 7
03 1 I x
Ll i 1l /
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2T,
NI
HENAR
| ll L Uge-sv
O = 7~ —— Mintewert
A —==—Glreuwerte
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0 1/,
0D . 0,6 10 19V
94 : —» YBE

Ausgangskennlinien
I¢c = f(UCE); Ip = Parameter

(Emitterschaltung)
mA
%00 .
}-8
I o B 7
T 400 HA-
300 3
-
B
200 - = 2
1
100 |
IB‘U:S!"A"""'
0
0 10 15V
— g
Elngangskennlinle
Ig = f(Ugg); UcCE=1V
(Emitterschaltung)
mA
10 ]
s /
8
gV /
| ]
,, /
2
0
0 0.2 0,4 06 0.8Y
— = Ut
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AG12T

Sperrspannung UCER = F (RB)
d ICer

- R S — e
y YcER=T (Reg)i < UcEr 100 S
% =
: L HE
30 UGE N
L ~ kg ) v TN
—o | K
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20 N
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15
e
10
"y . dlg
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0
10" 5  10° 5 108 5 10¢ 5 10°Q
—fy
Temperaturabhangigkeit Temperaturabh#ngigkeit
der zul#ssigen Gesamtverlustleistung des Reststromes Icpo =  (TU)
W Ptot = f (T); Reh = Parameter wA Mittel- u. Streuwerte
04 T T ] 0
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i
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03 \ 103 —= A
\f?m::e 5 7
max. Streuwserte 717/
N \ \
02— T | 102 4
NPih:” \ 5 72 7 =Mittelwerle

/
/
/
\\

\

101

o
0 < =
A\ \ : L — Upge10V
N ——— Upg=32V ]

0 100 | 1] I
0 20 40 B0 80 100°C 0 20 40 60 80‘ 00°C 95

—T — T,

Ay

Page 91/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel
' ‘ | E8 ¢
Ac I 5] | 045° !
ﬁ {_ = *g
== -——1— —{HF)= 2
Ly : -
A P
l' F—38-1 3405 B
Gewicht etwa 1 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Vor- und Treiberstufen

AC 151 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Geh&duse 1 A3 (TO 1).
Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der KollektoranschiuB® wird mit einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet.
Der Transistor AC 151 ist besonders zur Verwendung in NF-Vor- und Treiberstufen
geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung ' -Uceo 24 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Upgg=0,2V) Ucey 32 Vv
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo 32 \
Emitter-Basis-Spannung -Ugno 10 \'
Koliektorstrom . -Ic 200 mA
Basisstrom ~Ia 40 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -B5...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 900 mw
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Ren su = 300 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause RiniG = 50 grd/w

Statische Kenndaten (T = 25 °C)

Bei einer Kollektorspannungvon -Uce = 0,5 V und den nachstehenden Kollektorstrémen
gilt:

-Ic -Ig B -Ugge

mA mA Icﬂb \'
T2 0,043 47 0,125 (< 0,2)

10 0,2 50 0,18 (< 0,3)

100 2,292 45 0,32 (< 0,55)

200 5 40 039 (<0,
Kollektar-Emitter-Sattigungsspannung
(--Ic = 200 mA: B = 20) ~Ucgsat? | 0,13(<0,22) | V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung ~Ucesat 025(<0,4) |V

(L¢ = 200 mA flr die Kennlinie die bei
konstantem Basisstrom durch den
Kennlinienpunkt Ic =220 mA; Uce =05V geht)

1y Der Transistor ist so weit ibersteuert, daB die siatische Stromverstérkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist.
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]

=8

und Kihiblech unter der Befestigungs-
schraube Ry, = 10 grd/W

T AG11r

Gj : i Befestigungsteil (Kihlschelle)

Bei sorgfaltiger Montage Warme-
widerstand zwischen Transistorgehiuse AG ] 5]

—"'_32-"_

Bestellbezeichnung: Q62901-B1

Kollektor-Basis-Reststrom (~Ucao = 10V) ~Iepo <10 A
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ueso = 32V) -Icpo 6 (< 25) KA
Kollektor-Emitter-Reststrom  (-Ucgy = 32 V;

Uge =2 02V) Icey 6 (< 25) A
Emitter-Basis-Reststrom (~Uggo =10 V) ~Icpo 4 (< 25) wA

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: ~-I¢ = 1 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 15 kHz
Transitfrequenz fr 1.6 MHz
Basis-Bahnwiderstand res’ 75 Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitat ‘ e 27 pF

Arbeitspunkt: -I¢ = 0,5 mA; ~Ucg =5 V; f=1 kHz;
Af=200 Hz; Rg =500 Q

Rauschfaktor F 4 (< 10) dB

Die Transistoren AC 151 werden nach der dynamischen Stromverstarkung Bo aruppiert
und mit den oben angegebenen romischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt:
I =2mA;-Ucg =1V;f=1KkHz
B.-Gruppe | v | \% | VI | Vil |

h11e 0,75 (0.4..1,3)| 1,2(0,6..2)| 1,8(1,0..32) | 2,7 (1,7..5,3) kQ
h12e 9 (< 20) 13 (< 25) 16 (< 28) 19 (< 30) - 104
ha1e= Bo | 45 (30...60) 75 (50...100) | 110 (75...150) | 170 (125...250)
h22e 100 (< 200) 140 (< 250) 160 (< 280) | 160 (< 300) uS

AC 151r

Auf Wunsch kénnen auch rauscharme Transistoren (AC 151 r) mit folgendem Rausch-
faktor geliefert werden:

Arbeitspunkt: —I¢ = 0,6 mA; -Ucg = 5V; f=1kHz, 4 f = 200 Hz; R¢ = 500 Q
Rauschfaktor F 3(< 6) dB

Kollektor-Basis-Reststrom
bei -Ucgo =10 V; Ty = 60°C -Icpo | < 100 pA

) ausgenommen AC 151r
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AG 151
AG 151p

Stromverstarkung Bnormiert = f (IiC) Stromverstdrkung Bnoemiert = f (I¢)
~UCg = 0,6 V; TU = Parameter Streuwerte bei Ty = 256°C; -Urg = 0,5V
(Smitterschaltung) _ (Emitterschaltung)
2h 20
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LIS ! N =08V
14 >
1’6 i ‘\ ’ ~ ™ Sy,
14+ ™ - . 12— ~=
’ 757 / ~ ~
124725 = 10 —
10 F/ '-‘_...___. '--_.______-
' -25°C — 08
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L . N
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Kollektorstrom I¢ = f (Ugg) Kollektorstrom I = F {Upg)
-Ucg = 0,5 V; TU = Parameter Streuwerte bei Ty = 25°C; ~Ucg = 0,5V
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
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5 | 5
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AG 151
AG 151r

Ausgangskennlinien
I =f(Ucg)i Ip = Parameter

(Emitterschaltung)
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— "
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"50 [
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- !G

Sattigungsspannung Ucgear = F (o)
Ty = Parameter
{(Emitterschaltung)

mA
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5
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10° 4
5 ;3[
/
N
%;\y//
. 250 |
J i'\l""
5 T
10°
0 -005 -0 -015V

— U CE sat

Ausgangskennlinien
I'c =f(Ucg); Upg = Parameter

(Emitterschaltung)
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Sattigungsspannung Ucgpeae = F(40)
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AG 191
AG 151

Eingangskennlinien I = f (Ugg)

-UcE =0,5V; Ty = Parameter Sperrspannung
(Emitterschaltung) UCER = f (RBE)
mA Vv
10" 40
~Ip 5 y Vari Grenzkurve
75°C / /
[y
T ! 2 o ..U 30 ot
100 ' /- N F i ™
r N —1 'n.‘,‘.‘
5 H 25°C
rarari
/ 20
107!
“Uep =0,V Uger Thermische
5 W ] R statiftet ms ||
gewébrisistet seln )
102 0
C -02 -04  -06  -08V 10’ 102 108 104 10°5Q
— [/pg — Rpf
Temperaturabhéngigkeit Temperaturabhingigkeit
der zulassigen Gesamtverlustlelstung des Reststromes Ic80 = f {TU)
Ptot = f(T); Reth = P t - =
W tot (T); Ren arameter LA Ucgo =32V
. 71T
Rip = Paramefer T § ‘/'I
I
Rt 08 ~/eo /1 1/
a4
o /|
\\ T 102 / ’/
016 \ Rﬂ‘]JB 5 /’ /I
Rl / 4
) /
/ //
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i \\ £
; 4
| N 5 /
| 02 < T N 7
U
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| ~<\ / — — Streuwert
23 50 75 80 100% 0 20 4 80 80 160°C
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—7 pmn b (TR
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AG 151
AG151r

Stromabhangligkelt der h-Parameter He = -2 0.0 = £ (IC)
roma glgke ara €= felc = 2mA) C
~UCE=1V; f=1KkHz
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Spannungsabhanglgkelt der h-Parameter He = he (UCE = =1 V) = f(UcE)
-Ic=2mA; f=1KkHz
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—

—_—

Stromabhéangigkeit des Rauschens (AC 151)
Fe f{IC)!RC=5000Q; f=1kHz;-UCE=5V

dB

12

0

a0~2

1071

Stromabhéngigkeit des Rauschens (AC 151r)
Fu fIC); RG = 5000 f=1kHz;-UcE =5V

dB

5

10T mA

12

10

5

10"
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AG 151
AG191r

Spannungsabhé&ngligkeit des Rauschens (AC 151 1)
F=f{UcE);:RG =500Q; f=1kHz; -Ic =05 mA

B
§
‘L'
A
\__.--
.--\ /,
2
0 -~ 1
107! 5 10° 5 10!V
e
Rauschfaktor in Abhingigkeit vom Generatorinnenwiderstand (AC 151 )
F=fRg):f=1kKHz;-Ic =0C5mA;-UceE=5V
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F Y
T 6 /,/
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4 \\\\ ’////’
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107 5 100 5 101kQ
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0.45% 1 te ¢
== (- _E g
AG 152 r (D
$
3B -1—wmt- -5 = 54
Gepaart AG 152/AC 127
PNP/NPN Gewicht etwa 1 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Treiber und Endstufen

AC 152 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehduse 1 A3 (TO-1).
Die Anschl(sse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Kollektoranschlu wird mit
einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet.

Fur die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kihischelle) Q62901-B1
vorgesehen. Dieses ist zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor AC 152 ist fiir die Verwendung in NF-Treiber- und Endstufen mittlerer
Leistung geeignet. Flr Gegentakt-Endstufen kénnen die Transistoren gepaart geliefert
werden, Mit AC127sind die Transistoren AC 162 auch als komplementéres Paar lieferbar,

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 24 \'
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugg = 0,2 V) -Ucey 32 v
Kollektor-Basis-Spannung -Uecso 32 v
Emitter-Basis-Spannung ~Ueso 10 i)
Follektorstrom -Ic 500 mA
Basisstrom -Ig 100 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts -65...+75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 900 mwW
Wiarmewiderstand

Follektorsperrschicht — Luft Ren 1U = 300 grd/w
F.ollektorsperrschicht - Transistorgeh&ause Rensc = 80 grd/W

Statische Kenndaten (Ty; = 25 °C

Die Transistoren AC 152 werden bei -I¢ == 100 mA nach der statischen Stromverstir-
kung B gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,5 V und nachstehenden Kallektor-
strémen:

v \ Vi
~Ic B B B -Use
mA Ic/lp Ic/lp Ic/ly v
2 47 78 114 0,13 (< 0,2)
130 45 (30...60) | 75 (50...100} 110 (75...150) | 0,32 (< 0,55)
520 28 47 68 0,52 (< 1,0
134
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I ]
I [t I Bei sorgféltiger Montage Warme-
: | —G}Z & = widerstand zwischen Transistorgehiuse
a , it und Kiihlblaech unter der Betestigungs-
N Sgﬁ__ L754__—‘ schraube Ry, < 10 grd/W AG ] 5 2
S, N |
| ! = “\—\H
! : f Betestigungstei! (Kihlschelle Gepaart AC 152/AC 127
Bestellbezeichnung: Q62901-B1 PNP/NPN

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(~Ic =100 mA; B = 20) “Ucgsat” | 0,11 (<0,18) \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(-Ic = 300 mA; B = 20) ~Ucesat? | 0,15 (<0,25) v
Kollektor-Emitter-Restspannung -UcEsat 0,32 (<0,5) Vv

{(-Ic =500 mA fir die Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt —Ic = 550 mA;
-Uce = 0,5V geht)

Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo =32V) -Icgo 6 (< 25) A
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucey =32 V; Uge 2 0,2 V) -Icey 6 {< 25) A
Emitter-Basis-Reststrom (~Ugpo = 10V) ~Iego 4 (< 25) A

Paarungsbedingungen: AC 152/AC 152
(-Ic=100mA; -Ucg=05V)

i 1,22
B, '
A Upg < 35 mV
Paarungsbedingung: AC 127 JAC 152
(£Ic =300 mA; Ucg =0)
B 1,95
—_— < , .
B2
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ir =5 mA; -Ugg =5V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 15 kHz
Transit-Frequenz fr 1,5 MHz
Basis-Bahnwiderstand rpb’ 75 (< 200) Q
Arbeitspunkt: -Ucgo =5V
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceao 25 (< 40) pF

1y Der Transistor ist soweit libersteuert, da3 die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist.
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Stromverstérkung Bnormiert = f (IC)

=UcE = 0,5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)
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150 \\ -25°C
i ~a
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Kollektorstrom I¢ = f {UgE)
~Uce = 0,5 V; Ty = Parameter
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Stromverstarkung Bnormiert = f (IC)
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AG 152

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
IC = f (UCE); I = Parameter Ic = f (UCE); UBe = Parameter
(Emitterschaltung) A (Emitterschaltung)
~600 -500 -
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Séattigungsspannung UCEsat = F(I¢) Séttlgungsspannung UcEsat = f (I()
Ty = Parameter Streuwerte bei Ty = 25°C; B=20
mA (Emitterschaltung) p  (Emitterschaltung)
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AG 152

Eingangskennlinien Ip = f (Ugg)

~Uce = 0,5 V, Ty = Parameter Sperrspannung
(Emitterschaltung) ~UCER = f (RBE)
mA v
10! : 77 &0
75°C Z A
J YAV Brenzkurve
/s [ A /-5
/]
[ ! 30 ™
~25°C ~Uger '™y
100 ¥ e
"' ¥ i l"’ e
H T i
R
20
/ / /
107! / / / ~
Ears —
0— Uegr Thermische
’ Yog=0,5V 3 R Stavilitat mug ||
| gewahrieistet sein|
102 ‘ 0
N -0,2 -04 -0,8 p -0,8v 101 102 103 ‘mﬁ 1059
—= UgE — Rpp
Temperaturabhéngigkeit Temperaturabhngigkelt
der zuldssigen Gesamtverlustieistung des Reststromes =Icpo = f (TU)
Ptot = f (T); Reh = Parameter -Ucpo = 32 V
w LA
TTTTT :
Rin= Paramefer T 5 -
’ Id
Pt 08 ~Jeso /1 |/
4
/|
k\\\ T mz / //
08 N Ringg 5 y =7
Rint / A
y ,/
7 /]
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04 \ . // // ~Upgp = 32V
N 10 v
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02 N ’ A
’ | R N /-
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¢ ™ 100 L
8 2 50 90 1000 0 20 4 60 8  1o0°

* Kihlblech: Aluminium 12,5 cmx 2 mm
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AB ] 53 und Kihiblech unter der Befestigunsschraube R, < 10 grd/W
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EBC \ Z*L— i
é [ p GI‘D
ACTR3K | = PO Lo
JJ__ = 5/ 55 |- 75
} |
—38-1 04— B4 e L . =
| | A
Gewicht etwa 1 g MaBe in mm @ f

Befestigungsteil (Kihischelle
Bestellbezeichnung: Q62901-B1

PNP-Transistor fiir NF-Treiber und Endstufen

AC 153 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 1 A 3(TO-1).
Die Anschliisse sind vom Gehduse elektrisch isoliert. Der KollektoranschluBl wird mit
einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet,

Fir die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kiihischelle) Q62901-B1
vorgesehen. Dieses ist zuséatzlich zu bestellen, Der Transistor AC 153 K hat ein Vier-
kantgehduse und kann direkt mit gutem Warmekontakt auf das Chassis montiert werden.
Der KollektoranschluB des AC 153 K ist durch eine kleine Vertiefung im Kiihlblock
gekennzeichnet,

Die Transistoren AC 153 und AC 153K sind besonders fir die Verwendung in hochwerti-
gen NF-Treiberstufen und NF-Endstufen mittlerer Leistung geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 500 Q) -Ucer | 32 vV
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucey | 32 \
Kollektor-Basis-Spannung ~Uecso | 32 "
Emitter-Basis-Spannung -Uepo 10 V
Kollektorstrom ~Ie 1 A
Kollektor Spitzenstrom (siehe Diagramm S. 115) ~Iem 2 A
Basisstrom -Ig 300 mA
Sperrschichttemperatur Tj 90 °C
Lagertemperatur Ts -55.,.+ 75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Ptot 1,0 w
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft (AC 153) Ren ju = 300 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgeh&duse (AC 153) Rin g = 40 grd/W
Kollektorsperrschicht - Kiihtblech unter der

Befestigungsschraube; bei sorgfaitiger Montage

(AC 153 K) Ren < 45 grd/wW

Statische Kenndaten (T = 25°)

Die Transistoren AC 153 und AC 153 K werden bei -I¢ = 300 mA nach der statischen
Stromverstarkung B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Die folgenden Werte gelten bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0V und nach-
stehenden Kollektorstrémen:

| A% Vi Vi
_Ic B B B —Upe
___mA Ic/ly IciIy Ic/lp v
50 66 97 167 0,22 (< 0,3)
300 75 (50...100) 110 (75...150) 190 (125. . .250) 0,32 (< 0,45)
1000 68 100 173 0,43 (< 0,70)
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CER
4\1 !

5H
i .
32055 ]

7

B4 k
3B-1—=i=-157-04 > —={7°-01

045%

X

! 1l——|1

Gewicht etwa 4,8¢ MaBe in mm

AC 153
AC 153 K

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(-Ic=1A, B=20) -Uck sat”
Koilektor-Emitter-Sattigungsspannung -UcEsat
(-I¢ =1 A flr die Kennlinie, die bei konstantem

Basisstrom durch den Kennlinienpunkt -I-=1,1 A;

~Uece =1V geht.)

Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucso = 10V) ~Iceo
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucpo = 32V) ~Irpo
Kollektor-Emitter-Reststrom (~-Ucey = 32V,

Uge 2 1V) ~Icey

Emitter-Basis-Sperrspannung  (~Igso = 200 pA) ~UtBryEBO

Paarungsbedingungen: AC 153 (K) /] AC 1583 (K)

B
Arbeitspunkt: ~Ic = 50 mA: Ucg = 0 B—l
B
Arbeitspunkt: ~T¢ = 300 mA; Ueg = 0 731
2
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -I¢ = 10 mA; -Ucg =2V
Transit-Frequenz fr
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg
Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; ~Ucg =5V
Basis-Bahnwiderstand Tbb'
Arbeitspunkt: -Ucpp =5V

Kollektor-Basis-Kapazitét Ceso

Linearitat der Stromverstarkung

Arbeitspunkt: Upat =10 Vi Rec =16 Q
Quotient aus der dynamischen Betriebsstromverstarkung (v;)
bei -I¢c = 500 mA (v; sp0) zum

Vi 500

Betriebsstromverstarkungsmaximum (v max) .
i max

0,16 (< 0,5}
0,35 (< 0,6)

< 10
0,03 (< 0,2)

< 200

> 10

1,1 (< 1,25)

1,1 (< 1,25)

151
15 (> 10)

25

100

‘ 0,6 (> 0,5) ’

MH::
kHz

pF

) Der Transistor ist so weit Gbersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von

B = 20 abgesunken ist.
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AG 153
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Stromverstarkung Bnormisrt = f{I¢)
=UCE=1V; B=20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)

ok
22
8, 20
I 1,81
1,6 —-\75“0
1114_ K\ .
\ "‘U['E'TV
1,2 [~ \\\
25°C N
130"/"[‘1’ --___‘__"':
o8if Lot
0,6 /]
04
0,2+
D L
0 -500 -1000 -1500 mA
— 0
Kollektorstrom IC = f (Ugg)
UCE=1V
ma (Emitierschaltung)
108 = oz
— ,/I yava
- Y i,
b £/
B {
/Y
102 — .r/
: —F75% /25°c/ -25°C
. / I 1{
L / I 11
B f
=Uop =1V
— 1
L1 i J |
5 |
L |
L
o 02 0 05V
- ? Ty = y
112 - U

Stromverstérkung Bnormiert
Streuwerte bei Ty=25°C
~Uce=1V;B8=20

ar ]

18 ~Ueg=1V

Bn 4

T 1,"* ,-ﬂ'—l._-h-

1,241’ .‘h.
{

10

08

A —F——u——-l——- — e e smm g m—

05

04

02 —~— Mitfelwer! |
d - — Streuwerte

[ L[ i
0 500 1000mA

— I

Kollektorstrom I¢c=f (UBg)
Streuwerte bei Ty=25°C; ~-Uce=1V
A {Emitterschaltung)

10° "

9 7

"h,‘\

i
5 7
7
'
T
I / ! ~Upp =1V
102 I
FHH
5 T
— Mitfeiwerf | |
T
3
L 02 04 06 08v
—=Upe
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AG 153
AG 153 K

Ausgangskennlinien
Ic = f (UCE): Ip = Parameter
{Emitterschaltung)

mA
1200
0
Ic-muo T
7 —tT -8
r- P | ||
800 ' 17
/ /’ -—-""""""'_-_TB 1
/—‘ -
-600 u ’:, ] 14
| !
“k
-400 - _!3
P i
200 ( 2
/4 Jy-1mA
0 1L
0 -0,5 -1,0 -15V
-~ U

Eingangskennlinie Ig = f (UBE)
=UCE = 0,5 V; Ty = Parameter
{(Emitterschaltung)

mA

10 A fF
. 75°CLAL
y /
'IB //_zaoc
t [l/ |
/ 25°¢C
10? H
i
s =i}
i
i/
5
~Uop =08V
102
0 -0,2  -04 -06  -08V
—— = =UBE
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Ausgangskennlinien
Ic = f (UcE); URe == Parameter
(Emitterschaltung)

A
12 PRt
LT
-1 -400
fc . | et
1T |
T -08 -375
1] |
-06 ___:_5_0__
-325
-04 :
-300
!
-02 -!2L5~d__~_q
. 2k
-250
Vg 200mV 1

0 J
0 -2 -4 -6 -8 -0 -2 -% -8V

— > ULE

Sperrspannung UCER = f (RBE)

(Grenzkurve)
A
40 T T T
Ugeg~/ (Rye)
Grenzkurve | || ||
~UgeR
N
T 30 N j
\ 4
0 \\ il
" 1l
il
Al
Ll
Uggr Thermische
Stabilifat mus
| gewahrieistet sei
R
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Sattigungsspannung

UCE sat = f (I¢); B = 20; Ty = Parameter

(Emitterschaltung

)

mA
108 1
-25°C c
H775°C
-k 5
25°C /
N
102_ /'
i
I
]
RRaT//
it
-0, -0,2 -03v
=~ Utt sat

Temperaturabhénglgkeit

der zulassigen Gesamtverlustieistung (AC 153K)

Piot = f (T); Rth = Parameter

W
15
B Ry, = Paramefer
Prot B
I 10
N \
. N g \\ Rihg
05 - \
B Bt |\
B SHAN
"‘&&JU \\\:
- .
0 T
114 50 75 30 100°C
—

* Kiihlblech: Aluminium 12,6 cm? X 2 mm

Sattigungsspannung UCEsat =  (I¢)
Streuwerte flir Ty=25°C

(Emitterschaltung)
mA
108 7 .
y4 1
K 7 Y
ARy -
ya
" 5 7 K
T inlars
I / /I
f )4
| /
/ !
102 ! J
[ 1
] 1
-
5 y
[ 11
i/
I 1
i / L
| 1 )
11 = Mittelwert
i — — Streuwerfe
11
0 -0 -0,2 -0,3V
> Upt sat
Temperaturabhingigkeit
des Reststromes ~ICpro = f (TU)
-Ucso = Parameter
mA
103 7;
5 ) ll ,I /
T // //
-
i = ~az!v // /
I 02 toeV | ¥ y
\,I ’l Ill
5 717
// / ,/
A ,,< /
AL Pugov
101 / / CBO
I’
9 7
— Miffeiwerfe —|
— e Streuwerfe
" L
0 20 40 60 80 100°¢
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AG153
AC 153K

Zulassige Impulsbelastbarkeit Zulédssiger Arbeitsbereich
W 8thJG = f(t) v— Parameter Ic="f(UceE); t = Parameter
gra mA (TG=45°C)
0 e 10
]
5 i
I3 i 5
e
v={
N I
== AN
] N 3 \
2005 NAHF ‘ " EERREAY
GOTIN AN
0-55?“\\\ \ Y NSO 7= osmsec
10-L N \“ \\\ \\\lz\\ ’
5 005NN NN
01 IO o 50
0 o
-1 U,Z “\.\"':: \%0
0= 5 ® W\
-+ N
5 i N
_ i .\\
—gb LU I!Hi LARLE. CE LM 4 CLILAL, [ 1
W5 8 20tk 4nd 402 gl 4n0 a0 1
070 0t 10 10 107 10 10" sec 0 10 20 30 40V
-7 ]

115
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EB ¢
0,452 {

=4 = =
_ a — c'g!.
381 5%

Gewichte etwa 1 g

MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Vor- und Treiberstufen

AC 162 ist ein legierter PNP-Germanium-NF-Transistor mit dem DIN-Gehguse 1 A3
(TO-1). Die Anschilsse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der KollektoranschiuB
wird mit einem roten Punkt am Gehéuserand gekennzeichnet,
Cer Transistor AC 162 ist besonders fur NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung -Ueceo 24 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge 20,2 V) -Ucey 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge s 1000 Q) ~Ucer 32 \'%
Kollektor-Basis-Spannung -Ueno 32 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 10 \'
Kollektorstrom ~Ic 200 mA
Basisstrom =Ip 40 mA
Sperrschichttemperatur T 80 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 | °C
Gesamtverlustieistung (Tg s 45 °C) Piot 900 mw
Wiarmewlderstand
Kollektorsperrschicht = Luft Renju = 300 grd/W
Kollektorsperrschicht = Transistorgehause RehiG s 50 grd/w
Statische Kenndaten (T = 25 °C)
Fir folgende Arbeitspunkte gitt:
~Uca -Ic -Ig B Use

v mA mA It v

5 2 0,021 (< 0,04) 93 (> 50) 0,105

0 50 0.5 100 -

0 100 1,11 90 < 04

1°6
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- widerstand zwischan Transistorgeh&use
i { und Kiihiblech unter der Befestigungs-
' schraube Ry, & 10 grd/W

I i ! N s - "l
o ——1—. jn Bei sorgfaltiger Montage Warme-
| :Z

! ‘ Befestigungsteil (Kiihlschelle
t Bestellbezsichnung: Q62901-B1

AG 162

Ty=75°C Ty =25°C

Kollektor-Basis-Reststrom
bei -Ucgog = 10V -Icgo < 550 < 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom
bei "‘UEBO = 5V ~Iepp < 550 - pA.
Kollektor-Basis-Reststrom
bei -Ucgp =32V -Icso - 6(<25) A,
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei ~Ucey = 32V (Upe = 0,2 V) ~Icey - 6 (< 25) WA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Ices = 0,5 mA)  ~Usry ces > 32 v
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Igso =25 pA) -U@eryeso > 10 Vv
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic = 10 mA; ~Ucg =2V
Transit-Frequenz fr 1,7(>13) | MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg 17 (> 10) kHz
Arbeitspunkt: I = 1 mA; -Ucg =5V
Rlckwirkungsimpedanz (f = 450 kHz) | Z12b | 90 Q
Kollektor-Basis-Kapazitat ~Ucgo = 5V {f = 100 kHz) Ccao 25 (< 40) pF
Arbeitspunkt: -I¢ = 0,5 mA; -Ucg =5 V;
fm1kHz; Af=200Hz; Rg =500Q
Rauschfaktor: F 4(<10) dB
Arbeitspunkt: -Ic = 2mA; -Ugg =5 V; f = 1kHz

h11e 2(11...34) kQ2

h12e 8104

(< 13- 10% —
hye |125(80...170)
hze | 80 (< 130) 0
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AG 162

Stromverstarkung Bnormiert = f (I0) Stromverstarkung Bnormiert = f (I¢)
-UCE = 0,5 V; Ty = Parameter Streuwerte flir Ty = 25°C; -Uce = 0,5V
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
2k - 2,0
2.2+ 18
By | 4~
2,0} -Upp =05V n ~N
By CE 16 _’/ \\
A 1,8 B '\ﬁ 'UCE=0,5V
18 | g 111’ \\
! N 12 SN ~.
1,4 ~ +75°C . y P~ T~ -~
12 Am25cc \\ 10 / \\ ™~
] /-\ H "--.____
10 — [ —t—
" -25°C — 08
4-/—' = el pandiy, I IS S IR S
0’8 “:// O,E ,’ - — —
0,6
04l 04
02 — Mitfelwert | |
02 d — — Streuwerte
0- 0 L]
0 -100 ~200 mA 0 ~10 -200mA
Kollektorstrom J¢ = f (Upg) Eingangskennlinien Ig =f (Ugg)
—JCE = 0,5 V; Ty = Parameter ~UCE = 0,5 V; Ty = Parameter
(Emitterschaitung) (Emitterschaltung)
mA mA
0 = 10!
L, 5 5
'[c : "'IB
A
L / T {l 1{/
+75°C / 79°C /
102:—'—X_ - 4 . 100 5 :'/ '/
E;+Z5 GI-?\ ; -25°C i,‘,’ l{ ;}_2500
o /l_l ll 7 5 Il . !
- I 25°C
1/ [l]
/] '/ []/
101::}:; I 0 ==
o iy i 3 HH
[ N =Upp 0,5V 5 | ~Uge=0,5V
:# 111
— Mittelwerfe .
= — Sireuwerte bei 1=25°C
' 100 I N 1072
i18 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8V 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8V
— UBE —= UBE
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AG 162

Ausgangskennlinien
I¢c = f(Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

-250 ] |
25
-200 -
!G /,4"‘
2
50 HH A L]
100 !
A -0,877]
4 1
0,6
-50 477 0,4
Jg=-0,2mA -
0
0 -05 -1 A5V

Sattigungsspannung UCEsat = f (IC)
~Uce = 0,5 V; Tu = Parameater
(Emitterschaltung)

mA
109 .
8-20
.[c 5
"/ R
02 / £
Z
5 ] 7
! P
| ¥
¥ I
| { /
101 I
I i ‘!l v i
5 7 1WA IV
75°C 25°G-25
| —— Mittelwerte
— — Streuwerte bei Tg=25°C
100 | | l | ! i
0 -00& -008 -012 -0 -020
: — Uptsat
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Ausgangskennlinien
Ic = f(UCE); UBE == Parameter
A (Emitterschaltung)

m
~250 T 1
_,-—-IPUD 7
s ol :
I ~-200 i
A J
I 2350 ]
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|4 ]
I i
It i
-100 -300 1
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Temperaturabhh#ngigkeit Temperaturabhéingigkelt
der zuldssigen Gesamtverlustlelstung ' des Reststromes Icgo = f (TU)
P:ot = f(T); Ren = Parameter ~Ucpo = 32V
w LA
10 10°
Ren= Paramefer T 5 - a
rd
ot 08 o8 W,
a4
/)
\\ T 102 £ '/
08 Rinaa 3/
\ R!hl_‘ 5 'l' l’
i y //
/ /
04 AN L
\ 1 ’./ // Uppg = 32V
i N 10 ya
N 7
. \ 5 y &
M U
i ™ - \ 4 — Mitfelwert
T d T
oL 100
25 50 75 90 100°C 0 20 40 60 80 108°C
—7 —1y
Stromabh#nglgkeit der h-P tor Hom 2O F(
nglgkeit der h-Parameter e= e c= 2mA — (C).
~UJCE=5V; f=1kHz
50 ~
Ifg B
1 WeE—
- e
: \\ ///
S y L
I 72
\123 Ay L7
- ~ N =
\\\\ _—'_-—-—____/
TE=——¥ne = e — s
— e i
- P L <
03 | k‘\..‘
B ”zgg,/ N
| <<
™
01—
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AG 162

he (UCE)
he (UCE = 5 V)

Spannungsabhéngigkeit der h-Parameter He = = f(UcEg)

Ic=2mA; f=1kHz

pli)
5
¥
d Haze
L
Mae T \
\\ |
f : f11g, Hate ; ===
Hage =
03
01 .
" 03 L 5 10V
— U
Stromabhéngigkeit des Rauschfaktors
F=f(IC); RG =500 Q; f = 1kHz; ~Uce =5V
dB
12 '
0 /
f /
T /
7
b
4
N : /
b N %
\___./
2
0
10'2 5 10-1 . 5 100 5 101 mA i1
_._..!c
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AG 163
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MaBe in mm

PNP-Transistor fur NF-Vor- und Treiberstufen

AC 163 ist ein legierter PNP-Germanium-NF-Transistor mit dem DIN-Gehduse 1 A3
(TO-1). Die Anschliisse sind vom Geh&use elekirisch iscliert. Der Kollektoranschiu3
wird mit einem roten Punkt am Gehauserand gekennzeichnet.
Dar Transistor AC 163 ist besonders fir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Page 118/497

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 24 \'%
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugg = 0,2 V) -Ucgy 32 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 1000 Q) -Ucer 32 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo 32 \'
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 10 \%
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Basisstrom -Ip 40 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -65...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 900 mw
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Ren gy = 300 grd/W
Koilektorsperrschicht - Transistorgehause Rih.c =50 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
FCr folgende Arbeitspunkte gilt:
-Ucs -Ic -Ip B -Use

v mA mA I/l v

5 2 0,016 (< 0,031) 125 (> 6b) 0,105

0 50 0,38 132 -

0 100 0,83 120 < 04
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-J 32

i i
| O T
§

schraube Ry, < 10 grd/W

(T3]

i Befestigungsteil (Kiihlschelle)

Bei sorgféltiger Montage Warme-
widerstand zwischen Transistorgehause
und Kiihlblech unter der Befestigungs-

Bestellbezeichnung: Q62901-B1

AG 163

Ty=76°C | Ty=25°C

Kollektor-Basis-Reststrom
(~Ucgo = 10 V) -Irgo < 550 < 10 wA
Emitter-Basis-Reststrom
(-Ugso = 5 V) -Iepo < 550 - KA
Kollektor-Basis-Reststrom
(-Ucgo = 32V) -Icso - 6 (< 25) A
Kollektor-Emitter-Reststrom
(-Ucev = 82V; Uge 2 0,2V) ~Icey - 6 (< 25) pA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Ices = 0,6 mA)  -Ugr)ces > 32 A
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Teso = 25 pA) -Uryeso > 10 v
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic = 10 mA; -Ug =2V
Transit-Frequenz fr 23 (1D MH.,
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 17 (> 10) kHz
Arbeitspunkt: -JI¢=1mA; -Ug =5V
Riickwirkungsimpedanz (f = 450 kHz) | Za2p | 90 Q
Arbeitspunkt: -Ugpp = 5V
Kollektor-Basis-Kapazitat (f = 100 kHz) Cero 25 (< 40) pF
Arbeitspunkt: -f¢ =05 mA; -Ucg=5V;
f=1kHz; Af=200Hz; Rg=500Q
Rauschfaktor: F 4 (< 10) dB
Arbeitspunkt: -Ic = 2 mA; -Ucg =5V; f =1 kHz

h41e 28 (1,7...9) kQ2

h1%e 10 - 10-4

(< 13109
hy1e 180(130...300)
ha2e | 90 (< 150) 1S
123
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Stromverstarkung Bnormiert = f {I¢)

-UCE = 0,5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

100
0

-Uce = 0,5 V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)

~Upg =05V
N
> ~ +75°C
-
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Kollektorstrom I¢ = f Ugg)
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-
N
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= v Streuwerte bei T;=25°C
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Stromverstarkung Bnormiert = f (IC)
Streuwerte flir Ty = 26 °C; ~Ucg = 0,5V
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Eingangskenniinie Ig = f (Ugf)
-Uce = 0,6 V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)
mA
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5
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//\ }{ i
25°C
/]
LU
0 ==
A ) F ]
y JI1 i
5 1 l’ i' ~Upp=0,0V
107¢
0 -0,2 -0,% -0,6 -0,8V
—= U

Page 120/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

AG 163

Ausgangskennlinien
Ic = f (UCE); I = Parameter
{Emitterschaltung)
mA
~250
-2
- 118
¢ A [-1,6
150 = ’l,‘*“'"': __‘_;Z
L ,1"""' -1
W - ="
l— "0,8 ]
100 — i
| -0.6
. —
|| 0,4
sis /) F
Ig=-02mA—
0
0 -0,5 -1 -5V

— Upg

Sattigungsspannung UCEsat = F{IC)
~Uce = 0,5 V; Tu = Parameter
{Emitterschaltung)

mA
108 .
8-20
7, /
102 / e
Z
5 N yid
1
l’ 14
’ 7
! { /
101¢ -
{ Il"l J
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Ausgangskennlinien
Ic = f (UCg); Usg = Parameter
(Emitterschaltung)

mA
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1
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Temperaturabhéngigkelt Temperaturabhéngigkeit
der zuliissigen Gesamtverlustleistung des Reststromes Icpo = f (TY)
Ptot = f(T); Reth = Parameter -Uceo =32 V
Y e
| T '
Ryn= Parameter T 5 7
rd
Fot 08 ~/epo p'g /
4
V4
\\ T 102 v ,/
08 Ringg [z 7
N Rin 5 7 V4
b //
7 /
f N
04 ‘\ /./ // -UCBU =32V
10!
\ rd
5 r
02 N g
‘ N~ A h //
et \ / — Mitfelwerf __
S\ / — — Streuwert
0! ™~ 10 ]
2H 50 75 0 100°C 0 20 40 60 80 100°C
— w7 ___*’ﬁj
- . he (IC)
Stromabhéngigkeit der hi-Parameter Ha = he (IC = 2 mA) = f(I¢)
. =
-UCE=5V; f=1KkHz
50
He i P
T Mr——y
n 11e
N N < -
5 v
| ]
- ——— 120 d
~
I - ™ A |
o
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he (UCE)

Spannungsabhéngigkeit der h-Parameter He = he (UcE = 5 V) = f(Ucp)
=Ic= 2mA; f=1kHz
10
bl
Haoe
--\-."""--.
H2e T \
\\ | |
H g
1 f11g, e | =
H 2
05
01
01 05 1 _ 5 1ov
—= Ugr
Stromabh#ngigkeit des Rauschfaktors
F=f{Ic),Re=500Q;f=1kHz;-Uce=5V
dB
12
10 /

A\, / d
\\\ /
IA
\__‘ —
2
0 ‘ 107
1072 5 10t 5 100 5 10"mA
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Bei sorgfaltiger Montage Warmewiderstand zwischen Transistorgehéduse
und Kihlblech unter der Befestigungsschraube Ry, < 10 grd/W

IAc ]76 EBC % -E:f:_";-%
045¢ 4 | | S _?
AG 176 K & finsmmion

ey
ft— 20 e .
r&- [ + 4 = —"—‘I'

< f

e

-—-5,7!0'1 ot

fe—38-1—la— Q4=

Gewichtetwa 1 g MaBe in mm

Befestigungstei! (Kithlschelle)
Bestellbezeichnung: Q62901-B1

NPN-Transistor fiir NF-Endstufen bis 3,5 W

AC 176 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 1 A3 (TO-1).
Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der KollektoranschiuB wird mit
einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet,

Fir die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kihlschelle) Q62901-B1
vorgesehen. Dieses ist zuséatzlich zu bestellen, Der Transistor AC 176 K hat ein Vier-
kantgeh&duse und kann direkt mit gutem Warmekontakt aufdas Chassis montiert werden.
Der KollektoranschluB des AC 176 K ist durch eine kleine Vertiefung im KOhiblock
gekennzeichnet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 18 vV
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 32 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ueso 10 Vv
Kollektorstrom Ic 1 A
Easisstrom Iy 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...47 | °C
Cesamtverlustleistung (Tg =45 °C) Piot 1,0 w
V/drmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft (AC 176) Riniu = 300 grd/wW
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse (AC 176) Rinic = 40 grd/w
Kollektorsperrschicht — Kihlblech unter der
Befestigungsschraube; bei sorgfiltiger Montage
(AC 176 K) Ren < 45 grd/W
Statische Kenndaten (T, = 25 °C)
Fir folgende Arbeitsgruppe gilt:

Ues Ic Iy B Uge

\ mA mA IC/IB \

0 50 1,4 35 < 0,3

0 300 2,7(1,2...6) 110 (50...250) < (0,65

0 1000 33,3 30 <1
KolIektor-Efnitter-Séttigungsspannung Ic=1A
fur die Kennlinie die bei konstantem Basisstrom
durch den Kennlinienpunkt Ic=11A; Uce=1V geht) Uccsat | < 0,6 \%

128
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: i
045 |
< f
o] [3es ey -
381 15704+ 701 = AG I 76 K
Gewicht etwa 4,8 g MaBa in mm
Tyu=90°C Tu=25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom
(UCEV =32V;-Uge =06V) ICEV 1(< 3) — mA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucao =10 V) Icso — 7 (< 35) nA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucso = 32V) Icgo | 1000 (< 3000) | 25 (<500) wA
Emitler-Basis-Reststrom
Ueso =10V) Ieso — 20 (< 200) | wA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Iceo = 300 mA)  Uggyceo > 18 Vv
Koltektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 500 nA) Ueryceo > 32 A
Emitter-Basis-Sperrspannung (Igpg = 200 pA) Urieso > 10 v
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; Uge =2 V) fr 3(>1) MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Ucgo = 5 V; f = 450 kHz) Cero 100 pF
129
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AG 187K

NPN/PNP

045%

-——3,2-—

38-1 —s-r=-157-04 =

Gewicht etwa 4,89

_3&:0,15 —.J 5:4

—-

|-
| Fny
™~ Co

|
(&
—-"I,BL—

-1

MaBe in mm

NPN-Transistor fiir NF-Endstufen bis 3,5 W

AC 187K istein legierter NPN-Germanium-Transistorin Vierkantgehduse. Die Anschllsse
sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der KollektoranschluB ist durch eine kleine Ver-
tiefung im Kihlblock gekennzeichnet. Der Transistor ist besonders zusammen mit
AC 188K als komplementares Paar fur Endstufen bis 3,56 W geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 25 v
Emitter-Basis-Spannung Ueso 10 v
Kollektorstrom Ic 1 A
Kollektor-Spitzenstrom Iem 2 A
Basisstrom Ig 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -85...475 |°C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 1,0 W
Wiarmewiderstand
Koliektorsperrschicht-Kihlblech unter der
Befestigungsschraube bei sorgfaltiger Montage Rin = 45 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

Ucs Ic Iy B Usge

Vv mA ms~ Ity v

0 50 0.3 165 <03

0 300 1,5 (0,6...3) 200(100. . .500) < 0,65

0] 1000 < 15,4 > 65 <1
Basis-Emitter-Spannung (I¢ = 5mA; Ucg = 10V) Uge 115,..145 mV
Kollektor-Emitter-Restspannung
(Ic =1 A fir die Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I¢ = 1,1 A;
Uce = 1V geht) Ucesat < 0,6 v

130
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AG 187K

Gepaart AG 187 K/AG 188 K
APN/PNP
Ty=90°C | Ty=25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom
WUeey =25V; -Uge =1V) Icey - < 200 uA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucao =10V) Icpo 600(<2000) | 7 (< 35) wA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucso =25 V) Icso 800(<2500) | 25(<200) | pwA
Emitter-Basis-Reststrom
Uegso =10V) Ieso - 20 (<200) | uA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 300 mA)  Ugp) ceo > 15 v
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 200 pA) Ueery cao > 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung (Irgo = 200 pA) Ueer) EBO > 10 Vv
Dynamische Kenndaten (T = 25 °C)
Transitfrequenz (I¢ = 10 mA; Ucg = 2 V) fr 5(>1) MHz
Grenzfrequenz
in Emitterschaltung (Ic =10 mA; Ucg =2 V) fg 20 kHz
Kollektor-Basis-Kapazitit
(Uecso = 5 V; f = 450 kHz) Ceso 100 pF

Zulassige tmpulshelastbarkeit
gthiG = T (t); v=Parameter

W
ord
10f
g
\v=0
10!
§ %
==Y TN
Qoﬁ\\
1° a2 \b N
5 005 SN
01 PPN
P TR
10 _
5
e
m-g 0 e AR 1l
0° 0% 0% 0% 7 00 107 sec
__.,)"

10

05
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AG 187K

Stromverstarkung Bnormiert = f(IC) Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucp)
Uce = 1 V; Ty = Parameter Ig = Parameter
(Emitterschaltung) A (Emitterschaltung)
“ 1 IT]
'3 iy
Une=1V o TmA
18 G I 0 / ]
B’ c /e gma
T 1 =t . T " [ 5 mA
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o N e 4m
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AG 187K

Ausgangskennlinien I¢c= f (UCE)

Ig = Parameter

Eingangskennlinien Ig = f (Ugg)
Uce=1V; Ty = Parameter

A {(Emitterschaltung)

(Emitterschaltung)
m
; 10
Lo A ——25°0
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Icso = f(Ty); Ucro = Parameter
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L

045
==

AG 188 K Iy

Gepaart AC 188 K fAG 187K .
PNP/NPN Gewicht etwa 4,8 g MaBe in mm

—i18

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen bis 3,5 W

AC188K st ein legierter PNP-Germanium-Transistorin Vierkantgeh&use. Die Anschl(isse
sind vom Gehduse elektrisch isoliert, Der KollektoranschiuB ist durch eine kleine Ver-
tiefung im Kihiblock gekennzeichnet. Fiir Gegentaki-Endstufen kdnnen diese Transi-
storen gepaart geliefert werden. Mit AC 187K sind die Transistoren AC 188K auch
als komplementares Paar fir Endstufen bis 3,5 W lieferbar.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 15 \'%
Kollektor-Basis-Spannung -Uceso 25 |
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 10 '
Kollektorstrom -I- 1 A
Kollektor-Spitzenstrom ~Tem 2 A
Basisstrom -Ig 300 mA
Sperrschichttemperatur T, 90 °C
Lagertemperatur Ts -65...4+75 | °C
Gesamtverlustieistung (Tg = 45 °C) Piot 1,0 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - K{ihiblech unter der
Befestigungsschraube bei sorgfaltiger Montage R:p =45 grd/W
Statische Kenndaten (T = 25 °C)

Ucs ~I¢ -Ip B -Use

\'% mA mA Icilp v

0 50 0,3 165 < 0,28

0 300 1,5 (0,6...3,0) 200 (100. . .500) < 0,45

0 1000 < 12,4 > 80 < 0,7
Basis-Emitter-Spannung (Ic =5mV; Ugg = 10V) -Uge 115..,.145 mV
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic = 1 A fiir die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I¢ = 1,1 A;
Uce = 1V geht) ~UCE sat < 0,6 v

134
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AG 188 K

Gepaart AG188K /AC187K
PKP/NPX
Ty=90°C Ty =25°C

Kollektor-Emitter-Reststrom
(~Ucey =25V, Uge =1V) ~Icey - < 200 wA
Kollektor-Basis-Reststrom
(~Ucgo = 10V) ~Icpo 400 (< 1100): 5(< 15) wA
Kollektor-Basis-Reststrom
~Ucgo =25 V) -Icgo | 500 (<1400) | 20 (< 200) | pA
Emitter-Basis-Reststrom
(-Ueso = 10 V) -Iepo | - 15 (< 200) | A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Icgo = 300 mA)  -Uigr)y ceo > 15 vV
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 200 uA)  -Urycso > 25 A
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Iggo = 200 @A) -Uar)eso > 10 v
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; -Ucg =2 V) fr 1.5(=1) MH:z
Grenzfrequenz
in Emitterschaltung (-I¢=10 mA; -Uce=2 V) fa 10 kHz
Kollektor-Basis-Kapazitat (-Ucgo =5 V; f = 450 kHz) Ccpo. | 100 pF

Zulissige Impulsbelastbarkeit
gthJG = f (t); v= Parameter

Temperaturabhangigkeit
der zuléssigen Gesamtverlustleistung

W Prot=F(T)
grd W
10 15
Gtp ° Pror
10
0 =N
" 9N 10
0)07 [B
_-_\%. " \
i 0;02 h\b \
10° = C
SMENS \
5 {00 NS \
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o) 05 \
102 ] \
10 \
5 : \
Mol
el L Lhelid gl Lol ol 0 |
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AG 188 K

Stromverstiarkung Bnormiert = F{I(C) Ausgangskennlinien I¢c = f {UCE)
~Uce = 1V: Ty = Parameter Ig = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
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AG 188 K

Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)
Ig = Parameter
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E 41%0 B
il

AD 130

12 qufs-ua

Gewicht etwa 16,5g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen und Schaltanwendungen

AD130 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehduse 3 A 2 (TQO-3).
Der Kollektor ist mit dem Gehéduse elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die Isolier-
teile Q62901-B11-A und Q62901-B13-8B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen,
Der Transistor AD 130 ist besonders fiir die Verwendung in NF-Endstufen und als
Leistungsschalter geeignet, Fiir Gegentaki-Endstufen kénnen diese Transistoren auch
gepaart geliefert werden.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung fir I = I max -Uceo 30 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucey 32 v
Kollektor-Basis-Spannung -Uego 32 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 10 Vv
Kollektorstrom -Ic 3 A
Basisstrom -1 500 mA
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
lLagertemperatur Ts -55...490 | °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Pyt = f (Tgg) Piot 30 W
‘Warmewiderstand |
Kollektorsperrschicht - Transistorgehéuse Rinjc =15 grd/W

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 130 werden bei -I¢ = 1 A nach der statischen Stromverstérkung B
gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von -Uge = 1 V und nachstehenden Kollektorstromen.

] v v
I B B B "~Ugg
A Icilg il 1c/ls v
0,05 49 74 124 0,25 (< 0,32)
1 30 (20...40) 45 (30...60) 75 (50...100) 0,6 (< (,8)
3 17 25 42 1,0 (< 1,9)

Koltektor-Emitter Sattigungsspannung
(~Ic=3A:B=10) “UeeeatV | 0,6 (< 1,0) \'%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(-l =3 A flr die Kennlinie die bei konstantem
3asisstrom durch den Kennlinienpunkt
~Ic=383A; -Ucg=1V geht) ~UcE sat 0,55 (<1,0) v

) Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B8 = 10 abgesunken ist.
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Glimmerscheibe ‘ Isoliernippel: MaBstab 2:1
Bestellbez.: Q62901-B11-A Bestellbez.: Q62901-B13-8

| Tc = 90°C | Te=25°C |

Kollektor-Emitter-Reststrom

(-Ucey = 32V; Uge 21V) ~Icgy 5 (< 15) 015 (< 1) | mA
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggp = 10V)  -Igpp 4,5 (< 15) 007 (< 1) més
Kollektor-Emitter-Sperrspannung '

(-Ic =3 A) -Ueryceol > 30 > 30 v

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =05 A; Ucg =2V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung s 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt: -Ucgo bzw. -Ugpg = 6 V
Kollektor-Basis-Kapazitét Cepo | 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitat ' Cepo | 90 pF
Schaltzeiten: Bei einem Ubersteuerungsfaktor
von i=1,5...3 und einem Ausraumstrom tain 10 (< 20) us
von Igy =15 mA (~Ic=1A) gelten nebenstehende ts 8(<15) ws
Schaltzeiten: tp 15 (< 30) ©s
Zuldssige Impulsbhelastbarkeit Temperaturabhingigheit der
gthJG = f (t); v = Parameter zuléssigen Gesamtveriustleistung
uﬂ Peor=f (Tg): -Ucg = Parameter
¢ W
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AD 130

140

By

e -

Stromverstiarkung Bnormiert = f (IC)

—Jce = 1V Ty = Parameter
{Emitterschaltung}
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AD 130

Ausgangskennlinien
Ic=f(Uce); Ip = Parameter

(Emitterschaltung)
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.Gewicht etwa 16,5 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen und Schaltanwendungen

AD 131 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehéuse 3 A 2
(TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die Isclier-
teile Q62901-B11-A und Q62901-B13--B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.
Der Transistor AD 131 ist besonders fUr die Verwendung in NF-Endstufen und als
Leistungsschalter geeignet. Flir Gegentakt-Endstufen konnen diese Transistoren auch
gepaart geliefert werden,

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung fir I¢ = I max ~Ucgo | 45 \'%
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucgy | 64 v
Kollektor-Basis-Spannung ~Uecpo | 64 Vv
Emitter-Basis-Spannung ~Ugso | 20 v
Kollektorstrom -Ic 3 A
Basisstrom -Ig 500 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...4+90 °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Pigt = F(T¢) Piot 30 w
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Rinic =15 grd/w

Statische Kenndaten (T¢ = 25 °C)

Die Transistoren AD 131 werden bei -I¢ = 1 A nach der siatischen Stromverstarkung 8
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei

einer Kollektorspannung von ~Uceg = 1 V und nachstehenden Kollektorstromen.

11 | v Vv
=Ic B B B -Ugg
A Ic/lg Ic/lp IciIp v
0,08 49 74 124 0,25 (< 0,32)
1 30 (20...40) 45 (30...60) 75 (50...100) 0,6 (< 0,8)
3 17 25 42 1,0 (< 1,5)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(~-Ic =3 A;B =10) “Ucgsat™ | 05(< 1,00 |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic =3 A flr die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt -Ic =33 A:
-Ueeg =1V geht)) -Ucgeat 055(<1,0) | V

" Der Transistor ist so weit iibersteuert, daB die statische Stromverstérkung auf einen Wert von

B = 10 abgesunken ist.
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Glimmerscheibe
Bestellbez.: Q62901-B11-A
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Isoliernippel: MaBstab 2.1
Bestellbez,; Q62901-B13-B

| Te=90°C | Tg=25°C |
Kollektor-Emitter-Reststrom
(-Ucey =64 V; Upe 2 1V) ~Icey 5(< 15 0.15(< 1) mA
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggp = 20 V) -Iggo 4,5 (< 15) 0.07(< 1) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
lce=3A) ~Uryceo | > 46 > 45 Vv
Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -I¢ =05 A; Uce =2V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt: -Uegp bzw. -Uggo = €V
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceo | 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitat Ceso | 90 pF
Schaltzeiten: Bei einem Ubersteuerungsfaktor
von ii=1,5...3 und einem Ausrdumstrom tein 10 (< 20) ©s
von Igg = 15 mA (~I¢ =1 A) gelten nebenstehende ts 8(< 15) ©s
Schaltzeiten: tr 15 (< 30) ©s

Zuldssige Impulsbelastbarkeit
gthJG = f (t); v = Parameter
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Temperaturabh&ngigkeit
der zulassigen Gesamtverlustleistung
Ptot = f (TG); ~UCE == Parameter
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AD 131

Stromverstirkung Bnormiert = F{I¢)
-Uce = 1V; Ty = Parameter
{Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
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AD 131

Ausgangskennlinien Sattigungsspannung
Ic = f(UcE); Ig = Parameter UCEsat = f(IC); B=10; TG = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)}
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Gewichtetwa 16,59 MaBe in mm

PNP-Transistor
flir Schalteranwendungen bei htherer Betriebsspannung

AD 132 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Geh&use 3A2 (TO-3).
Der Kollektor ist mit dem Gehause elekirisch verbunden.

Fur die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die Isolier-
teile Q62901-B11-A und Q62001-B13-B vorgesehen. Diese sind zusétzlich zu besteilen.

Der Transistor AD 132 ist besonders fir die Verwendung in NF-Endstufen und fir
Schalteranwendungen bei hohen Betriebsspannungen geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung flir Ir = I¢ max -Uceo 60 \'%
Kollektor-Emitier-Spannung (Uge = 1 V) ~Ucey 80 \%
Kollektor-Basis-Spannung ~Ueso vV
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 20 Vv
Kollekitorstrom -Ic 3 A
Basisstrom -Ip 500 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...490 | °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Pyge = F(Tg) Piot 30 w
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Renic | =15 | grd/w

Statische Kenndaten (75 = 25 °C)

Die Transistoren AD 132 werden bei -Ic =1 A nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von ~Ucg = 1 V und nachstehenden Koliektorstrémen.

H v V
_Ic B 8 B ~Uge
A IciIp IciIp : Ic/lg Vv
0,05 49 74 124 0,25 (< 0,32)
1 30 (20...40) 45 (30...60) 75 (50...100) 0,6 (< 0,8
3 17 25 42 1,0(< 1,5)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic =3 A; B =10) “Ucgsat? | 05(< 1,00 [V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=3A tir die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Icr=33 A;
Uece=1V geht.) ~UcE sat 0,55 (<1,0) 1V

'}y Der Transistor ist so weit Gibersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
8 =10 abgesunken ist.
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Glimmerscheibe Isoliernippel: MaBistab 2:1
Bestellbez.: Q62901-B11-A Bestslibez.: Q62901-B13-B

AD 132

| Te=90°C| Te¢=25°C |

Kollektor-Emitter-Reststrom

(-Ucgy =80 V; Ugg=1V) ~Icey 5{(< 15 0,15 (< 1) mA
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggo = 20 V) -Iggo 4,6 (< 15) 0,07 (< 1) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(-Icgo = 3 A) -Upryceo | > 60 l > B0 \)
Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ir = 05 A; -Ucg =2V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt: -Ucap bzw. ~Uggp =6V '
Kollektor-Basis-Kapazitét Cero 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitéat Cero 90 pF
Schaltzeiten: Bei einem Ubersteuerungsfaktor
von #i=1,5...3 und einem Ausraumstrom tein 10 (< 20) Ys
von Ig; =15mA (-Ic =1 A) gelten folgende ts 8 (< 15) us
Schaltzeiten: tr 15 (< 30) us
Temperaturabhéngigkelt
Zulassige Impulshelastbarkeit der zulassigen Gesamtverlustleistung
W gihjG = () v=Parameter Ptot = f(TG); UCE = Parameter
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Stromverstirkung Bnormiert =f (IC)
-Uce=1V; Tg = Parameter
(Emitterschaltung)

b
N
22 —\;75"[}
20 V\ ~Uge 1V
b \\
1,8 \
16\ X255
MANAS
¥ N \ N
. \
12 S
\\ N
1,0 e oF
9 \\ \\\ \\.
08 % =25
T ™ e \-Q::': = |
0,6 =~ - o —
— _.\“- N
04
02 — Miffelwerfe |
’ — — Streuwerte
0 L1
0 -1 -2 -3A

—

Kollektorstrom I¢ = f (Ugg)
-Uce = 1V; TG = Parameter
(Emitterschaltung)

mA
10
™ -
75°C 1]
103 ) L~ L~
'/ I/
/7
ol / /M
s
Vit i 25°e
0 =
o
— Miffelwerte 1
== — Streuwerfe bei T;=25°C "
100 N N Y Y A A A |
-05 -10 -5V
—— Ugg

A
=32

Page 144/497

Ausgangskennlinien
Ic = f (UcE); I = Parameter
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AD 132

Ausgangskennlinien Sattigungsspannung
Ic=f(Uce); Ig = Parameter UCE sat = f (IC); B = 10; TG = Parameter
(Emitterschaltung) A (Emitterschaltung)
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AD 133

A

Gewicht etwa 17 g

MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen und Schaiteranwendungen

AD 133 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 3C3 (TO-41).
Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die
Isolierteile Q62901-B13-A und Q62001-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu
bestellen.

Der Transistor AD 133 ist besonders fir die Verwendung in NF-Leistungs-Endstufen

und ais Schalter fiir groBe Leistungen geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung fir -Ic = 2 A -Uceo 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung fir I = Irmax -Uceo 20 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucey 50 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ueso 50 v
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 10 \
Kollektorstrom -Ie 15 A
Basisstrom -Ig 2 A
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Lagertemperatur ‘ Ts -55...4+90 | °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Py = f (T¢) Piot 36 W
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht ~ Transistorgehause Rense =15 grdfw

Statische Kenndaten (T¢g = 25 °C)

Die Transistoren AD 133 werden bei -I¢ = 5 A nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei

einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,6 V und nachstehenden Kollektorstromen,

1] v v
_Ie B B B ~Ugg
A Iciia Iciip Ic)lg \i
0,5 50 75 125 0,3(< 0,5
5 30 (20...40) 45 (30...60) 75 (50...100) 0,55 (< 0,95)
15 17 25 42 0,8 (< 1,5)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(~-Ic=15A;B=10) —Uecgsat? | 03(<0,5) |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
{Ic =15 A fir die Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Ir=16,5 A;
Uee=0,5V geht.) ~UCE sat 0,35(<05) |V

) Der Transistor ist so weit libersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B =10 abgesunken ist.

160

Page 146/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

ot
I ] “'“T %////“T
e R AD ]33
= = v/ 7 _*_ ¥
a3 _1'
TL g -
0,04 o
o e
Glimmerscheibe Isoliernippel: MaBstab 2:1
Bestellbez.: Q62901-B13-A Bestellbez.: Q62901-B13-B
| Tg =90°C | Tg =25°C
Koliektor-Emitter-Reststrom
(-Ucey =50V, Uge 2 1V) ~Icey 3 (< 10) <1 mA
Emitter-Basis-Reststrom
(-Uggo = 10 V) ~Iepp 3 (< 10) <1 mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung :
(~Iceo = 2 A) -Uryceo | 32 32 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(-Iceg = 15 A) "U(BR) CEO 20 20 \'

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Arbeitspunkt: -Ir =05 A;~Ucg =6V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 8 kHz
Transitfrequenz fr 300 kHz

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von i = 1,56...3 und tejq 12 (< 25) s
ginem Ausraumstrom von Igz == 100 mA (I = 5 A) ts 8 (< 15) s
gelten nebenstehende Schaltzeiten: tr 10 (< 25) @S
Zulassige Impulsbelastbarkeit Temperaturabhangigkeit der
W BthiG=1(t) v= Parameter zulassigen Gesamtverlustlieistung
. w Ptot = f(TG); UCE = Parameter
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AD 133

Ausgangskennlinien

Stromverstirkung Bnormiert = f (I¢) Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
-JCe = 0,5V; TG = Parameter (Emitterschaltung)
A
2k — . - .
22 ~Fsee s
- / L
By ~ e 05V "* gt
7 2,0 { CE I
(T \25°c “_12 J400
| }\/\ \ T J T
18 \ J -300
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06 s ~h ; :gg
™ e .:..:-‘ +
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- — Mittelwerte } N /4 lg=-20mA
0.2 — — Streuwerte beiTg=25°C Z
ol S T T T Y Y O 0
0 -5 =10 -5 A 0 -0,5 =10 =19V
— I ——= U
Kollektorstrom I¢ = f (UgE) Ausgangskennlinien
-UCE =05 V; TG = Parameter Ic = f(Uce); Use = Parameter
mA (Emitterschaltung) A {Emitterschaltung)
10° = 15
5 —
5 F raungl
\ u ™mv— -
O e st M
/ - -
10‘& — » 7]/” — ]C / I I
— o o iy i rd -l 700 mV
5 i es A AL R T ) -
[ '73 // // ;5 e 7 10 //
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1 f e L
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7 i L00mv.
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AD 133

Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fur den Schaltbetrieb
(Emitterschaltung}

A
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/}'&% v /'
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ési;%:
O\
\ \
_,__J

g™
-4 _{ﬁ{____, Y
—QU____-—-”\
-9 T y
2 _:rZUmA ___._.--T \
g I5=0
0 -1 -20 -30 -40 -50 -GOV
—= e

Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Fcpo = f (Tg)
LA -Ucgp =560V
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y 2
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Sattigungsspannung
UCE sat = f (IC); B = 10} TG = Parameter
A (Emitterschaltung)
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5
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f 4
’I
103 i /
5 HHHT
Ty
K
HHE)
102 iy
5
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Eingangskennlinien 7g=f {UgE)
-Uce=0,5V; Tc= Parameter
A {(Emitterschaltung)
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Isoliernippel: MaBstab 2:1
Gewichtetwa 4,8 g MaBe in mm Bestelibez.: Q62901-B13-B

PNP-Transistor flir Zerhacker, z.B. in Blitzlichtgeféten

AD 136 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 8 A3 (TO-8).
Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden,

Fir die Befestigung auf einem Chassis sind die Befestigungsteile bzw. Isolierteile
Q62901-B13-B, Q62901-B17-A und Q62901-B17-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich
zu bestellen,

Der Transistor AD 136 ist besonders fiir die Verwendung als Schalter in Blitzlicht-
geraten geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung flir -Ic =2 A -Uceo 30 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung fiir Ic = I max -Uceo 22 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucey 40 v
Koliektor-Basis-Spannung -Ucso 40 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 10 Y
Kollektorstrom -Ic 10 A
Basisstrom -Ig 2 A
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Lagertemperatur Ts -55,,. 490 | °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Py = f (Tg) Piot 11 W
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Rinic =5 grd/w

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 136 werden bei ~I¢ = 5 A nach der statischen Stromverstarkung 8
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet, Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,5 V und nachstehenden Kollektorstrémen.

v \'
-Ic B B -Ugg
A Icily IC/IB v
0,5 15 125 _ 0,3
5 45 (30...60) 75 (50...100) 0,55 (< 0,95)
10 33 bb 0,7 (< 1,2

Kollektor-Emitier-Sattigungsspannung

(-Ic =10 A: B =10) -Ucesat" | 0,22 (< 0.4) ' v

Y Der Transistor ist so weit iibersteuert, da3 die statische Stromverstérkung auf einen Wert von
B =10 abgesunken ist.
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¥
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0,05+0,04
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Glimmerscheibe Beilagplatte
Bestellbez.: Q62001-B17-A Bestellbez.: Q62001-B17-B

| Te =90°C Tg =25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom
(~Ucey =40V; Ugg = 1V) ~Icey 3 (< 10) <1 mA
Emitter-Basis-Reststrom '
(Ueggo = 10 V) ~Iego 3 (< 10) <1 mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
-Iceo = 2 A) -U@ryceo | 30 30 \4
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
{(~-Iceo = 10 A) “U(BR) CEO 22 . 22 \'4

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =05 A; -Ucg =6V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 8 kiiz
Transitfrequenz fr 300 kHz

Temperaturabhangigkeit

Zulassige impulsbelastbarkeit der zulédssigen Gesamtverlustleistung
W ethic = f (t); v = Parameter Prot = f (TG); UCE = Parameter
DG W
0} =g 15
5 \¥ =0
\ ‘ N
\ %nag;“}r';?l 1
quemz \ I Pt [y =000V
r § £ 0,005 —% I 10
~ 001 T 15V
0,02 ;
1 ' N
= % 20V
5 0:0]5 ] \\\ \\
Al ) 5 26V \
0.2 ~N\\ N\
wU oA N
: =53 | NN
T t 2 \\:\\\
& T i N~ \\
g
'm'] I‘T{{I‘l‘lr B 3 L i | I W AR i 0 \
% 0% 10 1% 1 10%sec 0 20 50 60 80  100°C
— } —Tg
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Bn

156

Stromverstarkung

Enormiert = f({C)
~Ucg = 0,5 V; Tg = Parameter
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Kollektorstrom I = f(Upg)
~Ugg = 0,5 V; T; = Parameter
(Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg}: In = Parameter

A(Emi’[’terschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ic = f{Ucg) Usg = Parameter

(Emitterschattung)
T T00mv
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AD 136

Ausgangskennlinien und Grenzkurve
filr den Schaltbetrieb
A (Emitterschaltung)
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Gewicht etwa 83 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen

AD 148 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehduse 9A 2
(SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile
Q62901-B16~A und Q62301-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatziich zu bestellen,
Der Transistor AD 148 ist besonders fiir die Verwendung in hochwertigen NF-Endstufen
geeignet. Fir Gegentakt-Endstufen kénnen Transistoren AD 148 gepaart geliefert
werden.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung (Ic=0,5 V) “Uceo | 26 \'
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge= 2 V) ~Ucey 32 \%
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 32 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo 10 v
Kollektorstrom -Ic 35 A
Basisstrom -Ip 600 mA
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Lagertemperatur ‘ Ts -55...4+100 | °C
Gesamtveriustieistung; siehe Diagramm Pt = (Tg) Piot | 135 W

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Transistorgehduse RthJG’ =4 grd/W

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 148 werden bei ~I¢ = 1 A nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von -Ucg = 1 V und nachstehenden Kollektorstromen.

\Y \)

I B B -Ugg

A IciIg Ic/Iy V

0,05 51 85 0.2 (< 0,35

0,5 52 86 0,36 (< 0,6)

1 45 (30...60) 75 (50...100) 0,46 (< 0,7)

2 40 68 0,62 (< 0,9
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic =2 A; B =10) Ucesat? | 02(<04) |V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=2A tir die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I¢ =2, 2 A;
Uce=1V geht) ~UcEsat 0,35(<0,6) |V

Yy Der Transistor ist so weit (ibersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
8 =10 abgesunken ist.
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Glimmerscheibe
Bestellbez.: Q62501-B16-A

¥

3-0-0,1 -

- 7 ——»

Iscliernippel: MaBstab 2:1
Bestelibez.: Q62601-B13-B

AD 148

| Te=9%°C | Tg=25°C |

Kollektor-Emitter-Reststrom

(-Ueev=32V; Uge =21V)
Kotlektor-Basis-Reststrom (-Ucpo=10V)
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggpo = 10 V)

~Icey
-lcpo
-Iggo

Kolliektor-Emitter-Sperrspannung

(Jeev =05 A; Upe 22V)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(Iceo =05 A)

-Uer) ceo

Paarungsbedingungen
Arbeitspunkt: -I¢c =05 A; -Ucg =1V

Arbeitspunkt: Ic =50 mA; -Ucg =10V

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Arbeitspunkt: -I¢ = 0,6 A; -Ugg= 2V
Transit-Frequenz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung

Linearitdt der Stromverstédrkung
{(Ugatt = 14 V; Ree = 12 Q dynamisch nicht
kurzgeschlossen; -I¢c = 1 A bei v;q)

Zulassige Impulshelastbarkeit

grd
108

gthJG = T (1); v = Parameter
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Y
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10°°

02w 100 se
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~Uiry cev

3 (< 10)
1,2
2,6

> 32

> 26

Vi1

Vimax

015(< 1)
0,07 (< 1)
> 32

> 26

< 1,25

<12

450
12

0,55 (> 0,45)

Temperaturabhéngigkeit
der zulassigen Gesamtveriustleistung
w Ptot="(76): UCE = Parameter

mA
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mA

my
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L
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AD 148

Stromverstérkung Ausgangskennlinien
Enormiert = 1) Ic= f(UCE); Ip = Parameter
-Ucg = 1V, Tg = Parameter . (Emitterschaltung)
= N 20 n
\ ~Uge=1V B
181
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—k = Uge
Kollektorstrom I¢ = f (Ugg) Ausgangskennlinien
-Uce =1V; TG = Parameter I¢=f(Ucg); UBe = Parameter
ma (EMitterschaltung) A (Emitterschaltung)
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AD 148

Ausgangskenniinien Eingangskennlinie Iz = f (UgE)
I¢=f(UCE); I = Parameter -Uce=1V; Tg = Parameter
(Emitterschaltung) " {Emitterschaltung)
A A
'210 4 10-1
/ // 5 Z 1=
- - A
s A d | { L
Ic -1:6 rd / /
(25 1 T 1 ‘ /
_ / / A
0 L / 107 y ~75°¢
- ri J=.nRe
-12 // // l ; III / -_gg"g
d 1 / 0 71/
B 4 '// ll
/
08| 1 nar)
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Séttigungsspannung Temperaturabhangigkeit
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AD 143

Gewicht etwa 16,5 g

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen bis 20 W

MaBe in mm

AD 149 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehéause 3 A 2 (TO-3).
Der Kollektor ist mit dem Geh#use elekirisch verbunden. '
Fur die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile
Q62901-B11-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestelten.
Der Transistor AD 149 ist besonders fir die Verwendung in hochwertigen Eintakt-A-End-
stufen geeignet. ' _

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 30 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Upge = 2 V) ~Ucey | 80 \'%
Emitter-Basis-Spannung ~Ugso | 20 \
Kollektorstrom -Ic 3,5 A
Basisstrom -Ig 600 mA
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Lagertemperatur Ts -55,..4100 { °C
Gesamtverlustieistung; siehe Diagramm Piot =1 (Tg) Piot 27,5 W
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Renic =2 grd/W

Statische Kenndaten (T¢ = 25 °C)

Die Transistoren AD 149 werden bei -I¢c = 1 A nach der statischen Stromverstirkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von -Ucg = 1 V und nachstehenden Kollektorstromen.

v '

-1 B B ~-Uge

A Icllg Icllg \

0,05 50 82 0,2 (< 0,35)

1 45 (30...60) 75 (50...100) 0,46 (< 0,1

3 38 63 0,75 (< 1,1)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(~Ic=3A:B8=10) “Ucesat”" | 03(<06) |V
Kollaektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=3 A flr die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Ir=3,3 A;
Uce=1V geht) —UcEsat 0,4 (< 0,7 %

) Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstérkung auf einen Wert von
B = 10 abgesunken ist.
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Sz st
150020 o
) | t i
A AD 149
s 18 598 485
I o - -~
A\
Wan g A
1 0,04 ’
109+the- Ly 301 [~ 3o
ra— 29202 ] 4,50 y R
Glimmerschaibe Isoliernippel: MaBstab 2:1

Bestellbez.: Q62901-B11-A Bestellbez.: Q62901-B13-B

I Te=90°C | Te=25°C |

Kollektor-Emitter-Reststrom

(-Ucey =32V; Uge =21 V) ~Icey 3 (<10 016 (< 1) mA
Emitter-Basis-Reststrom ‘

{(-Uggp = 20 V) -Iego 2,5 0,07 (< 1) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

(~lceo = 3 A) -Uiryceo | > 30 > 30 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

(~Icey = 0,5 A; Upg 2 2V) ~Urarycev | > 50 > 50 A

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -fc = 05 A; -Ucg =2V

Transit-Frequenz fr 500 (> 300) | kHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg 10(>7) kHz
Linearitat der Stromverstarkung
(Upatt = 14 V; Ree = 4 Q (dynamisch nicht vi3 .
kurzgeschlossen) -I¢ = 3 A bel v;3) Vi max 035 (> 02)
Zulassige Impulsbelastbarkeit Temperaturabhéngigkelt
gthJG = f (); v= Parameter der zulassigen Gesamtverlustleistung
_g\’:/_d Piot = f(TG); UCE = Parameter
w
0 = 40
5 v=0
{
hg \ PTDT
\ T Ugg «0 bis 10V
2 )
0 __@5 = 30
* 2NN \
0,021 TTNONN \
AN \
R I N 10V
1005 N AN
T i 20 N
5 O] 3\ 20V T TN\
02 A AN
| T TRY 25V \
10° X 10
i N
2 ™ 30V \
i \\
R
w1 R A 1 O A1 T WA N 0
et 0 w? o7 s 0 20 40 60 80  W0°C
- —»Ts 153
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AD 143

Stromverstéarkung | Ausgangskennlinien
Brormiert = f (10 I¢ = F(UCE); I8 = Parameter
-Uecg = 1V; T = Parameter (Emitterschaltung)
A
=32
"\ i
1,8 \ "ZB sl
o, - :-1 ¥
N\l 5% Ugg =V ; e
5 16— ¢ i
n / \\ -24
] 14 RN -40
B
12 —125°C \i‘- . 20 [T
famll \ \\ "-..--._“__ - _3-0
1,0 <~ N -16
| [-25°C -
0B gt 12 20
// ..""--.____ -~
0,6 = |
-08 Ig=-10mA
— Millelwerfe i -04
0.2 = Steuwerts beiTg~25°C
0 EEENRNEEN 0
] -1 -2 -3A 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8V
- Ic — Ugr
Kollektorstrom I¢ = f (UgE) Eingangskennlinien Jg = f (UgEg)
-Ucg = 1V; TG = Parameter ~Uce=1V; TG = Parameter
mA (Emitterschaltung) A {Emitterschaltung)
104 10"
5 [ o ) 5 Lt
I 75°C 25°C -25°C -/p - V¢
A A + A Vs
y L /
T aviralPe yi'd,
103; V& Y
5 I LAA A o VA Six:
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AD 149

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): Ig = Parameter
A (Emitterschaltung)

35

A NN
Y 60 // // /
}'[B / -V / /

I 25 - g3 //
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; 5 ///
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S#ttigungsspannung UCE sat = f (I¢)
B = 10; TG = Parameter
mA (Emitterschaltung)
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CE 41%0 B
i
1 L
@ =S
AD 150
llamd
120580

Gewichtetwa 165 g

MaBe in mm

PNP-Transistor fliir NF-Endstufen bis 20 W

AD 150 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Geh&use 3 A 2 (TO-3).
Der Kollektor ist mit dem Gehé&use elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile
Q62901-B11-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.
Der Transistor AD 150 ist besonders fir die Verwendung in hochwertigen NF-Endstufen
hoher Ausgangsleistung geeignet. Flr Gegentakt-Endstufen kénnen Transistoren
AD 150 gepaart geliefert werden.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 30 \)
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucey 32 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucao 32 \
Emitter-Basis-Spannung -Ugso 10 v
Kollektorstrom -Ic 3,5 A
Basisstrom -Ig 600 mA
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Lagertemperatur Ts -55...+100| °C
Gesamtverlustleistung; siche Diagramm Pyot = f (T¢) Prot 27,6 w
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehiuse Rin g =2 grd/w

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 150 werden bei -Ic = 1 A nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet, Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von -U¢g = 1 V und nachstehenden Kollektorstromen.

iv A

~Ic B B -Uge

A Icilp Iy Vv

0,05 50 82 0,2 {< 0,35

1 45 (30. . .60) 75 (50. . .100) 0,46 (< 0,7)

3 38 63 0,75 (< 1,1)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic="A;8=10) -Ucesa) | 03(<06) |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
{Ic =3 A fir die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I = 3,3 A;
Uecg =1V geht) -Ucgsat 0,4(<07) \'%

1) Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 10 abgesunken ist.
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: ——i 'T_ 1N ;& A SSLLTS __I"_
ytz +3 o 1 L)
2 14 7= NT
o/ 2 l b4
! +0.04 - 3 +01
03stpl- . ‘g‘ﬂ_ﬁ 4 01 [+ 3
-—45-“?‘- 7
-—23'2*02—-
Glimmerscheibe Isoliernippel: MaBstab 2:1
Bestellbez.: Q62901-811-A Bestellbez.: Q62001-813-B
Te=90°C Tg=25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom
(~Ucey = 32V; Ugg=1V) —Icgy 3(< 10) 0,15 (< 1) mA
Emitter-Basis-Reststrom 1
(~Ugpg = 10 V) ~IEgo 2,5 0,07{< 1) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(~Iceo = 3 A) -Upryceo | > 30 > 30 v
Paarungsbedingung
B
Arbeitspunkt: -Ic =1A; -Ucg =1V EL <1,25 —
2
Arbeitspunkt: —I¢ =50 mA; -Uce =10V AUge | <12 mV
Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Arbeitspunkt: -I¢c = 0,56 A; -Ucg =2V
Transit-Frequenz fr 450 kHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg 12 kHz
Linearitat der Stromverstéarkung
= b E i i V
(UBatt = 14 V; Reec = 4 Q2 dynamisch nicht i3 04(>03) | —
kurzgeschlossen; -I¢c = 3 A bei v;3) Vimax
Zulassige Impulsbelastbarkelt Temperaturabhdngigkeit
gthJG = f (t) v = Parameter der zuldssigen Gesamtverlustleistung
EJ% Ptot = f (TG); UcE= Parameter
w
0 == ; 40
5 v=0
Jins
N Prat
\ ]
10 @5 < T 3p |—Ver -0 bis 10V
5 07 N \
G,02 > \\\\ \\
[ty
| N 15V \
1! 008 N
SERN 20 N
5 M = 20V
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30V \
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’][]'1!_.\LH LI L LI IR
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Ausgangskennlinien
Ic = f({UcE); Ip = Parameter

I

Stromverstérkung
Bnormiert = f(IC)
~Uce = 1V; TG = Parameter A (Emitterschaltung)
2,0 -32
\ &
-60
1,8 \ ] _ 8 foamra
\| 75°C ~Ugg =W &
16 [c 'EU
B T TTNN b ]
A 4 -2
I 14 s\\ r -40
e
12— 25°C NS 20 AT
TN N T -30
——""'_'--——_-_
10 L TN -18
08 —{-25°C = _
e 12 20
Py ..----_"-I-I.
0,6 = r
-08 Ig=-10mA
04
0.2 — Milfelwerfe | -04 [
' — — Streuwerfe b/ Tg~25°C
0 I "
0 -1 -2 ; -3A 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8V
Kollektorstrom f¢ = f (Upg) Ausgangskennlinien
-UCE = 1V TG = Parameter Ic = f{Uce); UBE = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA A
10 ~32 T —F-750
5 757 2570 -25°C Y
! A T I -7
/ —
103 AV ~24 H
LA I )
5 Al
AT 20 7] —
fr L Ly e ™" i
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AD 150

Ausgangskennlinien
I¢ = f (Ucg): I = Parameter
(Emitterschaltung)
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Sittigungsspannung

UcEsat = f{I¢); B = 10; TG = Parameter
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Eingangskennlinien Iz = f (Ugg)
~-UCE = 1V; TG = Parameter
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E 4% B
’ =3 - X g9
AD 161 2 (e
i —_f Pan ‘ L
‘ Y

Gepaart AD161/AD 162 015

(NPN/PNP) {1005 B e

—=18-0 5~ F=-18,6-02+
Gewichtetwa8,3g MaBe in mm

NPN-Transistor flir NF-Endstufen

AD 161 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehduse 9 A 2
(SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteiie
Q62901-B16-A und Q6290 1-B16-B vorgesehen, Diese sind zuséatzlich zu bestellen.

Der Transistor ist besonders zusammen mit AD 162 als komplementéres Paar fir Ge-
gentaktendstufen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 v
Kollektor-Basis-Spannung CBO 32 \)
Emitter-Basis-Spannung Uggo 10 Vv
Kollektorstrom I 1 A
Kollektor-Spitzenstrom I 3 A
Basisstrom : I 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 72 °C) Piot 4 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Renig | =45 | grd/w
Statische Kenndaten (T¢ = 25 °C)
Fiir folgende Arbeitspunkte gilt:
Uce Ic Iy B Uge
\'% mA mA Icilg v
50 0,33 150 <03
500 3,33(1,43...10) 150 (50...350) < 0,65
1 2000 50 (< 83) 40 (> 24) <13
Basis-Emitter-Spannung
Ic=5mA; U =10V) Uge 120...150 mV
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 1 A fir die Kennlinie, die bei
konstantem Basisstrom durch den
Kennlinienpunkt Icr = 1,1 A; Ucg =1V geht) Uce sat <08 \Y
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-—-42:9'1
157 v o] .
. g T F A
! ~ - = svs77 I ) AD ]B]
o ‘QF:"'— o o H 5
FET T _I ,__._._ﬁj a )
® l 1 7 i‘ Gepaart AD161/AD 162
+0.04 - KPN/PNP

firgy-— ] ..UE 3.4 [= 3+0!
- 205+ 450 7—
Glimmerscheibe Iscliernippel: MaBstab 2:1
Bestellbez. Q 62901-B16-A _ Bestellbez. Q 62001-B13-B

| Tg =90°C Tg = 25°C

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uecey = 32 V; ~Uﬁ£ = (0,6 V) Icgy 1(< 3) - mA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucpo =20 V) Irgo 500 (< 2700) | 10 (< 50) wA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucgo =32 V) Icgo 1000 (< 3000) | 20 (< 500) | pA
Emitter-Basis-Reststrom
(Ugso =10 V) Iepo - 20 (< 200) | pnA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung {(Icep = 500 mA) Ucsr) ceo > 20 \V}
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 500 pA) Uer) cao > 32 v
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iego = 200 pA) Usr) ERO >10 Vv
Paarungsbedingung: AD 161, AD 162
Ic=05A; Ue=1V) ‘ Bq/By < 1,25 —
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Transitfrequenz (I¢c = 300 mA; Ugg =2 V) fr 31 MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung
{Ic=300mA; Ucg=2V) fa 35 kHz
Kollektor-Basis-Kapazitat (Ucgo =5V, =450 kHz) Ccao 100 pF

1m
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AD 16

Stromverstirkung Bnormiert = f (IC) Ausgangskenniinien I¢ = f (UCE)
UCg = 1V; TG = Parameter Ig = Parameter
(Emitterschaltung) A {Emitterschaltung)
Y 2000
Py 3smA | L1
| 75%C \\ A 30 mA
L = 4 | -t
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| 5% \‘ . 1500 17 20 mA
\ N c e
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~ //
h.\ . i Ai
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— Mittelwerfe o
— — Streuwerte bei[y=25%
0 [ R (O O B 0
( 1.0 20A 0 0,5 10 15V
— I = Uge
Kollektorstrom I¢ = f (UBE) Ausgangskennlinien I¢c = f (UCE)
Uce = 1V, TG = Parameter Upg = Parameter
(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
nutl\l mA
10 2000 —
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L {/ ] 650 my
3 ] 4 vZalbas T T
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AD 161

Ausgangskennlinien I¢c= 1(UcE) Eingangskennlinien Ig = f (UgEg)
Ig = Paramster UCE=1V;: TG = Parameter
(Emitterschattung) . mA (Emitterschaltung)
2000 10 .
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= ] L ZOITJIA 4
A A iy puv4
. . Lo
1500 ——4/ 15 mA,__ o /
A 25 V/
[ —""'——’-/ 101 ? v/ l/<
/// . 7_5 CII y 4 _2500
- 0mA| 5 i
f // 717
000 p—
T /
s oL /L]
] ! SRSy,
kmA L~ — 11—
500 4_1/4 5 'l' 1 1
] B=7..HIA g
0 107
0 10 0y 0 0,2 0% 06 08 10V
— Ut ~——» Uge
Sattigungsspannung UcEsat = f (I¢) Temperaturabhangigkeit des
B = 20; Streuwerte bei Tg=25°C Reststromes I¢cpo = f(TG)
n (Emitterschaltung) mA Ucso = Parameter
1 1!
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-AD 161

Zuldssige Impulsbelastbarkeit Temperaturabhangigkeit
gthJG=f(t); v= Parameter der zuldssigen Gesamtverlustleistung
W Ptot = F(TG)
grd W
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9th3a
T :
102 [\ P
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1P+01 B
: ’
¢ = = 5%
AD 162 e T3 o)
__J ' l Y i i
=) Y
Gepaart AD162/AD 161 I 2015
PNP/NPN ~=i10205 - B i~
~= 8-~ 18,6-2=

Gewicht etwa 8,2 g MaBe in mm

PNP-Transistor fiir NF-Endstufen

AD 162 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 9 A2
(SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile
Q 62901-B16-A und Q 62901-B 13-B vorgesehen, Diese sind zusitzlich zu bestellen.
Der Transistor ist besonders fir die Verwendung in NF-Endstufen geeignet. Fir Ge-
gentaktendstufen konnen die Transistoren auch gepaart geliefert werden. Mit AD 161
ist der Transistor AD 162 auch als komplementires Paar lieferbar.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 20 Vv
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 32 v
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 1c Vv
Kollektorstrom -I¢ 1 A
Kollektor-Spitzenstrom -Iepm 3 A
Bassisstrom -l 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 63 °C) P ot 6 w

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehduse Rew ic =45 grd/w

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 162 werden bei -I- = 500 mA nach der statischen Stromver-
starkung B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 1V und den nachstehenden Kollektor-
strémen: '

vV v Vi Vil
-I¢ 8 B 8 ~Uge
mA IC/IB ’IC/IB ICIIB Vv
50 67 08 170 235 <03
500 75 (50...100) | 110 (75...150) | 190 (125...250) | 260 (175...350 | < O:55
2000 63 o2 160 290 <1
Basis-Emitter-Spannung (-Ic=5mA; -Uce=10V) -Upe 120...150 mV

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=-1 A fur die Kennlinie, die bei konstantem

Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Ir =-1,1 A;

Uce=-1V geht) -UcEsat < 0,6 \Y
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-l s
] A
1y P AD 162
+ e e g st a4 c?':; - 1 -1! -1
D l T ﬂ ; Gepaart AD 162/A0 161
- . o PNP/NPN
- siﬁ, — — .,-0’15+m 3+;‘|:,1 3+ I
‘_20'5_" 1-4,5- - [~ ] —
Glimmerscheibe Isoliernippel: MaBstab 2:1
Bestellbez,: Q62901-B16-A Bestellbez.: Q62901-B13-B
| Ty=9°C | Ty=2°C \
Kollektor-Basis-Reststrom -
(-Ucgo = 20 V) -Icgo | 300 (< 1300) T(<40) | pA
Kollektor-Basis-Reststrom
(-Ucpo = 32 V) -Icpo | 550 (< 2000)| 15(<200) | umA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(-Ucey=32V; Upe =0,6 V) ~Icgy | 550 (<2000)| ~— A
Emitter-Basis-Reststrom
~Uepo=10V) ~Iego | — 15 (< 200) | pA
Kollektor-Basis-Sperrspannung  (I¢cgp = 200 pA) -Ueso > 32 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 0,5 A) -Uceo > 20 \Y
Emitier-Basis-Sperrspannung (Iego = 200 pA) ~Ugso > 10 v
Paarungsbedingungen: AD 162 /AD 162
-Ic =05A;-Ugg=1V) 2_1 < 1,25 —
2
(-Ic = B0 mA; -Ucg = 10 V) AUgg < 20 mV
Paarungsbedingungen: AD 162{AD 161
(-Ic=05A; -Uce=1V) B14/B2 | < 1,25 —
Dynamische Kenndaten {Tg = 25 °C)
Transit-Frequenz (-I¢ = 300 mA; Ugg =2 V) fr 15 (> 1) MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung (-I¢ =300 mA;
“Uee=2V) fs 15 kHz
Kollektor-Basis-Kapazitat (-Ugpp = 5 V; f=450 kHz Ccao 100 pF
Vi7

Page 173/497



AD 162

Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

Stromverstarkung Bnormiert = f(I¢)

-Uce = 1V; Tu = Parameter
{(Emitterschaltung)

24
22"
20
Bn ; "UBE =1V
1,8
|
1 45 75°C
4T
12 N
25°c\\
08~ ——
0 [/ -25°C
04
0,2
0
0 1. 2A
—I;
Kollektorstrom Ic = f(UBE)
~Uce=1V; Ty = Parameter
mA {Emitterschailtung)
10t
108 Do
_]c A 4
7 7
yd P,
T AW
, / a4
102 / y
F I" r
Vi 7 I
i Ji
f
101 4 / J
f f
| 75°C 25°C -25°C
100 ;_
178 Ty -02 i 06V
— Uge

_]c

Stromverstérkung Bnormiert = f (1)
-UcE = 1V; Streukurven

(Emitterschaltung)
24
2.2
2,0
-l =V
1,8
16
T
1217 e
! 125°C 7 ittt S
1’0/ .-""--..--._,
08
e
04
0.2 — Mittelwert i
y — = Streuwerfe bei[;=25°C
0 1 1 |
) 1 2A
—Ig
Kollektorstrom I¢ = f (Ugg)
-UceE = 1V; Streukurven
mA {Emitterschaltung)
10*
/ -
108 / '/ /"”
7 7 =
7 Vi
H—~
;// P
/
W 17 :'/ “Veg=1V
7
I
11/
H
10! l.l /
17
— Miffeiwert ~
— — Sfreuwerfe |
100 | N
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AD 162

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Is = Parameter
A (Emitterschaltung)

-22
]
| et -e0
. -"""!
A L] ___-_1%
/ = T T 8T
| eaprm=] [ [
}“//’, = i
|| /| et A
1 st} T
— Se =10+
-y Iy i
- 84—
— = il
/48 6
1/ i.,t,_ ]
wlg=2 MA -
0 -0,5 -10 -15V
Ausgangskenntinien
Ic = f(Ucg); UBe = Parameter
(Emitterschaltung)
=600 T
___1-—-‘
P ol
p -55_0__‘
Pl L
17 500
/=
-450 —
|
=400 —
/ _
-350
/ |
=300—
Upg =250mV ]
L LT
0 -05 -1,0 -15V
— Uge
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Ausgangskenniinien
Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
mA (Emitterschaltung)
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Eingangskenniinle Ip = f (Ugg)
=UCE = 0,5 V; Ty = Parameter
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.]c

180

mA
10%

103

10!

Sattigungsspannung

UCE sat = f (IC); B = 20; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

=
- -25% 25T 75T
o]

/1A

| Y ard

E II v

| rd

’A’

'

N F

/)

N /A

) -0, -0, -03V
— Utk sat

Transitfrequenz fT= f (I¢)

~UcE=2V
Mitz
3
i
2
yall T
/f —"-\

~Ugg=2V

0
0 -0 -200 -300 -400 --500mA

—

Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Icgo = f(TG)
Ucsp = Parameter

{LA
10t
103 i 1A
Ieso A=
P 4 //
T eso=3V A T4 T
I b ‘/ "4
102 : yd - /
’I' 7 Il
120V 217
4
- 3,2"/ /]
/1 7/ =
20V Mitfelwerfe
L - — Streuwertfe -
0 L1l
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AD 162

Zuldssige Impulsbelastbarkeit Temperaturabhéngigkeit
W 2thic = f(t); v = Parameter der zulassigen Gesamtverlustleistung
o w Ptot = F (TG); Rth = Parameter
0’ 10 .
]
Ohizs
s ;
0t A\ Pyt
5 0\ ‘ T
"7\7 R
AN \
5 (0,053 \
A R -
01 ™ \ his
02 ™
= > \
5 |06 7 2 \\
< i
L TR L R T T W T 0 ]
% ot 0 w? " w0l 0 20 40 80 80 100
— -—>TG
Sperrspannung Séttiungsspannlfng UCEsat = f (1)
~UCER = F(R) B= _20: Streubereiche
v A (Emitterschaltung)
60 10’
3
=/
50 C
Yo i . u _
Py
‘ 0 I/ / //
40 Thermische Stabilitit 10 t——f Z
mup gewdhrieistet sein . ,']
g d / f 4
30 ~. 7 [ 1/
I
N
20 My 107 ,/ ,/
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5 1
10 Grenzkurve _yif 7
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Gewicht etwa 16,5 g MaBe in mm

PNP-Transistor
fur Schaltanwendungen bei hohen Betriebsspannungen

AD 163 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit dem DIN-Gehause 3 A 2 (TO-3).
Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Fur die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die Isolier-
teile Q62901-B11-A und Q62901-B 13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.
Der Transistor AD 163 ist besonders fiir die Verwendung in NF-Endstufen und fiir
Schaltanwendungen bei hohen Betriebsspannungen (z. B. Bildablenkung in Fernseh-
gerdten) geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung fir Ic = I¢ max ~Ueeo 80 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucey 100 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ueso 100 \Y
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo 20 vV
Kollektorstrom -Ic 3 A
Basisstrom -I 500 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Te -55...490 | °C
Gesamtverlustleistung; siehe Diagramm Pygy = f (T¢) Piot 30 w
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Rek i =15 | grd/W

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Die Transistoren AD 163 werden bei —-I¢ = 1 A nach der statischen Stromverstarkung
B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei

einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,5 V und nachstehenden Kollektorstrémen.

Il i v
I B B B -Ugg
A Ic/ly Ic/Ig Icilg v
0,05 30 49 74 0.2 (< 0,32
1 18 (12,5...25) 30 (20, . .40) 45 (30...80) 0,6 (< 0,8
3 10 17 25 1,0 (< 1,5)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(~lc =3 A8 =10) -UcEsat) | 05(< 1) v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 3 A flir die Kennlinie die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I¢ = 3,3 A;
Uce =1V geht) ~UcEsat 055 (< 1) vV

) Der Transistor ist so weit (bersteuert, daB3 die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 10 abgesunken ist.

182
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R
l : .—'t hrS =X :'-i; _g,
| s‘i — S’: .__.__..__.“;! _1 .
i b7, l ——-i %//////
2/ [
005+%%¢ I
109+q1te-- | —— -1
282402 o R
Glimmerscheibe Isoliernippel: MaBstab 2:1

Bestelthez.: Q62901-B11-A

Bestelibez.: Q62001-813-B

AD 163

[ Tg =90°C | Te=25°C \
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Ucey =100 V; Uge =1 V) ~Ieey 5 (< 15) 015(< 1) . | mA
Emitter-Basis-Reststrom
(Uggo = 20V) . -Iepo 4,5 (< 15) 007(< 1) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(-Iceo =3 A) -Usryceo| > 80 > 80 Y
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -I¢ =05 A; Ucg =2V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt: ~-Ucgo bzw. -Uggp =6V
Kollektor-Basis-Kapazitat Cepo | 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitat Cepo | 90 pF
Schaltzeiten
Bei einem Ubersteuerungsfaktor von 4 =1,5...3 tein 10 (< 20) Ms
und einem Ausrdumstrom von Iga=15mA (-Ic=1A) ts 8 (< 15) (LS
gelten nebenstehende Schaltzeiten: tr 15 (< 30) ©s
W
40
20 = CEUMS‘]UV
PM zlgv \\
x \
\
2 40V \
N
A\
50V AVA\
h
N, ij \
! VA
BOY N
Temperaturabhéngigkeit N N,
der zulassigen Gesamtverlustleistung \:\
Piot = f{TG); UCE = Parameter 0
0 20 40 §0 8o
— T
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AD 163

Stromverstérkung Bnormiert = f (1) Ausgangskennlinien
~Uce =1V, TG = Parameter Ic = f(Ucg): In = Parameter
(Emitterschaliung) {(Emitterschaltung)
A
z!l" N =32
Vi ' L, 1
22| 5 | 140mA/,4 J@%ﬂ A
20 V\ ~Uge 1V 28 //’ 7100mA_
A 18 \ -k ( n
/ 80mA
J 16 N
BN\ 25 /]
i \S( N, W “5OMA
104 N N /
) 7
12N AN -16
N ~ ' r40mA
10~ \\ \Y T | e T
\\ — ~\. "1‘2 / C30mA
08 1> SSSEM 1/ |
"'-..,,q__ \\.__J‘\R.___ / TZ0MA
0,6 — b P o ] -ﬂlﬂ , —
Rt W // | ]
04 s S 10mA
- /’ ]
02l — Mitteiwerte || i 74 fge-5mA
! — — Streuwerte .
oL | 0 4
0 -1 -2 -3A 0 -1 2 -
— I
= Ure
Kollektorstrom IC = f(UBE) Ausgangskenn”nien
~Uce =1V, Tg = Parameter Ir = F{UcEY; Use = Parameter
{Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA A
0t -3,2 ——
- P 000 my
= i — -8
S P, a2 I 4
L] 1 / womv T -4
103 = AuLE r -2k Lt
-IC - I‘;‘ rl[/
~ 77
C /i - 80Gmv
T i /i'l / 2!0 . )
2 L] “Ugg = 1V /8
B Eiis 16 4 T00mY
i mar mr . A
Y S _ /
L NERC 1 800mV
: 1Hj ] 25°C -
R -08 500mV
—HHt g —¥
B ] ’l A 400my
B = Miffelwerre ? 200mv
— ~ Streuwerte be/ T3=25°C 7
0oL RN BN R R 0 —r/gg = 200mV
184 0 -05 -10 -15Y 0 -1 -2 -3y
— Ugr — Uge
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AD 163

Ausgangskennlinien Sattigungsspannung
I¢=f(UcE); Ig = Parameter UcEsat = f (IC): 8 = 10; TG = Parameter
{Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
A mA
-3 10t ————
— ——
U, T8 B0 BT 75 1
/ /’ Yy I/ - =7
‘u _,'\Q“ / -1
K7 P y 108 ! ./ A
i /’ -[G t 7
26 .20 e rd
1) / // ” I /
l / j ] 7
hd _jr“/’ r H I
I fp0] 108 LS
~1b }_——" // ] ,,r
-12 _’3‘9—«-"’/ e Il !
y Iﬁ /’ ,l
.__2 | e
% A o il
40 L] y
04 A ~ 1 l
e \ — Miteiwerte
; /g0 . — — Streuwerfe bef Tg=25°C
i L | | b | i 1
b A e CE i h -0z -0 -0 -08 -10V
CE — U sat
Temperaturabhangigkeit Zulassige Impulsbelastbarkeit
des Reststromes Ucgo = (TG) gthG = f(1); » = Parameter
~Ucgo = 100V w
uh ¢
? = hRE IS
\\0 3 I '\- T L1
f " &N Ttrag-47<P1
iqa/\‘ A]-=p1 i
N
/ L ™
o 4 g TN
12 SN
5 T C2 005 NN
Streuwer! —% kN
R =07
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103 — = =02 TRl NN
] ~ 7 R
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b f 4_m 11l 1
i L
-1 !
10
10’ - _ - - _
200 0 20 40 60 & 1m9°C 0% ot 3 w07 w7 1% 186

Page 181/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

E 8 ¢
AF 106 =1 O
R & » s
l »L Voesie| | T
Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm

PNP-Mesatransistor
flr Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz

AF 106 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Universal-Transistor in Mesa-Technik mit
dem DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.
Der Transistor AF 106 ist fir die Verwendung in Vorstufen, in Misch- und Oszillator-
stufen bis 260 MHz geeignet.

Grenzdaten

Koliektor-Emitter-Spannung -Uceo | 18 A
Koltektor-Basis-Spannung -Ucgo | 25 \Y
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo | 03 \%
Kollektorstrom -Ie 10 mA
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Lagertemperatur Ts -30...475 °C
Gesamtverlustieistung (Ty = 45 °C) Piot 60 mw

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Riwsu ! =750 grafw
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Ren jc < 400 grdfW

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

Vv mA pA Icis \
12 1 20(< 40) | 5O(>25) | 0,325(0,25...0,38)
6 2 29 70 0,34 (0,28...0,4)

Kollektor-Basis-Reststrom (~Uepo =12V) -Icpo 0.5 (<10} | uA
Kollektor-Basis-Sperrspannung  (~Icgo = 100 pA) ~-Uar)cao| > 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Icgo = 500 pA) -Usry ceo] > 18 A
Emitter-Basis-Sperrspannung (~Ieso =100A) -Ugryesol > 0,3 \

186
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AF 106

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: ~Ic = 1 mA; -Ucg bzw. -Ucg =12V

Transit-Frequenz (f =100 MHz) fr 220 MHz
—
Schwinggrenzfrequenz (fmax = g-n.rﬂ;r'—cb'c) fmax 1,2 GHz
Dynamische Stromverstarkung (f = 1kHz) Bo 65 (> 30)
Rauschfaktor (f = 200 MHz; Rg = 60 Q) F 5,5 (< 7.5) dB
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat (f = 460 kHz)  -Cq2. 0,45 pF
Riickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,5 MHz) rpbr- Cpie | 6 ps
Arbeitspunkt: -Ic =3 mA; -Ucg=10V;
f=200MHz; RL=920Q2
Leistungsverstarkung (in untenstehender Schaltung
gemessen) Vob 17,5 (> 14) | dB
Arbeitspunkt: ~Ic =1 mA; -Ucg = 12 V; f = 200 MHz
g11p =3t mS g126 = 0m$S ly2p| =27 mS g =0,15mS
b1y = -12 mS bi2p = -0,5 mS @p = 115° by =19mS
¢1p = -9,5 pF 126 = -0,4 pF ¢y =15pF
Arbeitspunkt: -fc = 1 mA;-Ucg =6 V; f = 100 MHz
g11p = 36mS g126 = 0,04 mS g21p = -27mS g2 =0,09mS
b11p = -6 mS b12p = 0,48 mS bap = 20mS b2 =1mS
Melisc h'altung fir Leistungsverstarkung bei f =200 MHz
80Q 2nF Ly Oy
‘“‘—:F“—J—)—“'“m C "; ,_"__\(___.
L
50, L []mz ‘ ;f?s []509

@ f=200MHz oo\

| |
| |
Ly 2! Ly |
| |

Znf T

]
]

| ]

Uge

L1 =3Wdg:d=1mm; D =65mm
Ly=2Wdg; d=1mm; D =65mm
L3 = Lgs = 20 Wdg 0,6 Culs
auf Kern B63310-K1-A12,3

Cs =3...10 pF
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Ck =1,5...5 pF 50, daB Rpes = 920 Q2
Cq4 =865...18pF; C2 =9,5...20 pF
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188

Kollektorstrom

Ic = f(Ig); -UceE=5V

Ausgangskennlinien

Ic = f(UcE); In = Parameter

(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
mA mA
-12 -12
-10 -10 L B L S
l f£ //
/ £
-8 ‘Uc£=5V/ T -8 /
/ =50
~F / -6 lz/
y / nyi 0
v =30
__2 / —2 -
// 20
4 / 13=;10HA—
0 0 L1
¢ -20 -40 -60 -80 -108 pA 0 -2 =4 -6 -8 -0V
—Ig —Urr
Kollektorstrom Ic = f(Ugg) Ausgangskennlinien
-JCE=5YV Ic = f(UcE): UBE = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA mA
-2r -12
L It r
_‘10 L T _10 _u,[fs _U,Ii
-8 - -8 //
= "UL’E‘EV
—ﬁ B I _5 l
- / -4
B / -035 7]
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Ausgangskennlinien
=I¢ = f(UcB); IE = Parameter
(Basisschaltung)
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Temperaturabhéngigkeit
des Reststromes Icpo = f (TU)

0 20 40 B0 80 100°C

Frequenzabhéngigkeit des Rauschens
F= f(f); -Uce=12V.-Ic=1mA;Rc=600Q

dB
28
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-Ugg=12v
20 '[c’1mA

Rg=60Q
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Transitfrequenz Eingangsleitwert ¥11e
fr = f (I¢); Uce = Parameter {Emitterschaltung)
MHz ms
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Eingangsleltwert Y11p Ruckwartssteilheit ¥12p
{Basisschaltung) (Basisschaltung)
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Gewichtetwa 0,35 g MaBe in mm

PNP-Mesatransistor fiir regelbare Vorstufen bis 260 MHz

AF 109 R ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik mit dem
DiIN-Gehduse 18 A 4 (TO-72), Die Anschilsse sind vom Gehause elektrisch isoliert.
Der Transistor AF 109 R ist besonders flr den Einsatz in regelbaren Vorstufen bis

260 MHz geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 15 \%
Kollektor-Basis-Spannung ~Uero 20 \
Emitter-Basis-Spannung ~Uego 0,3 \%
Kollektorstrom I 10 mA
Emitterstrom Ie 11 mA
Basisstrom —Ip 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Lagertemperatur : Ts =30...4+7 | °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 60 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Rin1u = 750 grd/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Rinic = 400 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

-Uce e ~Ig B ~Use

\% mA wA Icily mV

12 1,5 30 50 (> 20) 380 (320...430)

6 2 36 55 380 (320...430)

6 5 66 75 405 (360, . .450)

192
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Kollektor-Basis-Reststrom (-Uegp = 20 V) -Icro 0,5 (< 8 A
Emitter-Basis-Reststrom {~Uggg = 0,3 V) ~Ieso 2 (< 100) A
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgp = 15 V) ~Iceo < 500 pA

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

(Ic =1 mA; -Ucg =12V, f = 450 kHz)
KurzschluB-RUckwirkungskapazitat ~C12e 0,35 oF

Arbeitspunkt:

Uec=12V; Reg = 1 kQ; f = 200 MHz

Leistungsverstiarkung (~Ic= 2 mA; R = 920 Q) Vob 16,5 (> 13) | dB
Rauschfaktor (~Ic= 2 mA; Rg= 60 Q) F 4 (< 4,8) dB
Regelbarer Verstarkungsbereich (I = 9 mA) A Vpp 36 dB
Stérspannung (siehe Kurve Seite 195) Ust 1 22 mV

Es ist der Arbeitspunkt minimaler Kreuzmodulationsfestigkeit einzustellen.

(Ust 194 ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines
100% sinusmodulierten Fernsehtragers bei einem Generator-Innenwiderstand von
240 Q, der auf dem Nutztrager 1% Amplituden-Modulation verursacht.)

Arbeitspunkt: -Ic = 3 mA; ~Upayy = 12 Vi Reg = 1 kQ; f = 200 MHz

g1p = 24 mS g21p = -12mS g126 = -02mS g2p =02 mS
b11p = -32 mS bs1p = 35 mMS b12p = 0,16 mS byp = 1,6 mS
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Kollektorstrom I¢c = f(Ip)

“UCE=5V
{Emitterschaltung)
mA
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I ~pe <6V //
a /
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i
4 //
2 //
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0 /
( 100 200 pA
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b
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40 //
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mA
12

Page 190/497

Koliekterstrom I¢c = f (UgE)

-Uce =5V

(Emitterschaliung)

-UCE =5VI
/
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); I = Parameter
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucp); IE = Parameter
{Basisschaltung)

A
i p — m
B ’/, :
k: / //// ’
16 ?§// 7
e ;
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—=Upp

Temperaturabhéngigkeit
der zuldssigen Gesamtverlustleistung

W Ptot = f(T)

I
Pt
il \ \
\ \
\ \ Pinas
g Fmau \
A\
A
0 \\\
\ |
\|
) \

0 20 k0 60 80 100 °C

Stérspannung Ust 19 = f (I¢)
Leistungsverstarkung Vpb = f (I¢)
=200 MHz; Ugatt =12 V;

Ry =1 kQ; RL = 0.9 kQ (Basisschaltung)
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Temperaturabhangigkeit
des Reststromes
nA f€Bo = £(Tu); -Ucgo = 20V
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Eingangsleitwert ¥11p Vorwirtssteilheit ¥Y21p
(Basisschaltung) (Basisschaltung)
-Ucc =12 V; REe = 1 kQ; f = 200 MHz Uecc=12 V; REE=1kQ; f= 200 MHz
ms ms
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MeBschaltung fir Leistungsverstarkung (f =200 MHz)

60Q 2nF Ly Oy
L
P : Cs E]sosz
@r-zoonﬁz, ARG
i
Ly I 2nf
[ T
1
i 1 ’ :
Uge e
L1 =3Wdg; d =1mm; D =65mm Ck =1,5...5 pF s0, daB Rpes = 920 Q
L, =2Wdg; d =1mm; D =6,5mm C1=65...18pF C;=95...20pF
L3 = L4 = 20 Wdg 0,5 CuLs Cs=3...10pF

auf Kern B63310-K-1A12,3
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Gewicht etwa 1,4 g MaBe in mm

PNP-Transistor flir HF-Verstarker mittlerer Leistung

AF 118 ist ein diffusionslegierter PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem
DIN-Gehaduse 7 A 4 (TO-7). Die Anschliisse sind vom Geh&use elektrisch isoliert.

Fur die Befestigung auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kihischelle) Q62901-B18
vorgesehen, Dieses ist zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor AF 118 ist flr die Verwendung in HF-Verstiarkern mittlerer Leistung
geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung ~Ucgo 70 \Y
Emitter-Basis-Spannung -Uego 0,56 \'%
Kollektorstrom -Ic 30 mA
Basisstrom -Ig 3 mA
Basisstrom +1p 1 mA
Emitterstrom +Ic 33 mA
Emitterstrom -I 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 75 °C
Lagertemperatur Ts -65...475 | °C
Gesamtverlustieistung Ptot 375 mw

Warmewiderstand:

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht

und Umgebung

Ohne Kihlschelle Reh iU = 280 grd/W
mit Kihlschelle Q62901-B18 Reniu = 120 grd/w

Statische Kenndaten (T = 25 °C)

Fir folgenden Arbeitspunkt gilt:

-Uce -Ic -Ig B -Upe
Y, mA uA Ic/la v
2 | 10 | <2 | 1803 | <035

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung —I¢ = 30 mA

fir die Kennlinte, die bet gleichem Basisstrom

durch den Kennlinienpunkt

-Ic =40 mA; -Ugg = 6V geht. ek sat 35(=5b) V
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---12‘—-
NTET
il o
L] AF 118
I
£+ $ _s; . Lo
! ¥ Befestigungsteil (Kihlschelle)
.1 Bestellbez.: Q62001-B18
efii 15 =
4—10},--4-—‘[5.5—-
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Ty=75°C \ Ty=25°C
Koliektor-Basis-Reststrom
(-Ucgo = 6 V) -leao 80 (< 360) 13(<6) HA
Kollektor-Basis-Reststrom
(-Ucgo = 70 V) -Icpo 120 (< 600) | 3,5 (< 60) A
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgg = 1 mA) -Ugry cao 95 (> 70) \
Emitter-Basis-Sperrspannung  (-Igpo = 50 pA)  -Usryero 1,5 (>0,5) A
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =10 mA; -Ucg =6V
Transitfrequenz fT 175 (= 125) MHz
Vorwartssteilheit (f = 10,7 MHMz) ly21el 130 (= 100) | mS
Rickwirkungsimpedanz (f = 2 MHz) | z928)| 30 Q
Ruckwirkungskapazitat (f = 10,7 MHz) -C12¢e 1.8 (< 2,3) pF
Temperaturabhangigkeit
der zulassigen Gesamtverlustieistung
Ptot = F(TL)
\
\ mit Kihischelle
\
\
\
\
\
\
\
— 0hae Kiitischelle: \
\
\
\
] 20 40 g0 80 100 °C
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Kollektorstrom I'¢c = f (IB) Ausgangskennlinien
_eg =6V I = {(Ugg), Ia, = Paramatar
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mi mA -
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-32 J
I ¢
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Ip = f(UBE); —~UCE =6 V Rs
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mA v
-02 -80 ERERLLL R
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Rickwértssteilheit Y12¢

Eingangsleltwert ¥11e
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
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m 500 100 50 0 5 1
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- -135°
W f=450KkHz
Ik /
[ 1A
//
0,1 -} ¢
01 03 1 5 10 50 100mS -120° =105 -90
911e Pipg =—
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Gehduse
25403
Gewichtetwa 04 g MaBe in mm

PNP-Hochfrequenz-Transistor fiir UKW-Vorstufen

AF 124 ist ein diffusionslegierter PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem
DIN-Geh&use 18 A 4 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.
Der Transistor AF 124 ist fiir die Verwendung in UKW-Vorstufen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucer 32n \"%
Kollektor-Basis-Spannung -Ucao 32 A
Emitter-Basis-Spannung -Ugso 1 v
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom Ie 11 mA
Emitterstrom -Ie 1 mA
Basisstrom -Ig 1 mA
Sperrschichttemperatur T 752 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 30 °C) Piot 60 mw
Wérmewid ersténd
Kollektorsperrschicht - Luft Ren s = 750 grd/w
Kollektorsperrschicht - Transistorgehéuse Rense = 400 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:
-Uce -I¢ -Ip B -Uge

Vv mA A IciIp \

6 1 | 7(<25 | 140(>40) |027(021...033)
Reststrom und Sperrspannungen
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucso = 6V) -Icpo 1,2 (< 8) uwA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 50 wA) -Uerycao | > 32 \
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Igpo = 50 pA) ~Ugryeso | > 1 \)

'} abhéngig vom Verhéltnis Zg/Zg (siehe Grenzkurve)
%) Kurzzeitige Uberschreitungen bis T;=90 °C sind zugelassen (jedoch nicht als Betriebswert)
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Dynamischen Kenndaten (Ty = 25 °C}
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ucg =6V

Transitfrequenz fr 75 MHz
Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Bo 150 —_
Rauschfaktor (f = 100 MHz; Rg = 60 Q) F 8(< 9,5 dB
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; ~Ucg = 6 V; f = 100 MHz"Y
g11p = 15 mS8 |y126| = 0,45 mS ly216| = 16 mS gz22p = 0,3 mS
bi1p = -3,1 mS ¢ = -110° P1p = 95° byp =16 mS
C41p = -6 pF Caap = 2,5 pf
MeBschaltung fir Leistungsverstarkung
Ry=60Q 1InF nF
— T ——
180 NH éé
£=100 MHz = 180nH =4 R U
5-25pF 2-10pF
= 1nF inF
T T . —o[)
- |
e !
d o6V
©+103V

Vop = 14 (>12,5) dB bei f = 100 MHz

Der Widerstand R ist so zu wahlen, daB die Paralleischaltung von Schwingkreis und
Wirkwiderstand R einen Lastwiderstand von 3,3 kQ ergibt.

1} Die Werte sind mit 5 mml angen AnschluBdréhten gemessen
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Kollektorstrom I = f (Ip)
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AF 124

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Temperaturabhanglgkeit
(Grenzkurve) der zuldssigen Gesamtverlustleistung
-Uce = f (ZBIZE); ~IC =1 mA Ptot = f(Tu)
v mw
40 100
U Prot
P
0 - I <ImA
\\
‘\ 60
N
0 N \
. y \

01—

20

1° 5 10 5 102 5 10° 0 20 4 60 80  100°C
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8 £ ¢
0,459 4 -
AF 125 I A ¢
L135 1 Gehduse
T 254403
Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm

PNP-Hochfrequenz-Transistor

AF 125 ist ein diffusionslegierter PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem
DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehéause elektrisch isoliert.
Der Transistor AF 125 ist fir die Verwendung in UKW-Mischstufen und in Vor- und
Mischstufen im KW-, MW- und LW-Bereich geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucer 329 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 32 v
Emitter-Basis-Spannung -Uego 1 Vv
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom Ir 1 mA
Emitterstrom -Ig 1 mA
Basisstrom -Ig 1 mA
Sperrschichttemperatur T 759 °C
Lagertemperatur T -85...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 30 °C) Piot 60 mw

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft Rin ju = 750 grd/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Rinic = 400 grd/wW
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Flr folgenden Arbeitspunkt gilt:
-Uce ~Ic -Ig B -Uge

Vv mA A Icls Vv

6 | 1 | 7(<25) | 140(>40) |0,27(0.21...033)
Reststrom und Sperrspannungen
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucso =6 V) ~Icro 1,2 (< 8) nA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 50 A) ~Uprycso | > 32 v
Emitter-Basis-Sperrspannung  (-Iggp = 50 pA) _U(BR)EBO > 1 \'%

'} abhéngig vom Verhélinis Zg/Zg (siehe Grenzkurve)
) Kurzzeitige Uberschreitungen bis TJ-= 80 °C sind zugelassen (jedoch nicht als Betriebswert)
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AF 125

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA;-Ucg =6V

Transitfrequenz fr
Dynamische Stromverstirkung (f = 1 kHz) Bo
Rauschfaktor (f = 1 MHz; Rg = 500 Q) F
Mischrauschfaktor (f = 1 MHz; Rg = 500 Q) Fc
Mischrauschfaktor bei (f = 200 kMz; Rg = 2 kQ) Fc
Rickwirkungsimpedanz (f = 2 MHz) | z12b |

Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg = 6 V; f = 100 MHz"

g1 = 15m$S ly126] = 0,45 mS ly21b] =15 mS
b11p = -3,1 mS P12 =-110° b =95°
C11p = -5 pF
Arbeitspunkt: -I¢ = 1 mA; -Ucg =6V, f = 10,7 MHz

g11e =1,3mS |y12¢] = 0,08 mS |y21e| = 34mS
b11e = 4,4 mS @12 = -100° PRe =-25°
C41e = 65 pF
Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg = 6 V; f = 450 kHz
g11e = 250 uS ly12] = 4uS |y21e| =37 mS
b11e = 200 uS P12e = -90° gne =0
Ci1e = 70 pF -C12¢ = 1,5pF

Die Werte sind mit 5 mm langen AnschluBdréhten gemessen
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75
150
1.5(<9)
3 (<5
4 (<7
2b

MHz

dB
dB
dB

g = 0,35 mS
by =16 mS
Ca2p = 2,5 pF

br2¢e = 0,2 mS
C2e = 3 pF
g22¢ = 1S
bxe = 11pS
C22¢ = 4 pF
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Kollektorstrom I = f (Ip)

Ug=-3V

210

W 60 uA -8

— 5

Eingangskennlinie
Ig = f (Ugg): UCE - -3V
{Emitterschaltung)

Upe=-3V

0 ~01

~02 -3 vV -04

Y

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg)i Ip = Parameter
(Emitterschaltung)
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%
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20
2 Tp=-10uA
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Temperaturabhangigkeit
des Reststromes
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AF 125

Spannungsabhangigkeit
der y-Parameter
. =Ic=1mA;f=100 MHz
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Stromabhéngligkelt
der y-Parameter
~UCE =6V f= 100 MHz
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Spannungsabhiéngigkeit
der y-Parameter
~IC=1mA;f=045 MHz

Stromabhéngigkeit

der y-Parameter

-UCE=6V; F= 0,45 MHz
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Kollektor-Emitter-Sperrspannung
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B _E L
ﬂ .
0,45 5 o
d N - - -
AF 126 I\
Gehduse |
135¢1 5203 754403
Gewicht etwa 0,4 MaBe in mm

PNP-Hochfrequenz-Transistor

AF 126 ist ein diffusionslegierter PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem
DIN-Gehduse 18 A 4 (TO-72). Die Anschiiisse sind vom Gehause elekirisch isoliert.
Der Transistor AF 126 ist fir die Verwendung in ZF-Verstarkern bei AM/FM-Empfangern
and in Vor- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich geeignet,

Grenzdaten
Koliektor-Emitter-Spannung -Ucer 321 \%
Kollektor-Basis-Spannung . -Ueso 32 v
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 1 v
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom It 1 mA
Emitterstrom ' ~Ig 1 mA
Basisstrom -Ip 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 752 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 °C
Gesamtvertustleistung (Ty = 30 °C) Piot 60 mw
Wéarmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Rensu = 750 grd/w
Koltektorsperrschicht - Transistorgehiuse Rense = 400 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:

-Uce -I¢ -Ig B ~Use

v mA LA Ic/Iy v

i 6 | 1 | 7(<25) | 140(>40) | 027021 ..033
kollektor-Basis-Reststrom (~Ucso = 6 V) -Icpo 1,2 (< 8) WA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 50 wA) -Ugrycso | > 32 v
Emitter-Basis-Sperrspannung  (-lggo = 50 uA) -Ugryeso | > 1 v

") abhangig vom Verhaltnis Zg/Zp (siehe Grenzkurve)
% Kurzzeitige Oberschreitungen bis TJ--=90 °C sind zugelassen (jedoch nicht als Betriebswert)
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AF 126

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -fc =1 mA;-Ucg =6V

Transitfrequenz fr
Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Be
Rauschfaktor (f = 1 MHz; Rg = 500 Q) F

Mischrauschfaktor (f = 1 MHz; Rg = 500 Q) Fc
Mischrauschfaktor (f = 200 kHz; Rg = 2 kQQ) Fe

Arbeitspunkt; -I¢ =1 mA; -Uce = 6 V; f = 10,7 MHz

g11e =1,7m8 |y12¢| =01 mS |y21e]l =32mS
b11e = 4,0 mS P12 = -100° P = -25°
Ci1e = 60 pF

Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg = 6 V; f = 450 kHz

g11e = 260 pS |y12¢| = 4uS ly21.| =37 mS
b11e = 200 uS P12 =-90° @21 =0

Ci1te = 70 pF C12¢ = -1,5pF
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75

150

1.5 (< 3)

3 (<5

4 (<7
822
b22e
C22e
822e
b2?.e
CZZe

MHz

dB
dB
dB

= 0,04 mS
= (0,235 mS
= 3,56 pF

= 11 uS
= 4 pF
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10

Kollektorstrom I = f (Ip)

Jeg =3V
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Eingangskennlinie
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AF 126
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AF 126

Spannungsabhéngigkeit
der y-Parameter
-Ic=1mA; f=0,45 MHz
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Stromabhéngigkeit
der y-Parameter
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AF 127

Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm

PNP-Hochfrequenz-Transistor

AF 127 ist ein diffusionsiegierter PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem
DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Geh&ause elekirisch isoliert.
Oer Transistor AF 127 ist fur die Verwendung in Vor- und Mischstufen im MW- und
-W-Bereich und ZF-Verstarkern bei AM-Empfangern geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer 320 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ucao 32 Y}
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo 1 v
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom Ie 11 mA
Emitterstrom -Ie 1 mA
Basisstrom -Ig 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 759 °C
Lagertemperatur Ts -55...+75 °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 30 °C) Piot 60 mw

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft Renju =< 750 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Rensc = grd/W

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:

~Uce -Ic ~Ig B ~Usge
v mA A Iciy v
6 | 1 | 7(<28) | 140(>40) |027(021...033)

Reststrom und Sperrspannungen

Kollektor-Basis-Reststrom (~Ucgo =6 V) -Icpo 1,2 (< 8) pA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 50 pA) -Uigryceo | > 32 \
Smitter-Basis-Sperrspannung (~Iggo = 50 pA) -Ugryeso | > 1 v

‘) abhéngig vom Verhéltnis Zg/Zg (siche Grenzkurve)
1y Kurzzeitige Uberschreitungen Tj= 90 °C sind zugelassen (jedoch nicht ais Betriebswert)
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AF127

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Jc = 1 mA; -Ucg =6V

Transitfrequenz fr 75 MHz
Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Bo 150 —
Rauschfaktor (f = 1 MHz: Rg = 500 Q) F 1,5(<3) dB
Mischrauschfaktor {f = 1 MHz; Rg = 500 Q) Fc 3 (<H dB
Mischrauschfaktor (f = 200 kHz; Rg = 2 kQ2) Fc 4 (<7 dB

Arbeitspunkt: -I¢c = 1 mA; -Ucg =6 V; f = 450 kHz

g11e = 250 uS |y12¢] = 4 1S |y21e| =37 mS g22¢ = 1uS

b11e = 200 uS P12 =-90° e =0 b2, =11 S

C11e = 70 pF -C12¢ = 1,5pF Cy2. = 4 pF
221

Page 217/497



AF12T

Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

-4

Kollektorstrom I = f (Ig)
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AF 127

Spannungsabhéngigkeit
der y-Parameter
-Ic=1mA; f=0,45 MHz
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AF 139

0,45%
R

-—13,5i14’\‘5,2ﬂ,3*"

_ ¥

R,

Gewichtetwa 0,4 g

E

Gehduse

8 C

“,y _

*133-015

e
29403
MaBe in mm

PNP-Mesatransistor

flir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz

AF 139 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesa-Technik mit dem DIN-Gehause
"8 A 4 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehéause elektrisch isoliert. .
Der Transistor AF 139 ist fiir die Verwendung in Vorstufen, in Misch- und QOszillator-

stufen bis 860 MHz geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 15 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 20 v
Emitter-Basis-Spannung -Uepo 0,3 \%
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom I 1 mA
Basisstrom I 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
l.agertemperatur Ts -30...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 60 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rensty = 750 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgehéuse Renic = 400 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
-Uce -Ic -Ig B -Use

v mA pA IciIg mV

12 1,5 30 50 (> 10) 380 (320...430)

6 2 36 55 380 (320...430)

6 5 66 75 405 (360. . .450)

224
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Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgp = 20 V) ~Iego 0,5 (< 8) pA
Emitter-Basis-Reststrom (~-Uggp = 0,3 V) ~Iepo 2 (< 100) | pA
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgg = 15 V) -Iceo < 500 pA

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -I¢ = 1,5 mA; U =12V

Transitfrequenz (f = 100 MHz) fr 550 MHz
Rickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,6 MHz) rep' * Cp'e 3 pPs

f
Schwinggrenzfrequenz frax = Y —— rbL e fmax 2,7 GHz
KurzschluB-Ruckwirkungskapazitat (f = 450 kHz)  ~Cqoe 0,25 pF
Leistungsverstéarkung in Basisschaltung ,
(f = 800 MHz; R, = 1,4 kQ) Vop* 1(>9 |dB
Leistungsverstarkung in Basisschaltung
(f = 860 MHz) Vob 10(>175 |dB
Rickwartsdampfung (f = 800 MHz) ~Vob inv* 23 dB
Rauschfaktor (f = 800 MHz; Rg = 60 Q) F* 7 (< 8,2) dB
Rauschfaktor (f = 860 MHz; Rg = 60 Q) F 75(<8,8) | dB

Arbeitspunkt: -Ic = 1,5 mA; U =12V, f = 200 MHz

211p = 28 mS £21p = 22 mS g13p = -0,068 mS g22p = 0,09 mS
bi4p = -24 mS byp = 30 mS byap = -0,16 mS bap = 1,9 mS
Arbeitspunkt: -Ic = 1,5 mA; -Ucg =12 V; f = 800 MHz

g11p = 7 mS y12p = 0,4 mS y21p = 14 mS g2 =05 mS
b11p = -11 mS P12p = —120° p21p = 35° by; = 7,6 mS

* |In angegebener Schaltung (siehe Seite 201) gemessen
225
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Kollektorstrom I¢c = f (Ig)
-Uce=5V
(Emitterschaltung)

mA ,

10

T g f

| /

0/

() 100

— _-IB

Eingangskennlinie Ig = f {UgE)
“Uce=5YV
(Emitterschaltung)

200 pA

200

1 160

120 s /

006 0

—-lge

05 V

mA

12

mA
12
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Kollektorstrom Ic = f(Upg)
-UcE=5V
(Emitterschaltung)

L

0 0,1 02 03 04 0 v

—=Upf

Ausgangskennlinien
Ic = f (Uck); In = Parameter
(Emitterschaltung)

FTTTT1
20| 160
240\ 200160
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Ausgangskennlinien
Ic=f(Ucp); Ig = Parameter
(Basisschaltung)

m
0 p -
LT

h /,/// B

| AL

T 5 //// e 7
/5// ;
/v,
//// ‘
old% 3
///// 2

: /4 iEl-1n]1A

ok 02 0 -5 -10V
—Urp

Temperaturabhéngigkeit
der zulassigen Gesamtverlustleistung

Prot = f (TU)
nw
80
"m
i0 \ \
\ \
\ \ Amag
0 Rinau |
\
A

0 \\\

A\

\\
) \

0 20 4 60 B0  100°C

.............T

Transitfrequenz
fT = f (IC); Uce = Parameter

MHz
800

700
y

600 T
T 500 f N

400 // \\ N
300 \ |

200

100

— 1

Temperaturabhéngigkeit
des Reststromes

Icgo=f(Tu)i -Uco =20V

UA
102
5 Vi
“Iogn v
T ~Uppg=20V
/
10 /
)f
/.

100 /

1071
0 20 40 60 80  100°C ooy

_—.U
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Frequenzabhangigkeit der Lelstungsverstarkung Vpb opt = f ()
-Ic=15mA; -Ucg = 12 V {Emitterschaltung)
an '
30

2t

26
Vpb Up)‘z“ N
22 N "IC ':1,5 mA
. \\ 'UCET"12 V

20

N\ Vo0 opt-1(1)

102 5 103 5 10*MHz

> f

Frequenzabhangigkeit des Rauschens
F=f(f);-UCE=12V;-Ic=18 mA;RG=60Q

4B
20
F
-Uep =12V
T 15 =g =15mA
Rg =609
10
v
Streuwert| &
; Miftelwer? LY
. \ /r — — /
0
10 5 10° 5 101 5 102 5 109 MHz
208 ‘ —f
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Eingangsleitwert ¥11b Rickwartssteilheit Y126
~Ucp=12V -Ucg=12V
(Basisschaltung) (Basisschaltung)
5 MeBebene 5 mm unter Gehaduseboden ms MeBebene 5 mm unier Gehausebodan
1 01 :
]
“ueg® b 0 i
' 3”3 1 £-100MHz
I a0 1 -01 ///
Ly 200MHZ [ -
U | 3015mA 10__15 /
10 BOQMHZF\Q' ‘ﬁ' 20 ~02 / ]
-2 L\ )(\ \E’\‘”"‘*z 400Mj/z< ¥
\ 35, BOOMHZ A /
AT 200MHz | Nhoomuz L2t -03 | <3'5 !
-4 [MHz & P = /1,5 /
[y — |
-50 —UCB!5V 0 /[[::llij
-6 ' \/
-70
-80 -05 ]
0 20 40 60 80 100mS -03 -02 -0 0 0ims
—= Ty —J12n
Vorwirtssteilheit ¥21p Ausgangsleitwert Y22
-Uce = 12 V; (Basisschaltung) Ie=15mA
S MeBebene 5 mm unter Geh&usseboden ms MeBebene b mm unter Gehauseboden
100 ] E .
8 ~Ypg=12V I =19mA
10
b b
el 50 22h
T 1@&: Z m’l:z T B [ 3,6MA miihiy
40 z ' B o0mA
/< >L \( b NADOMHZ —[F. 5MA }ég /7- )
Y P4
0 ‘/MUMHZ Y7 . / 7
4 Vr
0 [LATE= | gomny A A5
Je=35maZ0 (18] 10| 05 y
/ L
-2 I - // 400MHz
/ // /1/
-40
7 LA 200MH;z
-60 T00MHz
-80 | 0 - 5
-100 -80 -60 -40 -20 0 20mS 0 04 08 12 16m3 229
— Jap —J2b
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Stdérspannung Ust 194* = f (IC) Leistungsverstarkung
Leistungsverstarkung Vpp = f {IC) Vpb = f (IC)
=200 MHz; -UBatt = 12 V; f =500 MHz; -UBatt=12V; Ry=1kQ; RL=14kN
Ry =1kQ: RL=0,9 kQ (Basisschaltung) (Basisschaltung)
my dB dB
200 - | 20 20
/'/__\\VFU 15 | V,
/) _ b TN
”i”% I ) f/ Vfb . )4 N
| f \ 0| | wpL A\
\
\ 5 \
\ \\
100 \ 0 0
£<500 MHz \
/I -5 _Uaaﬁ"lzv,ﬁ'v‘1KQ,RL=1,4KQ \
| N \ \
50 / A\t -0 \
— Ustin
7 15 !
\
0 Ll -a0t 1
0 -1-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 mA 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8nmA
—_— ]C — g

lLeistungsverstarkung Vpb = f (I()
f=800 MHz; ~UBatt=12 V; Rv=1kQ; RL=1,4 kO
{Basisschaltung)

dB
16
b g —
A P
8 \Qb
IA
\
Vobiny 0 \
- \
-8 \
N f=800 MHz \
2 Ugatt =12V, Ry=1kS2, R = 14K * Ug194 ist der Effektivwert der halben
) EMK (Klemmenspannung bei Anpassung)
16 eines 1009 sinusmodulierten
\ Fernsehtragers bei einem Generator-
-2 | innenwiderstand von 240 Q, der auf dem
: Vpbin1v A Nutztrager 1% Amplituden-Modulation
24 T verursacht.
280 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8BmA
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MeBschaltung fir Leistungsverstirkung bei f = 200 MHz

60Q 21F Ly

— < Aé——
o 2 ||ne &

@ [=200MHz LN W)

[]609

2nF ==
| ‘|
Uge Yee
L1 =3Wdg; d=1mm; D=65mm Cxk=1,5...5pF s0, daB Rpes =920 (2
Ly=2Wdg;d=1mm; D=65mm C1 =65...18pF (3 =95...20pF
[3=1L14=20Wdg 0,5 Culs Ce =3...10pF

auf Kern B63310-K1-A12,3

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen bei f= 800 M
Prifiing
200pF o)
602 5 W -7|F4- Leitungskreis
Y C2pF mit Auskopplung
T AUOAURPIenS
£-800HHz W ”
+—C
19k [
N G0Q
3 (Empfinger)
120pF
U,
EE BWdg,
)
Yee

Page 227/497

Hz

Ry =1,4 kQ

231



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

AF 200

045*

=]

Gewicht etwa 0,50

L—13,5t1 —ote— 88-03

254203

MaBe in mm

PNP-Mesatransistor fiir regelbare Fernseh-ZF-Stufen

AF 200 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik mit dem
DIN-Gehause 18 B 4 (TO-18), Die Anschliisse sind vom Gehé&use elektrisch isoliert.
Der Transistor ist besonders geeignet fiir die Verwendung in regelbaren Fernseh-ZF-

Stufen.
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung -Ucego 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucgs 25 A
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 0,3 \'%
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Sperrschichttemperatur Tj 80 °C
Lagertemperatur Ts -30...75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg =< 45 °C) Piot 225 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Reh ju = 450 grd/wW
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Rinic = 200 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
FFir folgenden Arbeitspunkt gilt:
Uce -I¢ ~Ip B -Use

\) mA nA Icilp mV

10 | 3 | 35(<100) 85 (>30) | 340(280...400)
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucpo = 12 V) ~Icpo 0,5 (< 10) | nA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 100 pA) -Ugry cao > 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Icgs = 100 pA)  -Usr) ces > 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Igpp = 100 @A) -Ueryeso >03 \

232
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Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ucg =12V

Riickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,5 MHz) rep’ - Cp'c| B | ps
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat (f = 450 kHz)  -Cq2. 0,35...0,5 pF
Arbeitspunkt: -Ic = 3 mA; -Ugg =10V

Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Be 150 -
Arbeitspunkt: Ugg = 12V Rgg = 1,2 kQ

Maximale Leistungsverstirkung” (f = 35 MHz) Vpe max 29 dB
Regelbarer Verstarkungsbereich® (f = 35 MHz) A Vpe 60 dB

Arbeitspunkt: -I¢ = 3 mA; Uge =10V

f=450kHz  g11e =09mS  |y12¢]l =1.3uS |y21e]l =94 mS gxne =04 pS
b1e =01 mS @3¢ =-90° @re =0 baze = 7 1S

f=55MHz g11e = 1,1 mS |Y12e| = 15 uS |YZ1e| =93 mS gpe=3uS
b11e =12mS  @2¢ =-90° Pre =-1° byre = 85 uS

f=107MHz g11¢ =13mS  |y12¢] =308  [y21el =92 mS gae =6uS
b11e =22 mS P12e ==-90° Pre = ~14° byye = 160 1S

f = 35 MHz g11e =4 MS  |y12¢] =01 mMS  [yr1el =92mS  gre = 0,04 mE
br1ie =65mS  @2e =-90° @21e =-28°  bype =05mS

ZF-Bandfilterschaltung

f=35 MHz
Bandbreite B = 6 MHz Ly
I
43pF  22pF
. 1 —
80 Q 22pF  68pF 15pF ; ! I_é
- |
3;-|—I —il O

[ |

bt | 602
@ 7=35MHz | L4 | ig: == 39pF DN(Q by |"'3 == 10pF b i

Lo 12kQ 3,3nF | I

] 1l T
|
— bl o
Ugp Uge=12V .
L4 10 Windungen 0,3 CulLS Ls; 10 Windungen 0,3 CulLS
L 6 Windungen 0,3 CulLS Ly 4 Windungen 0,3 CulS
t3 13 Windungen 0,3 CulLS
Spulenkdrper D = 5 mm; Kern: Siferrit B63310-U17-A12,3
Die Filter sind transitional gekoppelt, der Abgleich erfolgt bei Ir ~ 6,5 mA.
Cn =~ 5 pF; Neutralisation fir -Cq2. = 0,5 pF
Y in obiger Schaltung gemessen
230
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Kollektorstrom I¢c = f (Ig)
=UCE=5YV
(Emitterschaltung)

mA

-12

1

-10

~Upg=5V /

-4
5 /
RERY,
/
Ve
pL
0 -20 40 -60 -80  -100 pA
— g
Kollektorstrom Ic = f (UBg)
~JCE=5V
(Emitterschaltung)
mA
-Rr
-10
Ir N
al
- "UL’E"EV]
-8 F I
B //
2t
/
n L
234 0 03 -02 -03 -04 05V
*""‘““UBE

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ip = Parameter

(Emitterschaltung)
mA
-12
-10 80— — 0
I fa ///
dmya
-50
_6 //
/ -40
-4
/ '_30 —
-2 =]
. ]

0 -2 -4 -6 -8 -V
—Urr

Ausgangskenniinien
Ic = f (Uce); Use = Paramater
(Emitterschaltung)

mA
-12
]L‘ Pl
7
T 10 /]-0,1.5 “04
Ll //
_6 I
-4 H
~035
-2 7
UEE="U,ZSV _Ua—
g E e e e & }
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Temperaturabhéngigkeit ‘ Temperaturabhéngigkeit des

der zuldssigen Gesamtveriustleistung Reststromes
WPtot = f(Tu): Reth = Parameter pA-Icso = f(Tu);-Ucso =12V
03 10?

[ 7
e ° L/
-/c8o
T -UeRo =12V//
[]’2 101 7
\\ 5 //
N \
N \Pinag /
N
II
Qi AN 9
\\ \ 7
N
N

0 107 o

25 50 5 30 100°C 0 20 40 60 80 100°C

=T
...—...r

Leistungsverstarkung in ZF-Bandfilter-
g schaltung (s. S. 227) Vpe = f(IE)

30

——

20 :
Voe \

' 2 i 6 8 10mA

. It
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)
8

045% -

55-0,15 "

Gewicht etwa 0,5 g

13581 —wra— §8-03 -

25403

MaBe in mm

PNP-Mesatransistor fiir Fernseh-ZF-Stufen

AF 201 ist ein PNP-Germanium-Hochfequenz-Transistor in Mesa-Technik mit dem
DIN-Gehduse 18 B 4 (TO-18 lang). Die Anschllsse sind vom Gehé&use elektrisch isoliert.
Der Transistor ist besonders geeignet flir die Verwendung in Fernseh-ZF-Stufen.

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung -Uearo 25 '
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucgs 25 v
Emitter-Basis-Spannung -Uepo 0.3 v
Kollektorstrom -Ie 10 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -30...75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 225 mw
Wérmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Ren ju = 450 grd/W
Koliektorsperrschicht - Transistorgeh&duse ReniG = 200 grd/W
Statische Kenndaten (Tyy = 25 °C)
fir folgenden Arbeitspunkt gilt:
-Uce -I¢ -Ig B -Use

v mA {.!.A IC/IB my

10 | 3 | 35 (< 150) 85 (> 20) ] 340 (280. . . 400)
Koilektor-Basis-Reststrom (-Ucgp = 12 V) ~Iego 05 (< 10) | pA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgp = 100 pA) —U(eR) cao > 25 Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Icgs = 100 pA)  -Uag) ces > 25 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Iggp = 100 pA) -Uer) eB0 > 03 v
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Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: ~-Ic = 1 mA; Ucg =12V

Riickwirkungszeitkonstante (f = 2,5 MHz) rop’ = Cp'c| 6 ps
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat (f = 450 kHz)  -Cq2e < 0,7 pF
Arbeitspunkt: -Ic =3 mA; U =10V
Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Bo 150
Leistungsverstarkung? (f = 35 MHz) Vpe 30 (> 28) dB
Arbeitspunkt: =I¢c = 3 mA; ~Ucg =10V
f=450kHz 811 =09mMS  |y12el = 1,55mS |yse|l =94 mS  gne =04pS
b1e =01 mS @3¢ =-90° P21 =0 bye = TS
f=55MHz e =11mS |y12| =198 - |y21e] =98 S  gme =3 S
b11e =12mS @2 =-90° Pre =-1° bye = 85 3
f=107MHz gi1e =13mS  |[y2e| =378 |y21e| =92 mS  gaze =613
bi1e =22mS @2 =-90° @re =-14° by =160 uS
f =356 MHz g11e = 4 m3 yizel =012 mS  |yae| =92mS g2, = 0,04mS
b11e =65mS  @r2¢ =-90° @ne =-28°  bpe=05mS
MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung (f =35 MHz) |
120Q
l K j S
(K
nF . Ilz)‘ P
602 L, 1nf ! .
| |
[ W/ L = C 60Q ]
@ﬁsSMHZ L3 In$ 1%} t L
l ==InF ke nf

L4 6 Windungen 0,4 CulLS _
auf Spulenkdrper D = 7,5 mm; Kern Siferrit B63310-K12-D13,3

Ly 1 Windung

0,4 CuLs

L, 9 Windungen 0,4 CulLS; D = 5 mm

L3 14 Windungen 0,4 CuLS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13,3

CN ~ b pF, neutralisiert fir -Cq¢ = 0,5 pF

Cy ~ 26 pF

Lastwiderstand: ca. -1,6 pF paralie! zu 500 Q

Y in obiger Schaltung gemessen
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240

Kollektorstrom I¢ = f (Ig}

~UCE=5V

(Zmitterschaltung)

-

- ~Upg=3¥ /

/|

|74

0 =20 -40

kollektorstrom
-JCE=58YV

-60 -80

-——-—[B

Ic = f{UBE)

(“mitterschaltung)

~100 pA

~Upe =5V

P4

0 -01 =02

-03 -04
U

-05Y
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Ausgangskennlinien
Ic = f(UcE); Ip = Parameter
(Emitterschaltung)

mA
-2
-10 A8 ——
/’/
8 //
50
._6 // r
/[ 40
-4
/ _30,—.—__.-
-2 =]
/ I5=-10JA—
: 11
0 -2 -4 -6 -8 -1V
—Urr

Ausgangskennlinien
I¢ = f(UCg); UBe = Parameter
(Emitterschaitung)

mA
-12
-
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_l _
L1a,5:1 —— 8803

Gewicht etwa 0,5 mg

254203
MaBe in mm

PNP-Mesatransistor fiir Fernseh-ZF-Endstufen

AF 202 ist ein epitaktischer PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik
mit dem DIN-Gehause 18 B 4 (TO-18 lang). Die Anschllsse sind vom Geh&use elektrisch

isoliert,

Der Transistor ist besonders geeignet fiir die Verwendung in Fernseh-ZF-Endstufen.

Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung -Ueno 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uegs 25 v
Emitter-Basis-Spannung -Uego 03 v
Kollektorstrom -Ic 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -30...75 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 225 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rew sy < 450 grd/W
Kolleklorsperrschicht - Transistorgehduse Rinsg = 200 grd/W
Statische Kenndaten (T = 25 °C)
fir folgenden Arbeitspunkt gilt:
-Uce -I¢ -Ig B ~Uge

\ mA wA IclIg mVy

10 I 3 1 35 (< 150) 85 (> 20) ’ 360 (280...400)
Kollektor-Basis-Reststrom (<U¢gp = 12 V) ~Irgo 04 (< 10) | A
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icgo = 100 pA) -Uier) ceo > 925 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (~Icgs = 100 pA)  -Uigry ces > 25 A%
Emitter-Basis-Sperrspannung (-Iggo = 100 pA) -UsryEBo > 0,3 vV

244
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Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ugg =12V

Rickwirkungszeitkonstante (f = 2,6 MHz) rep’ * Cb'e
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat -Ct2e
Arbeitspunkt: ~I¢c = 3 mA; -Ucg =10V

Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Bo
Leistungsverstarkung' (f = 35 MHz) Ve

Arbeitspunkt: -Uecg = 15 V; -Ic = 8 mA;
f = 35 MMz moduliert mit fyp = 1 kHz; m = 90%
Ausgangsspannung an R = 2,7 kQ bei

6 ps
0,6 (< 0,8 pF

150
3N(>2n dB

15% Klirrfaktor des demodulierten Signals Ua 6 (> 5) Vs
Arbeitspunkt: <Ic = 3 mA; -Uce =10V, f =35 MHz
g11e = 3,5 mS b12e = 0,13 mS ly21¢| = 95 mS g22¢ = 0,04 mS
bi1e = 6,7 mS —C12¢ = 0,6 pF P21e =—25° byze = 0,55 mS
t11e = 30 pF €22 = 2,5 pF
MeBschaltung fir Leistungsverstdrkung (f=235MHz)
120Q C
- — /}'j.»
L= ;
nF N uw: e
500 L, 1nf < A
|
v Ly [1%{ - Cq g0Q

I
|
@f-IiSMHZ L3:
!

UBB UEE =13V

L4 6 Windungen 04 CuLS; auf Spulenkorper D=75mm
Kern Siferrit B63310-K12-D13,3

Iy 1 Windung 0,4 CuLS

I, 9 Windungen 0,4 CulLS; D =5 mm

L3 14 Windungen 0,4 CuLS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13,3

Cn ~ b pF; neutralisiert fiir —-C12¢ = 0,5 pF
Cy ~ 26 pF
Lastwiderstand: ca. -1,6 pF parallel zu 500 Q

% in obiger Schaltung gemessen
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'46

Kollektorstrom J¢ = f (Ug)

Ausgangskennlinien

~Uce=5V Ic = f (UCg); I = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA _mA
-30 T
/ / / ,18[|)
'UGE =5V ]G ‘/ /, '1?0
T IV A A7 |0
] V11 A
- -20
20 // 120
/’
AT
prd
’__.\-“" 80 i
- y
10} I i gee=— RN
» | / so /0 L/,
| 1 =dil}
_ ] 401
I / -/ g=200A 41
0 B : 1]
0 -01 -02 -0,3 -04 -05V 0 -5 -0 ',15 Vg -a&y

Temperaturabhinglgkeit
des Reststromes Icgo = f (Ty)

1LA ~UCBO = 12V

— Upe

Temperaturabhingigkeit
der zulassigen Gesamtverlustleistung
W Ptot = f(T); Reh = Parameter

10 03
g9 P
“es0 ~Uggg12V .
T Ve
101 £ 02
Il ’
\
5 7 \
| yd \
/ Ao N
N \Pac
0 N
10
pa g ‘ A \
5 ~ \Pihau \
A \
NN
N
1040 20 4 B0 80  100°C ’ 3
I, 25 50 7590 -100(:

- T
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Stromabhangigkeit
des Eingangsleitwertes
f = 35 MHz: Ucg = Parameter

ms pF
102 S 5,41'\;,_«1”“
Saal e~V E
= Ire = i
I ——=Cie 774 0v Carp
1 /A
' s 1°
5 4 5
1° 10°
5 \10\/ 5
i
ee” \
0’ MY
5 : 5
i
I
0 I 10°
pt 5 10 5 10! 5 10% mA
—=fp

Stromabhé&ngigkeit der
Vorwirtssteilheit
ms f = 36 MHz; UCE = Parameter

W
; P ‘rSI/IHH
[ =218
Vote|  —===%21e Vge 0¥
i (s
{ 108 A N 9|\|/EE-~
7 ‘i\ hii
5 7 [
‘ v
F
10
5
Uty || 20
0 TVeE" o
) S
5 2 FHH 50°
=2
A0V
9'7‘21e
=l
10 o
0t 5 1f 5 10’ 5 102 mA
._-.‘[C

Stromabhiéngigkeit der
Riickwartssteilheit
f= 356 MHz; Uce = Parameter

mS
10' TRt
5 — [Vize]
|Vige] [— ———— Pr2e
T 100 W
O Tl L
zv L]
5v =]
o y(11% 1
5
~Ugg 1V -160°
102 = %‘(, -100°
10V
5 -50°
P 12e
03 -10° T
01 5 100 5 10! 5 10%mA
_..—]c
Stromabhangigkeit
des Ausgangsleitwertes
ms f=135 MHz; Uce = Parameter
101
Jaze |- Y22e /
T 0 oo Coze /
7
FIRrdil4
[y
1/
— U=V 7777
2V
-2 bvY /:7
10 10V
—Uee=1V| = _:i* ;
ZV\ = :"" "—‘:hl S
V=T
0V
10'3 ; P > 1 )
Y- .]c
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13541

Gewicht etwa 0,5 ¢

-|—--8,8-013_-

MaBe in mm

PNP-Mesatransistor fiir Fernseh-ZF-Endstufen

AF202S ist ein epitaktischer PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistorin Mesa-Technik
it dem DIN-Geh&use 18 B 4 (TO-18 lang). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch

isoliert,

Der Transistor ist besonders geeignet fiir die Verwendung in Fernseh-ZE-Endstufen.

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung ~Uero 32 \
Kollektor-Emitter-Spannung “Uces 32 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo 0,3 \'
Kollektorstrom ~Ic 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Legertemperatur Ts -30...75 °C
Gaesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 225 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft Ren 1U = 450 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgehiuse Ren i = 200 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
FCr folgenden Arbeitspunkt gilt:
~Uee -Ic -Is B -Uge

v mA pA Ic/ig mV

o | 3 | 35(<150) | 85(>20 | 360 (280...400)
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucpg = 12 V) ~Irgo 04 (< 10) | pA
Kollektor-Basis-Sperrspannung (-Icao = 100 pA) Upryceo| > 32 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (-Icgs = 100 pA) -Usr) ces > 32 \'
Eritter-Basis-Sperrspannung (-Iggp = 100 pA) -Usr)EBO > 03 %

243
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AF 202

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: =-I¢ =1 mA; Ug =12V

Rickwirkungszeitkonstante (f = 2,5 MHz) rey’ c Cp'c| 6 ps
KurzschluB-Rlckwirkungskapazitat ~Cq3e 06(<08) | pF
Arbeitspunkt: -Ic =3 mA; Ucgg =10V

Dynamische Stromverstéarkung (f = 1 kHz) Bo 150
Leistungsverstarkung (f = 35 MHz) Vpe 31 (27N dB

Arbeitspunkt: Uecg = 15 V; ~I¢c = 8 mA,;
f = 35 MHz moduliert mit fye = 1 kHz; m = 90%
Ausgangsspannung an R, = 2,7 k{2 bei

156% Klirrfaktor des demodulierten Signails Ua 75(>7 Vs
Arbeitspunkt: -Ic =3 mA; = U =10V; f =35 MHz

g11e = 3.5 mS bi2e = -0,13 mS ly21e| = 956 mS 222 = 0,04 mS
b11e = 6,7 mS —C12¢ = 0,6 pF Py1e =-25° b3e = 0,55 pF
¢11e = 30 pF €22e = 2,56 mS

MeBschaltung fir Leistungsverstarkung (f= 35 MHz)

120Q [y
— I'i)\
= 1nF ) II_Z)‘ ¢
50Q L 1nf d AV
._.:}__J_)__rW\_.l
, .
| ' |
| () L =C 6800
@msnﬂz Ly! ‘NE' 1%1 T
| 1K
InF nF
LTy T
—— L] l I -L-

'UBB Upp =13V

L4 6 Windungen 0,4 CuLS; auf Spulenkérper D = 7,5 mm
Kern Siferrit B63310-K12-D13,3
Ly 1 Windung 0,4 CulS
L, 9 Windungen 0,4 CulLS; D =5 mm
L3 14 Windungen 0,4 CuLS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13,3
Cn = 5 pF; neutralisiert fiir -Cq2. = 0,5 pF
Ca = 26 pF
Lastwiderstand: ca. -1,6 pF parallel zu 500 Q

1} in obiger Schaltung gemessen
243
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Kollektorstrom I¢c = f (URg); Ausgangskennlinien
-Uce=56V Ic = f (Ucg); In = Parameter
{Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA ma
- 30 a8 - 30 f /20? |
B 180
b J 144 1E]i0
L L ~Uge =5V G Dy i
‘I /A L7 | 1o
— ' /I E|
20 20 HH
A 120
B g LA
B 4] 100
i P P
] pr= 80|
L » ’
-0+ ’ )l d = =
B ! T 80
1
_ | ally
L ] 40 //
L / -/ g=200A.4]
: : [11]
o -01 -02 -03 -04 -05V 0 -5 -1 -5 -2y
— Uge — Ugt
Temperaturabhangigkeit Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Icpo =7 (TY) der zulassigen Gesamtverlustleistung
nA -UCBO = 12 \ W Piot == f (T); Reh = Parameter
102 - 03
e S T Prot
iBU L -UGBU'1ZV
— /l
101 / 02
- II |
- ~ N
N // N \
] NL 1\t
Y
100+ - 0l N
C /
5 L A Frau N\
i N )
8 N
Y
ot 0
o509 O 20 40 60 80 100°C 25 50 75 90 100°C
>~ Ty

—T
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AF2028

»
Stromabhéngigkelt i Stromabhéngigkeit
des Eingangsleitwertes der Riickwéartssteilheit
f= 35 MHz; Uce = Parameter f=35MHz: Ucg = Parameter
ms pF mS
10t FH e 10 10—
5 = 'UCE'é\(,EEE 5 — ———|Y12e]
AL 75 5V I Vige| [ === %1ze
fite T e / ,/A 10V G11e
W/
0’ A 104 T 100 /
5 /2 5 b —-Upe IV 7
: 2V i
v —
1t al 102 1
5 10V 5 5
ATy
i
il eV Vo ~Uge -1V -180°
1 iojev 1 2 =3 |2V .
10 \ 10 10 = m— By -100
T H 10V
5 1 5 § -50°
! W1ge
l i
|
107 i 1° 103 ~10°
' 5 00 5 w5 0ima 1 5 00 5 0" 5 wfma
-C —_— E
Stromabhéanglgkeit Stromabhangigkeit
der Vorwirtssteilheit : des Ausgangsleitwertes
f= 35 MHz; Uce = Parameter f= 35 MHz; Uce = Parameter
ms m$
==cer f0* o
5 | l[y[llll T 1
[ Y218
[Votel —~—=%21e Vi '10\'(
i AT Y eVl J22e |—— 522 £
AT —n—— 72
e e SV 107 Zie J
5 7 \ ? !
A il /A /7
4 //:’ /
10" 101 /Y
5 ll I’ F i
= 727
o= 7 27,
- 180° | 2V //4
100 " VL e 2 sl
A 2VE 10 oV
5 L@ —15VHH 500 — ~Uep=1V '
pral 10V ¢ 2y ___: T‘,-l .
% 21 E=Ead
_'1 ." 10V
10 p ; ] . 103 L1t »
10 5 10 5 10 5 10 mA 10 100 10° 102ma 251
_-"]G _"'/c
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AF 239 Oehduse K)

13541 754t C,?_

[ ]

Gewichtetwa 0,4 g MaBe in mm

PNP-Mesatransistor
fir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz

AF 239 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatechnik mit dem DIN-Gehause
18 A 4 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Geh&use elektrisch isoliert. Der Transistor
AF 239 ist besonders flr die Verwendung in Vorstufen, Misch- und Oszillatorstufen bis
400 MHz geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 15 V
Kollektor-Emitter-Spannung —Uees 20 V
Emitter-Basis-Spannung ~Uepo 0,3 V
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom It 1 mA
Basisstrom -Iy 1 mA
Sperrschichttemperatur Tj 90 °C
Lagertemperatur : Ts -30...+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 60 mWwW

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft Renu = 750 grd/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgeh&use Rinig = 400 grd/W

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Fir folgende Arbeitspunkte gil#:

—Uce -Ic ~Ig B -Uge
v mA (LA Iy mV
10 2 60 33(=10) 350
5 5 167 30 400

262
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AF 239

Koliektor-Emitter-Reststrom (-Uges = 20 V) —IeEs 05 (< 8) uA
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uggp = 15 V) -Iceo < 500 ®A
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggp = 0,3 V) ~Iego < 100 (LA

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Transitfrequenz

(~Ic = 2mA; -Ucg =10V;f = 100 MH2z) fr 650 MHz
Kurzschl.-Rickwirkgs.-Kap.
(I =2 mA; -Ucg =10V; f=450 KHz) ~C12e 0,23 pF

Arbeitspunkt: -Ic =2 mA; U =10V
Leistungsverstarkung in Basisschaltung

(f = 800 MHz; R, = 500 Q) Vob 11,5(>9) | dB
(f = 800 MHz; R, = 2 kQ) Vob 14 (> 11,5) | dB
(f = 900 MHz; Ry = 500 Q) Vpb 10,5 dB
(f =900 MHz; R = 2 k) Vob 12,5 dB
Rauschfaktor
(f = 800 MHz; Rg = 60 Q) F 5(< 86) dB
Rauschfaktor
(f = 900 MHz; Rg = 60 Q) ' F B (=< 7) dB
Arbeitspunkt: -I¢c = 2 mA; U =10V, T = 200 MHz
g11p = 45 m$ ly215] = 52 mS ly12] = 0,09 mS g6 = 0,05 mS
b1 = 29 mS onp = 135° @126 = -90° byp = 1.6 mS
Arbeitspunkt: -I¢ = 2mA; -Ueg = 10V; f = 800 MHz
g11b = 2mS ly21s| = 20 mS - y1ae] =038 mS 8226 = 0,8mS
b11p = -17.5mS @np =37° @12 = -100° _ by = 6,8 mS
Friifling
200 pF o~
S >—
—
602 5 W .7“& —4  leitungskreis
g 0-2pF mit Auskoppiung RL=2 kO
| ALSROppiaTy
f-800MHz 7 1.
15kQ =
N GoQ _
] (Fmpfinger)
120pF _
MeBschaltung fir
Uge W Leistungsverstirkung
¢ und Rauschen
bei f== 800 MHz
j
253
g
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Kollektorstrom ¢ = f (Ip)
Lce = Parameter
ma (Emitterschaltung)

0

sv| A~
..Ic
Ty
- -10\/ 2y
il CE /
_ /;/
| A//
v
2 |
0
0 01 02 03 04 mA
___,,_[B
Kollektorstrom I¢ = f(UBE)
LcE = Parameter
mA (Emitterschaltung)
M0
| v
oo
i g "1UV/
| |
///
0 _—
o54 0 01 0,2 0,3 0% 05v

— -Upg

Ausgangskennlinien
Ic = F{UCE); I = Parameter

(Emitterschaltung)

i
1
I'UV 300
e / A / |
¢ / AL
T 8 //{// IZZU
260
i7#5]
|
W
i =120
/%l
//, 100
. '/ ol ’,__.-lau
sad 60
—
2 g WL
/ -l I
‘IB=ZU‘U-A ’/
0
0 10 viiN]
—= -zt
Ausgangskennlinien
Ic = f(UcB); Ie = Parameter
mA (Basisschaltung)
10 P =
—!c [/ e 9
/ 1
T § / 8
//// 7
e
6 /// )
19
5
[} A // §
4
/ ;
e
s
9 / 2
Lo~
/ Ig=1mA
0
04 02 0 -5 -0V
—Ugp
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AF 239

Temperaturabhangigkeit
der zuldssigen Gesamtverlustleistung

W Ptot = f(T)
&
Pt
60 \ \
\ \
\ \ Pmas
q Ringu \
\
NN

2 \\ \\

A\

\

-0 20 40 60 80 100°C

Leistungsverstarkung Vpp = f (1)
f = BO0 MHz; -URatt = 12 Vi Ry =1 k3

RL = 2 kQ
88 (Basisschaltung)
20
Vo j\\
[jjEamm-
10 \\
\
\
\
0 \\
\
|
-1 \\
\
\
\\
W ) § § g mA
— -l
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Temperaturabhangigkeit
des Reststromes

ua Icso = F(Tu);i -Ucso = 20V
0

§ Vi

T

10

5 4

-Ugpp =20V
0’ ¢

\
N
4w

107
0 20 40 60 &  100°C

>y

Transitfrequenz
fT = f{I¢0); ~Uce = 10 V; f = 100 MHz

MHz
800

-Ugg=10V

680 7 \\

400 /

200 \




Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

AF 233

Leistungsverstarkung Vpp = f(Ic) Leistungsverstérkung Vpp = f(I¢)

{ = 800 MHz; -UBatt = 12 V; Ry = 1 kQ; f = 800 MHz; -Ugatt = 12 V; Ry =1k(};

it = 500 Q; (Basisschaltung) i R = 2 kQ; (Basisschaltung)
20¢ 20

Vb Vo
P ! ™~
"IN
10: / N 10 \\
N\
\
\\
0+ 0
\ \
\ \

[ N \
.10_ \\ _10

Z \

| \ |
20t \ -20 \

| 2 4 ] §maA 2 ] B BmA

— -l — -l

Frequenzahhangigkeit des Rauschens
F=f{f);-Ucg =10V;-Ic =2 mA;
Fg =60 Q

S5
»

—
T T

W

o5 10’ 10° 10" 10° 10° Mz
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Eingangsleitwert y11p
-Uce = 10 V (Basisschaltung)
MeBebene 5 mm unter Gehauseboden

ms
0
|
-10=‘lmAIF
B0OMHz
-20 PR /\\ \QHHZ_
by ] Al N\
N
T m L00MHZ \
. ] A
—T" 4mA
200MHz
-50
-80
~Upg=10V
-100
-0 :
0 20 50 60 BOmS
— 0my
Vorwartssteilheit y21p
-Uce = 10 V {Basisschaitung)
. MeBebene 5 mm unter Gehauseboden
10
100
bag
Uer=T10Y
0
~JimA
W0 £
ImA 400MHz
\ (Y 200 Mzl
0 @MHX//SW
NG
0 L 800 MHz
-60 -40 -20 0 20ms
—= g2

Riickwartssteilheit y125

~Ucs = 10 V (Basisschaltung)
MeBebene 5 mm unter Gehauseboden

ms
03
02
- Ug=10V
0,1 -
bygy
T 0
‘IPOMIHZ.-
-0] ZUOMHz/ ’
02 /
400MHz -L
-03
goomtz(hmaf |1
N/ImAf -
04 ({’\/ fo=1mA
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8
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AF 240

I

311

254203

Gewicht etwa 0,6 g MaBe in mm

PNP-Germanium-HF-Transistor

AF 240 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatechnik mit dem DIN-Geh&use 18 A 4
(TO-72). Die Anschliisse sind vom Geh&duse elektrisch isoliert. Der Transistor AF 240
ist besonders tiir die Verwendung in Misch- und Osziliatorstufen sowie in dicdenabge-

stimmten Tunern bis 900 MHz geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 15 v
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces 20 v
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 0,3 \'
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom Ie 11 mA
Basisstrom -Ip 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts -30...+75 °C
Gesamtverlustleistung (Ty < 45 °C) Piot 60 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rensu < 750 grd/w
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Rensc = 400 grd/W
Statische Kenndaten (T = 25 °C)
Fur folgende Arbeitspunkte gilt:

~Uce -I¢ -Ig B U

\9 mA wA Icilg mVv

0 | 2 | 80 2% (> 10 | 370
Kollektor-Emitter-Reststrom (-U¢cgs = 20 V) ~Tcgs 0,5 (< 8) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom (~Ucgg = 16 V) -Icro < 500 A
Emitter-Basis-Reststrom (~Uggo = 0,3 V) ~Ieao < 100 nA

258
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AF 240

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz (-I¢ = 2 mA, -Ucg = 10V,
f =100 MH2) fr 650 MHz
Rickwirkungskapazitat
e =1mA; -Uce =10V; f =1 MH2) Ci2e 0,26 pF
Leistungsverstarkung
(-Ic =2 mA; -Ucg =10V, f= 800 MHz; R, =2 kQ) Vob 14 dB
Leistungsverstarkung
(~Ie =2mA; -Ugce=10V; f = 800 MHz; R = 500 Q) Vpb 12 dB
Rauschen
(~-Ic=2mA; U =10V, f= 800 MHz; Rg =60 Q) F 55 dB
Leistungsverstirkung in Abhangigkeit Temperaturabhangigkeit der
vom Kollektorstrom Vpp = f (1(); zulassigen Gesamtverlustleistung
(-Uce=10V; RL = 2kQ; f= 800 MHzZ) Ptot = F(TW); Rth = Parameter
il nw
0 80
r Piot
13 T
/ \ ) . Rﬂ’lﬂﬁ
/ N \
: \\ \ \
10 I
\ TRNEAN
\ N[
\ \
5 \ 9 \
\ \
\!
0 0 n
0 2 b 6 §mA 0 20 4 60 B0 100%

—h —=T0 o
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0,452

|

13521 —-!45}0,3-4

U,USL—

I

Gewichtetwa 03 g

— - -—
2,04103
MaBe in mm

NPN-Transistor
fiir NF-Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendung

BC 107 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DIN-Gehause 18 A3
(TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Der Transistor ist
besonders fiir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Kollektor-Spitzenstrom

Basisstrom

Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft

Kollektorsperrschicht — Transistorgehause

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Ueso 45 \'
Uceo 45 v
Ueso 5 v

Ic 100 mA
Iem 200 mA
IB 20 mA

T 175 °C

Ts -55...+175 | °C
Prot 300 mW
Rensu = 500 grd/w
Rinic l =200 grd/W

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung h1. gruppiert und
mit Buchstaben gekennzeichnet. Bei einer Kollektor-Emitterspannung von Ugg =5V
und untenstehenden Kollektorstrémen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

h21.-Gruppen A B

JTC B B Uge UCE satl) UBE satl)
mA IC/IB I C/IB \ v v

0,01 90 150 (>40)| 0,5 - -

2 180 290 0,62(0,55...0,7) | - -

20 225 350 0,7 - -

100 210 300 0,76 - -

10 20 20 - 0,09(< 0,25) 0,7

100 20 20 - 0,2(< 0,6) 0,9

1y Der Transistor ist so weit libersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist
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BG 107

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 45 V)
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucpo = 45 V; Ty = 150 °C)
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iegpo = 1 pA)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Iceo = 2 mA)

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz

{Ic =10 mA; Ucg = 5 V; f = 100 MHz)
Kollektor-Basis-Kapazitéat
(Ucgo = 10 V; f =1 MH2)
Emitter-Basis-Kapazitét
(Uggo = 05 V; f =1 MHz)

Rauschfaktor

Ic=02mA;Uce =56V;Rg =2kQ; f=1kHz;

A f =200 Hz2)

Icgo

Icao
Uer) EBO
Ueer) ceo

fr
Ccro

Ceso

0,2 (< 15)

0,2 (<15)
>5
> 45

300 (> 150)
2,5 (< 4,5)

10

2 (< 10)

MHz
pF

pF

dB

Die Transistoren BC 107 werden bei I = 2 mA; Ucg = 5 V; f = 1 kHz nach der
dynamischen Stromverstarkung gruppiert und mit A, B, gekennzeichnet.

hy1e-Gruppen A B

[ 27 (1,6...45 | 45(3.2...85) kQ
h1 2e 1|5 2 10'4
hy1e 292 (125...260) | 330 (240...500) -
h23e 18 (< 30) 30 (< 60) uS
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BG 107

Stromverstarkung Bnormiert = f (J¢) Ausgangskennlinien
UCE = 5 V; Ty = Paraméter Ic = f(UCE): Is = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA
117 100 > et
18547712 71047
By, - e~V ' //)(/ /I/ Pre
08 4+
- o A /A
I _ 07 ¢ a0 { /// ///
. N 0,6
| // \ [ V/ | /
10t / 0,4 1T
e /( T // ‘/ =]
L /
o 4
/ / 5 W0 //// 02
0!5 i 4 / //
e )d 4 o1
/ ’
i » 20 — T
| Pl Ig=0,05mA
P
f/
ot 0
0 w2 et 0 o' 02 10ima 0 10 LoV
—/p — Ut
Kaollektorstrom Ic = f(Ugg) Kollektorstrom I¢c = f (Ugg)
Uce = 5 V; Ty = Parameter Uce = 5V, Streubereich
mA (Emitterschaltung) A {Emitterschaltung)
(= 102 R "
- 1
5F ; s
PP 17
IC N e 5V /c ——H
e ;
L= F— T — Miltelwert ‘ } /
= ’ 10" | Streuwerfe
: " 0[91' 2506 _= { ,
! T
- / : I
il 100 c! 25 c!-suc: e
: EE= H
N ] | / |
L / 10°
100 4 / g i
E f ¥ Iy
St i 1 I 1]
L I I i I I
i f 1 | i
01 ’ / l 107" / ’
262 ¢ 05 10V ¢ 0,5 10V
UBE — UBE
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Ausgangskennlinien
Ic = f{UcE); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
mA
100

/
)

>4

[

WANRYA:

I 80

|

oloL

e S

\

P,

VIV NN ¥

60

\

/
/

///
/,ﬂ

40

/

\
\

a0

=0, 05mA —

—

30

= Upe

Ausgangskennlinien
I¢ = f (Ucg); Use = Parameter

A (Emitterschaltung)

T ¥
/372

/ l 0,71

/|
A 1 00

/!

/
/T
0,69

12 —

v

L~0,68

0,67

L~
I

{0,686

AR ﬁﬁ\‘\‘\ N

085
0,64

o LT ~Uge=01V [ N0g2 | (063

0 10 20 30 40

—= et

45V

20V
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): [p = Parameter

{Emitierschaltung)
mA
0,045
/ g9 i
AB i ' |
s/ 004
pasll |
7N/ 0,035 _
/r ! :
6 003 |
6] - 0,025
e |
o ll/ 002__
s r
3 0015—
[
/ [
A ji 001—
- :
1 IB=UﬂU5__
0
0 1 7V
=l
Ausgangskennlinien
I¢ = f(Ucg): URe = Parameter
mA (Emitterschaltung)
] T e
—_____-i
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b
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A |
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BG 107

Temperaturabhéngigkeit

des Reststromes I¢cpo = f(Ty)

Eingangskennlinie Ig = f (UBg)
UCE=56V
‘Emitterschaltung) Ucso =45V
mA hA
0% 104
5 . ]
/80 Z
IB UCE=5V T 103 UCBU=£'5V 7
03
| : z
10 V4 /
5 Z
0,2 7/ /
0 =pt 5
5 7
01 £
s . / 100 l//
/ 5 -
| v Mitfeiwerf 1
i 7 — e Stfreuwer! T
0: = 107! L L[]
( 05 10V 0 50 100 150
— = Uge —= T
Sattigungsspannung UcEsat = f{I¢) Sattigungsspannung Uggsat = f(I¢)
3 = 20; Ty = Parameter B = 20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
A mA
10? s 10°
v - 5
3 v ——
/ / / /c 520
c ~50°C/25°C /100°C . 25°C
/ / 10 F—F
1 5 I/ 7
0 S 100°C f—/-50°T—
5 | - /
' /
10 5 f
5 /7
11}
100} (1]
F—t 0 l l
51— 0 =
\ 5 ';'
Vi {
\ |
10°¢. 107 I
264 0 01 02 03 (17AY 0 02 04 06 08 10 ¥
—=Uoe s ~ Ut sat
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Transitfrequenz T = f{I¢)
UcE =5V

MHz
400

fr \

r 300 &
A

200
/
,/Ucf 5V
10 ;
/
/]

//
0

10 100 10? 10%mA

—

Zulassige Impulsbelastbarkeit
8thic = f(0); ¥ = Parameter

ord
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Kollektor-Basis-Kapazitat
Ccso = f(Ucso)
Emitter-Basis-Kapazitat CEpo = f (Ues0)

5 —Ceso(Yeno)

10T 100 101 102y
—Uggo; Upo
Temperaturabhéngigkeit der

zulassigen Gesamiverlustleistung
Ptot = f(TU); Rth = Parameter

W
04
P fot 23
’ N\
T N \
N\
\\ \\
R
0,2 \ ths
\ R \
\muu \
\\ \\
0, NB
N
N\
N
0 N
0 100 201°C 265
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Rauschfaktor F = f (Rg)
Jce =5V; f=1kHz
(Emitterschaltung)

HA
0% ¢ g E= Sz
| Vpg=5V
e iirame IHERY £=1KkHz
TF
T 10°} \)
51 = a
» 77308 HN N
N
1021 [ || b \\ h
il ) \\\
\ i
ANEA VIR \
o NN\ e[ NI
5 Y
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12 10° 10% 10° 1%

— R

Stromabhangigkeit der h-Parameter

he (IQ)
= e mamAy -~ IO UCE=5 )
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Rauschfaktoer F = f {Rg)
UCE =5V, f= 10 kHz
(Emitterschaltung)
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Spannungsabhangigkeit der h-Parameter

he {UCE)
= UMY f(ucp); Ic=
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0,452
EEVESEY

:nﬂ

Gewicht etwa 0,3 g

—-—1.4 5203

[

1472005

MaBe in mm

N-PN-Transistor

fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendung

EC 108ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DIN-Gehéuse 18A3
(TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch verbunden. Der Transistor ist
besonders flir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten

Koliektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kallektorstrom
Kollektor-Spitzenstrom

EBasisstrom

Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Cesamtverlustleistung

Viarmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Rth JU
Rensc

20
20

100

200

20

175
-bb...+175
300

500
200

mA
mA
mA
°C
°C
mw

grd/W
grdfw

Cie Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung hyqe gruppiert und
mit Buchstaben gekennzeichnet. Bei einer Kollektor-Emitterspannung von Ugcg =5V
und untenstehenden Kollektorstrémen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

hyte A B C
Gruppen
Ie B B B Uge Uee sat1) Ugg satI)
mA Ic{Ip Icllg Icig \' \ v
2
0, a0 150 (> 40) |270{=100)| 0,5 - -
2 180 290 520 0,62(0,55...0,7) | - -
20 225 350 620 0,7 - -
100 210 300 500 0,76 - -
10 20 20 20 - 0,09(< 0,25) 0,7
100 20 20 20 - 0,2(<0,6) 0,9

Y} Der Transistor ist so weit iibersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von

B = 20 abgesunken ist

2138

Page 264/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

- BC 108

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucpo = 20 V)
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo = 20 V; Ty = 150 °C)
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iego = 1 pA)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icco = 2 mA)

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz
(Ie =10 mA; Uce =5V, f = 100 MHz)

Kollektor-Basis-Kapazitat
(Ucgo = 10V; f =1 MHz2)

Emitter-Basis-Kapazitat
(Uggo = 05 V; f =1 MHz)
Rauschfaktor (I¢ = 0,2 mA; Ucg =5 V;
Rg=2kQ;f=1kHz;4 f =200 Hz)

Icpo

Icpo
Usr) EBO
Uery ceo

Ceso

Ceso

0,2 (< 15) nA
0,2 (< 15) @A
>5 \'

> 20 Vv
300 {>150) | MHz
2,5 (<4,5) pF
10 pF

2 (< 10) dB

Die Transistoren BC 108 werden bei Ic = 2 mA; Ucg =5V f = 1 kHz nach der dynami-
schen Stromverstarkung gruppiert und mit A, B, C, gekennzeichnet.

hy1e-Gruppen A B c
hte 2,7 (1,6...4,5) 4,5 (3,2...85) 8,7 (6...15) k2
h12e 1,5 2 3 104
h1e 222 (125...260) | 330 (240...500) | 600 (450...900) -
h22e 18 (< 30) 30 (< 60) 60 (< 110) ®wS
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BG 108

Ausgangskennlinien

Stromverstarkung Bnormiert = f (I¢)
I¢ = f{UcE); Ip = Parameter

Uce = 5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
15 o
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| Upe=5V - 18,/ 12 104
B, ¢ //;,//,/0!8// L~
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i Pl : g 7 0]'05 A
— r‘ =Wy m
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0 — 0 |
LA O B L R Y ¢ 10 L
—1 — g
Kollektorstrom I'c = f (Uag) Kollektorstrom I¢ = f {URg)
L'ce = 5V Ty = Parameter UCE = 5V, Streubereich
{(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA A
0 107 —
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o %SV p I
B r
= - I
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BG 108

Ausgangskennlinien
Ic = f{Ucg); Ip = Parameter
(Emitterschaltung)

e

//

e

NN

—
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L=
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el
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N

\

10
—Ute

Ausgangskennlinien
Ic = f(UcCE): UBE = Parameter
(Emitterschaltung)

20

v 0,72V.

B

10

y

20V
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Ausgangskennlinien
I¢c = f{UceYIp = Parameter
(Emitterschaitung)
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Ausgangskennlinien
Tc = f(Ucg); Ut = Parameter
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BC 108

Eingangskenniinie Ig= f (Upg) Temperaturabhingigkeit
UcE =5V des Reststromes Icpo = 7 (TY)
{Emitterschaltung) Ucgo = 20V
mA nA
H 5 A aE
- Ico 7
/B | UCE=5V T 103 UCBB=20V 4
T 03— 5 7=
e 7 )
5 Ve
0,2 ,n //
10 yd //
5 =
01 //
[ 10" £
/ 5 /
. Miitelwert —
7 — — Streuwert T
¢ [ : 107! [
65 10V 0 50 100 150
— Uge —== Ty
Sattlgungsspannung UcEsat = f{I¢) Séttigungsspannung UEsat = f (I¢)
B = 20, Ty = Parameter B = 20; Ty = Parameter
mA ' Emitterschattung) mA (Emitterschaltung)
10%; z - 108
i / 7 - ]
5 /I 5 ]
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Transitfrequenz T = f (I¢) Kollektor-Basis-Kapazitit
UcE=5V Ccao = f(Uco)
Emitter-Basis-Kapazitat Cgpo = F(VEBD)
MHz
400 10°
L 5 Lo (Yesg)
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Zulassige Impulsbelastbarkeit Temperaturabhéngigheit der zuldssigen

W 8thG = f(0; v = Parameter Gesamitverlustleistung
ord w Prot = F(TU); Reh = Parameter
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Rauschfaktor F = f {(Rg) Rauschfaktor F = f (RG)
JCE =58V f=1kHz Uce =5V, f=10kHz
v (Emitterschaltung) 1A {Eritterschaitung)
10% ¢ = =S 10* e i TTIEY
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+1 _--15'2 {3 R?’sqg[ﬁﬁ
Gewichtetwa 0,3 g MaBe in mm

NPN-Transistor fiir rauscharme NF-Vorstufen

BC 109 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DIN-Gehause 18A3
(70O-18). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Der Transistor ist
basonders fiir rauscharme NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Ehit’cer-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Kollektor-Spitzenstrom

Basisstrom

Soerrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung

Wiérmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft
Kollektorsperrschicht - Transistorgehduse

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Ucgo | 20
Uceo | 20
Ueso 5

Ic 100
Iem 200

I 20

Tj 175

Ts -55...
Piot 300
Ren U = 500
Renic l =200

mA
mA
mA
°C
°C
mwW

+175

grd/W
grd/W

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung hy1e gruppiert und
mit Buchstaben gekennzeichnet, Bei einer Kollektor-Emitterspannung von U =5V
und untenstehenden Kollektorstrémen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

hy1e-Gruppen B C
Ic B B Uge UCE sat Upt sat
mA Ic|Iy Ic/In A Vv \
0,01 150 (> 40)| 270 (>100) 0.5 - -
2 200 520 0,62(0,65..0,7) - -
20 350 620 0,7 - -
100 300 500 0,76 - -
10 20 20 - 0,9 (< 0,25) 0,7
100 20 2 - 02{(< 0,86 0.¢
276
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Kollektor-Basis-Reststrom (Ucpo = 20 V) Irpo 0,2(<15) | nA
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo =20 V; Ty = 150 °C) Irgo 0,2 (< 15) | HA
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iggo = 1 pA) UgRr) 8O >5 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Iceo = 2 mA) Uer) ceo > 20 \"

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz:

(Ic =10 mA; Ucg =5V; f = 100 MHz) fr 300 (> 150) | MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo =10 V; f =1 MH2) Ccao 25 {<4b) | pF
Emitter-Basis-Kapazitat

(Uggo = 0,5 V; f = 1 MHz) Cero 10 pF
Rauschfaktor (I¢ = 0,2 mA;Uceg =5V Rg =2kQ;

Af =30 Hz...15 kHz) F 2(< 4) dB

Die Transistoren BC 109 werden bei Ic = 2mA; Ucg =5V; f =1 kHz nach der dyna-
mischen Stromverstidrkung gruppiert und mit B, C, gekennzeichnet.

Gruppen B C |
h11e 45(32...85 | 87(6...15) kQ
R12e 2 3 104
ot 330 (240...500)| 600 (450...900)| -
h27e 30 (< 60) 60 (< 110) uS

207
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Stromverstarkung Bnormiert = f (I¢)
Uce = 5 V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)

15

i
_UCE=5V .

100°C

05 /r’ y,

A Y

=

0 L
0% 0

10 100 102 10émaA

— 1

Kollektorstrom I¢c == f (Ug)
UCe = 5V Ty = Parameter

{Emitterschaltung)
mA
103,

5

/C —Weg=SY

T 10? 7
5 f
f

100° | 25°{-50°

10
5

Tt

100
5

s S

101!
2718 0 05

—Uge

10V

Ausgangskennlinien
Ic = f(Uce); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

mA
100 -
16/ 121047
sa 88
% 80 { [/ // Ve
V /' A 0,8
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A et
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Ausgangskennlinien

Ic = f(UcE): Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
mA
100
W T ok -
/
/ T —g_é‘.;’ —
80 1// — 03
e ey
// //
vl 0,25
60 / e
% Lozl ]
vd 05
| / o
/ WAl
0
[g=005mA
]
0 10 20V
= Uge
Ausgangskennlinien
Ic = f{UcE): UBE = Parameter
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Ic = F{UcE); Is = Parameter
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Eingangskennlinie Ig = f (Ugg) Temperaturabhingigkeit

L_CE_ =5V des Reststromes Icpo = f(Ty)
(Emitterschattung) Ucso =20V
mA nA
04 - 10*
. Iesn 4
i Ugg=5V T 10° L ‘
T 03+ 5 A
_ 7/
10 o
5
0.2+ 7 - /7
10 et £
5 4
A £
3 5 /-
. Mitfelwert —
4 — — Streuwert |
0 P 107! | I
0
03 13V 0 50 100 150 °C
— Uge =Ty
Sittigungsspannung UcEsat = f (I¢) Sattigungsspannung UgEsat = f (I¢)
B =‘20; Ty = Parameter B = 20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
ma mA
9 3
10 = - - 10
— V4
= 7 7 5
AR,
Py o [T
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l / 10 —
7/
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5 | | /
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Transitfrequenz fr = f (IC) Kollektor-Basis-Kapazitat
UcE =5V Ceso = f(UcBo)
Emitter-Basis-Kapazitat Cepo = F{Urg0)
Mitz
400 10’
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T
G L Coppl10V)
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Piot = f(TU); Rth = Parameter
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Rauschfaktor F = f (Rg) Rauschfaktor F = f (RG)
Uce =5V; f=1kHz UcE=5V; f=10KkHz
{(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
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Rauschfaktor F = { (UcE)
Ic = 0,2mA; Rg = 2 kQ; Af = 200 Hz
Tj = 25°C
s
bl

10° 5 10'v

— Uge
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Rauschfaktor F = f (f)
Uce =5V:;I¢c =02 mA; Rg = 2 kQ

Ti =25°C
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Typenkennzeichnun, Stromverstarkun
W00 T\ [ pasi ? ;
R
N = ——t
0.3
- G1=025 010,85
- 1 15 12
Gewicht etwa 20 mg MaBe in mm

NPN-Transistor mit Miniaturgehduse

BC 121 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor in Miniatur-Ausfithrung mit
Kunststoffumhillung. Der Typ ist durch einen gelben Farbpunkt am Gehause gekenn-

zeichnet.

Der Transistor ist besonders flir den Einsatz in rauscharmen Verstarkerstufen geeignet,
insbesondere wenn kleine rdumliche Abmessungen erforderlich sind.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung

Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom
Emitterstrom

Basisstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung [T = 45 °C; Band-
lange | = 1 mm; siehe Diagramm Ry, = f (1))

Warmewiderstand

siehe Diagramm Ry, = (L)

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung S gruppiert. Bei
einer Kollektor-Emitter-Spannung von Ugg = 0,5 V und untenstehenden Kollektorstrs-
men gelten die nachfolgenden statischen Werte.

Ren

5 \

5 Vv

5 Vv

50 mA
60 mA
10 mA
125 °C
~66...4+125 | °C
260 mw

| =850 | grd/w

Bo-Gruppen weill gelb grau blau
Ic B B B B Use
mA Icilp Il Ic/In my
0,01 63 110 180 330 530
0,25 100 175 290 520 560
10 125 220 360 650 610
50 70 120 200 360 660
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung
(Ie =50 mA; B = 20) UcEsat 015(<03)| V

284
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Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 2 V) Icgo < 10 nA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 100 pA) Uer) ceo >5 v
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 100 pA) Ursry cBo >5 vV
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iggg = 100 pA) Uar)eso >5 \%
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz (I¢ = 250 pA; Ucg = 0,5 V) fr 50 MHz
Transitfrequenz (ic = 10 mA; Ucg = 0,5 V) fr 250 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat (Ucgo =2 V; f =1MHz) Ccro 6.4 (< 11) | pF
Rauschfaktor (Ic = 250 uA; Uce = 0,5V,

f=1kHz; Af =200 Hz; Rg =500 Q) F F 3(<5H) dB

Stromverstarkungsgruppen

Die Transistoren BC 121 werden nach der dynamischen Stromverstarkung fp gruppiert
und mit einem Farbpunkt gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: Ucg = 0,6 V; I = 250 pA

Farbpunkt | weill | gelb | grau | blau

Stromver- _

starkung fo 75...1650 125...260 240, ..500 470...900
285
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286

Stromverstirkung Bnormiert = f (IC)
Uce = 0,5V, Ty = Parameter
(Emitterschaltung)
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Sattigungsspannung UcEsat= f{I(¢) Sittigungsspannung Upgsat = f (1)
B = 20: Ty = Parameter B = 20: Ty = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
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Kollektor-Basis-Kapazitat
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Cp = = f (U
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Rauschfaktor F = F(RG); UcE = 2V f =1 kHz
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Typenkennzeichnung Siromverstarkung
0,2+0,06 o Basis £
1 | i é r

BG]ZZ ::}- by 4“\\ jl{—-gg

> 01<025  0,1x065
T e - 12 e

Gewicht etwa 20 mg

MaBe in mm

NPN-Transistor mit Miniaturgehause

BC 122 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor in Miniatur-Ausfihrung mit
Kunststofftumhiltlung. Der Typ ist durch einen weiBen Farbpunkt am Geh&use gekenn-
zeichnet. Der Transistor ist besonders fir den Einsatz in rauscharmen Verstérkerstufen
geeignet, insbesondere wenn kleine raumliche Abmessungen erforderlich sind.

Grenzdaten ‘
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 vV
Kollektor-Basis-Spannung Ucro 30 vV
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 v
Kollektorstrom Ic 50 mA
Emitterstrom ~Ie - 60 mA
Basisstrom ' In 10 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts -55...+125]1 °C
Gesamtveriustieistung [T = 45 °C;

Bandlange L = 1 mm; siehe Diagramm Ry, = f (L)] Piot 260 mw
Warmewiderstand

sieche Diagramm Ry, = f () Ry | 850 | grd/w

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung g gruppiert. Bei
einer Kollektor-Emitter-Spannung von Ucg = 0,5 V und untenstehenden Kollektorstro-
men gelten die nachfolgenden statischen Werte.

Bo-Gruppen weif gelb grau blau
Ic B B B B Uge
mA Ic/lp Icilp Icily I/l mV
0,01 63 110 180 330 530
0,25 100 175 290 B20 560
10 125 220 360 650 610
50 170 120 200 380 660
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic =10 mA; 8 = 20) Ucesat | 0.09(<0,2) |V
(Ic = 50 mA; B = 20) Ucgsar | 015(<0,3) |V
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Kollektor-Basis-Reststrom (Ucpp = 15 V) Irpo < 10 nA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgp = 100 pA) Uery ceo > 20 A
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 100 A) Usry cBO > 30 \'
Emitter-Basis-Sperrspannung (Irgg = 100 pA) UrsryEBO >5 \'
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz (I¢ = 250 wA; Ucg = 0,5 V) fr 50 MHz
Transitfrequenz (Ic¢ =10 mA; Ucg = 0,5 V) fr 250 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Uecso = 10V; F =1 MHz) Ccso 4(<7) pF
Rauschfaktor (I¢ = 250 uA; Ueg = 0,5 V;

f=1kHz; 4 f =200 Hz; Rg = 500 Q) F 3(< 5 dB

Stromverstarkungsgruppen

Die Transistoren BC 122 werden nach der dynamischen Stromverstérkung fg gruppiert
und mit einem Farbpunkt gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: Uce = 0,5 V; Ic = 250 pA -

Farbpunkt | wei | gelb | grau | blau
Stromver-
starkung fo 75...150 125°...260 240...500 470...900
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Stromverstarkung Bnormiert = f (I€)
Uce = 0,5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)
0.
B g U =0,5Y ATIN
n | CE ’ pd \
T 15 // \
' 100°C/
P TN,
v I N
' /
W zsic//
A \
LATTTIN, \
| A
A -50° ]
05 - N
% \
,’I"/ ‘
]
0 L [HEEH ) 1 1] 11l
0% % w0t w0 w0 0lma
Kollektorstrom I¢ == f(UgEg)
Uce = 5V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)
102
5 1]
y T
L
1
K e
——
5 | R
* [
| 1]
100°¢C / 25°C/ -50°C
00 e —
.' ;
{ ]
]
ANy
1 / l
292 0.2 04 0.6 0.8 1,0V

Ausgangskennlinien
Ic = f{UcE); Ip = Parameter

(Emitterschaltung)

mA
50 7 )
P! 1/ -O'IZmA
V V1 AT
/'/ P
0,1mA
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Iy
P il
T i 0,08mA
30—~ |
g O,OIBmAI“—
O,OISmA;——
0 00kmA
P [ ]
003mA |
-
10 0,0Z2mA ——
| 1
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0
0 10 20V
—=— Ugp
Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): I = Parameter
(Emitterschaltung)
mA
’ / :
/ 0,0ZmA 1
/ 0018mA 7
7 o
. 0,016 mA
e / =
0,014mA
P 1
3 / 001ZmA
" =1
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[{/ 0.01mA
I ———T
08maA
2l 2008
1 L]
i 0,006mA
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I/ ]
Hf 1g=0002mA
Wk
0
0 05 10V
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Sattigungsspannung UsEsat = {I)

B = 20; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

Sattigungsspannung UcEsat = F (IQ)
B = 20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung} :
mA . mA
1o T 10t
: -50°C 25 100°C ‘
[C /} / 4 "rC / Fi
T 1184 [/ ]
/ 5=20 / /
o’ 1 10! /
1:' i i i
5 3 a4
/ II II
100°C / 25°C/—50°C/
I i |
/ i
BN
17 10’ I .
0 01 0,2 03 0k 05V 02 04 06 08 oV
’ e UCES&T - UBE sal
Eingangskennlinie g = f (Ugg) Transitfrequenz fT = F{I¢)
Ucg =5bV Uce =05V
(Emitterschaltung)
mA MHz
0,20 500
kg
400
T UCE=0,5V
300 ~
N
010
4
f
/
200
f//
0,05
100 . /
A
4
0 08 10V 0
0z O 0§ 0B w5 W s w5 lpa 2
Uge — ]
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Kollektor-Basis-Kapazitat
Ccro (Ucso)

" Ccro (Ucpo = 10 V) (Ucgo)
0=
5 [ Cego(Ugn)
-'-"'h-_
. h!\\\\
10° =
51—
3 L
10—
5 —
102
107 100 yiL 102y
—Uegp

g
W
1000

£00

200

204

Warmewiderstand Rep = (1)

L Lt

Die Kurve gitt fir
unendlich gute Werme-_ |
ableifung von der LGt~

stelie am Kollekfor-
anschiuf

0 1 b

6 8

10

12 mm

—— Bandénge L

Emitter-Basis-Kapazitat
Cepo (UEROD)

= = F(U
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100 = :
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5
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1071 100 107 102y
= UgBo
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Rauschfaktor F = F(Rg); UCE=5V; f=1kHz

(Emitterschaltung)
PA
TUI'
P
- \‘
L1 ™)
g f=TkHz
-
o
108 / S LY
lc —> = \\
| e 3 ‘
/ ) N
w02 ( ~LUL K \
A\ . \ ] | “\..__\\ i \\\\ =
N, AN \ N
\\\ \\ \ \\\\\ M
N N
101 \‘ \\; \‘ \\ \\‘ ™N
\‘ S \\ h \\‘;
~ N N\ N
_F=10dB\N. 6 I 175
100 ™ :
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s
Rauschfaktor F = fF(RG); Uce = 5V, f = 10 kHz
(Emitterschaltung)
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Siromverstarkung

Typenkennzeichnung
o,z:iuﬂs ; \ 5@.933/'5 I

o = -

] =
1 * {\-}— W) i

03 \

= 01x025 071x0,65

—{ 1 =15t 1=

Gewicht etwa 20 mg

Mafle in mm

NPN-Transistor mit Miniaturgeh&use

BC 123 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor in Miniatur-Ausfihrung mit
Kunststoffumhiillung. Der Typ ist durch einen roten Farbpunkt am Geh&ause gekenn-

zeichnet.

Der Transistor ist besonders fir den Einsatz in rauscharmen Verstarkerstufen geeignet,
inshesondere wenn kleine rdumliche Abmessungen erforderlich sind.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Ueao 45 v
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5 v
Kollektorstrom I 50 mA
Emitterstrom -Ie 60 mA
Basisstrom I 10 mA
3perrschichttemperatur T; 125 °C
l.agertemperatur Ts -65...+125 | °C
Gesamtverlustleistung [T =45 °C; Bandléange L =1 mm;

siehe Diagramm Ry, = f(L)] Piot 260 mw
Warmewiderstand

siehe Diagramm Ry, = f (L) Ry | =850 |grdw

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung By gruppiert, Bei
einer Kollektor-Emitter-Spannung von Ucg = 0,5 V und untenstehenden Kollektorstrs-
men gelten die nachfolgenden statistischenWerte.

Page 292/497

Po-Gruppen weil3 gelb grau
I B B B Uge

) mA Ic/ls IciTg Ic/lg v

0,01 63 110 180 530

0,25 100 175 290 560

10 125 220 360 610

50 70 120 200 660
£96
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Koliektor-Basis-Reststrom (Ucgp = 25 V) Irgo <10 nA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 100 pA) Uer) ceo > 30 \
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 100 £A) Uery ceo > 45 v
Emitter-Basis-Sperrspannung (Irgg = 100 pA) Urar)EBO >5 \"
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz (I¢ = 250 pA; Ucg = 0,5V) fr 50 MHz
Transitfrequenz (I = 10 mA; Ucg = 0,5 V) fr 250 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat (Ucgp = 10 V;

f=1MHz) Ceao 4(<7) pF
Rauschfaktor (I¢ = 250 pA; Ucg = 0,5 V);

f=1kHz;4 f =200 Hz; Rg = 500 Q) F 3 (< b) "dB

Stromverstarkungsgruppen

Die Transistoren BC 123 werden nach der dynamischen Stromverstarkung fogruppiert
und mit einem Farbpunkt gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: Ucg = 0,5 V; Iz = 250 pA

Farbpunkt ‘ weiB | gelb | grau
Stromver-
stéarkung fo 75...180 125...260 240...500
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Stromverstarkung Bnormiert = F{JCO) Ausgangskennlinien .
iJce = 0,5 V; Ty = Parameter Ic = f{Ucg); Is = Parameter
(Emitterschaitung) A (Emitterschaltung)
2’0: X /v 1.012mA
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Koliektorstrom I¢ = f (UBE) Ausgangskennlinien
Uce = 5V; Ty = Parameter Ic = f{UcE); I = Parameter
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Sattigungsspannung UcEsat = f(I¢) ‘ Sattigungsspannung UpEsat = 7 (1)
B =20; Ty = Parameter B = 20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA mA
! ——— 107
: 250°C 25 100°C :
b I i
/ / / [/ ]
/ . B=20 / /
10’ i : 10 f
‘l I ' ’I l"r
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100 100 / I
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Eingangskennlinie Ig = f (Ugg)

UcE =05V Transitfrequenz fT = f{I()
(Emitterschaltung) Uce =05V
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400
015 Upg =5V i
T =05V
300 \
D10 J
/
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f//
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Koliektor-Basis-Kapazitat
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Rauschfaktor F == f (RG) Rauschfakior F = f(Rg)
Ucg = 5V, f=1KHz Uck = 5V; = 10 KHz
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
A pA
h 4
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057

T35

66-04

Gewichtetwa 1,5 g

84%0,1

MaBe in mm

NPN-Transistor fiir NF-Verstarker und universelle Anwendung

BC 140 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DiN-Gehduse 5C3
(TO-5). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden, Der Transistor BC 140
ist besonders flir NF-Verstarker und NF-Schalter-Anwendungen bis 1 A geeignet,

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

- Koliektorstrom
Basisstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (Tg =< 25 °C)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht—Luft
Kollektorsperrschicht—Transistorgehiuse

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Uceo 40 vV
Ucro 80 Y
Ueso 7 Vv

I 1 A

Ig 0,1 A

T 175 °C

Ts -65...4+175 | °C
Piot 2,5 w
Reniu = 220 grd/W
Renic ‘ = 60 ’ grd/W

Die Transistoren BC 140 werden bei I¢ = 150 mA; Ucg = 1 V nach der statischen
Stromverstarkung gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet. Fir die unten ange-
gebenen Arbeitspunkte gelten die nachstehenden Werte.

Kode C D
Uce e B B8 Uge Ucesat")
Vv mA I/l I/l V (B =10)
v
1 0,1 40 100 — —
1 150 40...120 100...300 — —_
1 1000 22 56 13(<2) 0.7

) Der Transistor ist soweit Ubersteuert, daB die statische Stromverstirkung auf einen Wert
von B =10 abgesunken ist,
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Statische Kenndaten

Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgs = 60 V) Iees 10 (< 100) nA
Koliekior-Emitter-Reststrom

(Ucgs = 60 V; Tj = 150 °C) Ices 10 (< 100) | pA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 30 mA

Impulslange = 200 usec; Tastverhalinis 1%) URryceo > 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Ices = 100 pA)  Uggryces > 80 \
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iggo = 100 pA) Urieso > 7 v

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz

(Ic =80 mA; Ucg =10V, f = 20 MH2) fr > 60 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ueg =10V f = 1 MHz) Ceso < 25 pF
Emitter-Basis-Kapazitat

(U =05V, f =1 MH2) Cepo < 80 pF

Schaltzeiten

(Te = 150 mA; Ip1 &~ -Ipz ~ 7,5 mA) tein ‘ < 250 ‘ ns

taus < 850 ns

MeBschaltung

Ugg e
75V 20V

10 [1sec
1116V
f<15nsec f<15msec
Ri=50Q
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Stromverstarkung Bnormiert = f (IC) Ausgangskennlinien
UCE = 1V: Tu = Parameter IC = f(Uce); Ip = Parameter
{Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
A
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Kollektorstrom I¢ = f (Usg) Ausgangskennlinien
UCE.= 1V; Ty = Parameter Ic = f(UCE); Iz = Parameter
ma (Emitterschaltung) mA (Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): I = Parameter
(Emitterschaltung)

A
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(Emitterschaltung)

Sattigungsspannung UCEsat = F{IC)
B = 20; Ty = Parameter
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Sattigungsspannung UpEsat = f{I(C)
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

8 = 20: Ty = Parameter
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

L]

Temperaturabhangigkeit des Transitfrequenz T = f{I¢)
Reststromes Icro = f(TU); (Uceo = 80V) (Uce = 10 V)
Mittel- und Streuwerte Mittelwertkurve
A MHz
10° . 150
S
/i 3
CBO 10" / ] fT
T p et "\
X 100
3 /
10 = o
= ) \
7 - //q
Z A
102 z"/ I/
7
10" //
=
"4
10° 0
0 50 100 150°C 10° 5 10 5 10° 5 10°mA

— 1 —— 1

Zulassige Impulsbelastbarkeit

W gthJG = f(t): v = Parameter

o
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MaBe in mm

Gewichtetwa 1,5 g

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

NPN-Transistor
fur NF-Verstarker- und Schalteranwendung bis 1 A

13C 141 ist ein epitaklischer NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DIN-Gehduse 5C3
(TO-39). Der Koliektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. BC 141 ist besonders
10r NF-Verstarker und NF-Schalter-Anwendung bis 1 A geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 60 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Ueso 100 vV
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 v
Kollektorstrom I 1 A
Basisstrom I 0,1 A
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
l.agertemperatur Ts —65...+175 | °C
Gesamtverlustleitung (T¢ = 25°C) Piot 2,5 w
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — L uft Reniu = 220 grd/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Reikic = 60 gra/W

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren BC 141 werden bei I =150 mA; U = 1V nach der statischen Strom-
verstarkung gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet. Flr die unten angegebenen
Arbeitspunkte gelten die nachstehenden Werte,

Kode C D
Uce Ic B B8 Use Ucesat")
v mA 1/, I/ Y v
1 0,1 40 100 — _
1 150 40...120 100...300 — —_
1 1000 o0 1514 1,3 (< 2) 0,7

) Der Transistor ist soweit {ibersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von
B = 10 abgesunken ist.
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BG 141

Statische Kenndaten

Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgs = 60 V)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucgs = 60 V; T; = 150 °C)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung {(Iceo = 30 mA
Impulsldnge = 200 w.sec; Tastverhaltnis 1%)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Ices = 100 pA)
Emitter-Basis-Sperrspannung (Iego = 100 pA)

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz

(Ic =50 mA; Ucg = 10V, f = 20 MHz)
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ueg = 10V; f =1 MHz)
Emitter-Basis-Kapazitat

(Ugg =05 V; f =1MH2)

Schaltzeiten
{Ic = 150 mA; Ipg &~ -Ipy = 7,6 MA)

MeBschaltung

10 Lsec
ISt
f<15nseC f<715M5€C

Fi=500

Tces
Tegs
Usryceo

Ueryces
UisryEBO

Ccro

Ceso

Lein

tau 5

10 (< 100)
10 (< 100)
> 60

> 100
>7

> 60

< 80

< 250
< 850

1308
Oszillograph
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Stromverstarkung Bnormiert = f{I()

UCE = 1V; Ty = Paramster
{Emitterschaltung)

20 i
Wf 150°0]
/ o
B8
s
T g
25°C
N
4
10 ‘ f f
ALl LAY -60°C
/ / pat
'/
/’ 1/ ;'
0’5 "4 / a /
A 11
i [
1 Il
!
0 I l
LU LS 1 A LN 1
— =1/

Kollektorstrom Ic = f{UpE)
Uce = 1V; Ty = Parameter
mA (Emitterschaltung)

.;03
5 i o
Y,
,
e 4 / r/
o yavar,
§ 1 EF
/
[L
5 15053 25°C 1-50°
i
10¢ ’
5
17
310 O 05 10
— Upe

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ip = Parameler

(Emitterschaltung)
mA
120 I
- 0,55
1o 100|080
T 045
/
/"" 040
| e
7 0,30
V_—
60 0,25
|
0,20
40 :
0,15
010
20 I
IB=0’05mA
0
0 1 2 3 Ly
— Ut
Ausgangskennlinien
Ic = f{UcE); Is = Parameter
A (Emitterschaltung)
1,2 |
|20
/10 T _—18
¢" +16
// L : 14
08 /:/’12
I
0,5 // ,’—"5
sl /:-—"'—‘—5
/’ -—"‘"—-__-t'.'
04 /’/_.-—"" ]
/'/ . __—--2
4 o
0z - 1
"] 7g=05MmA
0
0 1 2 3 Y
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BG 141

Ausgangskennlinien
Ic = f{UcE); Ip = Parameter
(Emitterschaltung)

A

12

\
pA
(="}

()

74
| e

08 |

RN

—"‘"_B

0 -

04 I/

0 1~

20

30

—— Ugg

Temperaturabhangigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung

W Prot = f(TG)

40V

40
Prot
3,0
N
N
2 \\
N
10 \\
N
0 N\
0 100
—TIg

200 °C
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Siattigungsspannung UCEsat = f(IC)
B == 10; Ty = Parameter
{Emitterschaltung)

mA
3
10 —
5 e ”
wl
Y ) -
T @
/ -
=
2
10 7 »
i A
5 Fgs0°e 2
25°¢C
=-55°C z
il
| f
10" <
n)
5 Ww
O
| '
\ s
L
10°
0 02 0,6 0,6 0,8V E'
— Urp sat o
>

Sittigungsspannung UgEsat = (1)
B = 10; Ty = Parameter

mA
108
c ¥,
I ,/ [ ’/
10* / //
A
=
5 1
|
150°C f25°C{-55°¢C
10! -
5
1°
0 05 10 15V a4

—Upg sat
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BG 141

| VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER |

Temperaturabhéngigkeit des Transitfrequenz fT = f(I¢)

Reststromes Icpo = F(Ty) (Uce = 10V)
(A YCBO = 60 V; Mittel- und Streuwerte i Mittelwertkurve

z
1° 150
Thas
Tepg 1
19* iz fr
T 'I z
y ,-'""n,\
. 100 b
3 L/
1 - 2
7 = / \
,1 /I
Z rd /
102 - '/ ’// /
= /
50
7

10* ./

r
1(° 0

0 50 100 150°C 10° 5 10 5 10° 5 10'mA

—7 — g

Zuldssige Impulsbelastbarkeit
g_l‘ﬂ gthlG = F(1); v = Parameter

¢

1Lr

/
/
]

flt L) WIILIJ LLEH

a0t w0t 7 100ses

__-.f

—
=1
s
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BG 147
BG 148
BG 14

Gewicht 0,33 g

MaBe in mm

NPN-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiberstufen

02

BC 147, BC 148, BC 149 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren mit Plastik-Ge-
hause SOT-25. Die Transistoren sind besonders fir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten

F.ollektor-Emitter-Spannung
Follektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
F.ollektorstrom
Follektor-Spitzenstrom
Basisstrom
Basis-Spitzenstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Follektorsperrschicht-Luft

BC 147 BC 148 BC 149
Uces 50 30 30 vV
Uceo 45 20 20 \
Ueso 6 5 5 Vv
Ic 100 100 100 mA
Icm 200 200 200 mA
Ig 10 10 10 mA
Igm 20 20 20 mA
T; 125 125 125 °C
Ts -55...+125 | -55..,-+125| -55...4+125| °C
Prot 220 220 220 mwW
Renju | = 450 = 450 = 450 | grd/wW

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung hq. gruppiert und mit
A, B, C gekennzeichnet s. S.316. Bei einer Kollektor-Emittersperrspannung von Ugg = 5V
t.nd untenstehenden Kollektorstromen gelten die nachfolgenden statischen Werie:

BC 147 BC 147
F e BC 148 BC 148 BC 148
Gruppen BC 149 BC 149
A B C

Ic B B B Upe Ucgsat") UpEsat")
mA IC/IB IC/IB IC/IB v vV \'
0,01 20 150 270 0,5 — —
2 180 290 520 0,62(0,55...0,7) — —
20 295 350 620 0,7 — —
100 210 300 500 0,76 — —
10 20 20 20 — 0,09(<0,25) 0,7
100 20 20 20 —_ 0,2{<0,6) 0.9

1, Der Transistor ist so weit (ibersteuert, dal die statische Stromverstéarkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist.

14
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5 115

S ) 'y
§y,  rorm
Podeabr— T L
*5 rr:“"—' ; '

— 42— 12 =

* Rastermaf

BG 147
BG 148
BG 149
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BC 147 BC 148 BC 149
Kollekter-Emitter-Reststrom
(Uces = 50 V) Ices 0,2 (< 15) nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces = 30 V) Icks - 02 (<15 | 02 (< 15) | nA
Koilektor-Emitter-Reststrom
. (Uces =80 V; Ty =150°C) Ices 0,2 (< 15) LA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces = 30V; Ty =150°C) Ices 0,2 (< 15) 0,2 (<15) | uA
Emitter-Basis-
Sperrspannung (Iepo =1uA) U(BR)EBO > 6 >5 > 5 \
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung (Iceo = 2 MA) Uery ceo > 45 = 20 > 20 vV
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
| BC 147 BC 148 BC 149
Transitfrequenz (I = 10 mA,;
Ueg = 5 V; f =100 MHz) fr 300 (>150) 300 (>150){ 300 (>150)| MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Uego = 10V; f =1 MHz) Ccao 2,5 (<4,5) | 2,5 (<4,5) 2,5 (<4,5) | pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Uggo =05 V; f =1 MHz) Cepo 9 9 9 pF
Rauschfaktor (I¢ = 0,2 mA;
Ueg =5 V; Rg =2 kQ;
Af =30 Hz...15 kHz) F < 4 dB
Rauschfaktor (I¢ = 0,2 mA;
Ueg =5V Rs =2 KL,
= 1 kHz; Af = 200 kHz) F 2 (<10 2 (<10) < 4 dB
315
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w

03 r

Pry

!

0,2

0,1

Die Transistoren BC 147, BC 148, BC 149 werden bei I¢ = 2 mA;Ucg =5V, f =1 kHz
nach der dynamischen Stromverstarkung ha1e gruppiert und mit A, B, C, gekenn-

:gichnet,
BC 147 BC 147
fr91 6 BC 148 BC 148 BC 148
Gruppen BC 149 " BC 149
A B C
h11e 27(1,6...4,5) 4,56 (3,2...8,5) 8,7(6...15) kQ
h1 e 1,5 2 3 1074
h1e 222 (125...260) 330 (240...500) 600 {450. . .900) —
h22e 18 (< 30) 30 (< 60) 60 (< 110) WS

Temperaturabhangigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung

fror = (T
\\
\\
N
N
‘\\
\\
\
) 30 100
—7
316

150°G
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B 147

BG 148
BG 143

Stromverstarkung Bnormiert = f (10
Uce = 5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

19

1

_UGE=5V

100°C

10

/ ) 25°C

0o
/

N

/

5000

-—-""

0 1t 10?
— /¢

0
3 2 1

Kollektorstrom 7¢ = f (Ugp)
Uce = 5V, Ty = Parameter

A (Emitterschaltung)

103mA

10

5

—Upp=5V

It

10* 7
F 4

J

T

I

5

100° | 25

.
]

wn

f ]

°

L]

10!

-..__-..

"
-n..___“.-.

5

100

]

—
‘-u-..___“.

|
e S

1071
05

0
— Uge

10V

Ausgangskennlinien
I¢c = f(UcE); In = Parameter

(Emitterschaltung)

V7229288
-~

l ¥
(/// o ¥ L~

1/

NN
\

7

™

7
/ P

20 -
/

ANEANHAN

7/
4

T5=0,051mA

0V

0
0 10
— e

Kollektorstrom I¢ = f (URg)
Uce = 5 V; Mittel- u. Streuwerte

{(Emitterschaltung)
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mA
10* e
ERES
5 =7
e | ,
— Mittelwert ‘ I
101 — —Streuwerle fl_!
08/ 25°C ——4 a=
a e
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-
5 ] Il
]
I
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mA

10

Ausgangskennlinien
1c = f{Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

0,05

!
0,045

—

|

0,04

0,035 |

1

Vd
/
/
ya
4
Vd
{
Va

003

]

0025_|

002 |

|

\
0,015
T

|
0,01-—
{

0,005 _

e
(1]
n

2V
—Uge

Ausgangskennlinien
i¢ = f{Uce); Is = Parameter
mA (Emitterschaltung)

BC 147

100 ¢
ey
S S
7 ¥ e
It 80t /,/// 5
o
il fe=st5;
/
/
sol J " LSS
apms—
Y
W0f e
’-—I—'_"-_-__-
Pl /4 Jg=005mA —
0
318 0 1 30 45

—=Uge

Ausgangskennlinien
Ic = f(UcE); Usg = Parameter
{(Emitterschaltung)

mA
5 By
‘fc {/ ]
b
0,66
3
I 0,65
) 0,64
|
063
{
0,62
1 061~
080
0,55
0N e i o

0 1 2 3 4 5V
— Ut

Ausgangskennlinien
Ic = F(UCg) Ig = Parameter
mA (Emitterschaltung) BC 148, BC 149

100

0

///
/g 80 /
RV s

60 = 0z

-
/
i ot
e
|
/

k0

20
13=0,05mA

0 10 20V
— U
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BG 147
BG 148
BG 149

Séattigungsspannung UCEsat = f(IC)
B = 20; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)

mA
10 ——
rd
r 4 Fd
5 ¥
/17
’ [ 1/
i 50T /25°C /100°G
4
L/
Iw ==
|
5 [
10°
1 |
i
.
i
107 \
0 0 02 03 04V

— Ve sar

Eingangskennlinie Ig = f (UBE)

UcE =5V
mA (Emitterschaltung)
0.k
If Upp=5Y
03
0.2
01 ,J
"0 05
= Upt

10V

Sattigungsspannung Upgsat = f(I¢)

B = 20; Ty = Parameter
A (Emitterschaltung)

103
5
Ie
25°C
I 107 =
I’ y 4
3 100°C L5500 —
101 /
5 I: )
NN
11l
10¢ F
5 |
!
o |
0 02 0+ 05 08 10

Kollektor-Basis-Kapazitat

Cco = f(UCBO)
Emitter-Basis-Kapazitat Cepo = f(UEBO)

— UgE sat

12V

101

5 — Ceaollcn)

b [T

[ty

107

G

10”7
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BG 147
BG 148
BG 149

Transitfrequenz 7 = f{J¢)
JBE=5V

MHz

400

?‘ 300 / ’-\\

(I
/
200+
/
//UCE=5V
100 } ’
/
| /]
L
0t :
1! 10° 10 102mA
— 1
Rauschfaktor F = f (RgG)
JCe =5, f=1kHz
p.A Emitterschaltung)
10* T
- \ =
I s ds TR f=1kHz
f N
T 103 NG
5 [ Y
N N
10 il N N
5 \=H NN
] 1
\\ A \‘ . N
ot |\ NN [\ L7sd8 N i\
5 \\ M
F=10dBN G ‘
\
10° N
320 g2 ik 10% 10° 10°e
\ R

Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Icgo = f (Ty)
Mittel- u. Streuwerte fiir max.
nAu Zulassige Sperrspannung
10

5
Iepo 7

4I
T 10°

b 7

Q-

10?
5 >

'4.
\..

o
™

v Mittelwerf
4 - —l.Sfreuwerr 1

-m"l [ | L1

0 i 100 160 °C

— Iy

Rauschfaktor F = f (Rg)
Uce = 5, f = 10 kHz
‘uA (Emitterschaltung)

10° o
5 5808 N Yop=SVig
I N 7=tk
N
N N
T 108 348 N
5 A
o~ N\
V111N \
N N[\
o | {17808\ 1\, \
5 —H L WA . ‘\ i
\ A NN
\ [N \ \ \
0! =N AN )
5 ‘\ \ “\
N NN
LF=10d8 \
oo L LLIND NN [N

10? 10° 10 10° 105
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BG 147
BC 148
BG 149

Rauschfaktor F = f (UCE)
Ic=02mAiRG =2kQ; f=1kHz
Af = 200 Hz; Tj = 26°C

dB BC 149
]
F
4
3
2
1
0 1
10" 5 10° 5 10
— UCE
Stromabhangigkeit der h-Parameter
He = he (1O) =f(I¢c); UcE=5V)
€7 he (IC = 2 mA) '
10°
5 Upp=5V
f
e
1
NS
5 /7 NN -
e SN Pa
\\ ™ //
N V/'
0
S [t i ~
“/—7 \\
h228 ™N
107
10 5 10¢ 5 10'mA
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Rauschfaktor F = 7 (f)
Uce =5V Ic =02mA;
RG =2kQ; Tj =25°C

48 BC 149
15 !
F
'y \\
' 10 \
\
5 \
\
A\
\
0
107 ] 109 5  1YKHz
.—-__'f
Spannungsabhangigkeit der h-Parameter
he (UCE)
He = = f(Uce Iz =2mA
= helUcE—5v) ) "
z0 R
fg=2mA T~
|
\
Mg 15 \ h21g
T \ Mgl
A T
\ o
A
10 S 12e 4——:
N,
\\.__ ]
fa0e
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0
0 10 20 oV 321
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BG 157
BG 198
BG 153

VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Gewicht 0,33 g

MafBe in mm

L;&’_ Q7> =

PNP-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiberstufen

BC 157, BC 158, BC 159 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastik-
Gehause. Die Transistoren sind besonders fiir rauscharme NF-Vorstufen und Trelber-
stufen sowie als Komplementar-Transistoren zu BC 147, BC 148, BC 149 geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Kollektor-Spitzenstrom
Basisstrom
Basis-Spitzenstrom
Sperrschichttemperatur
lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

BC 157 BC 158 BC 159

~Uces 50 30 30 V
-Ucgo | 45 20 20 v
~Uego 6 5 5 V
-I¢ 100 100 100 mA
~Iecm 200 200 200 mA
-Ip 10 10 10 mA
=-Ip 20 20 20 mA

T; 125 125 125 °C

Ts -55...+126|-55.,.+125|-55...4+125| °C
R su < 450 < 450 < 450 | grd/w

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung hz1. gruppiert und
mit Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet siehe Seite 324, Bei einer Kollektor-
Emitter-Spannung Uce = 5 V und untenstehenden Kollektorstromen gelten die nach-

‘olgenden statischen Werte.

BC 157 BC 157 BC 157 BC 157
e BC158 | BC158 | BC 158 | BC 158
ISruppen BC 159
V Vi A B
-Ic B B B B Uge | ~Ucksat) [Usesat)
(mA) Icilp IciIp Ic/Tg Icilp v Vv V
2 75 110 180 290 0,65(0,55...0,9)
10 20 20 20 20 ‘ 01 0,7
100 20 20 20 20 0,3 0,9

} Der Transistor ist so weit (ibersteuert, daB die statische Stromverstérkung auf einen Wert von

3 = 20 abgesunken ist,

322
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105 7l
!§ rF— I *
r— [0 —= 12
* RastermalB

BG 157
BG 108
BG 15

BC 157 | BC 158 BC 159 »
Kollektor-Emitter-Reststrom llJ—J
(-Ucgs = 50 V) ~Tegs 2 (< 50) nA 7]
Kollektor-Emitter-Reststrom =
(-Ucgs = 30 V) i - 2 (<100)| 2(<50} | nA =
Kollektor-Emitter-Reststrom x
(-Ucgs =50 V; Ty = 150 °C) —Icgs 2 (< 50) pA b
Kollektor-Emitter-Reststrom L
(~-Uegs =30 V; Ty = 150 °C) —Icgs 2(<100)| 2(<50) | uA z
Emitter-Basis-Sperrspannung u
(~Iego = 1 uA) -Ugrieo | > 6 >5 >5 v :;
Kollektor-Emitter- fa)
Sperrspannung (-Iceo = 2 mA) -Ugp) ceo > 45 > 20 > 20 v w
' Q
w
Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 3
BC157 | BC158 | BC 159 i
Transitfrequenz L
(-Ic =10mA; -Ucg =5V, f =50MHz) fr 200 200 200 MHz | 2
Kollektor-Basis-Kapazitat ‘
(~Ucgo = 10V; f =1 MH2z) Cero 4 4 4 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(-Ugpo = 0,5 V) Cepo 1" 11 11 pF
Rauschfaktor
(-Ic =0,2mA;-Uce =5V; Rg =2kQ;
f=1kHz;Af =200 Hz : F ‘ <10 ' <10 J < 4 dB
323
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VORLAUFIGE DATEN FUOR MUSTER

Die Transistoren BC 157; BC 158; BC 159 werden bei -I¢ =2mA;-Uce =5V;f = 1 kHz
nach der dynamischen Stromverstarkung hqe gruppiert und mit Ziffern bzw. Buchsta-

ben gekennzeichnet.

; BC 157 BC 158 BC 159
B Gruppe hate ha1e h21e
\ 50...100 50...100 —
VI 75...150 75...150 —
A 125...260 125, ..260 —
B 240. . .500 240, . .500 240. . .500

324

Temperaturabhangigkeit der
zuléssigen Gesamtverlustleistung

Ptot = f(T])
w BC 157, 158, 159
03
Pt
A
0,2 )
\\
0,1
\\
\
\\
9 A
0 30 100 150°C
—T
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BG 157
BG 198
BG 103

Stromverstiarkung Bnormiert = (7€)
-Uce = 5 V; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucp); -Ip = Parameter
(Emitterschaltung)

mA

20 120
[u el
~f w
G 10 08 ”
S ,55 1 w
15 100 °C o™, T /] T s 2
’ A\ e 045 =
! \ g0/ —— |

* —T 0,35

Z5°C L A = |2
L 11 60 — 025 =
) Alsscel TN /1 "
// i /| \ D’z 2
P // // &0 0T 5
05 P y 0] w
’ 20 P (U]
-1g = 0,05 mA -
e [ =
0 1L L { LI I L1l ﬂ% - §
00 02 9t 10° ' 10*mA 0 1 A é
—e g ™ =l Q
>

Kollektorstrom IC = f (URg)
-Ucep = b5V, Ty = Parameter

mA (Emitterschaltung)

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); -Ip = Parameter
mA (Emitterschaltung)

1° 1
§ -1
T K Msu 045
2 00°G | 25°C -55° . !
——F—o 4 0,0
5 j’ 8 P
| 1 0033
0,03
ik l l 6 I
1 —F 0,025
5 ] ] ,
F—f . 002
]
10° I / , 0,015 4
S —
; H=— I 001 4
—— ~/g = 0,005 MA
0 05 10V 0 1 2V
— ~Ug — e
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BG 167
BG 158
BG 153

-Ic

!

MUSTER

VORLAUFIGE DATEN FOR

.]c

326

Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)
Ty = 25 °C; -Ig = Parameter
{Emitterschaltung)

mA BC 157
120
045
100 8 04
/f,/ A0
03
50 f// / // "
. // // 0,25
L i
T
" !r A //.—-' _
..f'—-"'_"_—— 0’1
—T ~ /o= 0,05 mA
) o~ B
| Prypea00mw
( '.-'"-'-—- I
0
0 10 z0 30 L0 50V
— =l

Séttigungsspannung UCEsat = F{I¢)
B =20, Ty=25°C

mA {Emitterschaltung)

108

102

3 7

1’
5

109
5

1
0 0 02 03 0%
— ~ Ugesat

05v

Ausgangskennlinien I'¢c = f {UcE)
Ty = 25°C; -Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

mA BC 158, BC 159

120
T Toss
T 100 252 1981 g
/t/ 0,4
80 9/ o e
. - 0,3
e’ ’
60 /’/J( P 02—
P _.-——""1
50 I o e
/// __u_(]_-—-
Iy meSDUmW
20 (’/-I 2005 mA e
g =blam
(’
0
0 10 20V
" =l

Sattigungsspannung UBEsat = F{I¢)

B=20; Ty=2°C
ma (Emitterschattung)

13

dy 9

K

b = 7

10!

5

100

5

107

- =g
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BG 157
BG 158
BG 199

Temperaturabhingigkeit des
Reststromes Icpo = F{TW)
Mittel- und Streuwerte flir max.
zuldssige Sperrspannung

nA
10°

BC 157, BC 159

108

102 4

101 .

1!
0

Transitfrequenz T = F{IQ)
Mz —UCE =5V; Tu =25°C

300
h
™™
200 "
Vi
i
4
‘/
100 )
,/
P%
»
0 -8
' 5 0° s ' . 5 10imA

Temperaturabhéangigkeit

des Reststromes I[cpo = F(TU)
Mittel- und Streuwerte tlir max,
zul. Sperrspannung

A BC 158
18 . @
— w
~Ieag T =
T 10 g
= =
— =
3 A [ o
10 - . =
'II 1’1 L.

e
2 L s
10 — =
-
) <
10 = ../ o
— - (17
v o
/ —
10° =4 o
= =
g
|
10

0 50 100 150°¢ °o‘
] >

Kollektor-Basis-Kapazitat
pF “CBO = f(UCB); Tu=25°C; f=1 MHz

1
ffcso

10

~
[
\\\\
]

5 L

0

1 5 10° 5 W'V 307

— -l
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BG 167 g
BG 168 .
BG 169

e 13,541 —wm 46201 le- 36202

—»I;.rﬁtg’z [~

Gewicht etwa 0,3 g MaBe in mm

NPN-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiberstufen

EC 167, BC 168, BC 169 sind epitaktische NPN-Planar-Transistoren mit Plastik-Gehduse
T0Q-92. Die Transistoren sind besonders flir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet.

Grenzdaten BC 167 BC 168 BC 169
F.ollektor-Emitter-Spannung Uces 50 30 30 \
t.ollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 20 20 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uggo 6 5 5 v
Follektorstrom I 100 100 100 mA
Follektor-Spitzenstrom Iem 200 200 200 mA
Basisstrom Iy 10 10 10 mA
Basis-Spitzenstrom FEYY) 20 20 20 mA
Sperrschichttemperatur T; 195 125 125 °C
Lagertemperatur Te -55...+195 | -B5...+125| -B5...--125| °C
Gesamtverlustleistung

(Ty = 45°C) Piot 180 180 180 mw
Warmewiderstand

tollektorsperrschicht-Luft Reh U l < 450 < 450 < 450 | grd/w

Statische Kenndaten (T, = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung hz1e gruppiert und
it A, B, C gekennzeichnet, siche Seite 330. Bei einer Kollektor-Emittersperrspannung
von Uce = 5V und untenstehenden Kollektorstromen gelten die nachfolgenden
ctatischen Werte:

BC 167 BC 167
Fate- BC168 | BC168 | BC 168
Gruppen BC 169 BC 169
‘ A B C

IC B B B UBE UCEsat‘l) UBEsat1)
mA IC/IB IC/IB IC/IB A% \Y \
0,0 a0 150 270 0,5 —_ —
2 180 290 520 0,62(0,65...0,7) — —
20 225 350 620 0,7 —_ —
100 210 300 500 8,76 —_ —
10 20 20 20 — 0,09(<0,25) 0,7
100 20 20 20 — 0,2(<0,6) 0,9

') Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstérkung auf einen Wert von

B = 20 abgesunken ist.

328
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BC 167
B 168
BG 169

BC 167 BC 168 BC 169
Kollektor-Emitter-Reststrom
{Uces = 50 V) Teps 0,2 (<15) nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces = 30 V) Tees 0,2 (< 15) 0,2(< 15 | nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(UCES =50V; TU = 150 OC) ICES 0,2 (< 15) [J.A
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =30V; Ty =150°C)  Tegs 02 (< 15) | 0,2(<15) | A
Emitter-Basis-Sperr-
spannung (Iggo = 1A) U(BR)EBO > 6 =5 > 5 vV
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung (Icgo = 2 mA) Ugryceo | > 46 > 20 > 20 V
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

BC 167 BC 168 BC 169
Transitfrequenz (I = 10 mA;
Uee =5V, f =100 MHz) fr 300 (=>150) 300 (=150)| 300 (>150)] MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Uego = 10V f =1 MHz) Ccro 3,7 3,7 3,7 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Ugpg = 06 V; f =1 MH2z) Cero 10 10 10 pF
Rauschfaktor (I = 0,2 mA;
Uce =5V, Rg = 2KkQ;
Af = 30 Hz.. .15 kHz) F < 4 dB
Rauschfaktor (I = 0,2 mA;
Ucg=5V; Rg=2kQ; .
f=1kHz: 4 f=200Hz) F 2 (< 10} 2 (< 10) < 4 dB

324
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Prot

0,2

01

Die Transistoren BC 167, BC 168, BC 162 werden bei Iz = 2 mA; Ucg =5V f =1 kHz
nach der dynamischen Stromverstarkung hxe gruppiert und mit A, B, C, gekenn-

zeichnet,

- BC 167 BC 167

hoqe BC 168 BC 168 BC 168

Gruppen BC 169 BC 169

i A B C
M1e 2,7 (1,6...4,5) 4,5(3.2...8,5) 8,7 (6...15) kOhm
M2e 1,5 2 3 10-4
h21e 292 (125. . .260) 330 (240. . .500) 600 (450. . .900) —
h22e 18 (< 30) 30 (< 60) 60 (< 110) us

Temperaturabhéangigkeit der
zulassigen Gesamtverlustieistung
W Ftot = f(1u)

30

B N
N
_ \
I \
I \
4 50 100
R

150 °C
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BG167
BG 168
BG 169

Ausgangskennlinien

Stromverstarkung Bnormiert = f(IC)
Uce = B V; Ty = Parameter Ic = f(Ucg) I = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA
R R %O %P
g, Y AT L
n \ / //’ 08 4+~
00°¢ | % & I/ P
N / A 0,6
A nI/%
0 0ot
1, / / " /;} L1 ]
/
—
/| / — A
A4l ah 40 // -~ T o
A
05 // 74 A A7
/] / & 01
/ ’
20 L T
e 4 T5-0,05mA
P
__—‘
0 0
o o2 o' w0 w0 0 10°mA 0 10 2,0¢
—= 0 — Uge
Koliektorstrom I¢c = f (UBE) Kollektorstrom I¢ = f {UE)
Uce = 5V Ty = Parameter Uce = 5 V; Mittel- u. Streuwerte
maA (Emitterschaltung) ma (Emitterschaltung)
10? 10% Ty
; 5 Srae;
[ J 7
— Vg =5V ! /
J'C (E . !C { {
10° i T —mimamwarr| ||
5 i 10t = Strewwerrel 1 JI
— ===
1 : i
i 100°c/ 257 50, H
= L
b f ]
I u 18
1 ==t
1] .l } T T
10 1 f 5 " 1
5 i I | I
I I l ]
[ 1] / 1
10'1 ) l 107
S0 05 10V 0 05 10V 331
— Upe

—= Upe
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BG 167
BG 168
BG 169

Ausgangskennlinien
fc = f(UcE); Ip = Parameter

(Emitterschaltung)
mA
= o ]
gl / 0,045
Ve | [
" / 0,04
el ]
7 0,038
A [
6 1003 _
; .
Sl A 0025
- %
§ 002_
yall l
' |
3 0,015 —
|
- [ |
2 : 01—
. ’/' i E
1/ __1/g=0,005_
. |
0 l
] 1 YA
—Ug

Ausgangskennlinien
Ic = f{Ucg); In = Parameter

(Emitterschaltung} BC 167
mA
100 -
| ¥
/] s‘;/b
ol
: / 1
f[; a0 l(/ P — 03
/ —T
/
/
\
/| 01, L
20 [Bsn,UEmA“—
0
| 15 30 45Y

332

Ausgangskenniinien
Ic = f(Uce); Usg = Parameter

ma
5 ____________.-—--—"'"'-—-0,67-
[C V/ —T |
b
0,66
3
0,65
2 0’6";’
0,63
i
0,42
U s 061
060
059—
— = AIE
o e 055V 056 1047006 |

o 1 2 3 & 5
— Uk

Ausgangskennlinien

Ic = f(UcE); Ip = Parameter

(Emitterschaitung) BC 168, BC 169
mA

100
W Ok -
/
I 80 '// S B
T // /""”—
e
T | e
e
60 = 02
- ey

N4
i

/5=005MA

\

\

0 10 20V
— Uik
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BG 167
BG 168
BG 169

Sattigungsspannung UcEsat = F(IC)

B = 20; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)
A

102 , 3
II /,
] /
/ [ 1/
¢ ~30°C/25°C /100°C
1/
1 1 f
I10 17
=
) !
10%}-—4
1
i
S I
T
107 \
0 01 0,2 03 04V
— Uk sat
Eingangskennlinien Ig = f (Ugg)
UCE=5YV
nA (Emitterschaltung)
0,4
/g Ypp=9V
T 03
02
% 05
R

10V

Sattigungsspannung Upgsat = f (7C)
B = 20; Ty = Parameter

(Emitterschaltung)

108
5
Ie
25°C
T 10 =
5 II r
100°C #—/-50°CH
10 /
5 iE,
T 117
AN
100 / [
5 i
1
1]
107 I
0 02 0% 06 08 10 12V
- ”BEsaf
Koliektor-Basis-Kapazitat
Cego = f(Ucso)
Emitter-Basis-Kapazitat Ccpo = f (VERD)
101
5 Ceno(Ves)
6 L CosoliOV)
-_._____‘ ‘
T e “\\"'-.
10° = by
— CragfUes) S
5 I Crgol0,5V) AN
10"
5
102
107 100 10 102y 333
—Ucp ; UrB
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BG 167
BG 168
BG 169

Transitfrequenz T = f(I¢) Temperaturabhéngigkeit des
UcE =5V Reststromes I'cgo = f (TU)
Mittel- u. Streuwerte fir max.
MHz nA Zulassige Sperrspannung
400 — 10* -
5 7
- e Ie80 7
T \ T 10 1
300+ %
/ 5
i/ 4
| / N '
/ N 10° '
200 5 ara
7 4
L / 10'eLdg A
4/UCE=5V 5 .
10 |- / —#~
/] 1° /
L/ : -
ud v Miftewerf —
7’ — — Streuwert T
0= : 1 ] 10! |
10 10 10 10*mA 0 50 100 150 °¢
—/p 7
U
Rauschfaktor F = f (Rg) Rauschfaktor F f {Rg)
Uce =56; f =1 kHz Uce =5 f =10 kHz
A {Emitterschaltung) A (Emitterschaltung)
0% = I =HE * HEE = =
= V=5V 5 5808 \ Yee=5Vit
. ! i i kY = 1l
/c - v BdB ( A f_1KHZ M [c \ | \\ f 1UKHZ
4 \| N NN [N
T 103 L N 10 3dB
AY
SE n 5 1
. 7738 11N . 4 \
B TN N h N\
L [T T NN o | [17508N\ \
1 N 1 A\ ‘\
LY 5
5 \ : \ \ N
_\ A \ N
N |
101 \\ \ \ 1,75d8B \\ \ 1" \\ \ \ \ \
5 N ° NNINEETR
A
F-dBY b ‘ F-00s NN
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BG 167
BG 168
BG 169

Rauschfaktor F = f (Uce)
Ic =02mA; Rg = 2kQ; f=1kHz
Af = 200Hz; Tj = 256 °C

dB
5
F
1)
3
2
1
¢
10”7 5 100 5 10'V
— Uge
Stromabhéngigkeit der h-Parameter
Hem——Y9 _ _rioiuce=5sv
¢ he UC = 2 mA) '
102
5 Uge=5V
e
Mg
101
N N
N N
5 SN
'/]128 NONC 7
NN P
\‘k /'
07 Lt
P N
ol N
] N
—T N
208 N
107
107 5 100 5 10'mA
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Rauschfaktor F = f (f)
Uce =5V;Ic =02mA
RG = 2KQ; Tj = 25°C

dB
15
A\
10 \
\
i \
\
\
\U\
0
107 9 100 5 1CKHZ

-""-"‘—'-"bf

Spannungsabhéngigkelt der h-Parameter
he (UCE)

He = = f(Uce); Ic=
e he (UCE=5 V) {(Uce); Ic=2mA
20 T
Jo2mA 1+
‘\
fe 15 , Fate
T /7113’,..—
\ A
>
L~ f
10 /SQ\\ f2
N,
‘\\\ _—""
”229
05
UU 19 20 35\/ 335
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Bg 1M . a
BG 178 =i
Bﬂ ]79 [::Hf«w-

-~ .
25403
Gewichtetwa 0,3 g MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

PNP-Transistoren fUrNF-Vor- und Treiberstufen

BC 177, BC 178, BC 179 sind epitaktische PNP-Silizium-Pianar-Transistoren mit dem
CIN-Geh&ause 18 A 3 (TO 18). Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.
Cie Transistoren sind besonders fiir rauscharme NF-Vorstufen und Treiberstufen,
sowie als Komplementértypen zu BC 107, BC 108 und BC 109 geeignet.

Grenzdaten

BC 177 BC 178 | BC 179
Kollektor-Basis-Spannung ~Ueso 45 20 20 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uego 1 45 20 20 V
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 5 5 5 Vv
Kollektorstrom -Ic 100 100 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom —Iem 200 200 200 mA
Basisstrom I 20 20 20 mA
Soerrschichttemperatur T; 175 175 175 °C
Lagertemperatur Ts -b5...+4-175|-55...4-175|-65..4.175| °C
Gasamtverlustleistung (Tg=115°C)  Pior 300 300 300 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinu < 500 < 500 < 500 grd/W
Kollektorsperrschicht -
T-ansistorgehéduse Rihic < 200 < 200 < 200 grd/wW

Statische Kenndaten (Ty. = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung haqe gruppiert und
mit Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet, siehe Seite 338. Bei einer Kollektor-
Emitterspannung Ucg = 5 V und untenstehenden Kollektorstrémen gelten die nach-
folgenden statischen Werte.

o BC177 | BC177 | BC177 | BC 177
h1er BC178 | BC178 | BC178 | BC 178
Gruppen BC 179
\' Vi A B
Ic B B B B Use Ucesat) | Usesat)
{mA) I/l Icily Ic/Ip Ic/lg Vv \ \4
2 75 110 180 290 0,65(0,55...0,9)
10 20 20 20 20 0.1 0,7
100 20 20 20 20 0,3 0,9

') Der Transistor ist so weit (ibersteuert, daB die statische Stromverstéarkung auf einen Wert von
B = 20 abgesunken ist.

326
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BC 177
BG 178
BG 179

Kollektor-Basis-Reststrom

(-Ucgo =45 V)
Kollektor-Basis-Reststrom
~Ucgo =20V)

Kollektor-Basis-Reststrom
(~-Ucro =46 V; Ty = 150 °C)
Kollektor-Basis-Reststrom
(-Ucgo = 20V; Ty = 150°C)
Emitter-Basis-Sperrspannung
Iep =1 pA)
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung (~Icg = 2 mA)

" Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wert von

B = 20 abgesunken ist.

BC 177 BC 178 BC 179
(18
wl
~Icao 2 (< B0y nA o)
73]
i N 2 (<100)| 2(<50) | nA ;
"ICBO 2 (< 50) p..A (14
L)
i 2 (<100) | 2 (<50) | uA .
2
_I(BR)EBO >5 >5h > 5 vV :’_
<
-Uaryceo > 45 > 20 > 20 \% (m}
[17]
U]
w
o |
E- 8
-
o
o]
>

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz

(-Ic=10mA; -Ucg=5V;f=50MHz) fr

Kollekior-Basis-Kapazitat
(Uepp =10V; f =1MHz)
Emitter-Basis-Kapazitat
(-Ugso = 0,5 V)

Rauschfiaktor

(~Ic=0.2mA; ~Uce =5V; Rg=2kQ;

f =1kHz; Af = 200 Hz

BC177 | BC178 | BC179
200 200 200 MHz
-Ccgo 4 4 4 pkF
—Cggo | M 11 11 pF
< 10 < 10

-
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Die Transistoren BC177; BC 178; BC 179 werden bei -Ic = 2 mA; -Ucg =5V f = 1 kHz
nach der dynamischen Stromverstérkung hyqe gruppiert und mit Ziffern bzw, Buchsta-

hen gekennzeichnet.

h21e-Gruppe BC 177 BC 178 BC 179
l["21e h21e hlZ1e
Vv 50...100 50...100 —
VI 75...150 75...150 —
A 125. . .260 125...260 —
: B 240. . .500 240. . .500 240, , .500

Temperaturabhéngigkelt der
zuléssigen Gesamtverlustleistung

W Prot = F(TG)

Ok
’fm
04
\
\
\
02 \
\
\
\\
0 \
\
\
\
0 \
0 100
) rﬁ

200°G
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e
BG 178
BG 179

Stromverstarkung Bnormiert = F(IQ)
~Uce = 5 V; Ty = Parameter

Ausgangskennlinien
Ic = f(UCE); -Ip = Parameter

(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA
20 120
p (4
By -Ig s
- i U,B
T 100 e ___"__:____,_._ 0,55 "
s 100 5 AN, 4P 05 =
A 80 —] 04 o
/ T 036) -
0] g 03 o
h ’ V4 60 % 0% >
] A5 TN — 02 -
7 P A 3 -
it : \ W0 <
P A ’/ Y 015 a
W
0,5 LA d 0,1 L
v 20 & &
/ -lg=005mAl | o
f‘—'r - 2
0 1S 1 1 R 0 =j
07 w0 W' 10 %' 0imA 0 1 AN
— =l ™ -l | o
-
-Uce = 5 V; Ty = Parameter Ic = f{Ucg): -Ip = Parameter
mA (Emitterschaltung) mA (Emitterschaltung)
1° 17
5 -Ig
T 10 0,08
2 100° | 26°C -55° g 00k
———F / 0,0
; f—F—F I
/ 1 | | 0,035
0,08
o' / I b .
= 0,025
5 f ': I
[ [I ’, s 00z
0 0,015
0 S=i== = T
5 ] ',' 2 0,01 -
] -— 1
| | ] g = 0,005 mA
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0 05 10V 0 1 2V a3
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-]c

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

Ausgangskennlinien Ic = f (UcE)
Ty = 25 °C; ~Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

% ﬁ BC 177
045
100 04
T T L0
0 1 // Pk
e - P 0,25
o ot
e —
d 0.2
) AN e el
ey
LT
w ___,_-—-" 0,1 ]
.—""__
ol ~13=005mA
20 et
( " meaoﬁmw
: | |

!

340

0 10 20 30 L0 50V

— ~lUg

Sattigungsspannung UcCEsat = F{IC)
B =20; Tu=25°C
ma (Emitterschaltung)

1°

®

ik

i y

10"

b

1090

3

107
0 61 02 03 0&% 05V

— ~ Ugsat

T 100

Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)
Ty = 25 °C; -Ig = Parameter
{Emitterschaltung) BC 178, BC 179

mA
120
052 1051 lous
/)C/ 04
038
80 j‘/ el
/ )(/ — ¥
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60 14 at\ WS et 02—
A T 015 —
(,,w""‘ ‘_—___———‘J"‘_
40y N
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0 10 20V
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Sattigungsspannung Upgsat = f{IQ)
B=20;Tyu=25°C
mA (Emitterschaltung)
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BG 171
BG 178
BG 173

Temperaturabhangigkeit des Temperaturabhangigkeit des
Reststromes /cgo = f (TU) Reststromes Icpo = f (TU)
Mittel- und Streuwerte fiir Mittel- und Sireuwerte fGr
max. zulassige Sperrspannund max. zulassige Sperrspannung
nA BC 177, BC 179 nA BC 179
108 10° — o
’I -
- =/ y [
Tea0 IV 80 "
10* T 10 AL |35
A 1 =
4 3 A d o
0° < 10 — =
- — y i w
A ‘/’
0? e . 02 e A z
7 ~ -
el 7 d <
/
101 // 101 /] (A ]
> A I’ LLI
/l ,/I (U]
4 —
10’ 24 10° 4 n
= = =
L
-
0" 10" =
0 S0 100 150 °G 0 50 100 1B0°C o
——"'Tu —_"TU >
Transitfrequenz 7 = f{I(C) Kollektor-Basis-Kapazitat
Mz ~UCE =5V; Tu=25°C pF CcBo = f(Uca); Tu = 25 °C; 7= TMHz
300 1%
f ’fcau
20 |IZat BN 0
N <
/
R
™
[T
/ "~
100 M 5 \\"‘“--.
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.
0 0 1
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E 41°+01 B

- ‘_}! g_ !

T ™~ e i T 4

2 \®® ez

[\
Gewicht etwa 83 g /

MaBe in mm Py
—{8- g - 18,6-g2+

NPN-Transistor fiir NF-Endstufen und Schaltanwendungen

BD 109 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Leistungstransistor mit dem DIN-Ge-
h&use 9 A 2(SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile
Q62901-B16-A und Q62901-B13-C vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen, Der
Transistor ist besonders fir die Verwendung in hochwertigen NF-Endstufen und als
Leistungsschalter geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung ' Uceo 40 v
Koliektor-Basis-Spannung Ucpo 60 v
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5 \'
Basisstrom Ig 300 mA
Kollektorstrom I 3
Sperrschichttemperatur ' T; 175 °C
Lagertemperatur Te -55...-4175 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45°C; Ucg < 7V) Piot 18,5 W
Wérmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehiuse Rehic <7 | grd/W

Statische Kenndaten (T = 25 °C)

Die Transistoren BD 109 werden bei I¢ =1 A nach der statischen Stromverstarkung 8
gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

Fur folgende Arbeitspunkte gilt:

B C D
UCE - IC B B B UBE
v A Ic/lg Ic/Ip Ic/1g Vv

2 0,1 70 115 195 0,72 (< 1)

2 1 60 (30...90) |100(50...150) [170(100...300) 0,9 (<1,2)

5 2 42 70 120 1,0(< 1,4
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic =2A;B =10) UcEsat 0,45 (< 1) %
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
342
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%/// ﬁ_
1+ A=
b= % ¥
- H
c‘g %
- _t. 3-0'1 [
gostas B
- Isoliernippel fir Temp. bis200°C
Bestalibez. Q62901-B13-C

Glimmerscheibe
Bestellbez, Q62901-B16-A

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucpg = 40 V) Icao 10 (< 100)
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucso = 40 V; Tg = 150 °C) Icpo 10 (< 100)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icgo = 100 mA)
(Impulslange 200 ws; Tastverhaltnis 1) Uier) ceo > 40
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icgo = 100 pA) Uier) ceo > 60
Emitter-Basis-Sperrspannung (Izgo = 10 pA) UisryeBO >5
Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Transitfrequenz (I = 200 mA; Ucg = 10 V) fr > 30
Kollektor-Basis-Kapazitat (Ucgp = 10 V) Cceo 35 (< 70)
Schaltzeit tein <03
(e 1 A Iy & Igy=~ 50 mA) taus <15
MeBschaltung fir Schaltzeiten
-10v +20V
2009 20Q
Wpisec 509 Oszillograph

0
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BD 109

Stromverstarkung Bnormiert = f (I(C)
Uce = 2V, Tu = Parameter
(Emitterschaltung)

U r
2.2
20 !
18 e 2y
16 P
1% - ] \
7:=100°C -
e g | LN
A N
10 TN
0,8 _L // // "’/1/ ".\
| _ncop ] /, A
BIES
04 --15C £
02 '51510
0 E ’ |
100 1 - 10l 108 10% mA
— [c

Sattigungsspannung I¢ = fF{UCEsat)
B = 10; Ty = Parameter
mA (Emitterschaltung)

0% —
5
~55°C -25°C 25°C 100°C
/ 4 o b
103 // // //”/’
’IIIII : //
5 I/
W7
1
{// /
B=10
107 / /
i
5
yol

0 02 0% 06 08 0V

— Ugpsat

Ausgangskennlinien Ic = f (UcE)
Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

A
2,0 T 1 —— T
S0MA_L—rt~T"T  I35mA |
18 L= '
, ' L 30mA
L1 [/l | N ZSFA_
‘ 1 - 20mA
g me
12 15mA—
10
10mA—
08
08
) 5=5mA__
0k
0.2
0 .
0 1 y 3y
U

Séttigungsspannung I'c = f (Ustsat)
B = 10; Ty = Parameter
mA (Emitterschaltung)

10t
I °
T 7
103 i C/é
II II II
5 25°C/ ¥ £-55°C
N / /I
, / / / B=10
0 Fr
'.l' T
> i
101 l I
0 05 10 15V
—“'UBEsaf

Page 340/497



A fof

mA
200

180
160
10
120
100
80
60
4

20

20

g5

10

Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

BD 109

Ausgangskennlinien ¢ = f (UCg)
Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

Temperaturabhangigkeit des
Reststromes Jcpo =  (TG)
" Ucro = 40 V; Mittel- u. Streuwerte

. 15 .
- 20mA >
B, s \ | s
18mA .
== I | k
— 16mA P e
e t80 = =
____—-v-""'_'- [ I 4 d
1hmA— T 7
I | 103 » / _,
1,'2.]TIA___,/ = >
e | ” @
10mA — == S
e R ! 102 ‘/' "I
| ]
05mA /
\ 101 Vi
04MA 7
|
[ Jg=0,2mA
_ 1000 0 40 60 80 100 120 %0 160°C
0 10 20 30 WV -T;
——= g

Temperaturabhangigkeit der zuléssigen
Gesamtverlustleistung Ptot = f (TG}

Zulassige Impulsbelastbarkeit
gthiG = f(t); v = Parameter

Uce = Parameter W
grd
Ue=00is7V 10 e
A\ 5 . 3\ ‘ { ] 1\
\ p \ Fthas-AT=p[j]
v thdt il : AT:TJ‘G'B
AVAN 10? \ |
\\\\ St 'uloéﬂ N
fy=0.008l
15V \‘ \ - m~~ \
ANANLY N
ZFV \\ \ 1’ Ev-007 £ 1N \“ :
_\[ T - |
30V :\ \\\ ] 1=0,05 s
I T
=0 NN ey
Y N ] M
NN 10° bv=02
AN 5
3 r‘h'h
A r:] |"f=" I
—e f [
0 40 80 0 B0  200°C 7 g

—T4

5 vt wd ot 10" see 349

_+f
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05%

BF 110 —

Fe—13,54 T 66-04
Gewicht etwa 1,5 g Maie in mm

NPN-Transistor
fur Video-Endstufen in Schwarzwei-Fernsehgeréaten

BF 110 ist ein doppelt-diffundierter NPN-Silizium-Transistor in Planartechnik mit dem
DIN-Gehéduse 5 C 3 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.
Der Transistor ist zur Verwendung in Video-Endstufen bei SchwarzweiB-Fernsehgera-
ten geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung (Rge < 1 kQ) Ucer 160 v
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 160 \
Emitter-Basis-Spannung Uero 5 \%
Kollektorstrom Ic 40 mA
Emitterstrom -Ir 50 mA
Basisstrom Ig 10 mA
Sperrschichttemperatiir T; 200 °C
Lagertemperatur Ts -B5...4200 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 2,5 W

Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Ren JU = 250 grd/w
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause Ren JG =70 grd/w

Statische Kenndaten (T, = 25 °C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gilt:

Ic Uce Ig B Use
mA v mA Ic/Ip v
10 | 10 | <0,33 | > 30 | 0,71

346
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Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgs = 140V) Icgs < 100 nA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icegr = 1 mA; U@rycer | > 160 \'
Ree =1kQ)

Emitter-Basis-Sperrspannung (Iepo = 10 pA) Uegrieso | > 5 A

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Arbeitspunkt: Ic = 10 mA; Ucg=10V; f=100 MHz

Transit-Frequenz ' fr 150 MHz
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat (Ucgg = 10 V) C12e 15(<2) pF

Temperaturabhéngigkeit
der zulassigen Gesamtverlustieistung
W Prot = f(TG)

3

F fot AN

\thJG

.

0 100 200°0

—T

347
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BF 110

Stromverstarkung Bnormiert = (1) Ausgangskennlinien I¢ = 7 {UCE)
Uce = 10 V; Ty = Parameter Ip = Parameter
(Emitterschaltung)
: mA
19 8
1/' 50
7 T )
By , / P 50|
4 o
4 f B / 1’/’ """!
10 e ‘ = 2
o AN a ,
) 1000/’,20 ‘ V/ - I
1/4/ L/’i’/”‘ — Lﬂ
YU b ,/ =] 35
/// / _.--—*""11’-
" / /4 30
A/ 3 1 30__
05 ’/ . /= 25]
A LA =
“71/)/ 2 [/ e i
< /_.—--'_"'—_ ‘]51 -
' 1
Jp=iuA
0 r o ; 2 0 [ L 1
g 3 10 o 10 5 10 mA 0 5 10V
| —0 ——=Ug
Kollektorstrom Ic = 7 (UBp) Ausgangskenniinien I'c = f {Ucg)
Ty = Parameter, Uce = 10V Is = Parameter
(Emitterschaltung)
" o
240 ]
200220
] 180
/ [ /. 160
7 / I /0
A 30 £
/ / 120
10 i
f 100
5 100°G25°cff-55°s A |
] wl AL LY
I ’ /' P
{ ] /| 60
i ] > = 40
P
i f, ! 10 // /’1
I
| =
107 0
348 ) 0.5 10V 0 50 ooy
— >l —>Uge
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BE 110

Temperaturabhingigkeit des Emitter-Basis-Kapazitat
Reststromes Ices = F(TU) CeBO = f(UERD)
Uces = 140 V .
nA : <
10 10
b}
b
Jgs Ciﬁo
2
‘ 10 ”"
]
7 G0l Vepo)
Cepo( 0.5V}
10’ ,./ 10’ o
5 7 ~—
/ 5 “
10° /
d y.
/
4 4
o 10 - 0 1
0 50 100 150°C 10 5 10 5 0
=T = Ugp

KurzschluB-Rickwirkungskapazitat Transitfrequenz T = f{I(C)

10’ 150 ye
5 f1
froe T 7
100 ’
Crop(U
L 12e(ce)

. S Grzeliov)

10
- /
B
/

10 0 t 2 0 1 [} 1 L 2

10 510 5 0%V 10 5 10 5 10 5 "0"mA 349

—> U —=1
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BF 115

254203

Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm

NPN-Transistor flir universelle HF-Anwendungen

BF115 ist einepitaktischer NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistor in Planartechnik mit
dem DIN-Gehduse 18 A 4 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BF 115 ist fiir universelle HF-Anwendungen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Ucer 50%) v
Kollektor-Basis-Spannung Ueso 50 v
Emitter-Basis-Spannung Uepo 5 v
Kollektorstrom I 30 mA
Emitterstrom ~Ig 31 mA
Basisstrom Ig 1 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts -65...+175 | °C
Gesamtverlustleistung Piot 145 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Luft RenJu = 900 grd/W
Statische Kenndaten (T = 25 °C)
Flr folgende Arbeitspunkte gilt:

Uces -Ig Is B Use

i mA wA I/l V

10 1 6...21 47...166 = (0,65...0,74V

2 20 = 500 > 40 <1

') siehe Grenzkurve U(gR) CER = f(R) Seite 351

350
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BF 115

Dynamische Kenndaten (Ty == 25 °C)

Transitfrequenz (Uce = 10V ; Ic = 1 mA) fr 230 MHz
Rauschfaktor
beiUce =10V; I =1 mA;f=200kHz; Rg =300 Q F 1,5 dB

“beiUge =10V;Ice=1mA;f= 1MHz;Rg = 50Q F 3,5 dB
beiUcg =10V;Ic=1mA;f= 1MHz;Rg =300CQ F 1,2 dB
beiUcg =10V; I =1mA;f =100 MHz; Rg =100 Q F 4 dB
Mischrauschzahl
beiUce =10V, Ic =1 mA; f =200 kHz; Rg == 500 Q2 Fe 3,5 dB
beiUcg =10V;Ic =1mA;f=1MHz; Rg =500 Q Fc |. 25 dB

Arbeitspunkt: I = 1 mA; Ucg = 10V; f = 450 kHz")
g11e = 04mS |ype| =19uSY [ynel =35mS g =4uS

b11e = 007 mS @3¢ =90° @ne = 0° baze = 4,25 1S
Arbeitspunkt: <Ig = 1 mA; Ucg = 10 V; f = 100 MHz")

g11p = 33mS |yw| =2200uS  [yup| = 33mS gyp =14 S
-b11p =38mS -1 =87° @np = 150° byap = 0,95 mS

'} Abstand zwischen MeBfassung und Transistor-Gehauseboden 3 mm
) Ruckwirkungskapazitat —C12¢ = 0,65 (= 0,8) pF

Temperaturabhingigkeit Kollektor-Emitter-Sperrspannung
der zulfssigen Gesamtverlustleistung U(BR)CER = f (R)
’{’;’5’ Piot = f(T) y (Grenzkurve bei I¢ = 2mA; Tj £ 175 °C)
80
\ LI
A
Visr)ce ‘
\ T @ j_ Uker
\
100 T [,]RBT e 70 l
\ — —
\\ x
40 LN
N
\ .
50
1
Rebzw, —-51kQ
\ 2 E G)CE
\
\
0 \
0 100 200 ° 0 - p
--—b—RE bzw 1
O)GE
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BF 115

Kollektorstrom I¢ = f(Ip) Stromverstarkung 8. 8 = f(I¢)
-Uce = 2 V (Emitterschaltung) Uce = 10 V (Emitterschaltung)
mA .
30 150
L //
Eo| // 88
I /
T 0! )4 L LAt
F / 100 B(F=1kHz) A }r
_ /
I / AL
7 )
10r // 50 d
L / ' Uge=10V
i / Uog=2V
0- 0
0 02 0k / 06mA 1072 107 1° L 0% mA
— i i
_’ G
Eingangskennlinie Ig = f (UpE) Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)
UcE = 2 V {Emitterschaltung) (s = Parameter) (Emitterschaltung)
mA mA
06 30
Jo5]
i /1 o
A £
BT (Y 025
T i T ll/ / //’ ’
04 - 20 /- 02
Upg=2V // ,/
I / 015
L / L
L / 0,1
_———
02t 10 ] 0075
- L///——‘ 0,95
I —T | |
) T Jg=0,025mA-]
0 d 0
352 0 a5 10V 0 10 20V
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BF 115

Vorwirtssteilhelt y21e Rickwartssteilheit y12¢
(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
— | §z1e us |126] =—
ar 0! 102 10% mS 1° 10 10! 1°
f=1mA . 0° =z
¢ frisOMiz 7= 502+

10507@ o3 MH

o0 ZOMz 53mA 07MHz 15° _— \\\ “6\\\\\\:%"?
- N
o] | \\ 35MHz

— o ’ 100 MH
b 200MHz
UggT0V 85 Ugg 10V
fp=1..10mA
80° 75° 80° 120° 105° 90°
“Prig -— “Pre -——
Vorwiértssteilheit y21p Riickwirtsstellheit y125
(Basisschaltung) {Basisschaltung)
Yy ~—— ms 91zl
105° 90° 75°
165°
150 750
120°
135°
135°
180°
16s°
1800 j i 120°
40 20 0 20 40 ms : 105° f0° 353
1Yzl - Py -——
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Bi 118
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B#118

Frequenzabhéangigkeit des Rauschens
bei optimaler Anpassung
(Ic=1mA;UcE=10V)
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BF 167

|

13521

Gewicht etwa 0,4 g

- e - ;
T .JV =
Ly K]
25403
MaBe in mm

NPN-Transistor

fir regelbare Fernseh-ZF-Verstarkerstufen

Der BF 167 ist ein NPN-Silizium-Planar-Transistor mit dem DIN-Gehé&use 18 A 4 (TO-72).
Die Anschlisse sind vom Gehéduse elektrisch isoliert.
Der Transistor ist besonders fur regelbare Fernseh-ZF-Verstarkerstufen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung Ueso 40 \%
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 \Y
Emitter-Basis-Spannung Ueso 4 Vv
Koilekiorstrom Ic 25 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts -65...+175 | °C
Gesamtverlustleistung Piot 130 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Reyu 1 = 1000 | grd/w
Statische Kenndaten (T = 25 °C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gilt:

Uce Ic Iy 8 Use

\Y mA A IciIg v

0 | 4 | 70 (s 150) 57(>20) | 07 (<084
Basisstrom (Ugg = 2 V; ~Ig = 10 mA) Iy | =141 | mA
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BF 167

Dynamische Kenndaten (T = 25 °C)

Transitfrequenz Ucg = 10V, I¢c = 4 mA) fr 350 MHz
Rauschfaktor

(Uce =10V Ie =4 mA; Rg =100 Q; f = 35 MH2) F 3 dB
Rickwirkungskapazitat ‘

(Uce =10V; Ic =1 mA; f = 10,7 MHz) ~C12¢ 0,15 pF
Erzielbare Leistungsverstérkung

(Uce = 10V; Ic = 4 mA; f = 35 MH2) Vo opt 42 dB

Arbeitspunkt: Ucg = 10V; I = 4 mA; f = 35 MHz

§11e = 48mS | y12e|] = 37 S g20e = 30 uS

b11e = 10 mS P12e = -92° byse = 265 TN

Ci1e = 46 pF |Y21e| = 05 (> 70) mS Coe = 1,2 pF
@ne = -23°

Betriebsdaten als ZF-Verstarker in untenstehender Schaltung
(1. ZF-Stufe mit automatischer Verstarkungsregelung, f = 35 MHz)

3pF
33pF
B2pF
= L% 0s6uH
B2pF
Leistungsverstarkung (I¢ = 4 mA) Vv, 26 dB
Regelbereich 4v, 60 dB
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W

Kollektorstrom Ausgangskennlinien
[c="f({B); UCE =10V Ic= f{UcE); Is = Parameter
mA mA
30 (D7 =417 nefshnnbX efsezimEnyd
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0 ) 1 2 3 gnuttegad yabnaralansinu n%gtaméme\&g‘-tﬁ zls nsigbadeirvtadyy
(sHMRBE = 1 gnuisgoegnuhisiataV wadozitemolus Hrm-stodds b
Eingangskennlinie ; o Transitfrequenz
Ip = f(UBE); Ucri= 10%!“’ eefT = IO UCE =38 V
mA wﬂ*‘-L E L T =it
5 e ! 1 5 : =
. 4 éz:;zzr ot et T
Gy B e
1, .,_,‘Equ §fe 5 o ‘; ‘:’ H
Fialy e S
b 9l I o= L—g‘"i ot
’ T o 305
T 108
3
5
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BF 173

Gewicht etwa 0,4 g

B EC
] & yV ey
Gehiuse !
|
25403
MaBe in mm

NPN-Transistor

fur nichtgeregelte Fernseh-ZF-Verstarkerstufen

BF 173 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistor in Planariechnik
mit dem DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehéause elektrisch

isoliert.

Der Transistor ist besonders fur nichtgeregelte Fernseh-ZF-Verstarkerstufen geeignet.

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 40 v
KolIektor-Emitter-Span‘nung Uceo 25 A
Emitter-Basis-Spannung Ueso 4 \%
Kollektorstrom I 25 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts -65...+175 | °C
Gasamtverlustleistung Piot 260 mwW
Wérmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft
(chne Kiihischelle) Rinsu = 650 grd/W
(mit Kihischelle) Renju =< 500 grd/W
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gibt:

Uce Ie Is B Use

v mA BA Icllg Vv

10 | 7 | 80 (= 185) 88(>38) | 074(<09
Basisstrom (Ucg = 2 V; -Ig = 20 mA) Iy ] =13 I mA

360

Page 356/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

BF 173

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 5 mA)
Rickwirkungskapazitat

(Uce =10V; Ic =1mA: f=10,7 MHz)
Erzielbare Leistungsverstarkung

(Ucg =10V; Ic =T mA; f = 35 MH2)

Arbeitspunkt: Ugg = 10V I¢ = 7mA; f = 35 MHz

g11e = 45mS [y12¢] = 55 pS

bi1e = 10 mS P12 = -94°

C11e = 45pF ly21e| = 145 (= 115) mS
P21e = —22°

fT 550
—C12e 0,23

Voopt | 425

§22e = 65 uS
brre = 460 uS
Cre = 2,1 pF

MHz

pF

dB

Betriebsdaten als ZF-Verstérker (Abgleich der Schwingkreise auf 37 MHz) in unten-

stehender Schaltung.

22pF AATIE
topF  68pF . 120pF
9Tk
Rg 500 820Q B’ZPF=I_?PF []EL
27k
O8uH 0.25uH T7uH |13
& _ - _ . & <+
i
o
Leistungsverstarkung
(Ucg =166 V; Ic = 7,2 mA; f = 36,4 MHz) Vo 26 dB
Ausgangsspannung
Uce = 16,6 V; Ic = 7,2 mA; f = 36,4 MHz) Ua 17(>87 |V
) Spannung am 2,7-kQ-Lastwiderstand bei 30% Synchronimpuls-Stauchung
361
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BR

362

Kollektorstrom
Ic = f(Ip); UCE =10V
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=
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Unterer Streuwert der Temperaturabhfngigkeit der

KolIektor-Emltter-Sperrspann ng N zula igen Gesamtv%!ustl
U(BR) CER =  (REYP TLHTZIDN BebiV 10t nsiot Eeﬁ sigm SOSNDOH- VTN

‘g’IC—QmA RE=1kQ

UBRICER | =l earbd s T 18] il
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40 f i

N TSR TR T
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BF 177
BF 178

Gewichtetwa1,5g

- Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

NPN-Hochfrequenz-Transistoren fiir Video-Endstufen

BF 177 und BF 178; sind epitaktische NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren in
Planar-Technik mit dem DIN-Geh&ause 5 C 3 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehé&use

eiektrisch verbunden.

BF 177: Zum Einsatz in der Video-Endstufe von Fernsehgeriten mit kleiner Bildrdhre,
sowie im Referenzoszillator von Farbfernsehgeraten.

BF 178: Zum Einsatz in der Video-Endstufe von Schwarzweil3-Fernsehgeraten.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung

(Rpe < 1 k(2)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Easisstrom

Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung (Tg = 100 °C)
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C)

Warmewiderstand

Follektorsperrschicht — Luft
Follektorsperrschicht —Transistor-
¢ehause

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Gleichstromverstarkung:

(Jeg =10V Ic = 15 mA)

(Jcg =20V Ie = 30 mA)
Koliektor-Emitter-Spannung

(Ic = 4 mA; Rg =1 kQ; Rg = 100 Q)
Kollektor-Basis-Strom (Ucgs == 100 V)
Kollektor-Basis-Strom (Ucgs = 160 V)

Emitter-Basis-Spannung (Igpo = 100 pA)

g.61
(o)

BF 177 BF 178
Ucer 100 160 Vv
Ucgs 100 160 \
Uepo 5 5 v
Ir 40 50 mA
Ig 10 10 mA
T 175 175 °C
Ts -55...+175 | -65...4+175 | °C
Piot 0.6 w
Renju = 220 220 grd/W
Renic = 45 45 grd/W
BF 177 BF 178
B > 20
B > 20
Ucer 100 > 160 Vv
ICBS < 200 nA
Ieps < 200 nA
Ueso > 5 > 5 v
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BF 177
BF 178

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF 177 BF 178

Transitfrequenz
(Uce =20V; Ic =10 mA; f = 100 MH2) fr 120 120 MHz
Rickwirkungskapazitét
Uce =20V; Ic =1 mA; f =1 MHz) -C12e 1,5 13 pF
Ruckwirkungs-Zeitkonstante
Uge =20V;Ic =10 mA; f = 2,5 MHz res' Cp'c = 100 <100 ps
Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung UcEsat 10 V)
(¢ =15 mA; T; =150 °C; f = 0,5 MHz:
RL =4 kQ)
Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-
Séattigungsspannung Ucesat 15 v
(Ic =30mA; T; =150°C; f = 0,5 MHz;
RL =4 k)

}ist die Kol[ektorspann_ung, bei der die Verstarkung entlang der Lastgeraden auf 80%
abgesunken ist. :

Temperaturabhangigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustleistung
Ptot = f(T) Reh = Parameter

W
0
BF 178
15 \\
\
y
10 \\
\
BF1T7TT I\
05 \\ \
' N Fau \Pings__|
\\
\\
\\\ \
0 N o
0 100 200°0
— T 364
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A
[

Gewicht etwa 1,5 MaBe in mm

NPN-Silizium HF-Transistor fir Farbdifferenzsignal-Endstufen

von Farbfernsehgeraten ) _
OBYPRE D WD HE ; (0728 == 7} fistnhanod siozimsnyd

BF 179 A, BF 179 B! und BF 1790 smd doppelt diffundierte NPN-SiliziurfizanariTrén!
sistdrdn mit déh DIN-Gekduse 5C3 (TO89). DerKoliektor st it demBehadse- ok
trisch verbunden, Die Transistoren sind besonders zum Einsats! fifr Farbdifferenzsis
gnal¥Endstuferé-in Farbferfisehempfangem geeignét! bieTransrsf@renﬁFi?QAw‘BH‘?QB
und BF’ 179 C konnen wie folgt verwe_ndet werden. fnatanostal.o e

e i ¥
Vg \.‘.! : \.’v; c;, - A\-_‘;*.r m'\}‘ nr ..\. o

N . S !
L : . g T

Grenzdaten f . Kanal | (G-Y)|~¢ (R=Y) 3] - (B-¥)m

' : - Typ BF179 A| BF179B
Kollektor-Emitter-Spannung .. A
(Foe <1KQ)  Ucer | 160:;0000 805 me oo
Kollektor-Emitter- Spannung Uces 160 220
Emitter-Basis-Spannung " Ugro 5 5
Kollektorstrom ~gnsvapiir e cndfrs oofoBBe, o] B0 o o e B0 Lo AL
Basisstrom ) I | 10 10 10 - LAy e
S»errschichttemperatur T; 175 175 175 °C
Lagertemperatur Te -65...4+175| ~65... —}—175 -55 +175 °C
Gesamtverlustleistung wpn HefoirniodmulienosT
siehe Diagramm Prot 1,7 17700 0 ST SN
P. ot = f(T) Seite 367 AT T e gy
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu =220 = 220 = 9207 g,_rdjW
Kollektorsperrschicht - | ; T
Transistorgehause Reinic <45 | =45 - | ’,-,,§45 : grd/Ww
Statische Kenndaten (Ty=25 °C) BF179A| BF179B [BF179C|
Kollektor-Emitter-Spannung SRR (] SR R
(g =4 mA;Rg = 1KkQ; SO A S
Re = 100 Q) Ucer >160 | >220 >950 |V L~
Emitter-Basis-Spannung . S A R SO D
(Iego = 100 pA) Uggo =5 >5 i | >5 7V
Koilektor-Basis-Strom e R
(Ucas = 160 V) Icps < 200 ‘<-20f - | "<200 | DA -
Gleichstromverstérkung DR SRt B o
(e =15 mA; Ucgs = 10 V) B > 20 3 Tl > 20
336 _ " v
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- . AN
mon oy el sl

P o . 25 b b P,
foroiziznsi-Ensu o oMY

Dvmmrsche.Kenndat’en{Tuw% °c) ;BF msAg +-BF . m {BFﬂgc |

'I’rans@réqﬁém: Seto Iy UL TR B AT aegnty o] i :
(Ic = 10 mA; UCE _.20\/ . RERE BN PR R
£-=.100.MHz). ... SRETIRPINEST | SR SHh 1O PR |- 0. s MHE
.Ruckwlrkungskapaatat b i ‘

(Ic =1 mA; UCE—QOV
f =1 MHz) . G | 13
Riickwirkungszeitkonstante -~ == 7 FF {riE0 R
(Ic =10mA; Ucgg =20 V;
f=2,5MHz) rep’ Cp'el < 100 < 100 < 100 ps
Hochfrequenz-Kollektor-

Emitter- Sattlg,u g%spannung? }’_._1
(¢ = 20 mA]T; ="150°C; . A
f= 05 MHz: RL 10 k() ; .chsat'@_ L 20 20 veonpafes 00T VO

A e

abdbsunken ist.

Temperatu rabhang;gke:t der

zuIas,sngen .Gesamtueriust[elsiung

Ptot = f(T) Rth —P‘arameter B
w L h o . TeeomE [ R PR E N
20

Prot

T 15 \

220V

—_
ot

50V T 1\
0
\

/3
r

\
U \Rinas
sl 11

4
]

0 100 : 2007

S67
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BF 184
BF 185

0,45¢
e

::1

92-03

4 7%005

Gehduse

Gewichtetwa 0,4 g M

55-015

254+03
aBe in mm

NPN-Hochfrequenz-Transistoren

BF 184, BF 185 sind epitaktische NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren in Planar-
Technik mit dem DIN-Gehause 18 A 4 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehause

elekirisch isoliert.

BF 184: Zum Einsatz in Vor- und Mischstufen im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich
in AM- und FM-ZF-Verstarkern in Rundfunkempfangern, sowie in Ton-ZF-Ver-

starkern in Fernsehgeraten.

BF 185: Zum Einsatz in Vor- und Mischstufen bis in den UKW-Bereich.

Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Sesamtverlustleistung (Ty = 45 °C)

Warmewiderstand

Rollektorsperrschicht ~ Luft

368

BF 184 BF 185

Uceo 30 30 v
Uceo 20 20 \
Ueso 5 5 v

I 30 30 mA
I 1 1 mA

T; 175 175 °C

Ts -65...+175 | -65...4+175 | °C
Piot 145 145 mwW

Rensu = 900 < 900 | grd/w
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BF 184
BF 185

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF 184 BF 185
Gleichstromverstarkung: . '

(Uce =10V, Ic =1 mA) B 115(75...750) | 67(34...140)
Basisstrom:

(Uce =10V; Ic = 1 mA) Ip 1,3...135 7...30 @A
Basis-Emitterspannung:" |

(Uee =10V; Ic =1 mA) Uge 0,65...074 | 065...074 |V
(Ueg =2 V;Ic =20 mA) Ugge =1 =1 v

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transitfrequenz:

(Uce = 10V; Ic =1 mA) fr 300 220 MHz
Mischrauschzahl: (Ucg = 10 V;
Ic =1 mA; f=200kHz; Rg =167Q) F¢ 3 dB
(Uce =10V; Ig =1 mA; _
f=1MHz; Rg =83Q) Fe 2 dB
Rauschzaht: (Ucg = 10 V;
Ie=1mA;f=200kHz; Rg =200Q) F 2 dB
(Uceg = 10V; Ic =1 mA;
f=1MHz;Rg=50Q) ., F 3,5 dB
Uee =10V, Ic =1 mA;
f =100 MHz; Rg = 100 Q) F 4,0 dB
RUckwirkungskapazitat (Uce = 10V,
Ic =1 mA; f =450 kHz) ~C1ze 065(=09 | 065(=09) | pF
1) AUBE/AT °C &~ -1,7 mV/grd

369
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B
#F

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

BF 184. V|er%ci>§g€;ql3en gemegsen bei pinem Abstand.-von 3 mr. zxvu}s QQDQM@J%HQ

- und xans:storgehauseboden' - i e et 25
Arbeltspggk.’c‘.u@é;g 10 Ic~==«1 mA; f = 450 kHz) e ;!. o e
H1e =03 mS a2 = 1.8 s ly21¢] = 35 ms. gzze__:,

Mg =65uS, . . 1. =907 4 Pre =0 . by = 4 o5 sLS
e =23pF " ' = W a?‘?_eJ = 1 5 DF
Uge =10V, Ic = 1\mA f =107 MHz: B N
gr1e =0BEMS Ty = Mps = fynd =35mS “ gne L5655 rxS
M1e =1,55mS _9’”12e = 90° ‘ e —q921e = §° - “byre R [0s2 pLS
“11e = 23 pF ‘ Cpe =15pF
Ucg =10V, Ic = 1 mA, f = 35 MHz: o S
Me = 0,856 mS |y12&] = 140 p_S IYZTEI =3 mS ‘1‘jf.’i.;-:;-~:‘egiie.:,nﬂaa &S_,f ‘
b1e = 4,2mS ~@P12¢ = 90° ~P21e = 16° be _=.330uS
CH-Q‘ZFT 19 pF Al St s C22e = JlB l]'.

L E ]

BF 285 VnerpolgroBen gemessen bei emem, ‘Abstand von 3 mm zwrschen Merassung

und Transistorgehduseboden: A B
Arbertspunkt (Uce =10 V; Ic =" mA f= 450 kHz) R LR L
g11e =05mS  |y2 = 1,8 S ly21el = 35 mS T tEye =4pS
br1e=T75pS 5 2 =90° gt =0° obne 42508
C A1e =27 pF 7 ] o Cizé Vet 1:;5.‘.3[:7";
Ueg 210V, Ic = TmA, f = 10,7 MHz: R
5'116.1.; = 0,55 mS SR |y1 2e| = 44 {J.S - |y21 el = 35 ms - ‘3226 v 4r5[1-3
t119¢ =1,85mS ~P12e = N° ~¢ne =5 bpe =100uS
Cre=21pF e gy 2B
Ug = 10V Ic = 1 mA f‘_ 35 MHz T I s O
f117e =1,1mS |y12¢| = 140 ®S ly21¢l = 34 mS 822¢ =5uS
t11e = 4,85 mS @12 = 90° -@r1e = 16° byye =330 uS
C11e = 22 pF Ce =15pF
Uegg =10V, Ic =1 mA; f =100 MHz:
£117e =6 mS ly12¢| = 380 uS ly21e| =33 mS g22¢ =12uS
t11e = 13,2 mS ~P12e = 95° —P21e = 30° be =0,95mS
C11e = 21 pF Cpe =15pF
Ueg =10V; -Ig = 1 mA; f = 100 MHz:
g1p =33 mS ly128] = 220 S ly216| = 33 mS gy =12pS
-b11p = 3,5 mS -p12p = 87° @np = 150° byp = 0,95 mS
-C11p = 5,5 pF cive T -Caope = LupF
£70
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BB 186
BB {88

Temperaturabhéngigkeit der Unterer Streuwert dher
zulbmsigan-Gesamividriustisistung: A Kollektdr-EmittenBpérrepanmwng . ~
Ptot = f(TU) rwremsnd - gl U(BRy CER = f (RB) erer sasSt o
BT RE BF 184; BF 185 IEBE=TImA, RE = 1kQ; Tj £ 175°C
v BT BF 184; BF 185

s B PN [ P _.'_ _ OSSR duan ) 40 -4 m

me B R S e s B St I N o U(BR)GER : Lk JL 2 L) : N R -

[ 2

L. -
i . ¥ S
| BE
< 30 —4 _ = :
e . . N I .. 5
> — - -~
T s L
Pt
\ fp.!
o - - .

g, e

L
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BF 184
BF 185

Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)

Ausgangskennlinien I¢c = f(Ucg)
Ig = Parameter

/B = Parameter

BF 184 BF 185
mA mA ‘
20 20
I
5| T 1754 15 pall 200
i Lt // —
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/"‘ | et
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B —Ue

Ausgangskennlinien I¢c = f (Ucg)
I3 = Parameter

Ausgangskennlinien I¢ = f (Ucg)
I3 = Parameter
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BF 184
BF 185

Stromverstérkuﬁg B = f(I¢) Stromverstirkung 8 = f{I¢}
Uce =10V UCE =10V
BF 184 : BF 185
200 100
8 8
i I
80
150 //
"‘ “/
4 50 f
/ "/ / UCE -1UV
,
100 g K
It // UCE =1DV /f
» A
50
20
0 0
LR I A L 0 W 0wt wtmA
—Ig —=1I
Freguenzabhangigkeit des Rauschens
Kollektorstrom I¢ = f (/) F = f {f) bei optimaler Anpassung
Uce =2V; Ty =25°C (UCe = 10 V; IC = 1 mA; Ty = 25 °C)
30 : 4 8
I £ p
A ; A g
g T
s
3 4
Upe=2V Yee=10V
0 )4 /g =1mA
// ) /
/ 9 9/ 4
7 /11
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MaBe in mm

NPNzHochfrequenz-Transistoren
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Yy o= & ppudisizievmond
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BF 194 und BF 195 sind epltaktlsche NPN Silizium- Hochfrequenz -Transistoren in Planar

Technik mlt Plastik- Gehause,

BF194 ;urm Emsa‘tz in AM /FM-ZF Verstarker sowie fur Emgangsstufen im Kurz-

5M|’rtel Jgnd Langwel[enberelch

BF 195 Zum Equtz in Vor . MlSCh und Oszniatorstufen bl,,s m den UKW Berelch

Grenzdaten . .
Kollektor Basss Spannung
Kolektor- Emltter-Spannung

Emitter-Basis- Spannung '
Kollektorstrom s

Soerrschlchﬁempefétur .

Lagertemperatur
Gosamtverlustlelstung (Tu = 45 °C)

L

":"/\‘Véi‘rmgyg iderstand
- Kollektarspereschicht v Luft...cn

374

f‘, e -’!\1 e e e S

BF 194 BF1*95“» [
Uceo 20 S 20 Vi
UEBO 5 5 s RS ,v__j..‘...."vs..
Ic 30 30 U mA
Ty 126 | 1256 . |°C
Ts ~85...+125 | -B5.,.4+125|°C
Piot 160 160 .. . |l mw
Ry | =450 | =450 | ard/w
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=

— 42— 12 |

* RastermaB

Statische Kenndaten (Ty = 25°C) [ BF 194 7, nohsBF196 uroa syl

Basis-Emitterspannung ) e m
(UCB =10V; _IE =1 mA) UBE 0,7 0,7 el A

o " Sl Lt~

Basis-Emitterspannung Chin [ ooabe )y DD osg o gn0 SRTRIN E T 2
U= 10Vilg =tmAL. . 2.7 Use 1. 0650074 L 065...074 4N ..
(UGE=‘ 2’V:%I§ = 20 mA) FIRAS T 'y BE .| S 1} Tk ;5“1 v
Gleichstromverstirkung RN S

(QC&:‘ 10 Vv_AE == 1 mA). R o «{B s olew 115&7:4'r: NI Qj TR N T

LSO \:‘ wan P Sam R T

o,

Dynamlsche Kenndaten (Tu =25 °C} o Doy Iem R el DD e

1T4:an§|tfrequenz oo A ~
(UCB =10 V; "IE = 1 mA) fr 300 220 MHz

Mischrauschzahl o
Ueg = 10V; -Ig = 1 mA; ‘ FOT

Rauschzahl A e DT e ey
Uép,=10V; I =1t mA; . - ST Dre tG o Len b RS e
f=1MHz; Rg=50Q) .. ..n B S IR U RLIR . .} dB
(UCB 10V /—IE = TmA; SRS T

[
5 .

i

Ruckwnrkungskapaznta‘t o
(Ueg= 10 V;~Ig =1 mA;f = 450 kHz) -Cie | 1

B85
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BF 194
BF 195

Dynamische Kenndaten (T = 256 °C)

BF 194

VierpolgréBen

Arbeitspunkt: (Ugg

f=450kHz: g1 = 0,3 mS
b11e
C11e = 25 pF

f=10,7MHz: g4 = 0,45 mS
b11e = 1,7 mS
C11e = 25 pF

F=35MHz: gi1e = 0,85 mS
b11e = 4,2 mS
C11e = 19 pF

B8F 195

VierpolgréBen

Arbeitspunkt: (Ugg =

=450 kHz:  g11e = 0,4 mS
b11e = 0,07 mS
C11e = 25 pF

T =10,7 MHz! g11. = 0,55 mS
b11e = 1,95 mS
C11e = 29 ]DF

=38 MHz: g11e =1,1mS
b11e = 4,85 mS
C11e = 92 pF

I'=100 MHz: g1 =6mS
b11e = 13,8 mS
C11e = 22 pF
g11p =33 mS

-b11p = 5,6 mS
-C11p = 9 pF
o716

=10 V;-Ig =1 mA)

y12¢| = 2.7 pS

=0,07mS -@q3, = 90°

y12¢| = 65 1S
~@12¢ = 90°
|Y12e| == 185 uS
—p12e = 100°

10V; -Ir = 1 mA)

[y12¢] = 2,7 S
-P12¢ = N0°
|y12¢| = 65 S
—P12e = 90°
V12| = 185 uS
~p12e = 100°
ly12¢| = 0,50 mS
-@12e = 115°
|ya26| = 480 pS
~p12p = 92°

I)Q‘Iel = 35 mS
“Prre = o°
]y21e| =35m3
~p21e =5°
[y21e| = 35 m3S
-pr1e = 15°
|Y21e| = 35 mS
—@21e = 0°
|YZ1e| =35 m3
—Prle = 5°
. |YZ1e| =35 mS
PHe = 15°
|Y2'Ie| =31 mS
—pae = 30°
ly21s] = 31 mS
~g21p = 150°
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BF 194
BF195

Temperaturabhéngigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustieistung

Ptor = £ (T}
W
020
Py
0,8
0,10
0,05 \
0

0 50 100 160G

_..Tu
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4|
sab HadpipnEddoutsiggrre T
pouizistlauitovimesed pepieaiilus
Transistorquartett fiir eisenlose Endstufen. LT3 = o

Q 610 ist ein Transistor-Quartett, bestehend aus je 2 Transistoran AT 127 Und AT 152
Es ist fir NF-Verstarker mit Vor-, Treiber- und elsenloser Kompiementar-Endstufe bs i
1,2 W geeignet. IR i .
Die Transistoren sind aufgrund der aufgestempelten Zlffern 1 4 fur dle N

Stufen wie folgt vorgesehen: e R e ;"—" ~- -
1 (AC 127) Vorstufe BRIy AR

2 (AC 152) Treiberstufe
3 (AC 152) Endstufe
4 (AC 127) Endstufe

Schaltvorschiag fur einen NF-Verstarker mit dem Quartetime‘“,[L T

Versorgungsspannung VA 8 - oy ; y -
Lautsprecherimpedanz Zﬂ”ﬁ’"‘a‘ o
max. Umgebungstemperatur Tuw_‘f; G

+—o-gv
780
== 500F
o-QV

W 378
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0610

Fir die nebenstehende Schaltung gelten folgende Werte:

max. Ausgangsleistung (f = 1 kHz, k = 10%) P2 max 1,2 w
Frequenzgang (-3 dB) fu 70 Hz
: fo 8 kHz

Dieser Frequenzbereich kann durch Anderung der frequenzabhéngigen Gegenkopp-
lung (hier C = 10 nF) erweitert werden. Dadurch erhdht sich allerdings der Klirr-
faktor bei hohen Frequenzen.

Klirrfaktor

bei f =01 kHz; P, = 1 W k 6,5 A

beif=1 kHz;P, =1W k 4 %

beif=8 kHz;Pa=1W k 4,6 %

Eingangsempfindlichkeit

firf=1 kHz;P,=1W U, 29 my

firf=1 kHz;P, =005 W : Ue 4 mv

Signal-Rausch-Abstand - | &5 | dB
379

Page 375/497




Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

Page 376/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

- 3.2. Integrierte
Halbleiterschaltungen
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Typeniibersicht: Integrierte Halblelterschaltungen

i ., Gesamistrom fur P vWérme- SN
1%33@5‘59\{ 18kbudbaae 1o (prstdmrinkiadeicinH ﬁhwng;&fm

Typ spannung Schaltungen frequenz stand Gehéuse
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iJ'L_;J!L ~y .lli MR T4 'h.J Q.;

TAAANRL ~hbauBasyis)lnaid no. dboshBaia fos A88n o225 13‘39* abds
TAA 131 5 1,2 1,3 20 600  |Miniatur PI

TAA 141 5 1,2 1.3 20 500 TO—?QHM 1392
Vo Vol el
i
2% 07...0 T
DA oer i :
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7+ 66 204

TARTT1

Gewichtetwa 1,1 g MaBe in mm

Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger Verstarker

TAA 111 ist ein dreistufiger linearer Verstérker (3 Transistoren und 5 Widersténde) in
‘ntegrierter, monolithischer Technik mit dem DiN-Gehduse 5C 8 (TO-77) mit sechs
ausgefihrten AnschluBenden. Der Schaltkreis ist besonders geeignet als Verstirker

flr Batteriegerate mit raumlich gedringtem Aufbau.

Das Gehause darf weder mit Masse noch mit einem anderen Potential verbunden werden.

Grenzdaten

Betriebsspannung Upatt 7
Betriebstemperatur T 0...70
Sperrschichttemperatur Tj 150
l.agertemperatur , Ts -30...+150
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 350

‘Wiarmewiderstand

System - Luft Renju < 300

384
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TAATT

Kenndaten (Ty = 25 °C)

bezogen auf die angegebene Schaltung (Ugaye = 4,5V R = 500 Q; Der Arbeitspunkt ist
mit dem Trimmpotentiometer so eingestelit, daB bei einer Ausgangswechselspannung
Uaerr = 1 V; der Klirrfaktor minimal wird).

Abgleichwiderstand

Stromaufnahme (Upaee = 4,5 V)
Stromaufnahme (Ugay = 7 V)

Spannungsverstarkung (f = 1 kHz)

Klirrfaktor (Upeff = 1 V)
Eingangswiderstand

Untere Grenzfrequenz (-3dB) 1)
Obere Grenzfrequenz (-3dB)
Gerauschspannung am Ausgang

(bewertet nach DIN 45405)

Schaltbild

200 (49...1000)

10 (< 16)
17 (< 30)
65 (> 62)
1(<3)
=3

80

150

4 (< 8)

kQ2
mA
mA
dB
%
kQ
Hz
kHz
my

Der schraffierte Bereich kennzeichnet die in monolithischer Technik ausgefiihrte Halb-
feiter-Schaltung. Die Ubrigen Schaltelemente bzw. Schaltverbindungen werden an den
ausgeflihrten AnschluBdrahten (2 . . . 8) angeschlossen. Die Werte fiir Cq, Caund C3
sind Anhaltswerte und kdnnen, z. B. bei Verwendung eines anderen Lastwiderstandes
abgeandert werden. Mit Hilfe des Trimmpotentiometers (1 MQ log) wird der Arbeits-
punkt der Schaltung eingestellt.

7
1y /f/////‘/fff///f/ff/ﬁmf

A

0ZuF

1004F = 1240 /
/l’
Gy

Y

30kQ / 39 6/
i

// : 7

g 1A
LA T

') abhéngig von der duBeren Beschaltung
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TAATTT

Spannungs#erstarkung Vy = f (Upatt);
& {f = 1 kHz, RL = Parameter)

80
60 I//,
/4
1/ Ri=500Q
!
40 TU = 25 °C
20
0
fi 2 4 B 8 0V
———Ug
Ausgangsspannung

UAeffmax = f{UBatt); f = 1 kHz,
kjes = 3%: Tu=25°C

v
30
Unefr max
20t
/|
I //
r—+ R -5008 /

0
386 ¢ 2 & ] 8 0y

Ausgangsspannung UAeffmax = f(RL)

(f = 1 kHz; kges = 3%, UBatt = 45V)

UAaﬁu;

19
| pumen=
Up eff max Vd
10
05
]
0 3 4 BKQ
—R
Spannungsverstirkung Vy = f(Ty):
(f = 1 kHz; Upatt = 4,5V, RL = 500 Q)
Ausgangsspannung UAeff max = f (TU);
(f = 1 kiHz; kges = 3%;: UBatt = 45V,
a8 RL = 500 Q)
30 V
15
Wi
Y -
T 60
// \\ 10
U eff max
40 N
05
20
0 0
-b0 0 50 100 160G
—= 1y
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TARTTY

Klirrfaktor Spannungsverstirkung
k= f(UA) Vi == f (f)
% a8
3

)

50

40

30

l 20

g 10

60— IS
|
|
|
|
I
|
i
|
I
|
I
|
I
|
1
|
+

|
0 02 0,4. 06 08 10 12V 102 10° 104 108 0% Hz
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TAA 121

. »171-1*

Gewicht etwa 1,1 MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger Verstarker

TAA 121 ist ein dreistufiger linearer Verstarker (3 Transistoren, 4 Widerstande) in inte-
grierter, monolithischer Technik mit dem DIN-Geh&use 5 C 8 (TO-77), mit sechs ausge-
fihrten AnschluBenden. Der Schaltkreis ist besonders geeignet als Verstarker fir
Batteriegerate mit rdumlich gedrangtem Aufbau, Das Gehause darf weder mit Masse

noch mit einem anderen Potential verbunden werden.

Grenzdaten

Betriebsspannung Ugatt =7
Betriebstemperatur T 0...70
Sperrschichttemperatur T; 150
Lagertemperatur Ts -30...4+150
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 350

Warmewiderstand
System - Luft Rensu = 300

388
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TAA12]

Kenndaten (T, = 25 °C)

bezogen auf die angegebene Schaltung (Uga =45 V; R = 500 Q; der Arbeitspunkt ist
mit dem Trimmpotentiometer Rpor so eingestellt, daB bei einer Ausgangswechsel-
spannung Uaerr = 1 V der Klirrfaktor minimal wird).

Abgleichwiderstand Rpot 300 kQ
Stromaufnahme Iges 8 mA
Spannungsverstarkung (f = 1 kHz) Vy 74 dB
Klirrfaktor (Upefs =1 V; f = 1 kHz) k 1 %
Eingangswiderstand Re =3 kQ
Untere Grenzfrequenz") fu 80 Hz
Obere Grenzfrequenz fo 150 kHz
Schaltbild

Der schraffierte Bereich kennzeichnet die in monolithischer Technik ausgefiihrie Halb-
leiter-Schaltung. Die Gbrigen Schaltelemente bzw. Schaltverbindungen werden an den
ausgefihrten AnschluBdrahten {2...8) angeschlossen. Die Werte fiir C1 und C; sind
Anhaltswerte, Mit Hilfe des Trimmpotentiometers Ry wird der Arbeitspunkt der Schal-
tung eingestellt. ’

7
.r]!a’, 4 % /a,“ > © +{/gatt
100uF == Iy §56Q % Yo R
[~ / /I 6
01 / ©
3 % 7 %%
A3 7 V
“90,2 uF u‘ “ / Cy==10F
/// / s T
LS L i °”
Iy abhangig von der auBeren Beschaltung
389
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A

1

i _Farbpunkt

035%0,1

5 —
< | @ =
{ i

Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger Verstarker

L—2,7—*<~——— 5 h—l

Gewicht 0,02 g

MaBe in mm

TAA 131 ist ein dreistufiger linearer Verstarker (3 Transistoren, 2 Widerstande) in inte-
grierter, monolithischer Technik in Miniaturausfiihrung mit Kunststoffumhillung. Der
Schaltkreis ist besonders geeignet als Verstarker in Horhilfegeriaten bei kleinstem raums-

lichen Aufbau,

Grenzdaten bezogen auf die angegebene Betriebsschaltung

Betriebsspannung Ugatt 5 v
Kollektorstrom der Endstufe I 10 mA
Sperrschichttemperatur Tj 125 °C
Lagertemperatur Ts -30...+125 | °C
Gesamtverlustleistung (T = 95 °C) Piot 50 mw
Warmewiderstand
System - Luft Renju | = 600 | grd/w
Kenndaten (T;; = 25 °C)
{bezogen auf die angegebene Schaltung; Upaty = 1,3 Vi R = 500 Q;
Strom I mit dem Potentiometer Rpot auf 0,75 mA eingestellt).
Abgleichwiderstand Root  |400(40...1000)| k2
Stromaufnahme (Ugay = 1,3 V) Tges < 1,2 mA
Spannungsverstarkung (f = 1 kHz) Vy 57 (> 50) dB
Klirrfaktor (Uaefr = 0,1 V; f = 1 kHz) k 2 <10 %
Untere Grenzfrequenz?!) fu < 40 Hz
Obere Grenzfrequenz fo > 20 kHz
Serauschspannung (auf den Eingang bezogen;
nach DIN 45405 bewertet) Ur <5 Y
- . C 2 1 kR
Schaltbild If// YOI OD OIS /71{“ | © +/patt
5500 $5kg 2 A
/ / / :
N AT
" / ‘b‘ 7 " == 10pF
\20ksz V , b
5kQ % 3
0 “F'f 7777777707772 ° o
o,

'y abhangig von der duBeren Beschaltung
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TAA131

Spannungsverstirkung Vy = f (Upatt)
RL =500 0Q; f=1KkHz

Arbeitspunkt bei Upgatt = 1,3 V auf

I2 = 0,75 mA einmalig eingestellt

-l-____“-‘-

0

¢ 1 2 3 h 9V

)
08

Unetrmax

07
05
05
04
03

02

0)

?

™ Upatt

Ausgangsspannung UAeffmax = f(I2)
(UBatt = 1,3 V; RL = 500 Q;
f=1kHz; k = 10%)

0 05 10 15 mA

_._...]2
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Spannungsverstarkung Vy = f(Z.)
(UBatt = 1,3 V; I2 = 0,76 mA
f= 1 kHz; RL = 500Q)

g8

80 -

70 4

60 |—{-—

50 .

40 al

30— R ]

20 - A

10 .

Spannungsverstirkung vV, = f(I2)
(UBatt = 1,3 V; RL = 500 Q; f = 1 kHz)

dB
80 o

7 , [

60 _

50 ]

40 —

30 .

20 , —

10 .
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_ 045° .
TAR141 — %
B

13521 >l 52 gpm

254:+03
MaBe inmm  Gewicht e_twa 049

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

Integrierte Halbleiterschaltung, dreistufiger Verstarker

TAA 141 ist ein dreistufiger linearer Verstarker (3 Transistoren, 2 Widerstinde) in inte-
qgrierter, monolithischer Technik mit dem DIN-Geh&use 18 A4(T0O-72). Der Schaltkreis ist
hesonders geeignet als Verstarker fir Batteriegeréate mit raumlich gedrangtem Aufbau.

Grenzdaten
bezogen auf die angegebene Betriebsschaltung

Betriebsspannung Ugatt 5 v
Kollektorstrom der Endstufe I 10 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts -30...+125 | °C
Gesamiverlustleistung (Ty = 95 °C) Piot 50 mw

Wéarmewiderstand
System - Luft Rensu | < 500 | grd/w

392
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TAA141

Kenndaten

(bezogen auf die angegebene Schaltung; Upaiy = 1,3 V; R = 500 Q; Strom I) mit dem
Potenticmeter auf 0,75 mA eingestellt.)

A Ny
| Batt
ﬁ/a,s iQ / / i | 3

3
==10uf

5ke A

o T ° 0
T
o L .
Foot

Abgleichwiderstand Rpot 400 (40...1000) | kQ
Stromaufnahme (Upgy = 1,3 V) Tges < 1,2 mA

Spannungsverstarkung (f = 1 kHz) v, 57 (> 50) dB
Klirrfaktor (Upeff = 0,1 V; f = 1 kHz) k 2 < 10 %
Untere Grenzfrequenz') fu < 40 Hz
Obere Grenzfrequenz fo > 20 kHz
Gerauschspannung (auf den Eingang bezogen;
nach DIN 45405 bewertet) Ur <5 AY

Y abhangig von der &uBeren Beschaltung

393
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3.3. Germaniumdioden
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Typeniibersicht: Germaniumspitzendioden in Miniaturbauform

Sperr- Durchlal- Sperrstrom

Spannung | spannung UF IR
Anwendung Typ UR bei IF=10mA | bei UrR = 10V | Seite

V) v) (rA)
HF-Diode AA 113) 60 <16 =12 308
HF-Dicde AA 116" 20 <15 = 140 400
Universal-Diode AA 117 90 <19 =12 404
Universal-Diode AA 118" Q0 < 1,5 s7 406
HF-Diode AA 1199 30 < 2,2 =20 410

'y auch gepaart lieferbar (Daten beziehen sich auf die Einzeldiode)

397
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Kathode
, Rl e

max 2,6
b G415 -
* mind. Lifabstand

gepa art Gewicht max. 0,3¢g Mafle in mm

Germanium-Spitzendiode in Miniaturbauform

HF-Diode fir hochohmige Gleichrichterschaltungen,
pepaart fir Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltungen

Grenzdaten

fiir eine Umgebungstemperatur Tu | 25 60 °C
Sperrspannung Ur 60 55 v
Spitzensperrspannung URM 66 60 \")
StoBspannung Ugrs 70 70 v
Richtstrom (bei ugm) ) I, 10 4 mA
Durchia3strom Ir 25 10 mA
Spitzenstrom Iem 50 20 mA
StoBstrom Ig 100 50 mA .
Lagertemperatur Ts -65... 4100 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Vertustleistung (Ty = 45 °C) Piot 110 mw

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA) Ur 0,2 \%
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA) Ug 1,1 (< 1,6) \
DurchiaBspannung (Ir = 20 mA) Ur 14 Vv
Sperrstrom (U = 3V) In 35 pA
Sperrstrom (Ur =30V) Iq 30 (< 120) pA
Sperrstrom (Upg =60V) - Ir 180 (< 500) | pA

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Wird die HF-Spannung, f = 10,7 MHz, so variiert, daB U, von 0,75 V auf 3 V ansteigt
dann betragt die Kapazitdtsanderung der AA 113 max, 0,18 pF, im Mittel 0,08 pF.

# ¢ o)
Uy = ' E] Yo
500 pF 20kQ
o~ O
1) tay S 50 ms
398
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ARTT3
ART13

gepaan
DurchiaBkennlinie DurchlaBkennlinie
Ty=25°C Ty= 60°C
mA mA
102 102
5 5
Y
I Vi ‘
F /
'/ /! { /’ //
10" LA T 10 4 LA LA
] /,‘ /r 1’,"
5 7 ,/ 5 '“!/r
‘I ‘J 4
I/’., !%5//
{77 7yl
IAA Wi
100 Hy 100 4
i 117
5 FrT 5 1Y
AN ;’ L
.ll'.’ Mittelwert - ;I ! — Mitfelwert . -
JIY' — — Sireuwerte bei T;=25°C ,V, — — Sfreuwerte bei Ty=60°C
ot =L Ll 1071 Lt RN ENEERE!
0 05 10 15 2,0V 0 0.9 10 15 20V
—-= U —=UF
Sperrkennlinie Sperrkennlinie
Tu=25°C Ty=60°C
uA LA
108 103 i
5 5 "
N Y.
/¥
[R Il fR .’/
/ /4
102 ! T 102 A
€L I ,’ ",I
= 7
J '/, / g T ! e
/, T
7/
p'g
1 1 / 1
10 5 — 10
5 =" 5
,/
- .
: | - Mitfelwert o
— Mittelwert r apne
— — Streuwert 0EITU=25°C —— Sireuwert ﬁB/TU'BO C
100 EREE Lo 100 L R EES
100 5 10! 5 102y 10° 5 10 5 102V 499
_""UR —U R
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Kathode
0550 73 * G *

und Ieﬁ
r—-130-1 -
AA 116
641 —1
* mind. Lofabstand

gepaart Gewichtetwa 0,29  MaBe in mm

Germanium-Spitzendiode in Miniaturbauform

HF-Diode fiir niederohmige Gleichrichterschaltungen, gepaart fiir Ratiodetektor- und
Diskriminatorschaltungen in transistorisierten Rundfunk- und Fernsehgeréten

Grenzdaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty 25 60 °C
Sperrspannung Ur 20 20 \
Spitzensperrspannung URM 30 30 \'
Richtstrom (Ug == 0 V)") Iy 30 16 mA
Richistrom (bei ugpm)?) Iy 24 12 mA
Spitzenstrom fem 45 45 mA
StoBstrom irs 200 200 mA

Umgebungstemperatur Tu —55....+75 °C

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA) Ur 0,18 v
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA) Ur 1,0 v
DurchlaBspannung (Ir = 30mA) Ug 2,0 A
Sperrstrom (U == 15V) In 2,4 HA
Sperrstrom (Ur = 10V) Ir 20 pA
Sperrstrom (UR = 20V) Ig 90 ©A
ity = 50ms

400
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AR 116
ART1G

gepaart
DurchlaBkennlinie DurchlaBkennlinie
mATU=25C mATu=60C
w0 102 ==
5 5 =
J’F [F | | |
? // ] // N ,/ ‘ //' /’ A d"' L]
| 1 /{ /// 1 / // al
0 A WA ==
T 7 -
5 T 5 M mE
AVEE Py i
NiF WG
f 1B R
]
100 '/.‘ o ./," na
i ] =
5 HH Mitteiwert —— 5 7 Mittelwert  — 1
| Sireuwerte. ———— 17 LI Streuwerfe ———— "]
I bei Ty=25°C 1] 1l bei Ty =60°C 1]
i HHHHH! I T
10 ! 1014 | Ll
0 1 &V 0 1 2 3 bV
- UF -—|-—UF
Sperrkennlinie Sperrkennlinie
Ty = 25°C Ty = 60°C
LA LA
10+ 10
5 5
Ry R
! i 1
- / 103 /
0 ya 5 " fana
/ 7
/ ;
7/ 'Y /
102 - 102 T /
% // 5 = 7
7 7
7] / P
7’ A
10! / oy
5 5
P — Mitte/werf
— Miiftelwerf : op[]
— Streuwert bei T, - g5 — = Sireuwert beiT;=60°C |
100 LI L L) 0 L L
10° 5 0 5 w0l 100 5 10 5 1%
- U —=Up 401
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und

gepaart

Dynamische Kenndaten, Ty = 25°C

MeBschaltung

. i o

s j h Ta U R b

[=} —C)
F 40 40 0 30 MHz
UHFM 0,5 14 5 5 v
R, 3 3 3 4 kQ
G, 10 10 10 10 pF
nu 34 54 63 = 60 %
Ry 35 2,8 2.4 =29 kQ

Die zur Paarung verwendeten Dioden werden nach Selektion auf sehr kleine dyna-
mische Kapazitat durch Prufung am Oszillographen nachannéhernd gleichen statischen
Kennlinienwerten zusammengestellt. Der Bereich der statischen Werte entspricht den
Angaben bei AA 116,

402

Page 398/497



Download von wwi.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

M6
AR 116

gepaan
Zul&ssiger Richtstrom bei Gleichrichtung sinusférmiger Wechselspannung
Io= f{upm), Ty =25°C, 75°C
mA
4
[ ——
30 —_— Ty=25°C
N.‘
20
10 Ty=75°C
0
0 10 20 30 40V
— Uy
403
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104

50

40

20

omse T

AA ] I 7 = 30 max 73 = max 2,8
Bhe13 * mind. LGtabstand

Gewicht etwa 0,2 ¢ MaBe in mm
Germanium-Spitzendiode in Miniaturbauform
Universaldiode fur hohe Sperrspannungen
Grenzdaten
fir eine Umgebungstemperatur von Tu 25 75 | °C
Sperrspannung Ugr Q0 75 A
Spitzensperrspannung URM 118 100 v
Richtstrom (Ug = 0 V)1 In 50 17 mA
Richtstrom (bei ugm)") Ip 15 5 mA
Spitzenstrom iem 150 150 mA
StoBstrom irs 500 500 mA
Umgebungstemperatur Tu —55..... +75 °C
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA) Ur 0,18 v
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA) Ur 1,2 \
DurchlaBspannung (Ir = 30 mA) Ur 21 (<33 | V
Sperrstrom (Ur =15V) In 2,6 @A
Soerrstrom (U = 10V) Ir 4 A
Sperrstrom (Ur = T75V) Ir 40 pA
Soerrstrom (Ur =100V) Ir 80 (<280) | pA
Nt =50 ms

Zuléssiger Richtstrom bei Gleichrichtung sinusférmiger Wechselspannung
Io = f (ugm)i Ty=25°C; 50°C, 75°C

Page 400/497
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ARTIT

DurchlaBkennlinie DurchlaBkennlinie
Tul:l25°C Tu==60°C
mA mA
102 10%
5 5
!F ke
f /| [ z"/ T : J’I )4 f L al
P "4 P
1 I’ /| f nd g 1 I’ / /"
v |
0 e 0 e _
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b rd
S / // 5
T/ r ] 4
) ] 7
i f
l' /’ '/ Vl
100 100 ]
I 1A o
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[ Streuwerte  ——-—"_| I Streuwerte —--——1 ]
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} LS P | l 1
(i i i
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A A ‘”8 Kathode
oo 3 L S ] *E
und EB
o 30— ! 3t
AA ] ]8 mex h9 max 27
B415 -
*ming.Ldlabsiand

gepaart Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm

Germanium-Spitzendiode in Miniaturbauform

Universaldiode fUr hohe Sperrspannungen, gepaart als Phasendiskriminatorpaar zur
Synchronisation des Ablenkteiles in Fernsehgeriten

Grenzdaten

fir eine Umgebungstemperatur von Tu 25 75 °C
Sperrspannung Ur 90 75 A%
Spitzensperrspannung UM 115 100 \'%
Richistrom (U =0V) 1) Iy 50 17 mA
Richtstrom (bei ugm) ! Iy 15 5 mA
Soitzenstrom im 1560 150 mA
Stol3strom irs 500 500 mA

Umgebungstemperatur Tu —55..... +75 °C

Statische Kenndaten (T = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir == 0,1 mA) Ur 0,18 v
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA) Ur 1,05 %
DurchlaBspannung (Ir = 30 mA) Ur 1.85(<2,6)| V
Sperrstrom Ugr =15V) In 1,2 A
Sperrstrom Ug =10V I 2,5 LA
Sperrstrom Up =75V) Ir 35 A
Sperrstrom (Up =100V) Ip 75 (< 250) | uA

M) tyy = 50 ms

406

Page 402/497



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

118
ART18

gepaart
DurchlaBkennlinle DurchlaBkennlinie
Ty=25°C Ty=60°C
mA mA
1% 12
5 g
l}: ]F
? / /" T J" d 4
. vapat 7 g
101 / / 101 / / rd
I' f l’. : -
5 i , 5 v if
11! [ WFi
¥l 1/t
1' H+
0 I/I’ '/ ]
10° = 100 £
5 3 Mileiwert —— 17 5 it Mittelwert ——
il Streuwerte ww===__| : Streuwerfe ----] |
il el Ty=25°C bei Ty =60°C i
11 T
ol !iHHHH . Hll\llll
] 1 Ly 0 1 &V
Sperrkennlinie Sperrkennlinie
Ty=26°C Ty=60°C -
UA LA
108 10°
IR ° Ir °
A L i A
102 / 102 LY
5 5 —
/ | -l
/ == ]
' ___..----"""—_“-'-——’
1t A 10’
‘5 i - 5
1>
rar]
100 o= 100
5 5 Mittelwert Y
Mittelwert H — — Streuwert bei Ty=60°C 1]
— — Streuwert bei T;=25°CT
10-1 L Lo | [l 10-1
100 10 5 102V 100 5 10! 5 108V
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ART1S

und

ARTIS

gepaart

mA
80

60

Ll

20

Zulassiger Richtstrom bei Gleichrichtung sinusfdrmiger Wechselspannung
1 = flugpm)s Ty = 26°C, 50 °C, 75 °C

N
f\\\ S
— ~— |5
N T~ Ty=50°C
gy i ~~
i 175 ~
0 40 50 80 0 oV

=y

Cie zur Paarung verwendeten Dioden werden durch Priifung am Oszillographen nach
aandhernd gleichen statischen Kennlinienwerten zusammengestellt.
Cer Bereich der statischen Werte entspricht den Angaben bei AA 118.

408
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gepaart
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A‘amaa’ey;
=] 3* lat— /] 3 g
— hjil
11
re— 30-1— max 7,3 =
: max 2,6
6415 -
* mind. L Gfabsfand
Gewichtetwa 0,2 g MaBe in mm

Germanium-Spitzendiode in Miniaturbauform

HF-Diode fiir hochohmige Gleichrichterschaltungen, gepaart fiir ‘Ratiodetektor- und
Diskriminatorschaltungen in Rundfunk- und Fernsehgeréten

Grenzdaten

1{r eine Umgebungstemperatur von Ty 25 60 °C
Sperrspannung Ur 30 30 Vv
Spitzensperrspannung URM 45 45 \
Richtstrom (Ug = 0V) ) . I 35 15 mA
Richtstrom (bei ugm) ") I 10 4 mA
Spitzenstrom iEM 100 100 mA
StoBstrom , ies 200 200 mA
Umgebungstemperatur Tu —55..... +75 °C
Statische Kenndaten (T = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA) Ur 0,23 v
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA) Ug 1,6 Y
DurchlaBspannung (Ir = 30 mA) Ue 28(<40) |V
Sperrstrom (Ur=15V) In 0.8 @A
Sperrstrom Ur=10V) Ip 4,5 A
Sperrstrom Ur=30V) In 35 A
Sperrstrom (Ug=45V) In 90 (< 3580) | pA

1ltav550 ms
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AA119
AAII9

gepaan
DurchiaBkennlinie DurchlaBkennlinie
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AR 119

und

ARTIS

Jepaart

My

Dynamische Kenndaten
fipannungsrichtverhlitnis ny =f (R{), C; = Paramater

o/o
100
o
N~
mwFZQZ//
/V
A
" 7%
| %f/ L iy
80 //// 7=50MHz .L .J. p L
Y/ sesla 3 T o] I
| 7 [~ 50, C=15pF ™
50 | | ] | LTI
10 5 101 : 5 10¢ 5 10 kQ
—= R
12
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ARTIS
AR 119

gepaart
Dampfungswiderstand Ry = f (R}, | = Parameter
kQ
104
fy 0
!
20pF -
100pF
10 1
P/
s
7
5 o 11
Z > ]
7
Z 7-50MHz 1L P 1T
A UeVer 3 T AT 7“1
7 | .
0 ~50, C =15pF
o L L
10° 5 10! 5 108 5 109 kQ
— R
413
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A 119
118

gepaart

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Betriebsfrequenz f 10,7 | MHz
Schwingkreiskapazitat Co 30 pF
HE-Eingangsspannung UHF 3,0 v
Lastwiderstand Ry 30 kQ
Lastkapazitat CL 300 pF
Richtwirkungsgrad n 85 %
Dampfungswiderstand Ry 17 kQ
MeBschaltung
4 -
U Th T4 H AR G

Die zur Paarung verwendeten Dioden werden nach Selektion auf sehr kieine dynami-
sche Kapazitat durch Prifung am Oszillographen nach anndhernd gleichen statischen
Kennlinienwerten zusammengestellt. Der Bereich der statischen Werte entspricht
den Angaben bei AA 119,

414
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3.4. Silizium-Dioden,
Silizium-Kapazitats-Dioden
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Silizium-Dioden

Sperrspannung DurchlaBspannung Sperrstrom
T Ur Ur IR Seit
» bei I = 100mA bei Ug elte
() V) (LA
BA 103 6 =10 =1 418
BA 104 100 =11 =1 420
BA 105 300 =11 =1 422
BA 108 50 =11 =1 424
Silizium-Kapazitsdtsdioden
Sperrspannung Sperrschichtkapazitat Serienwiderstand
UR Cj bei UR RS bei
Typ Up=2V, Seite
Cj UR f = 30 MHz
v) (pF) v) Q)
BA 119 50 45,..65 2 1 428
BA 120 50 8...12 2 1,2 428
BA 138 30 36... 40t | TSPy 438
e (=3
4,4...55 (blau) £ 330 MHz
BA 139 28 20...3,0 25 < 0,85 440
BA 140 28 20...32 25 <15 444
Silizium-Miniaturdioden
Sperrstrom max. zulassiger
IR DurchlaBstrom
Typ Anwendung bei Ug = 60 V I Seite
(A {mA)
BA 127 Universaldiode <1 200 430
VHF-Umschalt-
1
BA 136 diode fur Tuner <0179 100 434
PAL-Schalter
n bAoA
, BA 137 Phasendiskrimin, <029 100 436
HUR=30V HUR=120V
Siliziumdioden im Kunststoffgeh&duse fiir Blitzlichtgerite
Sperrspannung UR Sperrstrom max. Richtstrom .
Tve V) bei UR (1A) Io (mA) Seite
BA 133 1000 0,05 {< 1,0) 50 432
@ Vorldufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ B Nicht fiir Neuentwicklung 417
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roter Punk! (Kathode)
1

BA 103 %;———;E_r |

6.4

Gewichtetwa 1 g MaBe in mm

Silizium-Kleinflachendiode

Cie legierte Silizium-Kleinflichendiode BA 103 eignet sich zum Einsatz als Gieichrichter
bis zu Frequenzen von einigen MHz, besonders in Geréaten mit hohen Betriebstempera-
tiuren und bei raumiich engem Aufbau. Sie hat ein Metallgehduse (DIN-Bezeichnung
1 A 2) und kann sowohl in freier Luft als auch mit Kihischelle auf Chassis montiert
ketrieben werden. Der KathodenanschluB ist durch einen roten Punkt gekennzeichnet.

Grenzdaten

fiir eine Umgebungstemperatur von Ty 25 100 °C
Sperrspannung Ur 6 6 \'
Epitzensperrspannung URM 6 6 Vv
DurchlaBstrom (bei Ryu) Ir 200 80 mA
DiurchlaBstrom (bei Rep) I 300 120 mA
\erlustleistung (bei Reny, Ty = 45 °C) Piot 210 mwW
\ erlustleistung (bei Chassismontage,

12 cm?, Ty = 45°C) Piot 300 mw
Spannung zwischen Gehause

uvnd AnschluBdrahten <150 v
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55... +150 °C

Warmewiderstand

Sperrschicht — Luft Rinsu <05 grd/mw
Sperrschicht - Diodengehéuse Reinic <025 | grd/mw
(pei Montage auf Chassisblech, 12 cm? Alu

rit Kbhischelle) Rent = 0,35 | grd/mW

Kenndaten (T = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 100 mA) Ug =10 Vv
Sperrstrom (U =6 V) Ig =1 A
Kapazitat (Ug = 5V, f = 100 kHz) C < 260 pF
18
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T BA 103

=y
! ‘ ] Befestigungsteil (Kiihischelle
Bestellbezeichnung: Q62301-B1

i
IR

DurchlaBkennlinien (Mittelwerte)
Ty = Parameter

mA
10? .
I
I/ 7
5 [ ] /
Hyl
L]
1
Ay
/
|l
10’ 1 |
]
|
I
5 IR
T
fy=1zsec || ] [
50 |
50 ]LJ I
D5 o I }S#eugrenze Ty=25°C
9 L]
10 f |
; 1
1 |
[
I
o |
0 05 1 1,5V
—— U
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roter Punkt (Kathode)
052 * ;
- === +_____ & . .::_\“ut_
- S =
BA ] 04 ) ! '
re— 28 —»ie—10,3 b -
5
Gewicht etwa 1 g MaBe in mm

Silizium-Kleinflachendiode

Die legierte Silizium-Kleinflichendiode BA 104 eignet sich zum Einsatz als Gleichrich-
‘er bis zu Frequenzen von einigen MHz, besonders in Geraten mit hohen Betriebstem-
seraturen und bei raumlich engem Aufbau. Sie hat ein Metallgehause (DIN-Bezeich-
qung 1 A 2) und kann sowohl in freier Luft als auch mit Kihlschelle auf Chassis
montiert betrieben werden. Der KathodenanschluB ist durch einen roten Punkt ge-
xennzeichnet.

Grenzdaten

fir eine Umgebungstemperatur von Tu 25 100 °C
Sperrspannung Ug 100 100 3%
Spitzensperrspannung URM 100 100 V
DurchlaBstrom (bei Rypy) Ir 190 70 mA
DurchlaBstrom (bei Rypp) I 260 100 mA
Verlustleistung (bei Ry, Ty = 45 °C) Piot 210 mw
Verlustleistung {bei Chassismontage,

12cm?, Ty = 45 °C) Piot 300 mw
Spannung zwischen Gehause

und Anschluf3drahten <150 \)
Sperrschichttemperatur T; 180 °C
Umgebungstemperatur Tu —55... 4150 °C

Warmewiderstand

Sperrschicht - Luft Reniu <05 grd/mwW
Sperrschicht - Diodengeh&ause Renic =025 | grd/mW
(bei Montage auf Chassisblech, 12 cm? Alu

mit Kiihlschelle) Rt 0,35 | grd/mW

Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 100 mA) Uk <11 \

Sperrstrom (Ug = 100 V) In =1 LA
Kapazitat (Ug = 5 V, f = 100 kHz) C =20 pF
420
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“*’ BA 104

& 2y
! ' [ Befestigungsteil (Kuhischelle)
Bestelibezeichnung: Q62801-B1

»la,zl-—

B
1=

~l5,68 |- L,5+
20

DurchlaBkennlinien (Mittelwerte)
Ty = Parameter

mA
10 2

[y
—
S

1
10 i
|

I Streugrenze Ty =

[}
/ =25°C

100

1 15V

1071
0,5
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BAT05

B

rofer Punkt (Kathode)
\_
. }__l_ s

i .
ro— 28 —»1=—10,3 bie
oy

\

Gewichtetwa 1 g

MaBe in mm

Cilizium-Kleinflachendiode

Cie legierte Silizium-Kleinflachendiode BA 105 eignet sich zum Einsatz als Gleichrichter
bis zu Frequenzen von einigen MHz, besonders in Geraten mit hohen Betriebstempera-
turen und bei rdumlich engem Aufbau. Sie hat ein Metallgehause (DIN-Bezeichnung
1 A 2) und kann sowohl in freier Luft als auch mit Kiihischelle auf Chassis montiert
batrieben werden, Der KathodenanschluB ist durch roten Punkt gekennzeichnet.

G renzdaten

fiir eine Umgebungstemperatur von Tu 25 100 °C
Sperrspannung Ur 300 300 v
Spitzensperrspannung URM 300 300 Vv
CurchlaBstrom (bei Rey ) Ir 150 50 mA
CurchlaBstrom (bei Rypy) Ie 230 80 mA
Verlustieistung (bei Ryny, Ty = 45 °C) Piot 210 mw
Verlustleistung (bei Chassismontage,
12cm?, Ty = 45 °C) Piot 300 mw
Spannung zwischen Gehéuse
und AnschluBdrahten <350 \
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
L mgebungstemperatur _ Tu —~565,,.4+150 °C
Varmewiderstand
Sperrschicht - Luft Rinju =05 grd/mw
Sperrschicht — Diodengehause Renic = 0,25 | grd/mwW
(hei Montage auf Chassisblech, 12 cm? Alu
mit Kithischelle) Rent =035 | grd/mW
Kenndaten (T = 25 °C)
CurchiaBspannung (Ir = 100 mA) Ur s 1.1 v
Sperrstrom (Ug = 300 V) I =1 A

C =10 pF

Kapazitdt (Ug =5V, f = 100 kHz)

422
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BA 105

I

20 2y

| =YV
i ' —~  Befestigungsteil (Kiihlschelle)
} Bestelibezeichnung: Q62901-B1

DurchlaBkennlinien {(Mittelwerte
Ty =Parameter

mA
10? 1
] i
il /
1]
: (/0 1y
fr /1] /
/ /
[
/
ol Vi i‘
[/
5 i
[ANAr
il
AN
i
',
Ty=125°C |
w : {75} ,';
i ahd A
5 /AN ENAT
AN ENA
/l | I‘:
/ l-’ Mittelwerle -
/ | ———— Streuwert, bei ;=15
AN
17 !
05 10 15V
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roter Punkt (Kathode)

la— 28 -—10,3 —
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Gewichtetwa 1 ¢

ol

MaBe in mm

Silizium-Kleinflachendiode

Diz legierte Silizium-Kleinflachendiode BA 108 eignet sich zum Einsatz als Gleichrichter
bi:: zu Frequenzen von einigen MHz, besonders in Geraten mit hohen Betriebstempera-
turen und bei rdumlich engem Aufbau. Sie hat ein Metallgehduse (DIN-Bezeichnung
1A 2) und kann sowohl in freier Luft als auch mit Kihlschelle auf Chassis montiert
betrieben werden. Der KathodenanschluB ist durch einen roten Punkt gekennzeichnet.

Gienzdaten

fu - eine Umgebungstemperatur von Ty 25 | 100 °C
Sperrspannung Ug 50 50 v
Sgitzensperrspannung URM 50 50 vV
DurchlaBstrom (bei Rpu) I 190 70 mA
DurchlaBstrom (bei RinL) Ir 260 100 mA
Verlustleistung (bei Ry, Ty = 45 °C) Prot 210 mw
Verlustleistung {bei Chassismaniage,

12 cm?, Ty = 45 °C) Piot 300 mwW
Sgannung zwischen Gehéuse

urd AnschluBdrahten <150 \%

St errschichttemperatur T; 150 . °C
Urngebungstemperatur Tu —55... 4150 °C
Wirmewiderstand

Srerrschicht ~ Luft Rinsu =05 grd/mwW
St errschicht - Diodengehause Reinic =025 | grd/mW
(b 3i Montage auf Chassisblech, 12 cm? Alu

m t Kiihlschelle) Rent, =035 | grd/mW
Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchiaBspannung (Ir = 100 mA) Ug =11 \Y

St errstrom (Ug = 50 V) In =1 pA
Kiapazitat (Ug =5V, f = 100 kHz) C <35 pF

424
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[ Ry
R
! i i
- 5,5¢l<— |--7!5-- BA I 08
W
i l It Befestigungsteil (Kithlschelle)
@j * Bestellbezeichnung: Q62901-81

DurchlaBkennlinien (Mitteiwerte)
Ty = Parameter

mA

0? I
JilE / ‘
/1] /
71 7
[ 1/
Aumy
e
/
/
| 10! 'l lll
| II ’
1
? I
[

[ —)
~— -~

Streugrenze; Ty = 25°C

e P —
—— —

109

—
T ——

107
1 15V
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Sperrstrom als Funktion der Umgebungstemperatur

Mittelwerte, bezogen auf 25 °C

104

108

) s

Ip (7,=25°C)

102

10° V4

25

<26

50

75

100
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* BA103
bis BA IUB

L4

Verlustieistung als Funktion der Umgebungstemperatur
Pyor=f(Ty); Rep = Parameter

mw
600
o | N
| A
koo
\\
K ftnas
\\
S~ N
Mea
200
. fma N
Y NG
0
0 25 50 75 100 125 150°C
— U

127
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BAT1S
BA120

Kalhode

.

[F%)
*

AN

055%

--3*-—

re— 30-1— max 7,3 =

£

max 2,6
64215 -
* mind. Lotabstand
Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm

NICHT FOR NEUENTWICKLUNG

Silizium-Kapazitdtsdioden in Miniaturbauform

D e Silizium-Kapazitatsdioden BA 119 und BA 120 haben einen eng tolerierten Bereich
der Sperrschichtkapazitat mit definierter Spannungsabhéngigkeit. Sie eignen sich
zt m Einsatz in UKW- und Fernseh-Tunern fiir die automatische Scharfabstimmung.
Das Miniatur-Glasgehiuse entspricht dem Normgehause DO 7. Die Kathode ist mit

einem weiBen Farbring gekennzeichnet.

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Soerrschichtiemperatur
Umgebungstemperatur

Warmewiderstand

Sherrschicht ~ Luft

Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Saerrstrom (Ug = 10 V)
Soerrschichtkapazitat (Ugp = 2 V)
Sarienwiderstand (Ug = 2V, f = 30 MHz)
Gltefaktor Ug =2V, f = 30 MHz2)

428

BA 119 BA 120
Ur 50 50 v
Ir 100 100 mA
T; 100 100 °C
Ty —55...+125 °C
RensG | 0,4 | grd/mw
BA 119 BA 120
Ur =11 =11 vV
Ir <100 | =5 |nA
G 45...65 | 8...12 |pF
Rs 1 1,2 Q
Q 100 440
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3 Ka/fﬂades .
7 |t e L
g PR T ﬁ
Feo— 21— [—
BA ]27 : 0 max 7,3 max28
6415 -
* mind. Litabstand
Gewicht etwa 0,2 ¢ MaBe in mm

Silizium-Kleinflachendiode in Miniaturbauform -

Die Silizium-Diode BA 127 eignet sich zum Einsatz als Gleichrichter bis zu Frequenzen
von einigen MMz, besonders in Geraten mit hohen Betriebstemperaturen und bei
raumlich engem Aufbau.

Das Miniaturglasgehause entspricht der Normausfiihrung DO 7, die Kathode ist durch
einen weilen Farbring gekennzeichnet.

Grenzdaten
Sperrspannung : Ur 60 \
Spitzensperrspannung URM 60 \Y
Richtstrom?) Iy | 100 mA
DurchlaBstrom (siehe Diagramm unten) Ir 200 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Umgebungstemperatur Ty -55...4+1256 | °C
Veriustleistung (Ty = 25 °C) Piot 250 mw
Wiarmewiderstand (Sperrschicht — Luft) Ru | =500 | grd/w
Statische Kenndaten
DurchiaB8spannung (Ir = 100 mA; Ty=25°C) Ur 0,97(<1,1) |V
DurchiaBspannung (Ir = 100 mA; Ty =100 °C) Ur 0,90 \
Sperrstrom (Ug=60V; Ty=25°C) I 0,02 (< 1) RA,
Sperrstrom (Ug = 60V, Ty = 75 °C) Ip 04 =10 | pA
Dynamische Kenndaten
Kapazitdt (Ur=0V; f=1 MHz) C 7 pF
Kapazitat (Ur=5V; f=1 MHz) C 2,6 pF

mA
Ytay = 20ms .300

I
A
200 N
N
N
N,
100 N
. . N
Maximaler DurchlaBstrom Ir in Abhingigkelt \\
von der Umgebungstemperatur Ty ‘ N
0

430 0 50 100 150°C
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- BAT2T

DurchlaBkennlinie
Ty =26°C

Ty=25% 17
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DurchlaBkennlinie

Ty = 100 °C
mA
103
Ty=100°C
10% .
7
107k ,/
100
- 107 EE/
10% !
— Mitfelwerf
10-3 [ 1 1 1 1 1 1 1
D 05 190 15V
— U
Spetrkennlinie
Ty =75°C
UA '
107 = 3
5 ru=75 °C
107 — =
5
100
5
//-——
_ L
==
5
10°2
5 : —
-—  Mitfelwert —]
-— —  Streuwert —
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Kathoge
052 e/ (3 Ly
—— T = plas
e Min27 —=l- G5 2g L
- min&0 -
* mind. [5fabstand

Sitiziumdiode fiir Blitzlichigeréate in Kunststoffgehduse

Die Siliziumdiode BA 133 eignet sich besonders fiir die Verwendung in elektronischen
Blitzlichtgeraten zur Gleichrichtung von Wechselspannungen. Infolge der kleinen Ge-
hduseabmessungen kann diese Diode bei kompaktem Schaltungsaufbau und in ge-
druckten Schaltungen verwendet werden. Die BA 133 hat ein Kunststoffgehduse mit
axial angeordneten AnschiuBdréhten. Die Kathode ist durch einen orangefarbigen

Punkt markiert.

Grenzdaten (Ty = 25 °C)

Sperrspannung

Spitzensperrspannung
Wechselspannung bei Kondensatorlast
Richtstrom ‘
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

Verlustleistung

Warmewiderstand

Sperrschicht — Luft

Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchiaBspannung (Ir = 100 mA)
Sperrstrom (Ug = 1000 V)

Sperrstrom (Ug = 1000 V, Ty = 75 °C)
Kapazitat (Ur = 0 V)

432
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Rinju

1000
1000
350

125
-20...+80
100

< 800

085 (< 1,1)
0,05 (< 1,0)
< 50
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mA
°C
°C
mw
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BA 133

DurchtaBkennlinie Sperrkennlinie
Tu=25°C Tu=25°C
mA LA
102 - 101
f 5

:

10° / :
R |
/ — —_— e
F II 5
100 /
i 17!
/
10! ,/ ° -
"
=T
/ 102 =t
10’2 'i/ 5
ll’ — — Sfreugrenze —
. — Mittelwert |
1073 0® L :
0 . 05 1,0V 500 1200V
— - UF — - UR
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BA 136

Kathode
amse 3/ P
f=— 30-1— maxi’.; - Max 26
e 6 t1' ar
t * mind.Ldtabsiand

Gewichtetwa 0,2 g MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FUOR MUSTER

Silizium-Planar-Schalter-Diode fiir VHF-Bereich

BA 136 ist eine diffundierte epitaktische Si-Dicde in Planartechnik. Sie ist besonders
fir den Einsatz als Schalter im VHF-Bereich geeignet. Das Glasgehduse entspricht
dem Normgehéuse DO-7. Die Typenbezeichnung und der Kathodenring sind auf dem
unlackierten Diodengehause aufgestempelt.

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung
Umgebungstemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht — Luft

Statische Kenndaten (T; = 25 °C)

DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Sperrstrom (Ugp = 30 V)

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Diodenkapazitat (Ug = 30 V; f = 1 MHz)
Dynamischer DurchlaBwiderstand
(IF = 100 mA; f =1 kHz)

434

Ur
I
Tj
Ptot
v

Rth JU

Ur
Ip

Cp

re
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BA 136

Spannungsabhéngigkeit
des Sperrstromes Ir = f (UR)

Ty = Parameter
nA
10

0

LY

10

Stromabhingigkeit des
DurchlaBwiderstandes re = f(IF)

10¢

o

¢

T 10°
5

10

g
AN

10°

5

5 10°
—1I

107
107" 5 10°

5 10°mA

DurchlaBkennlinie Ir = f (UF)
Tu = Parameter

mA
0t r
H
8 1
k Il
T 10’ J
60°6F 25°C —
J I
FII
10° j
f i
H
8 ]
ini
10 /
0 05 10V
— U

Spannungsabhéngigkeit der
Sperrschichtkapazitat Cp = f (UR)

2,0

T

10 g

30 40

0
10 20
—
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BA 137

N ol e

Kathode

e 31

max 7,3 =
6415

Gewicht etwa 0,2 g

f1

max 2,8
*mind, Lofabsfand

MaBe in mm

Hochsperrende Silizium-Planar-Diode
flr Farbtragerdiskriminator

ur-lackierten Diodengeh&use aufgestempelt.

Sperrspannung
DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Sperrstrom (Ug = 100V)
Kapazitat

Schaltzeit

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

o . Page 432/497

> 100
< 1
< 200
< b
< B0

BA 137 ist eine diffundierte epitaktische Siliziumdiode in Planartechnik. Sie ist beson-
ders fir den Einsatz im Farbtragerdiskriminator geeignet, Das Glasgehiuse entspricht
dem Normgehduse DO-7. Die Typenbezeichnung und der Kathodenring ist auf dem

nA

pF
ns
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BA 138

Kathode
i e g
~— 30-1—=1 max 7,3 i~ X2
e 84%15 -~
* mind. Litabstand
Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm

Silizium-Planar-Kapazitdtsdiode fiir den VHF-Bereich

EA 138 ist eine epitaktische Si-Planar-Kapazitatsdiode im Glasgehause DO-7. Sie eignet
sich besonders zum Einsatz als Abstimmdiode in VHF- und UKW-Stufen. Der Kapa-
zitatsbereich bei Ug = 30V von 3,8 bis 5,5 pF wird in zwei Gruppen unterteilt. Die Typen-
bezeichnung und der Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapa-
zitatsgruppe auf dem unlackierten Glasgeh#use aufgestempelt.

Grenzdaten

Sperrspannung
Curchlafistrom
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht - Luft

Statische Kenndaten (T = 25°C)

DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Soerrstrom (Ug = 30 V)

Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C)
Diodenkapazitat (Ug =30V, f = 1 MHz2)

Kapazitatsverhalinis
(R =3V, Ug =30V, f=1MHz)

Serienwiderstand
(f =300 MHz; Up = 3V; Cp = 12 pF)

Cpav
Cpsov
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- BA138

Spannungsabhéngigkeit der

. D
Diodenkapazitat o3V f(UR)
5
b
Gp30V \
\
A by _
T30V =f ()
3
N
\
’ \
\\\
1
0 1 0 1 2
10 710 5 10 I V)
— U
Temperaturabhangigkeit der
Sperrschichtkapazitat Cp = f(TU)
UR = Parameter
1,05
o)
00(25"0) 3y
B e
~—1 v
.—-—"'————T—
1,00 == 30V
0,95
0,30

0 20 40 60 a0 100°C

—*Nk
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Spannungsabhédngigkeit des
Sperrstromes Ig = f (UR)
Ty = Parameter

nA
10"
5
Ik
‘ §0°C 2=
’/
it /
104 25“0,,/
5 V.
//
‘]0-2 / ]
10° 5 10 5 0ty
, oy

Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitat in Abhdngigkelt
von der Sperrspannung TKg = f(UR)

| M U

T

15° 5 10 5 0%y 439
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BA 139

Kathode
3 e JH*

055%

= 30-1—= max 7,3 t=-
—————— f4*1§

a

max Z,8

* mind. Latabstand
Gewichtelwa0,2g MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Silizium-Planar-Kapazitdtsdiode fiir den UHF-Bereich

3A 139 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Si-Kapazititsdiode in Planartechnik.
Sie ist besonders fir den Einsatz als Abstimmdiode im UHF-Bereich geeignet. Bei
Bedarf konnen die Dioden in Gruppen zu je 3 oder 4 Stiick bezogen werden. Im Sperr-
spannungsbereich Ug = 3...25 V betragt dann innerhalb der Gruppe die maximale
Gleichlaufdifferenz + 3%. Das Glasgehduse entspricht dem Normgehause DO-7.
[Yie Typenbezeichnung und der Kathodenring sind auf dem unlackierten Dioden-

¢ ehduse aufgestempelt.

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Umgebungstemperatur
S perrschichttemperatur

Wiarmewiderstand
Sperrschicht - Luft

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

DurchlaBspannung (IfF = 100 mA)
Sperrstrom (Ur = 28 V)

Diynamische Kenndaten (7T = 25 °C)

Ciodenkapazitat (f = 1 MHz)

(U =3 V)

(Ugr =25 V)

Kapazitatsverhaltnis

(JR=3V;Ur =25V;f=1MHz)
Serienwiderstand (f = 330 MHz; Cp = 12 pF)
G utefaktor (Cp = 12 pF)

(0" = 47 MHz)
(" = 170 MHz)
(" = 470 MHz)

Serienresonanzfrequenz (Ug = 25 V)
Serieninduktivitat

(¢emessen an den AnschluRdréahten 1,5 mm von der
Glaseinschmelzung)

410

Page 436/497

Ug 28

Ir 100

Ty -B5...+125
T, 125

Rinsu < B00

UF <1
Ix < 100
Cp 12,6
Cp 2...3

C pav
5(>4
Cpzsy (>4

Rs 0,65 (< 0,85)
Q 440

Q 120

Q 44

fo 1.4

Lo 5

mA
°C
°C

grd/w

nA

pF
pF

GHz
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BA 139

Spannungsabhéngigkeit des Temperaturkoeffizient der
Sperrstromes IR = f (UR) ‘ Sperrschichtkapazitét in Abhangigkeit
na Tu = Parameter «¢-'von der Sperrspannung TK¢ = f(UR)
10" 10
5 5
ll
TX;
R ¢
T 10° / 102
. §0°C £ .
o
5 7 5
/ -
™

AT | b
107 / / 1o \

7 25°0 F— =
5
7]
7
10'2 / 10-5 - .
10° 510 5 102V 10’ 510 5 10V
Temperaturabhéngigkeit der
Sperrschichtkapazitit
Spannungsabhangigkeit der o (Ty) o
oF Sperrschichtkapazitat Cp = f (UR) Cp (25 °C) = f(TU); Ur = Parameter
30 105
Oy ) 3V
by G(25°C) "
\ TV |
T & T 100 = 25V
[~
10 \\ 0,95
X
\‘
N
—-.,,_--.-
0 0,90
] 10 20 ao 0 20 40 60 80 100°C 141
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R
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BA 133

Spannungsabhéangigkeit der Steilheit
iC - 100

au.C = f{UR)
30
9%IVolt
2¢ 10
qu ¢
. \\
20—\
A
\

\
\

0° 5 10 5 10V
g

Spannungsabhéngigkeit der
Serienresonanzfrequenz
fo (UR)

= f(U
BBV (UR)
19
"o(Gk)
7(25V)
bo
; /////
7
/
/
05 /
A
u-/
0 9
442 5 10 5 0tV
. U ,

Gutefaktor in Abhéngigkeit von der
Frequenz Q = f(f)
(Cb = 12 pF)

10t
1]

Q
103 =3
5

10°

5

107
5

10°
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BA 140

Kathode

—--{3* 4—/ o J X L

-055%

L 301~ max 7,3 =

hy!

max 2,8

64%1,5

Gewichtetwa 0,2 g

* ming Lofabstand
MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

Silizium-Planar-Kapazitatsdiode fiir den VHF-Bereich

BA 140 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Si-Kapazitatsdiode in Planartechnik.
Sie ist besonders fir den Einsatz als Abstimmdiode im UKW- und VHF-Bereich geeig-
net. Bei Bedarf kénnen die Dioden in Gruppen zu je 3 oder 4 Stiick bezogen werden.
Im Sperrspannungshbereich Ug = 3...25 V betrdgt dann innerhalb der Gruppe die ma-
ximale Gleichlaufdifferenz + 3%. Das Glasgehause entspricht dem Normgehéause
DO-7. Die Typenbezeichnung und der Kathodenring sind auf dem unlackierten

Diodengehause aufgestempelt.

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Warmewiderstand

Sperrschicht - Luft

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Sperrstrom (Ur = 28 V)

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Dicdenkapazitat (f = 1 MHz)

(Ur=1V)
(Ur =3V)
(Ur = 25 V)

Kapazitatsverhaltnis

(U =3V ;Ug=25V:f=1MH2)
Serienwiderstand (f = 330 MHz; Cp = 12 pF)
Gutefaktor (Cp = 12 pF)

(47 MHz)

(100 MH2)

(170 MH2z)

Serienresonanzfrequenz (Ug = 25 V)
Serieninduktivitat

(gemessen an den AnschluBdrghten 1,5 mm von der
Glaseinschmelzung)

444
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Ur 28 %
I 100 mA
Ty -55...-+125 | °C
T; 125 °C
Rsu | =500 | grd/w
Ur <1 \
Ig 100 nA
Co 19,5 oF
Cp 12,6 pF
Cp 2...32 pF
C p3v
5(>4

Cbasv (> 4)

R 1(< 1,5 Q
Q 200

Q 135

Q 80
fo 1,4 GHz
Lo 5 nH
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BA 140

Spannungsabhiéngigkeit des
Sperrstromes I = f (UR)
Ty = Parameter

TA
1’
5 y 4
/
Iy
10° y
1 50°C £
1
5 7
/
107 ,/ /
7 25°C K
5
//
L~
10°
16° 5 10 5 102V
— R
Spannungsabhangigkeit der
Sperrschichikapazitat
Cp = f(UR)
pf
30
p

- el

E

10 \

JF
/

g 10 20 30

— K
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Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitiat in Abhangigkeit
,von der Sperrspannung TK¢ = f (UR)
'c-
10

]
%

107

Tk AN

10-5 1 2
10° 5 10 5  10'v

Temperaturabhangigkeit der
Sperrschichtkapazitat

Cp (TU)
————={(T)iUR=P t
5 (5 °C) (T); UR = Parameter
109
&)
£p(25°C)
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0 20 40 66 B0  100°C 445



Download von www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt v. Rainer Fredel

BA 140

Spannungsabhangigkeit der Steilheit Giitefaktor in Abhéngigkeit von der
dC « 100 Frequenz
~w.c = fWRr Q = (N (Cp = 12 pf)
30 - 10t
%/Volt 5
ge 10
av ¢ a
\\ 10° 2%
20 N 5
\ 12 N,
5
N
10 \
\ !
\ i} N
I \ B
\ N
\ !
0 0 1 2 100 1 2
10 5 10 5 10tV 10 5 10 5 10° 5 10*MHZ
—Q —f
Spannungsabhangigkeit der
Serienresonanzfrequenz
fo {UR) _
M@y (R
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I 10
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3.5. Hei3leiter
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Typeniibersicht: Heifleiter

Kalt- B-Wert| T8M | Warme- | Ther:
wider- era- | fgit- mische
stand k%re.fﬂ- wert erbih:johr:: i
Anwendung Typ Zient stante Seite
Rag Ras BZ) TK GH1 Tth
kQ) | (kQ) | CK) [(%lgrd)|(mW/grd)| (s)
Temperaturkompensation 0,010 |0,0085| 2680 | —3,0
Temperaturmessung K 25 | bis bis bis bis - 30 20" | 450
Temperaturregelung 6 4,8 3950 | —4,6
6 5 3250 | 3.8
Temperaturkompensation |K 26 | bis bis bis bis 4 20 452

16 13 3530 | 4.1

0,004 |0,0035| 2580 | —3,0
bis bis bis bis 8 30 454
60 45 4600 | —b4

0,004 |0,0035| 2580 | —3,0
Temperaturkompensation K 156| bis bis bis bis 13 455
60 45 4600 | —5/4

K 151

Temperaturkompensation K 154

1y Bei Montage auf gut warmeleitendem Chassisbiech
?\Ermittelt durch Messung bei 20° C und 100 °C

449
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Bmaxh-on--
0,5 -4 ML!‘

25 =

e—-508+25 §9-02%

Gewichtetwa 1 g MaBe in mm

I
3~

Kompensations-HeiB3leiter

Der HeiBleiter K 25 eignet sich zur Ldsung von Kompensationsaufgaben, vorwiegend
:ur Stabilisierung des Arbeitspunktes in Transistorschaltungen. Das Metallgehause,
vom HeiBleiter elektrisch isoliert, gewihrleistet guten Warmekontakt mit dem Chassis-
hlech. Die Typenbezeichnung ist durch die Bauform und die Kennfarbe der VerguB-
masse bestimmt. Kennfarben: K 25 10 Q: braun, K 25 1 kQ: violett. Bei den lbrigen
<altwiderstandswerten ist die VerguBmasse wei, die Kaltwiderstandswerte werden
aufgestempelt. ‘

Grenzdaten

Maximale Dauerbetriebstemperatur T +75 °C

Kenndaten /Ty = 20°C)

Wirmeleitwert Ging > 30 mW/grd
Thermische Abkihlzeitkonstante trp etwa 20 | sV
Toleranz des B-Wertes B-Tol. + 7 %
Toleranz des Kaltwiderstandes - Rag-Tol. | + 20 %
Fectigungelberaicht

“Wefte aes ‘hahwibtersantes Rog, Ras, bretcurt TR arerdihdy s R

Rao 10 25 80 150 240 1k 6 k Q
Rys 8,5 09 50 125 200 820 48k | Q

B?) 2580 2700 2800 3090 3260 3530 3950 | °K
TK 3,0 3,1 3,3 3,6 3.8 41 4.6 % /grd

) bei Chassismontage
1y Ermittelt durch Messung bei 20 °C und 100 °C
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K25

HeiBleiterwiderstand als Funktion der HeiBleitertemperatur, Ry = F{T)
bezogen auf die in der Tabelle angegebenen Nennwerte bei 20 °C

Q
16°
™.
\\\
]OL \\
\‘
\\ : . ]
. e Rog=6kQ
103
\\
\.\\
q T~ Ryg=1kQ
20 —
\\\ \\-_ \\\
M s [~~~
[~
102 \.\ I
=T Ry - 1509 o
—— [~
\\ [ —‘\“ B .
N~ — \\__‘Rgg =609
iy iy g
— Rpp=10Q —
I ———
=
100
107
-20 =10 0 10 20 30 L0 h0 60 70 °f

= Ty
451
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039 : 5’#

K 26 it
g5 135 =
e 78-55
Gewichtetwa 0,2 ¢ MaBe in mm

Kompensations-HeiB}leiter

Der HeiBleiter K 26 ist zur Stabilisierung des Arbeitspunktes in Transistor-Verstirkern,
vorwiegend in Rundfunkempfangern, geeignet. Er wird unlackiert geliefert. Die Kenn-
zeichnung der Widerstandswerte erfoigt durch Farbpunkte (Reihenfolge von auBen
nach innen) gemaB der unten angegebenen Tabelle. Die Typenbezeichnung ist durch
die Bauform gekennzeichnet,

Grenzdaten

Maximale Dauerbetriebstemperatur T + 100 | °C
Kenndaten

Warmeleitwert Geny 4 mW/grd
Thermische AbkiUhlzeitkonstante T:h 20 s
Toleranz des B-Wertes B-Tol. +7 %
Toleranz des Kaltwiderstandes Ryo-Tol. + 20 %

Fertigungsiibersicht

Werte des Kaltwiderstandes Ry, Rys, B-Wert und TK (negativ) bei 20 °C sowie
Kennfarbe

Rao 6 k 16 k Q

Rys 5 k 13 k Q

BY 3250 3530 °K

TK 3,8 41 %/grd
Kennfarbe blau-ocrange braun-blau-orange

1) Ermittelt durch Messung bei 20 °C und 100 °C
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28

Heilleiterwiderstand als Funktion der Hei3leitertemperatur, RHL = F (THL),
bezogen auf die in der Tabelle angegebenen Nennwearte bei 20 °C

kQ
0% ¢
N
\\
N
5
RyL
PN
N N
N,
N
\QQ N6k
101 N\ \\
\\ ‘\
\\
N
5 ™,
. N
N\ N
N
N N
AN AN
N N
100
=
5
107
-20 0 20 40 B0 80 100 °C

—» THL

453
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K 151 e
K 154 ‘ 1L

Gewicht etwa 0,6 g MaBe in mm

Kompeﬁsations-HeiBleiter

Die HeiRleiter K 151 und K 154 sind vorwiegend zur Stabilisierung des Arbeitspunktes
in Transistor-Verstarkern z. B. in Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeraten geeignet.
Der K 151 wird unlackiert geliefert, K 154 ist mit hellblauem Schutzlack isoliert. Die
Kennzeichnung der Widerstandswerte erfoigt durch Farbpunkte (Reihenfolge im Uhr-
zeigersinn) gemaR der unten angegebenen Tabelle. Die Typenbezeichnung ist durch
die Bauform gekennzeichnet.

K 154 ist auch mit einer Ryg-Toleranz von + 109 lieferbar.

Grenzdaten

Maximale Dauerbetriebstemperatur T + 100 | °C
Kenndaten

Warmeleitwert ‘ Gehy 8 mw/grd
Thermische Abkihlzeitkonstante Tih 30 S
Toleranz des B-Wertes B-Tol. +7 %

Toleranz des Kailtwiderstandes Rao-Tol. + 20 %

Fertigungsibersicht

Werte des Kaltwiderstandes Ryg, Ras, B-Wert und 7K (negativ) bei 20 °C sowie
Kenntarbe

Ra0 4 10 20 40 100 150 250 500 Q
Rag 3,5 8,5 17 34 83 120 | 200 | 400 | Q
B 2580 2700 2810 3000 3260 3530 | 3600 | 3600 | °K
K 3,0 3.1 3.3 3,5 3.8 4,1 42 | 42 | %/grd
Kenn- gelb- braun rot- gelb- braun- | braun-| rot- grin-
farbe schwarz| braun braun braun rot grin- {grin- | rot

braun | braun
Rag 1k 2k bk 10k 25k 60k | Q
Ras 800 16K 39k 8k 20k 4k | Q
B 3950 3950 4250 4250 | 4450 4600 | °K
TK 4,6 4,6 5,0 5,0 52 54. | %lgrd
Kenn- braun | rot- grin- braun rot blau
farbe corange | orange | orange | gelb grin gelb

orange

Kennlinien Ry = f (Ty) siehe Seite 456
1y Ermittelt durch Messung bei 20 °C und 100 °C
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stanloleh T4 05
_'Vmﬂm\\. %_f ’
25

sat

K156

- N7
08—t — 4le MaBein mm

Gewicht etwa 0,8 ¢

Kompensations-Heif3leiter

Der HeiBleiter K 156 besteht aus einer HeiBleitertablette, die einseitig auf ein Wirme-
leitblech aufgelotet ist. Das Warmeleitblech stellt dabel den einen AnschluB des HeiB3-
leiters dar, Der zweite wird von einem Zuleitungsdraht {ibernommen.

Der K 156 ist besonders geeignet zur Stabilisierung des Arbeitspunktes von Transistor-
Endstufen in Verstarkern und Rundfunkempfangern. Das Wirmeleitblech wird an den
Transistoren befestigt.

Der K 156 wird unlackiert geliefert. Die Kennzeichnung des Kaltwiderstandes erfolgt
durch Farbpunkte (Reihenfolge im Uhrzeigersinn).

Die Typenbezeichnung wird durch die Bauform gekennzeichnet.

Grenzdaten

Maximale Dauerbetriebstemperatur T 100 [ °C
Kenndaten ‘

Warmeleitwert (ruhende Luft) . Gy 13 mW/grd
Warmeleitwert (Chassismontage) G 60 mW/grd
Toleranz des B-Wertes ‘ ' B-Tol. +7 %
Toleranz des Kaltwiderstandes Rap-Tol. + 20 %

Fertigungsiibersicht

Werte des Kaltwiderstandes Ryg, Ras, B-Wert und TK (negativ) bei 20 °C sowie
Kennfarbe ‘

Ra0 4 10 20 40 100 150 250 500 | Q

Rs 3.5 8,5 17 -34 83 120 200 400 | Q
BY 2580 2700 2810 3000 3260 3530 | 3600 | 3600 | °K
TK 3,0 3,1 3.3 35 3.8 4,1 42 1 42 | %/ord
Kenn- | gelb braun | rot- gelb- braun- |braun-| rot- grin
farbe schwarz| braun braun | braun | rot grin- [grun- |rot
braun | braun

Ryo 1k 2k 5k 10 k 25 k 60k | Q

Ras 800 16k 39k 8k 20 k 45k | Q

8" 3950 39850 4250 4250 4450 4600 | °K

TK 4,6 4,6 5,0 5,0 52 5,4 %/grd

Kenn- | braun rot- grin- braun | rot blau

farbe | orange | orange | orange | gelb agrin gelb

orange

Kennlinien Ry = f (TH) siehe Seite 456
Y Ermittelt durch Messung bei 20°C und 100°C
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K 151
K154
K 156

HeiBleiterwiderstand ais Funktion der HeiBleitertemperatur, Ry = f (Ty),
bezogen auf die in der Tabelle angegebenen Nennwerte bei 20 °C

Q
108
5 N
N
RHL \\‘~
T Y
10° ke
T N
5 NG
N "~ N
\\\ \
™. < N N ~
10t AN ™~ b S ~%
™S > g \'5‘\ — :[ s
5 N ) a 254"9 \\\.
P, \\ .y -~ l\\_ o
- S e ~ (7 A’Q ‘\\
T~
Nl ~
0% i hNEANERNG o N S~
— :
5 ‘\‘\\ ‘5"‘-.2#0 =
SN S \%N\ \\4&£L P
™ TN I Py e
02| NS TN Q] ~~
o o
5 1 = gk 5
~~ — S~ T
™~ "~ ~~ S0 i i
B, ‘-:‘ -..T"—-u. ——
3 ~ — 100
B ] ) | — T
= 5‘0-‘-&? T ——
10° e =
5
107

-2} -0 0 10 20 30 40 5 60 70 80 80 100°C
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INDUSTRIE-Typen
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4. INDUSTRIE-Typen
(Obersicht)
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4.1. Typeniibersicht INDUSTRIE-Typen

Transistoren

Germanium-HF-Transistoren
Germanium -NF-Transistoren
Germanium-NF-Leistungstransistoren

Silizium-UHF-Transistoren
Silizium-HF-Transistoren

Silizium-NF-Transistoren

Silizium-Leistungstransistoren
Silizium-HF-Leistungstransistoren

Thyristor - Tetrode
Dioden

Germanium-Spitzendioden
. in Miniaturbauform
Germanium-Spitzendioden Quartett

Germanium-Spitzendioden
fir Patronenfassungen

Germanium-Tunneldioden

Germanium-Backward-Diode
Multiple-Silizium-Planar-Schaltdioden
Silizium-Planardioden

Silizium-Miniaturdioden
Speicher-Varaktoren
Referenz-Elemente
Silizium-Zenerdioden

Germanium-Fotodioden
Fotoelemente

Silizium-Fotoelemente

Silizium-Foto-Transistoren

AFY 11, AFY 12, AFY 16, AFY 18, AFY 34
AFY 37, AFY 39, AFY 42

ACY 23, ACY 32, ACY 33,
ASY 26, ASY 27, ASY 48, ASY 70

ADY 27, AUY 18, AUY 18, AUY 20, AUY 21,
AUY 22, AUY 29, AUY 34, TF 78/30, TF 78/60

BFX 62

BFX 55, BFX 59, BFX 60, BFY 33, BFY 34,

BFY 45, BFY 46, BFY 99, BSX 45, BSX 46,
BSX 99, BSY 17, BSY 18, BSY 34, BSY 58,
BSY 61, BSY 62, BSY 63

BCY 58, BCY 59, BCY 65, BCY 66, BCY 78,
BCY 79, BSX 62, BSX 63

BDY 12, BDY 13, BUY 12, BUY 13, BUY 14
BLY 22

BRY 20

AAY 27, AAY 28
AAY 43

AAY 53, AAY b4, AAY 55

TU10/1, TU10/2, TU 111, TU 11/2, TU 1211,
TU 12/2, TU 13/1, TU 13/2, TU 14/1, TU 14/2
TU 101, TU 105, TU 110

TU1B
BAX 28, BAX 30

BAX 74, BAY 41, BAY 42, BAY 43, BAY 60,
BAY 63 BAY 98, BAY 99

BAY 44, BAY 45, BAY 46

BXY 10, BXY 11, BXY 13, BXY 14, BXY 22
BZY 80, BZY 81, BZY 82

BZY 83/C, BZY 83/D, BZY 85/C, BZY 85/D

APY 12, APY 13

BP 100, BPY 11, BPY 43, BPY 44, BPY 45,
BPY 46, BPY 47, BPY 48, BPY 63, BPY 64
TP 60, TP 61

BPY 61, BPY 62

433
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HeiBleiter A 31, A 32-1/600, A 32-2/300
A 34-2/30, A 34-4/20, A 34-5/15
A 34-8/40, A 34-7/10, A 34-10/25
A 34-14/30, A 34-25/18, A 37-10 k, A 37-100 k
F 74-35/15
F 74-51/25 x
F 75-34/14, F 75-41/21, F 75-46/23,
F 75-54/32, :
K11, K13, K 15, K 17, K 18, K 19, K 22, K 29,
K 172, K 252, K 273, K 292
R 51-8/0,5/10, R 51-4/1/20

Kaltleiter P 310-C 11, P 330-C 11, P 350-C 11, P 390-C11,
P 450-C 11,
P 310-C 12, P 330-C 12, P 350-C 12, P 390-C 12,
P 330-C 13, P 350-C 13, P 390-C 13,
P 350-C 14, P 390-C 14,
P 350-C 15, P 390-C 15,
P 390-C 186,
P 330-D 1, P 350-D 1, P 390-D 1,
P 350-E 1, P 390-E 1, P 430-E 1, P 430-E 11

Fallgeneratoren EA 218,
FA 22e, FA 24,
FC 32, FC 33, FC 34,
JC 24,
MB 23, MB 26, E! 38 MU,
RHY 10, RHY 11,
RHY 15, RHY 16, RHY 17, RHY 18, RHY 19,
RHY 20,
RMY 10, RMY 11,
SBV 514, SBV 525, SBV 535, SBV 536, SBV 544,
SBV 552, SBV 566,
SV 110, SV 120, SV 130, SV 210, SV 220, SV 230
TC 21, TC 21-d

Feldplatten FP15M 20, FP 17 L 100, FP 17 L 100 F,
FP20 P47 FP 20 T 47, FP 28 D 470,
FP 30 L 150, FP 30 D 150, FP 30 D 170,
FP 30 D 220, FP 30 L 47, FP 32 L 10,
FP 37 D 1000, FP 37 P 50

464
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4.2. Alphabetisches Typenverzeichnis (INDUSTRIE-Typen)

Typ Bemerkungen
A3l AnlaB-HeiBleiter mit kleinen Abmessungen
A 32-1/600 Anla3-HeiBleiter, besonders geeignet zur Unterdriickung
von EinschaltstromstoBen
A 32-2/300 AnlaB-HeiBleiter, beson‘ders geeignet zur Unterdrickung
von EinschaltstromstBen
A 34-2/30 Anlaf3-HeiBleiter, besonders geeignet
fur Relaisverzogerungsschaltungen
A 34-4/20 AnlaB3-HeiBleiter, besonders géeignet
flr Relaisverzogerungsschaltungen
A 34-5/15 Anla3-Hei3leiter, besonders geeignet
flr Relaisverzdgerungsschaltungen
A 34-6/40 AnlaB-HeiBleiter, besonders geeignet
flir Relaisverzégerungsschaltungen
A 34-7/10 AnlaB-HeiBleiter, besonders geeignet
flir Relaisverzogerungsschaltungen
A 34-10/25 AnlaB-HeiBleiter, besonders geeignet
fiir Relaisverzdégerungsschaltungen
A 34-14/30 AnlaB-Heilleiter, besonders geegignet
fUr Relaisverzdgerungsschaltungen
A 34-25/18 AnlaB-HeiBleiter besonders geeignet
fir Relaisverzdgerungsschaltungen
A 37 Anla3-HeiBleiter fir universelle Anwendungen
AAY 27 Germanium-Schalt- und HF-Diode
fUr universelle Anwendungen
AAY 28 Germanium-HF-Diode
Universaldiode flir hohe Sperrspannung
AAY 43 Germanium-Dioden-Quartett in Ringmodulatorschaltung
AAY 53 Germanium-Spitzen-Diode fur Patronenfassungen,
besonders geeignet fir MelBzwecke
AAY 54 Germanium-Spitzen-Diode flr Patronenfassungen,
besonders geeignet fuir Mellzwecke
AAY 55 Germanium-Spitzen-Diode flir Patronenfassungen,
besonders geeignet fir MeBzwecke
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Typ Bemerkungen

ACY 23 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
flr Vor- und Treiberstufen

ACY 32 Rauscharmer PNP-Germanium-NF-Transistor,
besonders geeignet fiir rauscharme Vorstufen

ACY 33 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
fiir Endstufen mittlerer Leistung.

Fur Gegentakt-Endstufen kénnen diese Transistoren
gepaart geliefert werden

aDY 27 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet

fur hochwertige Endstufen groBer Leistung
AFY 11 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor
AFY 12 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor, besonders

geeignet fir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz

AFY 16 PNP-Germanium-Mesa-Transistor, besonders geeignet
fir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz

AFY 18 Epitaktischer PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor, fiir
Antennenverstarker bis zu 250 MHz

AFY 34 Epitaktischer PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor flir
Anwendungen im GHz-Bereich

AFY 37 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor, besonders
geeignet fir UHF-Antennenverstarker

AFY 39 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor, besonders
geeignet fir VHF-Antennenverstarker

AFY 42 PNP-Germanium-HF-Mesa-Transistor fiir Vor- Misch-
und Oszillatorstufen bis 860 MHz

APY 12 Germanium-Fotodiode mit hoher Sperrspannung
Nachfolgetype im TO-18-Gehause fir TP 50

APY 13 Germanium-Fotodiode fir mittlere Sperrspannung
Nachfolgetype im TO-18-Gehause fiir TP 51

ASY 26 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
fir den Einsatz als mittelschneller Schalter

ASY 27 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
fir den Einsatz als mittelschneller Schalter

<66 ¥ Neuer Typ
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Typ Bemerkungen

ASY 48 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
fur den Einsatz als Schalter

ASY 70 PNP-Germanium-Transistor, besonders geeignet
fir den Einsatz als Schalter

AUY 18 PNP-Germanium-NF-Transistor, Leistungsschalter

AUY 19 PNP-Germanium-NF-Transistor, Leistungsschalter

AUY 20 PNP-Germanium-NF-Transistor, Leistungsschalter

AUY 21 PNP-Germanium-NF-Transistor, Leistungsschalter

AUY 22 PNP-Germanium-NF-Transistor, Leistungsschalter

AUY 29 PNP-Germanium-Transistor fiir NF-Leistungsstufen
und als Leistungsschalter

AUY 34 PNP-Germanium-NF-Transistor, besonders geeignet
als Leistungsschalter bei hohen Spannungen

BAX 28 Multiple-Silizium-Planar-Schaltdiode Dreifachsystem
im TO-18-Geh&ause mit gemeinsamer Kathode

BAX 30 Multiple-Silizium-Planar-Schaltdiode, Dreifachsystem
im TO-18-Geh&use mit gemeinsamer Anode

BAX 74 Silizium-Planardiode in Kunststoﬁausfuhrung
Logikdiode fur kleine Stréme

BAY 41 Silizium-Planardiode in Miniaturausfihrung,
Schaltdiode flir mittlere Strome

BAY 42 Silizium-Planardiode in Minfaturausfihrung,
Schaltdiode fir mittlere Strome

BAY 43 Silizium-Planardiode in Miniaturausflihrung,
Schaltdiode fur mittlere Strome

BAY 44 Silizium-Diode in Miniaturausfihrung,
besonders geeignet als Gleichrichter bis zu Frequenzen
von einigen MHz

BAY 45 Silizium-Diode in Miniaturausfiihrung,
besonders geeignet als Gleichrichter bis zu Frequenzen
von einigen MHz

¥ Neuer Typ 467
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Typ Bemerkungen

BAY 46 Silizium-Diode in Miniaturausfihrung,
besonders geeignet als Gleichrichter bis zu Frequenzen
von einigen MHz

BAY 60 Silizium-Planardiode in Mintaturausfihrung
Logikdiode flir kleine Strome
BAY 63 Silizium-Planardiode in Miniaturausfihrung
Logikdiode flir mittlere Stréme
oY BAY 98 Silizium-Planardiode in Miniaturausfithrung flr
hohe Sperrspannung
ey BAY 99 Silizium-Planardiode in Miniaturausfiihrung
BCY 58 NPN-Silizium-NF-Transistor, besonders geeignet

far rauscharme Verstarkerstufen

BCY 59 NPN-Silizium-NF-Transistor, besonders geeignet
fir rauscharme Verstarkerstufen

¥ BCY 65 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir Vor- und Treiberstufen mit hohen Betriebsspannungen

¥ BCY 66 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir besonders rauscharme NF-Vor- und Treiberstufen

e¢¥Y BCY 78 Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fur NF-Vor- und Treiberstufen sowie als Komplementar-
Typ zu BCY 58

eV BCY 79 Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie als Komplementar-
Typ zu BCY 59

BDY 12 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet fir hochwertige NF-Endstufen

BDY 13 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet flir hochwertige NF-Endstufen

oY BFX55 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-1 ransistor,
verwendbar in VHF-Endstufen und in Antennenkanal-
und Breitbandverstarkern

oY BFX 59 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor,
verwendbar in Verstarker-, Treiber- und Endstufen
kleiner Leistung bis 600 MHz
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Typ

Bemerkungen

BFX 60

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor
geeignet zum Einsatz in HF-Verstarkerstufen in
Emitterschaltung

BFX 62

Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-UHF-Transistor zum
Einsatz in Vorstufen und selbstschwingenden
Mischstufen bis 1 GHz

BFY 33

NPN-Silizium-Planar-Transistor,
universell anwendbar

BFY 34

NPN-Silizium-Planar-Transistor, universell anwendbar
(&hnlich 2 N 1613)

BFY 45

NPN-Silizium-Planar-Transistor, vor aliem fir die
Ansteuerung von Nixie- und dhnlichen
Anzeigerdhren geeignet

BFY 46

NPN-Silizium-Planar-Transistor universeli verwendbar;
besonders flr rauscharme Vorstufen geeignet
(ahnlich 2 N 1711)

BFY 99

NPN-Silizium-Planar-Transistor in der Technik integrierter
Strukturen, besonders geeignet fiir GroBsignal-
anwendungen bei hohen Frequenzen (&hnlich 2 N 3553)

BLY 22

NPN-Sitizium-Planar-Transistor in der Technik integrierter
Strukturen, besonders geeignet fir GroBsignal-
anwendungen bei hohen Frequenzen (entspricht 2 N 3375)

B8P 100

Silizium-Fotoelement, besonders-geeignet
flr Steuer- und Regelschaltungen,
sowie fir qualitative Lichtmessungen

BPY 11

Silizium-Fotoelement, besonders geeignet fiir Steuer-
und Regelschaltungen in Lochkarten- und Lochstreifen-
abtastung sowie flir quantitative Lichtmessungen

BPY 43

'Silizium-FotoeIement im Miniatur-Glasgehduse

mit garantiertem Sperrverhalten fir radiale Beleuchtung

BPY 44

Silizium-Fotoelement im Miniatur-Glasgeh&use
mit garantiertem Sperrverhalten flr radiale Beleuchtung

BPY 45

Silizium-Solareiement mit hohem Wirkungsgrad, beson-
ders geeignet zur Zusammenstellung von Solarbatterien

BPY 46

Silizium-Fotoelement, besonders geeignet
flr Steuer- und Regelschaltungen

® Vorlaufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ M Nicht fir Neuentwicklung
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Typ Bemerkungen

BPY 47 Silizium-Fotoelement, besonders geeignet
flr Steuer- und Regelschaltungen

BPY 48 Silizium-Fotoelement, besonders geeignet
flur Steuer- und Regelschaltungen

BPY 61 Silizium-Foto-Transistor im Miniaturglasgehause,
mit besonders hoher Fotoempfindlichkeit

BPY 62 Silizium-Foto-Transistor im TO-18-Gehause
fur universelle Anwendungen

BPY 63 Silizium-Fotoelement, besonders geeignet fir
Steuer- und Regelzwecke

BPY 64 Silizium-Fotoelement, besonders geeignet fir
Steuer- und Regelschaitungen

BRY 20 PNP-Silizium-Thyristor-Tetrode in Planartechnik, beson-
ders geeignet fir den Einsatz als mittelschneller Schalter

BSX 45 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fur NF-Verstarker und Schalteranwendungen

BSX 46 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, Qeeignet
fir NF-Verstarker und Schalteranwendungen

BSX 48 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet

BSX 49 fir den Einsatz ais schneller Kerntreiber

BSX 62 Epitakiischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir NF-Endstufen und als Schalter mitilerer Leistung

BSX 63 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
fir NF-Endstufen und als Schalter mittlerer Leistung

BSY 17 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet flr den Einsatz als schneller Schalter
Logik-Typ (entspricht 2 N 743)

BSY 18 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet fir den Einsatz als schneller Schalter
Logik-Typ {entspricht 2 N 744)

BSY 34 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet fir den Einsatz als schneller Kerntreiber

BSY 58 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet fir den Einsatz als schnelier Kerntreiber

470 @ Vorlaufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ
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Typ ~Bemerkungen

BSY 61 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, geeignet
als schneller Logikschalter im Plastikgehduse TO-92

BSY 62 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders
geeignet fir den Einsatz als schneller Schalter, Logik-
Typ (Gruppe A entspricht 2 N 706 A)

BSY 63 Epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor, besonders

* geeignet fiir den Einsatz als schneiler Schalter
Logik-Typ (entspricht 2 N 708)

BUY 12 NPN-SEIizium-Mesa-Transistor. besonders geeignet fir
den Einsatz als schneller Hochstrom-Leistungs-
schalter und in Sender-Endstufen

BUY 13 NPN-Silizium-Mesa-Transistor, besonders geeignet fir
den Einsatz als schneller Hochstrom-Leistungs-
schalter und in Sender-Endstufen

BUY 14 NPN-Silizium-Mesa-Transistor, besonders geeignet fir
den Einsatz als schneller Leistungsschaiter

BXY 10 C Speicher-Varaktor im Mikrowellengehéuse
flr Eingangsleistungen 0,1...1,5 W

BXY 10D Speicher-Varaktor im Mikrowellengehiuse
fir Eingangsleistungen 0,3...25 W

BXY 11 E Speicher-Varaktor im Mikrowellengehause
flr Eingangsleistungen 0,5...3 W .

BXY 11 F Speicher-Varaktor im Mikrowellengehiuse
fur Eingangsleistungen 1...5 W '

BXY13C Speicher-Varaktor im Mikroweilengeh&duse mit
SchraubfuBl flr Eingangsieistungen 0,1...1 W

BXY 13D Speicher-Varaktor im Mikrowellengehause mit
SchraubfuB flr Eingangsleistungen 0,2...2,5 W

BXY 14 E Speicher-Varaktor im Mikrowellengehiuse
mit Schraubfu fir Eingangsleistungen 0,5...3 W

BXY 14 F Speicher-Varaktor im Mikrowellengehiuse mit
SchraubfuB fir Eingangsleistungen 1...5 W

BXY 22 Modulator-Diode im Prong-Gehéuse zur Aufnahme in

einer Patronenfassung, Anwendungsbereich bis in den
GHz-Bereich
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Typ Bemerkungen
BZY 83/C Silizium-Zenerdioden, 5%-Reihe im Metallgeh&ause
BZY 83/D Silizium-Zenerdioden, 10%-Reihe im Metallgehause
BZY 85/C Silizium-Zenerdioden, 5%-Reihe, Miniaturbauform
BZY 85/D Silizium-Zenerdioden, 10%-Reihe, Miniaturbauform
EA 218 Einbau-Hallsonde
F 74-35/15 Fremdgeheizter HeiRleiter, besonders geeignet fir
Regelschaltungen
F 74-51/25 x Fremdgeheizter HeilBleiter, besonders geeignet fiir
Regelschaltungen
F 75-34/14 Fremdgeheizter Heil3leiter, besonders geeignet fir
‘ Regelschaltungen
F 75-41/21 Fremdgeheizter HeiBleiter, besonders geeignet fir
Regelschaltungen
F 75-46/23 Fremdgeheizter Hei3leiter, besonders geeignet flr
Regelschaltungen
F 75-54/32 Fremdgeheizter Hei3leiter, besonders geeignet fir
Regelschaltungen
FA 22e Feldscnde
FA 24 Feldsonde
FC 32 Feldsonde, besonders geeignet
fur Prazisionsmessungen magnetischer Felder
FC 33 Feldsonde, besonders geeignet
flir Prazisicnsmessungen magnetischer Felder
. FC 34 Feldsonde, besonders geeignet
flr Prazisionsmessungen magnetischer Felder
FP 15 M 20 Feldplatte (Axialsonde) fir Messung von Axialfeldern
in kleinen Bohrungen bis zu Tieftemperaturen von 4,2°K
FP 17 L 100 Feldplatte mit kleinen Abmessungen und geringem
Temperaturkoeffizienten
¥ FP17L100F Ferrit-Feldplatte, Me3sonde flr magnet. Kreise,

Feldplattendicke ergibt minimale Beeinflussung des
magnetischen Widerstandes
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FP 20 P 47 Feldplatte, grofiflachig, hochbelastbar, mit kleinem
Temperaturkoeffizienten

FP 20 T 47 Feldplatte, gro3flachig, hochbelastbar, mit minimalem
Temperaturkoeffizienten

FP 28 D 470 Feldplatte (Sonde) mit groBer relativer
Widerstandsanderung

FP 30 L 150 Feldplatte mit kleinen Abmessungen und geringem
Temperaturkoeffizienten

FP 30 D 150 Feldplatte {Sonde) mit groBer relativer
Widerstandsanderung

FP 30 D 170 Feldplatte (Sonde) mit greBer relativer
Widerstandsanderung ‘

FP 30 D 220 Feldplatte (Sonde) mit groBer relativer
Widerstandsanderung

FP 30 L 47 Feldplatte mit kleinen Abmessungen und geringem
Temperaturkoeffizienten

FP 32L 10 Feldplatte (Doppelsonde) zur Messung von
Feldgradienten

FP 37 D 1000 Feldplatte mit hchem Grundwiderstand und groBer
relativer Widerstandsanderung

FP 37 P 50 Feldplatte mit mittleren Werten fir relative
Widerstandséanderung und Temperaturkoeffizient

JC 24 Jochsonde zur Hochstrommessung

K 11 Kompensations- und MeBheileiter

K13 Kompensations- und MelBheilleiter
flr Chassismontage

K 15 Kompensations- und MeBheiBleiter

K17 MeBheiBleiter, Temperaturfihler

K18 MeBheiBleiter fiir den Einbau in Temperaturfihler

K19 HeiBleiter fir MeBzwecke

¥ Neuer Typ 473
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K 22 HeiBleiter fir Kompensation,
MeBzwecke und automatische Regelung

K 29 HeiBleiter fiir MeBzwecke

K172 MeBheiBleiter fur héhere Temperaturen

K 252 Kompensations- und MeBheifleiter
fir Chassismontage, besonders geeignet zum Einsatz
in Temperaturregelschaltungen in der Heizungstechnik

K 273 MeBheileiter mit hoher MeBgenauigkeit
fur Fliussigkeiten

K 292 MeBheiBleiter fiir hdhere Temperaturen

KSM 2 Kontaktloser Signalgeber mit Hallgenerator.
Vorbeibewegtes Eisenteil ergibt Hallspannung

KSM 2R Wie KSM 2, jedoch mit Remanenzverhalten (R).
Dadurch ,,gespeicherte Kenntnis" bei ausgefallener
Versorgungsspannung

MB 23 Hallmultiplikatorsonde

MB 2§ Hallmultiplikator

El 38 MU (Eingebaut in El 38 MU-Metallkern, Ty = 25 °C)

P 310-C 11

P 330-C 11

P 350-C 11

P 390-C 11

P 450-C 11 Die Kaltleiter eignen sich zur Lésung von allgemeinen

P 310-C 12 Aufgaben in der Temperatur-Regeltechnik sowie als

P 330-C 12 Uberlastungsschutz, Sie sind besonders geeignet als

P 350-C 12 Ubertemperatursicherung von Elektromotoren,

P 390-C 12 Maschinen und Geraten aller Art. Sie sind mit einem

P 330-C 13 Kunststoffiberzug versehen

P 350-C 13

P 390-C 13

P 350-C 14

P 390-C 14

P 350-C 15

P 390-C 15

P 390~C 16 Der Kaltleiter eignet sich zum Einsatz als Uberstrom-
schutz und Temperatursicherung sowie zur zeitlichen
Verzégerung von AnlaBvorgangen bei hohen Betriebs-
spannungen, Er ist mit einem Kunststoffiberzug versehen

474 ¥ Neuer Typ
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P 330-D 1 Die Kaltleiter eignen sich flir alle Anwendungen bei

P 350-D 1 denen ein Schaltvorgang bei einer bestimmten Tempe-
P 390-D 1 ratur (Tn) ausgeldst werden soll, z. B, als thermischer

Uberlastungsschutz von Transistorleistungsstufen.
Das Gehéuse, vom Kaltleiter elektrisch isoliert, gewihr-
leistet guten Warmekontakt mit dem Chassisblech

P 350-E 1 Die Kaltleiter eignen sich besonders fiir Flissigkeits-

P 390-E 1 niveau-Regelung, sie sind in einem Miniatur-Glasgehause

P 430-E 1 vom Typ DO-7 eingebaut

P 430-E 11 :

R 51-4/1/20 RegelheiBleiter, besonders geeignet zur Stabilisierung
kleiner Spannungen im HF-Bereich

R 51-8/0,5/10 RegelheiBleiter, besonders geeignet zur Stabilisisierung
kleiner Spannungen im HF-Bereich

RHY 10 Axialfeldsonde

RHY 11 Axialfeldsonde

RHY 15 Ferrit-Hallgenerator

RHY 15 R Ferrit-Hallgenerator

RHY 16 Ferrit-Hallgenerator

RHY 17 Hall-Feldsonde fiir Magnetfeldmessung
bei Tieftemperaturen bis —269 °C

RHY 18 Hall-Axialfeldsonde fiir Magnetfeldmessung axiai in
Bohrungen bei Tieftemperaturen bis —269 °C

RHY 19 Hallgenerator (Feldsonde)
zur Feldmessung in extrem kleinen Luftspalten

RHY 20 Ferrit-Hallgenerator

RMY 10 Hallmultiplikator

RMY 11 wV-Hallmodulator

SBV 514 Hallmodulator

SBV 525 Feldsonde, besonders geeignet zur Feldmessung
in extrem kleinem Luftspalt

SBV 535 Magnetogrammsonde

SBV 536 Magnetogrammsonde

¥ Neuer Typ M Nicht fir Neuentwicklung 475
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SBV 552 Axialfeldsonde, besonders geeignet zur Messung
von Axialfeldern in Bohrungen

SV 110 Hallsignalsonde mit Aufdampfschicht

SV 120 Hallsignalsonde mit Aufdampfschicht

SV 130 Hallsignalsonde mit Aufdampfschicht

SV 210 Hallsignalsonde mit Aufdampifschicht

SV 230 Hallsignalsonde mit Aufdampfschicht

TC 21 Tangentialfeldsonde

TC 21-d Tangentialfeldsonde (Doppelsystem)

TF 78/30 PNP-Germanium Transistoren

TF 78/60 fir NF-Endstufen, sowie fiir Schalteranwendungen.
Fir Gegentaki-Endstufen kdnnen die Transistoren
TF 78/30 gepaart geliefert werden

TP 601)‘ Silizium-Fotoelement, Gehauseausfiihrung
flr elektronische Steuer- und Regelschaltungen

TP 619 Silizium-Fotoelement, offene Bauform flr elektronische
Steuer- und Regelschaltungen

TU 10 bis Germanium-Tunneldioden

TU 14

TU 101 bis

TU 110

TU1B Germanium-Backward-Diode

) Ersatztyp in Vorbereitung
9 Ersatztyp BPY 63
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Kollektor- Kollektor- Grenz- Wérme- Gehause

Basis- strom frequenz widerstand
Tip Sperr-
(F = PNP) spannung
(P = NPN) Uegor V I mA fri MHz Rty jus grd/W

(Uceoi V) (fgi kHz)  [(Repqi grd/W)
ACY 23 P 32 200 15 <300 | TO-
ACY 32 P 30 200 15 <300 | TO-
ACY 33 Pl 3 1000 15 (40) | TO-
ADY 27 Pl a3 3500 (12) (< 2) T0-3
AFY 11 Pl a0 70 350 (= 80) TO-54hnl.
AEY 12 Pl o5 10 230 <750 | TO-72
AEY 16 Pl = 10 £50 <750 | TO-72
£FY 18 Pl a0 100 600 (= 80) TO-54hnl.
AFY 34 Pl 40 20 3500 | (=157) | koaxial
AFY 37 D 20 600 <750 | TO-72
£FY 39 Pl 3 30 500 <450 | TO-72ahnl
AFY 42 Pl a0 10 650 <750 | TO-72
£.SY 26 B 200 > 4 (<200) | TO-5
ASY 27 P 25 200 > 6 (<200) | TO5
ASY 48 Pl 64 300 1,2 (=50) | TO
LSY 70 Pl 300 15 (s50) | TO-1
AUY 18 Pl e 8000 ® (= 5) TO-8
AUY 19 Pl 64 3000 (10) (=15 | TO=3
AUY 20 P 80 3000 (10) (=15 | TOS3
AUY 21 P 6 10000 ® (=15 | TO-41
AUY 22 P| e 8000 ®) (15 | TO-#1
AUY 29 P| 50 15000 ® (=15 | TO-41
AUY 34 Pl 100 3000 (10) (=15 | TO=3
BCY 58 N (32 200 (>150) | =450 | TO-18
BCY 59 N|  s) 200 (>150) | =450 | TO-18
BCY 65 N[ (60 200 300 <450 | TO-18
BCY 66 N| 45 200 300 <450 | TO-18

1 Maximale Schwingfrequenz (MHz)

<80
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Kollektor- Kollektor- Grenz- Wéarme- Gehduse

Basis- strom frequenz widerstand PL = Plast k
Typ Sperr-
(P =PNP) spannung
(N = NPN) Uegos V IcimA fri MHz Ryt grd/W

(Uceoi V) (Renys grd/W)
BCY 78 P 32) 200 200 <50 | To-18
BCY 79 P @) 200 200 <50 | TO-18
BDY 12 N| 60 2000 30 (=7) (SOT-9)
BDY 13 N[ s 2000 =30 (=7) (SOT-9)
BFX 55 N[ e 400 500 <920 | TOs9
BFX 50 NI @0 100 800 <650 | TO-12
BFX 60 N[ w0 o5 550 <65 | TO-72
BFX 62 N| 30 19 650 <1000 | TO-712
BFY 33 N| 50 500 80 (= 60) TO-39
BFY 34 N| 75 500 100 (= 60) TO-39
BFY 45 N[ o 30 130 (=60) | TO-39
BFY 46 Nl 500 100 (<60) | TO-39
BFY 99 N[ 65 1000 500 (<40) | TO-30
BLY 22 N| e 1500 500 (< 15) TO-60
BSX 45 N| 80 1000 ~60 =20 | TO32
BSX 46 N| 100 1000 > 60 =20 | Toa
BSX 48 N[ 50 600 400 <500 | TO-18
BSX 49 N 600 400 <500 | TO-18
BSX 62 N[ 60 2000 50 (< 35) TO-39
BSX 63 N| 80 2000 50 (= 35) TO-39
BSY 17 N| 20 200 ~080 <50 | To-18
BSY 18 N[ 20 200 080 <50 | TO-18
BSY 34 N 600 400 (60) | TO-39
BSY 58 N| 80 600 400 (< 60) TO-39
BSY 61 N| %5 200 >200 <45 | TO-92(PL)
BSY 62 N 200 200 <50 | TO-18
MW Nicht fiir Neuentwicklung 48
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Kollektor- Kollektor- Granz- Warme- Gehause
. Basis- strom freqenz widerstand
yp Sperr-
(P = PNP) spannung
(N = NPN) Ucpoi v I mA fri MHz Renjui grd/wW
(fgi kHz)  |Renjgigrd/W)
338Y 63 N 40 200 >300 = 50D TO-18
BUY 12 N 210 10000 11 (=15 TO-41
BUY 13 N 120 10000 11 (=15 TO-4
BUY 14 N 120 8000 [} (= 15) (SOT-9)
TF 78/30 P 32 600 (12) (= 15) TO-8 ahnl.
TF 78/60 P 64 600 (12) (= 15) TO-8 ahnl.
5.2. Thyristor-Tetrode PNPN
- Gleich- Dauer- Warme- Gehéuse
sperr- gleich- widerstand
. spannung strom
fyp
Unp Ip Renic
. v mA ord/W
BRY 20 40 300 = 220 TO-12
482
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5.3. Germanium-Spitzendioden in Miniaturbauform (Ty=25°C)
Sperr- DurchlaB- Sperrstrom
spannung spannung Ug Ip
Anwendung Typ UR bei Zr =10mA | beiUg =10V
v} ) (nA)
HF-
und Schaltdiode AAY 27 25 =083 =30
Universal-Diode AAY 28 100 0,65 (= 1,15) =7
5.3. Germanium-Spitzendioden-Quartett
Sperr- DurchlaB- Sperrstrom
spannung spannung UF IR
Anwendung Tye Ug bei Ir=10mA | bei Ug = 10V
V) I\ (nA)
Dioden-Quartett in
Ringmodulator- AAY 43 25 =083 = 30
Schaltung

Die Daten gelten fiir die Einzeldiode des Quartettes

5.3. Germanium-Spitzendioden fiir Patronenfassungen

Sperr- DurchlaB- Sperrstrom

spannung spannung Ug I

Anwendung Typ Ug bei I = 2mA | bei Ug = 40V
v) V) (nA)

MeBzwecke bis 1 GHz AAY 53 36 < 1 < 300
MeBzwecke Universal AAY 54 36 < 1 < 300
MeBzwecke bis 400 MHz AAY 55 36 <17 < 100
Y bei Ir = 5mA
® Vorlaufige Daten fiir Muster ¥ Neuer Typ 483
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3.3. Germanium-Tunneldioden (Ty =25°C}
r I1 {mA) Ry (9)] Rg ) cmin (pF)
yp
min. [ mitth, | max, | mittl. | max. | mittl, | max., | mittl, | max.
TU 10/1 0,8 1,0 1.1 110 140 2 3 2 5
TU 10/2 0,7 —_ 1,3 110 - 2 3 2 5
TU 111 1,8 2,0 2,2 80 110 1,5 2.5 5 10
TU 11/2 1,4 — 2,6 80 — 1.5 25 5 10
TU 12/1 4,5 5,0 b5 30 50 1 2 8 15
TU 12/2 3,5 — 6,5 30 — 1 2 8 15
TU 13/1 9,0 10 11 i5 30 1 2 15 30
TU 13/2 8,0 - 12 15 —_ 1 2 15 30
TU 14/1 18 20 22 10 20 1 2 30 60
TU 14/2 16 — 24 10 — 1 2 30 60
Schaltzeit-
ryp I’l (mA) Rﬂ RS len Rprodcukt
min. | mittl. | max (Q (@ (pF) n ('nS;“'”
T™J 101 0,9 1,0 11 110 3 5 <10 —
TU 105 4,25 5 5,75 30 2 8 < 20 =1
TU 110 9 10 i 10 =15 25 « 40 =1
3.3. Germanium-Backwarddiode (Ty = 25°C)
Sperr- DurchlaB3- Gesamt-
spannung spannung kapazitat
bei Ig = 300 uA bei Ir = 3mA
(mV) (mV) (pF)
TU1B 420...520 80...120 1...3
184 ¥ Neuer Typ
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5.4. Multiple Silizium-Planar-Schalidioden in TO-18-Gehdause

(Dreifachsystem) (Ty=25°
Sperr- DurchlaB3-
spannung spannung Ug Schaltzeit
Typ Ur bel Ir=30mA trr
(V) (V) (ns)
BAX 28" °5 < 1 < 4
BAX 309 25 < 1 < 4
5.4, Silizium-Planar-Dioden in Miniaturbauform (Ty = 25°02
Sperr- DurchlaB- )
Spannung spannung Ur Schaltzeit
Tye Ur bei Iy = 200 mA trr
(V) V) (ns)
BAY 41 40 <1 10 (< 15)
BAY 42 60 <1 10 {< 15)
BAY 43 80 < 1 10 (< 15)
BAY 60 25 < 19 < 4
BAY 63 50 < 1 < 4
BAY 98 120 <1 =50
BAY 99 40 <19 < 50
BAX 749 25 < 19 <10
5.4. Silizium-Dioden in Miniaturbauform (Tu=25°
Sperr- DurchlaB- Sperrstrom
Spannung spannung Ug In
Typ UR bei Ir =100 mA bei Ug
v) V) (nA)
BAY 44 50 < 1,1 20 (< 200)
BAY 45 150 < 1,1 20 (< 200)
BAY 46 300 < 1.1 20 (< 200)
) Gemeinsame Kathode N Ir=30mA N = 50 mA
%) Gemeinsame Anode %) Plastik-Gehausebauform
e Vorldufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ 4
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5.4. Silizium-Speicher-Varaktoren
Speichervaraktoren zur Frequenzvervielfachung im MHz-Bereich bis zum GHz-Bereich

B Durch- s iy Serien-
bruch- Diodenkapazitat widerstand | -,
spannung CoUR=QV; R Eingangs-
Typ bei f = 1 MHz Ug _ov.| leistung Gehause
Ig = 10uA fa=2,5GHz
) (pF) () W)

BXY 10C 50 3,0(15...35) <15 [01...15 | Mikrowellen-Gehsuse

BXY 10D 50 5(3...6) =13 0,3...2,56 | Mikrowsellen-Gehause

BXY 11E 65 7(5...10) =10 0,6...3,0 | Mikrowellen-Gehause

BXY 11F 65 15(9...18) =10 1...50 Mikrowellen-Gehduse

BXY 13C 50 3.0(1,5...3,9 =15 0,1...1,0 | Mikrowellen-Gehiuse
mit Schraubfuf3

BXY 13D 50 5(3,0...6,0) =13 0,2...25 | Mikrowellen-Gehduse
mit Schraubful

BXY 14E 65 7(5,0...10) =1 0,5...3,0 | Mikrowellen-Gehause
mit Schraubfu3

BXY 14F 65 15 (9...18) =1 1...50 Mikrowellen-Gehause
mit SchraubfuB

BXY 221 309 12 (10,8...13,2)% < 2 — Prong-Gehé&use
fiir Patronenfassung

" Modulator-Diode bis zum GHz-Bereich verwendbar

) iR = 30nA
HUR=15V
486

@ Vorlaufige Daten flr Muster
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5.4. Silizium-Zener-Dioden im Metallgehause
Pyt =0,25W bel Ty =25°C

Zener-Spannung 3:‘:93;2?‘; Zenerstrom
Typ vz fZ max Iz
V) ) (mA)
BZY 83/C 4V7 47 90 5
BZY 83/C 5V1 5.1 75 5
BZY 83/C 5V6 b6 60 5
BZY 83/C 6V2 6,2 40 5
BZY 83/C 6V8 6,8 8 5
BZY 83/C 7V5 715 6 5
BZY 83/C 8v2 8,2 7 5
BZY 83/C av1 : 9,1 10 5
BZY 83/C 10 10 15 5
BZY 83/C 11 11 20 5
BZY 83/C 12 12 30 5
BZY 83/C 13V5 13,5 30 5
BZY 83/C 15 15 58 5
BZY 83/C 16V5 16,5 75 5
BZY 83/C 18 _ 18 110 5
BZY 83/C 20 20 150 5
BZY 83/C 22 22 170 5
BZY 83/C 24V5 24,5 200 5
BZY 83/D 1 0,7 8 5
BZY 83/D 4V7 4,7 90 5
BZY 83/D 5Vé6 5,6 75 5
BZY 83/D 6V8 6,8 15 5
BZY 83/D 8v2 8,2 10 5
BZY 83/D 10 10 15 5
BZY 83/D 12 12 30 5
BZY 83/D 15 15 85 5
BZY 83/D 18 ‘ 18 100 5
BZY 83/D 22 22 200 5

487
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5.4. Silizium-Zener-Dioden in Miniaturbauform

Pt,t=0.25W bei Tu=45 °C

Zener-Spannung a:gefsetr:\l;j Zenerstrom
Typ vz rZ max z
V) (o) (mA)
B.ZY 85/C 4V7 47 70 5
BZY 85/C 5V1 5,1 60 5
BZY 85/C 5V6 5,6 40 5
ZY 85/C 6V2 6,2 10 5
ZY 85/C 6V8 6,8 " 8 5
BZY 85/C 7V5 75 7 5
Y 85/C 8V2 8,2 7 b
B.ZY 85/C 9V1 9,1 10 b
B.LY 85/C 10 10 15 b
B.ZY 85/C 11 11 20 5
B.ZY 85/C 12 12 20 5
B.ZY 85/C 13V5 13,5 26 5
Y 85/C 15 1b 30 5
B.ZY 85/C 16V5 16,5 40 5
.IY 85/C 18 18 55 5
LY 85/C 20 20 55 5
B.ZY 85/C 22 22 55 5
Y 85/C 24V5H 245 80 5
LY 85/D 1 0,7 8 )
B.IY 85/D 4V7 4,7 — 5
.Y 85/D 5V6 5,6 75 5
7Y 85/D 6V8 6,8 15 5
B.ZY 85/D 8v2 8,2 10 5
B.ZY 85/D 10 10 15 5
B.IY 85/D 12 12 30 5
B:LY 85/D 15 15 55 5
'Y 85/D 18 18 bb 5
BllY 85/D 22 22 55 5
483
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5.5. Germanium-Fotodioden

Betriebs- Empfind- Dunkei- Maximale
spannung lichkeit strom Verlust-
Typ Ur E Ig leistung Ptot
bei Ty =25°C bei Ty = 25°C
(v) (nAfLx) (uA) (mw)
APY 12/1 100 70 (= 40) =8 50
APY 12/l 100 120 (> 90) =8 50
APY 12/11I 100 170 (> 130) <38 B0
APY 13/1 30 70 (> 40) =8 50
APY 13/H 30 120 (> 90) =8 50
APY 13/l 30 170 (> 130) =8 50
5.5. Silizium-Fotoelemente
Leerlaufspannung Empfind- Sperr- Dunkel- Strahler-
bei B= lichkeit spannung “strom tempe-
Typ 100Lx | 10000 Lx (KErz- Ur I4 bei ratur
UL UL schluBstrom) Ty=25°C
(m\V) (mV) (nA/LX) (V) (=A) °K
BP 100 = 150 = 2301 50 (= 3b) 1,0 3 (= 16) 2400
BPY 11 = 200 = 300" 60 (= 40) 1,0 1(=10) 2400
BPY 43 = 130 = 2701 15 1,0 (< 2) <5 2850
BPY 44 = 200 = 3301 20 2,0 (< B) <1 2850
BPY 45 = 100 = 450 1000 0,5 — 2850
BPY 46 = 100 = 4560 800 0,5 — 2850
BPY 47 = 100 = 450 900 0,5 — 2850
BPY 48 = 100 = 450 300 0,5 — 2850
BPY 63 = 100 = 450 450 0,5 — 2850
BPY 64 = 100 = 450 160 0,5 — 2850
TP 60 2) = 100 = 440 1000 0,5 — 2400
TP 61 9) = 100 = 440 1000 0,5 — 2400
1)y B = 1000 Lx
% Ersatztyp in Vorbereitung
% Ersatztyp BPY 63
¥ Neuer Typ W Nicht fiir Neuentwicklung 189
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Kollektor-Emitter- Fotoempfindlichkeit £ Dunkelstrom I'g
Tmw Spannung Ucg Uce=5V;B=1000Lx | Ug=15V;B=01x
V) (mA) (nA)
BPY 61/1 ) 15 0.5 (> 0,25) 5 (= 100)
BPY 61/11 1 15 15 (> 0,9) 5 (= 100)
BPY 61/11i 15 3,0 (> 1,9 5 (= 100)
EPY 62 2 15 0.5 5 (s 100)

1y ohne BasisanschluB in Glasgehiause
2) mit BasisanschiuB in TO-18-Gehiuse

490
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Kaltwider- Temp,- Warme- Thermische

stand Koeffizient leitwert Abkiihlzeit-
Typ konstante

R 20 TK Gehu Tth

(k) (%/°C) (mwWy°C) (sec)
A 31 0,04 -3,0 1 10
A 32-1/600 0,06 =35 4 80
A 32-2/300 0,56 -4 4 80
A 34-2/30 5 -4,0 0,4 1,2
A 34-4/20 15 -4,0 0,4 1,2
A 34-5/15 40 4.0 04 1,2
A 34-6/40 6 -3,4 1,6 7.0
A 34-7/10 100 -4.6 04 1,2
A 34-10/25 40 -4,0 1,2 6,0
A 34-14/30 40 -4,0 2,3 14,0
A 34-25/18 200 -4.5 2,5 12
A 37 10und100 —4,0-4,6 4 60
F 74-35/15 5 -4,0 0,8 15
F 74-51/25x 100 -4,6 08 15
F 75-34/14 4 —4,0 0,45 3,0
F 75-41/21 10 -4,0 0,4 3,0
F 75-46/23 60 -4,6 0,4 3,0
F 75-54/32 400 5,0 04 3,0
K11 0,01-500 -3,0-5,3 B 30
K 13 0,06-50 -3,5-5,4 60" 50V
K 15 0,004-5 -3,0-5,0 8 30
K17 2,5-100 -4,0-4,6 0.8 3
K18 8und100 —4,0-4,6 4 60
K19 12 -4,0 0,14 0,4
K 22 1-250 —4,1-5,3 1 30
K 29 12 -4,0 0,4 5
K 172 100 -4,6 0,8 3
K 252 1-40 —4,1-5,0 301 20M
K 273 Rgo=1,25 —4,6 ca. b0
K 292 100 ‘ —4.6 0,4 5
R 51-4/1/20 10 3,9 0.2 0,6
R 51-8/0,5/10 40 -3,9 0,2 0,6
1) flir Chassismontage
¥ Neuer Typ 491
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5.7. Kaltleiter

Kaltwider-
Typ (TKftjgg °C) Ra Ta N Te Re Kennfarbe | Upax
Rag
(Chm) (Ohm} | (°C) (°C) *C) (kOhm)
P 310-C 11 ca. 100 70 10 40 85 = B0 blau 30
P 330-C 11 ca. 60 50 30 60 100 = 50 violett 30
P 350-C 11 ca. 60 50 50 80 115 = 50 orange 30
P 390-C 11 ca. 60 50 g0 120 150 = 50 grin 30
P 450-C 11 ca, 60 50 150 180 220 =5 grin 30
P 310-C 12 ca., 100 70 10 40 85 = b0 blau 50
P 330-C 12 ca. 60 50 30 60 100 =50 vioiett 50
P 350-C 12 ca. 60 50 50 80 15 = B0 orange 50
P 390-C 12 ca, 60 50 a0 120 150 = 50 grin 50
P 330-C 13 ca. 40 35 30 60 100 = 20 violett 60
P 350-C 13 ca, 40 35 50 80 115 =20 orange &0
P 390-C 13 ca. 40 35 90 120 150 = 20 grin 60
P 350-C 14 ca.b 4 50 80 115 =4 orange 10
P 390-C 14 ca.b 4 90 120 150 =4 grin 10
P 350-C 15 ca. 20 18 50 80 115 =20 orange 80
P 390-C 15 ca. 20 18 0 120 150 =20 grin . 80
P 390-C 16 ca. 1150 | 1000 | 90 120 150 = 1000 | grin 250
P 330-D 1 ca. 70 60 30 60 100 = 100 violett 10
P 350-D 1 ca. 70 60 50 80 115 = 100 orange 10
P 390-D 1 ca. 70 60 Q0 120 150 = 100 grin 10
P 350-E 1 ca. 180 150 . 50 &0 115 = 200 orange 20
P 390-E 1 ca. 180 150 90 120 150 = 200 grin 20
P 430-E 1 ca. 180 150 130 160 190 = 40 braun 20
P 430-E 11 ca. 180 150 130 160 190 = 40 2xbraun | 20

Bezeichnungsschema fiir Kaltleiter

Bestellbezeichnung: P 390 Ci1
Kaltleiter |

Curietemperatur, verschliisselt

Bauform

492
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Leerlaufemp- | Leerlaufhali- | Steuerfeld Steuerstrom

findlichkeit spannung Nennwert
Typ bezogenaufB | bei Ij,und B

Ko Y20 B Iyn

(V/A kG) (mV) {kG) (mA)
EA 218 = (0,085 = 85 10 100
FA 22e = 0,083 = 95 10 150
FA 24 = 0,075 = 300 10 400
FC 32 = 0,13 = 130 10 100
FC 33 = 0,145 = 145 10 100
FC 34 = 0,145 = 290 10 200
JC 24 = 0,08 = 360 10 450
KSM 2 — = 120 z) 50
KSM 2R?) - = 120 ) 50
MB 23 — = 80 3 800
MB 26 - = 200 3 500
El 38/MU
RHY 10 = 0,07 =70 10 100
RHY 11 = 0,07 = 105 10 150
RHY 15 —_ =120 7 50
RHY 16 — = 150 N 50
RHY 17 = 0,6 = 300 10 60
RHY 18 =06 = 150 10 35
RHY 19 = 0,15 = 1560 10 100
RHY 20 — =100 B 50
1} Bei einem StegfluB von 20 Maxwell
) Bal einem SondenfluB von 20 Maxwell
3 KSM 2 mit Rermanenzverhalten
@ Vorlaufige Daten fir Muster ¥ Neuer Typ 493
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Leerlaufemp- | Leerlaufhall- | Steuerfeld Steuerstrom
findlichkeit spannung bei Nennwert
Typ bezogen auf B | bei I1, und B
Kgo Ung 8 I1p
(VIA kG) (mV) (kG) (mA)
RMY 10 — = 200 — 500
RMY 11 —_ — — 354
SBV 514 —_ = 55 — 500
SBV 525 = 0,097 = 97 10 100
SBV 535 — ~ (0,04 n 50
SBV 536 e > 0,3 D) 50
SBV 552 = 0,04 —_ 0,1 100
- . 800
SV 110 gob‘s bis 10 7,5bis 30
1200
. 1000
SV 120 f‘os,)b's bis 10 20bis 40
_ 2000
: 1500
SV 130 fgr;)b's bis 10 35bis80
_ 3000
SV 210 = 0,69 = 300 10 60
SV 230 = 0,659 = 650 10 100
TC 2 = 0,056 = 84 10 150
TC 21-d = 0,19 — —_ 100

) Beim Abtasten einer Aufzeichnung: 50 Hz; 19,08 cm/s Bandgeschwindigkeit

und einem magnetischen KurzschluBfluB von 6 mM/mm.

*) Beim Abtasten einer Aufzeichnung: 1 kHz, Spurbreite 1,5 mm; 38,1 cm/s Bandgeschwindigkeit,

Bandflu@ 50 mM.
) pazogen auf B —
Y Bei f=1kHz

494
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5.9. Feldplatten, magnetisch steuerbare Widerstande

Grund- Relative Temperatur- Widerstand

wider- Widerstands- koeffizient bei 80 °C bezogen Thermischer

stand anderung bei 25 °C und auf den Wider- Widarstand
Typ bei 25 °C bei 25°C und Induktion 8 = stand bei 25 °C '

(Toleranz Induktion 8 = und Induktion B =
+20%) | £3kG | 10| 06 |+3KG| £10 |[0G |+ 3KkG| 4 10 1) 2)
kG ’ , kG kG

Ro (@) RBIRO (Faktor) T 25 (%/°C) R80/R25 Rth(c'CIW)
FP 30D 150 1580 1000 | 100 (30)
FP30D 170 170 1000 | 100 (30)
FP 30 D 220 220 2,8-32 | 12-18| —18 | —2,7 | —29 |0,48] 0,33 0,27 [1000!| 100 (30)
FP 28 D 470 470 1000 | 100 (30)
FP 37D 1000 | 1000 500 | 25 (4)
FP32L10 % 10 1000 | 100 (30)
FP 30 L 47 47 1000| 100 (30)
FP17EL100FY) 100 900 70 (25)
FP 30 L 150 150 1000 | 100 (30)
FP15M 20 20 1,5 4-6 —0.16| —0,40{ —0,55|0,8 | 0,65 0,56 | 1000
FP 20 P 47 47 160 | 16 (9)
FPa7Pso | so | 2327 | 812 015 018109 108 1 08 50 | 95y
FP20 T 47 47 1821 |69 +0,05| —0,05| —~0,09[1,0 | 0,04 0,9 160 16 (9)
Abweichende Widerstandswerte und Toleranzen auf Anfrage
Einsatz: 1} Frei in Luft

2) Einseitig (Flache mit rotem Punkt) auf einer Kiihiflache aufliegend
()-Wert einseitig auf einer Kihliflache aufliegend bei Verwendung von Siliconpaste
495
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Ort Biro StraBe Fernsprecher Fernschreiber
1000 Berlin 11 ZN Schéneberger Str, 24 180021 183766
2800 Bremen 1 ZN Contrescarpe 72 36 41 2 454561
4500 Osnabriick B Maoserstr, 26 32847 © 94827
2940 Withelmshaven 1B Paul-Hug-Str. 8 26187 2 53305
445G Lingen B Lindenstr. 4 4101 g 8870
4600 Dortmund 1 ZN Markische Str, 8-14 54 81 822312
4700 Hamm 1 TB Luisenstr. 5 26841 8 28834
4400 Minster 1 TB Herwarthstr. 6-8 49 31 8 92828
5770 Arnsberg iB Hellefelder Str, 29 20 56/59 842816
4000 Diisseldorf 1 ZN Oststr. 34 355 21 8 582665
5600 Wuppertal-Elberf. TB Hofkamp 106-108 497 8512853
4050 Monchengladbach 1B Aachener Str. 232 21875 8 52749
4300 Essen 1 ZN Kruppstr, 16 201 31 8 57437
4100 Duisburg 1 B Diisseldorfer Str, 50 28191 866843
6000 Frankfurt 1 ZN Gutleutstr, 31 26 21 413941
6100 Darmstadt 1 TB Bleichstrafie 19 73043 4 189246
6400 Fulda iB Ohmstr, 24 3010, 26 69 49810
3500 Kassel 1 B Blirgermeister-Brunner-Str. 16 192 8t 992359
6500 Mainz 1 TB Flachsmarktstr, 13-17 Riehogl 4 187765
6330 Wetzlar 1 T8 Karl-Keliner-Ring 19-21 71 4 83845
2000 Hamburg 1 ZN Lindenplatz 2 2482 1 211891
2300 Kiel 1 B Holstenbriicke 26/28 51101 292814
2400 Liibeck B Breite Str. 52/64 71921 2 6728
2390 Flensburg IB Neustadt 10 73 69 2 2745
3000 Hannover 1 ZN Am Maschpark 1 19 91 9 22333
4800 Bielefeld 2 " Kavalleriestr. 26 571 9 32805
3300 Braunschweig 1 B Fallersieber Stir, 6-8 47 51 9 52820
3380 Gostar 1 B Am Markt 5 24054/59, 2393133 953832
3321 Salzgitter-

Watenstedt IB Hauptstrafle 62 252173 9 522460 -
5000 Koln 1 ZN Friesenplatz 8-14 57221 8 881470
5100 Aachen B Kurbrunnenstr. 14-20 45 11 8 32866
5300 Bonn B8 Milheimer Platz 1 30961 8 86655
5400 Koblenz TB Frankenstralle 21 26 81 8 62831
5900 Siegen TB Sandstr. 42-48 27891 8 72635
6800 Mannheim 1 ZN N 7.18 29 61 4 62261
7800 Freiburg 1 B Habsburger Str. 132 21 7 72842
7500 Karlsruhe 1 TB Bahnhofstr, 5 8971 7 82831
7750 Konstanz 1B Hussenstr. 6 53 81/83 7 33209
7600 Offenburg IB Heinrich-Hertz-Sir, 2 50 61 752886
8000 Miinchen 3 ZN Prannerstr. 8 22 89 61 5 23224
8500 Augsburg 2 B Hibnerstr. 3 325 21 5 3821
8960 Kempten 2 B Salzstr, 27 3622 5 4827
8500 Nirnberg 2 ZN Richard-Wagner-Platz 1 201 61 6 22251
8750 Aschaffenburg IB Ludwigstr. 17 21219 4 188839
8580 Bayreuth 2 B Bahnhofstr. 4b 7071 6 42889
8630 Coburg B Casimirstr, 6 rall 6 63212
8670 Hof (Saale) 3 IB Theresienstr. 13 49 51 6 43865
8720 Schweinfurt 2 B Luitpoldstr. 6 27563 6 73207
8400 Regensburg 2 1B Maximilianstr, 29 570 61 6 5807
8700 Wiirzburg 1 B Theaterstr, 25 508 50 6 8844
8600 Saarbriicken 3 ZN Martin-Luther-StraBe 25 20 81 4 421431
6750 Kaiserslautern 2 1B Pariser Str, 23 75 31 4 5832
5500 Trier 1B Deutschherrenstrae 38-44 48011 47815
7000 Stuttgart 1 ZIN  Geschw,.-Scholi-Str, 24 29 97 61 723941
7100 Heilbronn 1 B8 Schaeuffelenstr. 15 86746 728714
7980 Ravensburg 1 1B Gartenstr. 16 48 11 732915
7410 Reutlingen-

Pfullingen IB Daimlerstr. 23 89241 729723
7900 Utm 1 TB Frauenstr, 11 612 41 7 12826

ZN = Zweigniederiassung

TB = Technisches Biro

IB = Ingenieurbiiro
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